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Type Seite Type Seite Type Seite Type Seite
MA1458 36 MAAS504 28—29 MABO08G 38—39 MAC155 34—-35
MA3000 9 MAAS525 7 MAB16E 40—41 MAC156 34—35
MA3005 10. MAAS550 10 MAB16F 40—41 MAC157 34—35
MA3006 10 MAAG661 1 MAB16G 40—M MAF100 103
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MA7812 48—49 MAA723H 45 MAB24F 38—39 MAS562 13
MA7815 48—49 MAA725 - - 30—31 MAB24G 38—39 MAS601 26—27
MA7824 48—49 MAA725B - 30—31 %&E 40—41 MAS602 26—27
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. MAA125 6 | MAA725H 30—31 B 28G 40—M MAS1008 14
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MAA245 6 MAA741 - 32-43 . ..34-35 | MBA#25 8 .
MAM325 7 MAAT731C - - P33 7 T 34—33 MBA245 g
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MAAS502 28—29 ! MABOSE 3 38—39 MAC28A 40—4 - MBAB1GDAS S 23 ,
MAA503 2829 MABOSF. - _ '38—39 MAC111 37 - MBA810DS T 23 . e
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Type Seite Type Seite Type Seite Type Seite
MCAG640 17 MH54510 64 MH8400 52 - MHB4011 . 106
MCA650 18 MHS54520 64 MH8403 52 MHB4012 106
MCAG660 19 . MHS54537 64 MH8404 52 MHB4013 106
MDA1044 20 MH54538 64 MH8405 52 MHB4015 106
MDA1044E 21 MH54540 64 MH8410 52 MHB4020 106
MDA2010 24 MH54551 64 | MHs420 52 MHB4024 106
MDA2020 24 MH54564 64 MH8430 : 52 MHB4029 106
MDAC08C 42—43 MH54574 64 MH8437 52 MHB4030 106
MDAC08CC 42—43 MH7400 3 50 52 MH8438 52 MHB4032 114
MDACO8EC 42—A3 MH7403 52 MH8440 52 MHBA4046 106
MH1KK1 96 MH7404 52 MHB8442 54 MHB4049 106
MH15D1 101 MH7405 52 MH8450 52 MHB4050 107
MH1551 101 MH7410 52 MHB8451 52 MHB4051 106
MH35D2 102 MH7420 52 MH8453 52 MHB4052 106
© MH38S2 102 MH7420 52 MH8454 52 MHBA4053 - 107
MH35T2 103 MH7437 52 MH8460 52 MHB4066 107
MH100 96 MH7438 52 MH8472 52 MHB4068 107
MH101 96 MH7440 52 MH8474 52 MHB4076 107
MH102 96 MH7442 54 MHB8490A 54 MHB4081 107
MH1082 63 MH7450 52 MH8493A 54 MHB4099 107
MH2009 110 MH7451 52 MH8496 54 MHB4116 126
MH2009A 110 MH7453 52 MH84150 54 MHB4116C 126
MH3001 74 MH7454 52 MH84151 54 MHB4311 107
MH3002 74 MH7460 52 MH84154 54 MHB4503 107
MH3003 74 MH7472 52 MH84164 54 MHB4518 107
MH3205 78 - MH7474 52 MHB84192 54 MHBA4543 107
MH3212 78 MH7475 54 MH84193 54 MHB4555 107
MH3214 78 MH7489 87 MHB8641 83 MHB5085 136
MH3216 78 MH7490A 54 MH84S00 64 MHB5085A 136
MH3226 78 MH7493A 54 MH84503 64 MHBB8080A 130—131
MHS5400 52 MH7496 54 MH84504 64 MHB8080AC 130—131
MH5403 52 MH74141 54 MH84510 64 MHB8251 132—133
MH5404 52 MH74150 54 MH84520 64 MHB8251C 132—133
MH5405 52 MH74151 54 MHB84537 64 MHB8255A 134—135
MH5410 52 MH74154 54 MH84538 64 MHB8255AC 134—135
MH5420 52 MH74164 54 MH84540 64 MHB8608 127
MH5430 52 MH74188 87 MH84551 64 MHB8708C . 128
MH5437 52 MH74192 54 MHB84564 64 MHB8804 116—117
MH5438 52 MH74193 54 MH84574 64 MHB9110 137
MH5440 52 MH74S00 64 MH845112 64 MHB9200 138
MH5442 54 MH74503 64 MHB108 M MHB9500 139
MH5450 52 MH74504 64 MHB1012 115 MHC1502 -46—A47
MH5451 52 MH74510 64 MHB1012C 115 MHC1504 46—A47
MH5453 52 MH74520 64 MHB1032 112 MZH115 70
MH5454 52 MH74537 i 64 MHB1502 46—47 MZH145 70
MH5460 52 MH74538 64 MHB1504 46—A47 MZH165 70
MH5472 52 MH74540 64 MHB1902 119 MZH185 70
MHS5474 52 MH74551 64 MHB1902C 119 MZJ115 70
MHS5490A o4 MH74564 64 MHB2100 113 MZK105 70
MH5493A . 54 MH74574 64 MHB2102 120 TM410/01 104
MH5496 54 MH745112 64 MHB2102/2 120 T™440 104
‘MH54150 54 MH745187 87 MHB2114 121 TM510/01 104
MH54151 54 MH745201 87 MHB2501 122—123 TM510/02 104
MHS54154 54 MH745201E 87 - MHB2501A 122—123 TM511 104
MH54164 54 MH745287 87 MHB2502 122—123 TM520 - 104
MH54192 54 MH745370 87 . MHB2502A 122—123 TM530 - 104
MH54193 54 MH745571 87 MHB2503 122—125 TM610/01 104
MH54500 64 MH82511 87 z MHB2503A 122—125 TM611 104
MHS54503 64 MH8224 83 MHB4001 106 TM630 104
MH54504 64 MH8228 83 MHBA4002 106
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE MAA115 MAA225
THREE STAGE AMPLIFIERS @ DREISTUFIGE VERSTARKER
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Characteristic datao:

Kenndaten:

Type

Measured at:

6

Typ MAA115 MAA125 MAA145 MAA225 MAA245 Gemessen bei:
Voltage gain Ay > 50 — — — — dB Ug =13V, Uz =03V,
Spannungsverstérkung f=1kHz, Ry = 470 2
- 75>70 — 84 >78 — dB Up =7V, Uzes =21V,
: f=1kHz, Rp = 470 Q
Ay - — 75>70 — 90 >80 dB U =12V, Uz =36V,
f=1kHz, R =470 2
Ay 25 59 >54 59 >54 = s dB U =7V, Uze =17V,
f=1kHz, R =470 Q
Input resistance Rr — i — — - k2 =7V, Uzey =21V,
Eingangswiderstand f=1kHz, Ry = 470 Q .
Rs — — > 2 — o k@2 Up =12V, Uzep =36V,
f=1kHz, Rp =470 Q2
Distortion K < 10 — — - - %y Ug=13V, Uz =03V,
Klirrfaktor f=1kHz, Rp =470 Q
K - <15 — < 10 - % Un‘—:TV Uzerp =21V,
=1 kHz, Ry = 470
K — — <15 — <10 % Un=12V U2e!!—36V
f=1 kHz, RL = 470 2
Noise voltage Uy <5 - - - - uV Ug =1,3V,R, = 470 Q,Rc = 470 0
Rauschspannung Uy — i85 2l - - uV Ug =4,5V,RL = 470 2,Rc = 470 Q
f=40Hz.,.15 kHz
Maximum ratings: Grenzwerte: : MAA115 MAA125 MAA145
Supply voltage Betriebsspannung Us max 4 7 12 V
Peok voltoge Spitzenspannung Us/zm max 4 7 12 v
Total current Gesamtstrom 2 max 50 mA
Total dissipation Verlustleistung (8, s 45°C) Py max 300 mwW
Thermal resistance Wérmewiderstand Rihja max 330 K/w
. Junction temperature Sperrschichttemperatur i max 150 5C
“ Ambient temperature Umgebungstemperatur’ fa max =55... +125 y g s
: MAA225 MAA245
Supply voltage Betriebsspannung Up max 7 12 v
Peok voltage Spitzenspannung Uz/sm max 7 12 v
Current '1. l: Strom |2, |3 |z. |] max 40 mA
Current Iy Strom |, ly max 5 mA
Current 4 Strom g lg x max 5 mA
Total dissipation Verlustleistung (8a = 45°C)  Pror max -_.300 mwW
Thermal resistance Warmewiderstand Rinju max £.300 ™ K/w
Junction temperature Sperrschichttemperatur bl max 150 G
Ambient temperature Umgebungstemperatur Pa max ~55... 4125 °C



MAA325 MAA435 LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
MAA345 MAA525 THREE STAGE AMPLIFIERS @ DREISTUFIGE VERSTARKER

Bottom view
Ansicht von unten

Ll
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MAA325
MAA345

Outlines @ Abmessungen 103

Characteristic data: Measured ot
'Charukteristische Daten: Gemessen bei
MAA325 Ay > 70 dB Up=7V,Uze; =21V, f=1kHz Rg = 2 k2,
MAA345 Rr = 470 Q
Ay > 60 dB U =7V, Uzey =17V, f=1MHz, Rg =2 kQ
K <10 % U3=7VU2¢'H—2 V, f=1kHz, Rg = 2 k2,
R. = 470 Q
F1) <8 dB Uz/5 =6 V, Is = 100 uA, f =1 kHz, Rg = 2 kR,
Af = 30 Hz....15 kHz
hz21e") > 30 Uzjs =1V, Is =1 mA
U7/5 sar") < 0,2 v Ugis =6V, Ic =10-1s
U1z sar?) < 0,6 v Ug/z =6V, Ugss = 0V, R, = 470 kQ2
MAAA435 hz1e1 > 40 Usja=6V, Is =02 mA
hz1g2 > 40 Uzj6 =6V, I3 =02 mA
h21g3 > 40 Usg/ir =35V, l2=15mA
Uge 055....08 v Is =02 mA, Ugys = 6 V
Us/zs <07 v I} = 0,5 mA, lg = 20 mA
Uz/3s <09 Vv ls = 0,2 mA, Iz = 8 mA
F <8 dB Usjs = 6 V, s = 100 uA, Rg = 2 k2, f = 1 kHz,
Af = 30 Hz.... 15 kHz
[hzzel (T1,72,T3) 2 1 Uce =6V, lg =2 mA, f=100 MHz
MAAS525 h2ie > 20 ch =6V, lg=2mA (T, Tz. T;}
Use 05<075<08 v Ucs =6V, g =200 uA (T, Tg. T;)
Uces <04 v lc =8 mA, Ip = 0,4 mA (T,,
) [h21e| z1 Uck =6V, Ig =2 mA, f =100 MHz (T, To, Ty)
F (Ty) 510 dB "Ugsz =6V, lg =100 A, Rg=2kQ, f =1 kHz,

Af = 30 Hz....15 kHz

) Of first transistor 2) Of third transistor
Des ersten Transistors Des dritten Transistors

Maximum ratings:
Grenzdaten:

MAA325 MAA345 MAA435 MAA525
(T1,72,13)

Us max 7 12 v Us/s max 7 v Uceo max 7 \
Us/; max 7 7 v Uz/3 max 7 v Uggo max 5 v
Uyz max 7 12 Vv Us;2 max 9 v Ic (T3) max 40 mA
U740 max 20 v Us/a max 15 v le (T2) max 20 mA
Uz/s max 7 Vv Us/1 max 15 v le (T1) max 10 mA
Us/am max 6 v Us/a max 6 Vv Pior®) max 300 mW
Us/sm max 6 v Us/s max 6 v i max 150 °C
Iy max 40 mA Uz/; max 6 v da maox =55...+125 °C
P max 40 mA I . max 40 mA
Is max 20 mA Is max 20 mA
Iy max 20 mA I3 max 20 mA
Iy max 10 mA Iy max 10 mA
14 max 5 mA lq max 10 mA
lg max 10 mA Pror3) max 300 mW
Pror®) max 300 mW B max 150 °C
dj max 150 °C Da max =55...4125 °C
da max =55...+125 °C

) 9a < 845°C



LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
DUAL THREE STAGE AMPLIFIERS @ DREISTUFIGE DOPPEL-VERSTARKER

Outlines @ Abmessungen 103

v -MBA225
Y- ~MBA245

Type Measured at
Typ MBA225 MBA245 Gemessen bel
Characteristic data: Ay >60 >~ 60 dB Ug=7V, Uzejj=1V,Ff=1kHz, Rp = 470 Q
Kenndaten: Ay =50 =50 dB Ug=7V, Uzef=1V,f=1MHz, R, = 470 2
Aud <5 <5 dB Ug=7V,f=1kHz, Rp =470 2
X Rr >3 >3 kQ Ug=7V,f=1kHz, R =470 2
! K <1,5 <15 % Ug=7V,Uzep =21V, 1= 1 kHz, RL—47OQ
Uv (Uz:Ay) <5 <5 uV Ug =45V, R, =470 2, f = 40 Hz...15 kHz
Usyso <6 <6 V'
Usyjso <6 <6 v
MBA225 MBA245
Maximum ratings: Ugp max 7 12 \'
Grenzdaten: Uz/30 max 7 12 \'
Uayso max 7 12 Vv
| max 50 mA
P (#, < 45°C) max 300 mW
i max 150 °c
Rinja max 330 K/W
ita max -55...+125 °C
DIFFERENTIAL AMPLIFIERS @ DIFFERENTIAL-VERSTARKER MBA125
MBA145
Type Measured at
Typ MBA125 MBA145 Gemessen bel
Characteristic data: Kenndaten:
Differential voltage gain Differential-Spannungsverstérkung Aud > 50
Output amplitude Ausgangs-Spitzenspannung Uom 3,5 v
Input differential voltage Eingangsspannungs-Unsymmetrie Uro <4 mV
Input differential current Eingangsstrom-Unsymmetrie lro <2 uh
Input quiet current Eingangs-Null-Strom lis < 50 uA Up = + 7V
Coefficient of adding signal suppression Gleichtaktunterdrickung CMR > 60 dB B
Input resistance Eingangswiderstand Ry 25>1 k2
Output resistance Ausgangswiderstand Ro 23<4 ko
Band width % Bandbreite BW 0,001...5000 kHz
MBA125 MBA145 Outlines @ Abmessungen 10 3
Maximum ratings: Ug max +7 +12 v et i
Grenzwerte: Urp max +4 +4 v ifee M
Ui/e max 7 12 v Gt U™ 3wl |
Uz/4 max 7 12 v i
Ua/s max 7 12 v Se=riH
l3/3 max 20 mA | -
Prot max 300 mW 4ot—d
it max 150 i Dot —
Pa max =85, v +125 °C L. =
3-‘.

L}



MA3000 LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
COMPENSATED DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
KOMPENSIERTE DIFFERE?ITIAL-VERSTKRKER

L

W=

Maximum ratings:
Grenzwerte:

Uce
Ugs
Uy
Uy
Ptot
a
dstg

max
max
max
max
max
max
max

Unsymmetrical input
Symmetrical input

angeschlossen.

. Lead 4,5 not connected

. Asymmetrischer Eingang
. Symmetrischer Eingang
. Ausfilhrung Nr. 4,5 nicht

10 Vv
-10 Vv
+2 v
+2 V?)

300 mW

=55... +125 °c
-65... +200 L4 &

Outlines @ Abmessungen 108

Characteristic data:

Kenndaten:

Measured at:
Gemessen bei:
Uec=6V, Ugg = -6V

Input offset voltage

Input offset current

Input bias current

Quiescent operating voltage
Device dissipation

Diff. voltage gain at
unsymmetrical output

symmetrical output
Output voltage swing maximum
Bandwidth at —3 dB point
Common-mode rejection ratio

Input impedance at unsym.
input

Output impedance at unsvm.
output

Total harmenic distortion

AGC range (maximum voltage
gain to complete cutoff)

Eingangsspannung-Unsymmetrie Ujo

Eingangsstrom-Unsymmetrie lio
Eingangs-Null-Strom lrg
Betriebs-Null-Spannung Usg, Uso®)
Verlustleistung Pros 3)
Diff. Spannungsverstérkung bei

asymmetrischen Ausgang Aud

symmetrischen Ausgang Aud
Ausgangs-Spitzenspannung max. Uo m/m
Bandbreite fiir =3 dB BW
Gleichphosiges Signalunter-

driickungs-Verhdltnis CMR
Eingongs-Impedanz bei

asymmetrischen Eingang Z;
Ausgangs-Impedanz bei

asymetrischen Ausgang Zy
Verzerrung K

AGC-Bereich (max. Spannungs-
verstérkung fiir die totale
Sperrung) AGC

1.4
1.2
23

2,6

32
37
6,4
650

98

195

1.5

25...

55...

<5
<10
< 36
o i
60

> 28
> 33

> 600
> 70
=70

10,5

> B0

mV

uh

uh

v

mw

dB (f =1 kHz)
dB (f =1 kHz)
V' (f =1 kHz)
kHz

dB (f =1 kHz)
kQ (f =1 kHz)
kQ (f =1 kHz)
%y (f =1 kHz)
dB (f =1 kHz)



Maximum ratings: e Qrenzwerte:

+12
—12
+3.5
—2,5...+35

Ucc

Uge

(V)

Ur?)

Prot

a

ﬂst!

Mode A:
B:
C:
D:

Regime A:
B:
C:
D:

max
max
max
max
max
max
max

Leads 4 and 5 unconnected with lead 8

300
=55 ...+125

—65... +155

Lead 4 connected lo lead 8
Lead 5 connected to lead 8

Leads 4 and 5 connected to lead 8-

Ausfiihrungen 4 und 5 sind nicht verbunden mit Ausfiihrung 8
Ausfiihrung 4 ist verbunden mit Ausfihrung 8 :

Ausfiihrung 5 ist verbunden mit Ausfiihrung 8
Ausfiihrungen 4 und 5 sind verbunden mit Ausfihrung 8.

1) Unsymmetrical input = unsymmetrischer Eingang
2) Symmetrical input — symmetrischer Eingang

Outlines @ Abmessungen 109

Characteristic data:
Charakteristische Daten:

Maasured at:
Gemessen bei:

Uee = +6 V,Ugg = -6V

MA3005 Uin 2,6 mV
MA3006 Urn 0,8 g 5 mV
lig < 42 yh
lio <21 uA
Lo I 1,1 0,55...1.7 mA Mode A Regime A
hoo b 0,5 0,23...08 mA Mode B Regime B
Lo iy 3,0 1,548 mA Mode C Regime C
los Iy 1,6 075...25 mA Mode D Regime D
Ice, leg 125039 mA Mode A, % = + 25°C - Regime A
Ice, |EE T g ¥ | mA Mode A, 8, = — 55°C — Regime A
lee, 1e8 i . &) mA Mode A, #, + —125°C - Regime A
Apie 20 =355 & dB (f = 100 MHz) Mode D - Ragime D
Apd 16 > 13 dB (f = 100 MHz) Mode D - Regime D
Fa 7.8 <95 dB (f = 100 MHz) Mode D — Regime D
AGC > 60 dB (f = 1,75 MHz) Mode D — Regime D
f 0., 120 MHz
Rs 33k
+ o , P ‘l? o‘e+
MAABB0 =~
Up=200V | & |  Upn=31.35V
l )
—0— & o et
* N
MONOLITHIC VOLTAGE STABILIZER MAAS550
MONOLITISCHER SPANNUNGSSTABILISATOR
Maximum ratings Outlines
]! ; 3 & Yean o Algje: « 2. e Grenzwerte Abmessungen
lp/n ) ] 1010
v Q mV mA ik °E: ‘
MAA550 31...35 12 < 25 -125... +62 5 15 150

M 9 275°C

10



Top view
Ansicht von oben

RRRANAR e Maximum ratings:
Grenzdaten:
=] ‘—%’Ucc
TI573e7 oo e +H8 ¢
120 R Usys max T4 v
po== o1 Prot max 600 mW
go—— ™ Pa max 0...470 °C
Dsig max -55... +155 °C
R
T T3 6 N
6 (A
T5
R 7] s i
e ? The negative voltage can not be used on the circuit.
%1 i Negative Spannung darf nicht an den Schaltkreis zufiihren.

a
L5
L

i

QOutlines o Abmessungen 10 13

CHARACTERISTIC DATA: - KENNDATEN: 8#; = 25°C, Ucc = +12 V

Static data: Statische Daten: nom. min. — max.

Total supply current Total Betriebsstrom leec 13 8...18 mA
Voltage on lead 2, Spannung an Ausfiihrung 2,
input of detector Detektoreingang Uz 3,7 v
Voltage on lead 6, Spannung an Ausfiilhrung 6,
input of amplifier Verstérkereingang Us 1,45 \)
Voltage on lead 4, output Spannung an Ausfiihrung 4,
of amplifier, high level Verstarkerausgang, Grosspegel Uy 1.5 v
Voltage on lead 8, output " Spannung an Ausfiihrung 8,
of amplifier, low level Verstéirkerausgang, Kleinpegel Us 0,145 v
Voltage on lead 14, Spannung an Ausfiihrung 14,
O A. F. output NF-Ausgang Uis ar 7.00 v
Dynamic data:_ l. F. Amplifier Dynamische Daten: ZF-Verstirker f = 6,5 MHz
Voltage amplifier gain Spannungsverstérkung
(Ur = 100 nV) Ay 60 dB
Input voltage for amplifier Eingangsspannung fiir
limiting Verstérker-Begrenzung
(Af= 150 kHz, fmoa = 1 kHz) Uom 70 < 350 uVv
Output A. F. voltage from NF Detektor-Ausgangs-
detector spannung '
(Ur =10 mV, Af = 450 kHz, fmoa = 1 kHz) ~ Uoar 1000 > 500 mV
A. M, Rejection AM-Unterdriickung
(Ur =10 mV, Af = +50 kHz, fmoa = 1 kHz, modul. 30 %) AMR 50 > 40 dB
Output A. F. signal distortion NF-Ausgangssignal-Verzerrung
(Uy =10 mV, Af = 125 kHz, fmod = 1 kH2) K 1 _ %
Load resistance Belastungswiderstand Rt >2 kQ
Amplifier input resistance Verstérker-Eingangswiderstand R; 35 kQ
Detector inpit resistance (lead 12) Detektor-Eingangswiderstand
(Ausfiihrung 12) Rr 12 70 k2
Amplifier output resistance (lead 8)  Verstdrker-Ausgangswiderstand
(Ausfiihrung 8) Ros 60 Q
Detector output resistance (lead 14)  Detektor-Ausgangswiderstand
(Ausfiihrung 14) Ro 14 100 Q

R A R B B S L 0 A S S P A TR 3 TS A et
11



Maximum ratings @ Grenzwerte

min. max.
Upp 403 ... 32 v
U, +03... =20
lo -5 mA
a 0...+70 °C
Dstg —25...+125 °C

Recommended circult for electronic touch plate four-channel-
switch in tv-program selector of television sets.

E fahl. Cehelt

P g des elektronisch berihrungsg e
ten, vierstelligen S halter fiir Fernseh-Programmwahl in
Fernsehempfénger.

") The voltage Upp can be increased in a time of 1 min on
value —35 V.

Die Spannug Upp kann wéhrend der eine Minute-Zeitdauer

Block diagram and pin connections

[ 5 4
[o]] 02 (ox]
KS2 KS3
KOt K02 KO3
i
vﬂl_Ps_Hﬁ_l S2 3
. w____Jre____ .o
9 10 f

und A

i

INSTELLUNG

ouf Grenzwert —35 V erhsht sein.

?) On the pins Pg and N is not rec

external voltage.

An Ausfihrungen Pg und N ist nicht die Aussenspannung

anschliessen zu empfehlen.

Outlines ® Abmessungen 1013
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Characteristic data Kenndaten —Upp=26...32 V, 8=0... +70°C
Static data: Statische Daten:
Supply current Versorgungsstrom —lop =30 mA
Input leak current Eingangs-Ableitstrom =i =10 uA
-U=20V :
Input capacity Eingangs-Kapazitét C <20 F
—U; =7V, f =100 kHz . ; ! P
Non-switching input voltage Eingangs-Spannung fir nicht
geschalteten Zustand Ui s1.5 v
Switching input voltage Eingangs-Schaltspannung U 27,0 V
Output leak current Ausgangs-Reststrom —loL =50 uhA
—Up=32V
On-state output resistance Ausgangs-Widerstand in geschalteten
—lop =1 Zustand Rou <500 Q
Temperature coefficient of output Temperatur-Koeffizient des Ausgangs-
resistance Ron widerstandes Ron TK Ron s+1.0 /K

—lp =1 mA, #a = +10...+50°C




Maximum ratings @ Grenzwerte

min, max. E ' o
Upp ) +03... =35 v Vot ®
Ur?) +03... —20 V e |
Ug +03... -—32 Vv |
lo 5 mA i KO,
ta 0. +70 °C i "
Bsig —25 +125 °C g
3+‘|' TO a2
734
5 Vo |
KO — flip-flop circuit @ Flip-Flop-Schaltung ‘A T
- B
KS output stage @ Ausgangsstufe i
TO — clock circuit @ Toktkreis . i
VO — link circuit — Kopplungskreis R
NO — reset circuit @ Riickstellkreis -ET:_ T e e R AT e e ST T e e T Lm e o e e SR
PS — preference switching @ Vorzugskreis
.____ & 5 BxKAZ61
1. With pin Upp is connected a serial resistor 6,8 kQ + 20 %. M33r1]l6k8 u-‘_{&ll?ﬁ)»-. iy
In Ausfilhrung Upp ist ein Serienwiderstand 6,8 k2 + 20 % 648 | [ M1‘ — _lf:r o
angeschlossen, =
2. Valid for pins SH, SD. 3 — 1
Giiltig fiir Ausfihrungen SH, SD.
3. On the pins F, T, A is not ded to of
external voltage. %ﬁ &]
An Ausfihren F, T, A ist nicht die A pannug anschli 1 my el Sl e
sen zu empfehien. KZ240033 -'____ 1 @2 ? KC148
4. The pin E;_g is connected to substrat. ? — ! 1120308 15016017518 4
Ausfiihrung E;_g ist zum Substrat angeschl L _[jm @ Gt
5. The negative value of voltages and currents (mark minus —) *0v ) T' *3] Bx
valid with regard to common peint — to pin No. 02. M7l 33 LM7 30/80
Die negative Sp und Str te (Minus-Zeichen —) ) SH : ll'l
beziehen sich mit Ricksicht zum g i Punkt — 41 _,'f‘ﬂ? (WA

zur Ausfihrung Nr. 02,

' Outlines @ Abmessungen 10 14 A

Recommended circuit for electronic touch plate eight-channel-switch in TV and VHF
program selector of television and radic sets.

Empfohlene Schaltung des elektroni

hen beriihrungsg

ten, achtstelligen Sensor-

schalter fiir FS- und VHF-Programmwah! in Fernseh- und Rundfunkempflinger.

Characteristic data:

Kenndaten

-Upp = 26...32V, 9 = 0...470°C

Supply current

Input leak current
inputs SH, SD
-Ur=20V
Input capacitance
inputs SH, SD
—Ur =7V, f =100 kHz
Non-switching input voltage
inputs SH, SD
Switching input voltage
inputs SH: SD

Output voltage of pin A
level H

Output veltage of pin A
level L

Output leak current
—Uo 32v

Output resistance — on state
—lop = 1 mA

Temperature coefficient
of output resistance Ron
=lo = 1 mA, %

Stromaufnahme

Eingangs-Ableitstrom
der SH-, SD-Eingdnge

Eingangs-Kapazitét
der SH-, SD-Eingénge

Eingangs-Spannung fiir nicht
geschalteten Zustand

Eingangs-Schaltspannung
der SH-, SD-Eingénge

Ausgangs-Spannung der
-Ausfiilhrung, H-Zustand

Ausgangs-Spannung der
A-Ausfiihrung, L-Zustand

Ausgangs-Reststrom

Ausgangs-Widerstand
im geschalteten Zustand

Temperatur-Koeffizient des
Ausgangswiderstandes Rox

+10...450°C

=lpp <30 mA
=l <10 uA
Cr <20 pF
=Urt <15 Vv
U > 7,0 v
=Uaon >70 v
-Uaot <15 v
=loc < 5,0 uhA
Ron < 500 Q
TK Rox < 41,0 Q/K



THE INTEGRATED CIRCUIT SERVED TO PICTURE
OF NUMBER 1...8 CLOSED-ON CHANNEL

‘ON THE PICTURE TUBE OF TV-SET WITH
ELECTRONIC TOUCH DRIVEN DOUBLE CONTACT
CHANNEL-SWITCH WITH INTEGRATED CIRCUIT

MAS560A OR MAS562

DER INTEGRIERTER SCHALTKREIS DIENT

FUR NUMMERDARSTELLUNG 1...8

DES EINGESCHALTETEN KANALS AN DEM
BILDSCHIRM DES FS-EMPFANGERS MIT
ELEKTRONISCHEM BERUHRUNGSGESTEUERTEN
SCHALTER MIT INTEGRIERTEM SCHALTKREIS

MAS560A ODER MAS562

The number of closed-on channel is pictured in the
left upper cornerin matrix form with 7 X9 points, Digit
duration can be determined by duration of external

signal.

Die Nummer des eingeschalteten Kanals dargestellt
sich in linke obere Ecke der Bildréhre in Matrix-Form
mit 79 Punkten, Zeitdauer des Nummerzeichen ist
moglich durch Ldnge des Aussensignals bestimmen.

Maximum ratings @ Grenzwerte

min. max.
Upsn +0,3 —20
U; +0,3 —20
lo —2
tta 0 +70

Qutlines @ Abmessungen 10 14 A

MAS1

008 —

stagnant numbers e
stehende Nummer

TIElg 5y

-l

Base connection

(top view)

Sockelschaltung
(Ansicht von oben)

o
8:MES |
By AT ._@
£ 3@._._3?_3_4:@2 ’
TBO2E ‘M_Q?‘ 5
TS0IB o—
TB0B

Recommended circuit with electronic touch plate switching
integrated circuit MAS562 (in TESLA TV-sets of series DUKLA).

123456

MAS1008

Characteristic data

Kenndaten

Upp = —16,5... =195V, # = 0... +70°C

Supply current

Input leak current
input I...1s, SO, SR, A
—Ur=195V

Input voltage — level H
input I7...ls SO, SR, A

Input voltage — level L
input I7...1s SO, SR, A

Input capacity
input I7...ls SO, SR, A
—U;=5,0V, f=100 kHz

Output leak current

Up=20V
Output resistance on state
—lp =1 mA

Versorgungsstrom

Eingangs-Ableitstrom
Eingang l1...1s SO, SR, A

Eingangsspannung — H-Zustand
Eingang ;... ls SO, SR, A

Eingangsspannung — L-Zustand
Eingang ;... SO, SR, A

Eingangskaparzitat )
Eingang I;...1s SO, SR, A
Ausgangs-Ableitstrom

Ausgangswiderstand
im geschalteten Zustand

1. On the pin T is not recommended to connect of external voltage.
An Ausfiihrung T ist nicht die Aussenspannung anschliessen zu empfehlen.

—lpp

—lru
—Uru

U

Cr
—lon

RoL

mA

uh

pF
uA

k2




LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
R.G.B. MATRIX PRE-AMPLIFIER @ RGB-SCHALTUNG FUR PAL-FS-EMPFANGER

MBA530

200H
THREE-CHANNELS PRE-AMPLIFIER OF SIGNALS R-Y, T .r < 8 Ugy = 225V
B-Y AND G-V, PRE-AMPLIFIER OF SIGNAL V. =M }
FROM DIFFERENCE SIGNAL OF COLOURS AND ik 2 16 J , BJ : l.ﬁ 4
LUMINANCE PRODUCES SIGNALS R. G. B. =R | (SR | (ot uH
IR B 7 A M

DREIKANAL-VORVERSTARKER FUR (R—Y)-, (B—Y)-
UND (G-—Y) - SIGNAL, VORVERSTARKER FUR DAS Y-SIGNAL.

AUS DER DIFFERENZ-FARESIGNALEN UND DES LEUCHT- i 1» R R R
DICHTESIGNALS ERZEUGT DER SCHALTKREIS RGB-SIGNALE.
B MBAS30
1 2 3 &4 6
Maximum ratings e Grenzwerte j—’
Usys min. 10,2 3 '
Usje max. 13,2
1, 111, l1g max. 10 mA . 27 |oKF [2KF [
10, 113, l1e max. 50 mA ~(RY) GY)-BY) Y
Prot max. 400 mW
P min.-max. =25... 470 °C
Derg min.-max. —25 ... 4125 °C
Outlines e Abmessungen |10 14
Characteristic dota Kenndaten . 9 = +25°C, Usi(ss) = 12V,
Uzi6 = Usys = Ugyg = 7.5V, Usis = 1,5V
Colour difference input Eingangs-Differenzfarbsignal nom min.-max
signal
= Uz/6 M/m 1.4 A
G-Y Usye /M 0,82 Vv
B-Y Ugrs Mim 1,78 v
Luminance input signal Y Eingangs-Leuchtdichtesignal Y Us /M 1,0 v
Gain of colour channels Verstarkung der Farbkandle Gr-v = Ug/Ur-v
f=05MHzY Gg-y = Ug/Ug-y 100 > 80
Gp-y = Up/Us-v
Ratio of gain of luminance Verhéltnis der Verstérkung der Gr-v/Gy 1 09...11
to colour amplifiers Farbdifferenz-Kanéle zu der Gg-v/Gy
des Y-Kanals Gg-y/Gy
D. C. output voltage Ausgangsgleichspannung Ur 165 v
Ug 165 Vv
Us 165 v
Supply current consumption Gesamt-Stromaufnahme ltot 35 mA
Information data: Informationsdaten:
Input resistance of colour Eingangswiderstand der Farb-
differenz-Eingénge Rz, R3 Rq 60 kQ
Input capacitance of colour Eingongskapazitét der Farb-
differenz-Eingéinge Cz, C3 C4 3 pF
Ipput resistance of luminance Eingangswiderstand des Y-Kanals Rs 20 k2
Input capacitarce of luminance Eingangskapazitét des Y-Kanals Cs 10 pF
Bandwidth of all channels (=3 dB)  Bandbreite von allen Kanélen
(—3 dB) BW 6 MHz

") Gain of colour channels Is defined as the ratio of signal on collector of output transistor to signal at the signal input on pins 2, 3 or 4.
Die Verstérkung der Farbkanéle ist als Signalverhdltnis auf Kollektor des Ausgangstransistors zu dem Signol auf dem zugehdrigen Eingang (Ausfiihrung

2, 3 oder 4) definiert.

15



LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE -SCHALTKREISE MBA540

REFERENCE COMBINATION PAL @ PAL-REFERENZ-SCHALTKREIS

REFERENCE SIGNAL R-Y, B—Y SOURCE,
VOLTAGE SOURCE FOR GAIN CONTROL OF
COLOUR AMPLIFIER AND COLOUR KILLER,
OSCILATOR OF AUXILIARY COLOUR CARRIER.

Gain @ Verstérkung ACC

REGELSPANNUNGSERZEUGUNG FUR FARBARTSIGNAL,
ERZEUGUNG VON FARBABSCHALT- UND
IDENTIFIKATIONS-SIGNAL,
FARBHILFSTRAGER-OSZILLATOR

Level ® Pegel ACC

27k

Maximum ratings e Grenzwerte Output ® Ausgang ACC

Us/16 min. 10,2 Vv 15 2 1N 10 9
Us/ie max. 13,2 Vv
Prot max. 680 mw MBAS40
da min.-max. —25 ... 470 o 2.3 -4 § 6 7
Psig min.-max. —=25... 4125 °E _ Ok|
60 Iy 470k
= = =
.J AR & M33
i
18 3 -L_ o n
Setting @ Einsiellung F, M-‘ i & gy 6
BURST 1«60
680@ Colour killer ® Farbabschalter
: (RY) (BY) -(RY)
Ou“Ines . Abl‘nessungen IO 14 Fefzrence outputs @ Relerenzausgange

Characteristic data

Kenndaten

ta = +25°C, Uz =

12V,

Us/is m/m = 2,5 V (square wave voltage H/2 o

H/2-Rechteckspannung)

Us/16 M/m = 1,4 V (burst signal input

e Burst-Signal)

Reference signal output voltage
R—Y (peak-to-peak value)

Colour killer output voltage

colour on
colour off

Colour killer output current
colour on
colour off

ACC output voltage of colour

amplifier

at correct phase H/2 1)

at incorrect phase H/2 1)
Supply current consumption
Active synchronisation range 2)
Information data:

Voltage gain of oscillator
section

Voltage gain of reactance
section
(pins 13 and 14 interconnected)

Pasive synchronisation range ?)

Input resistance of oscillator
section

Input capacitance of oscillator
section

Temperature coefficient of oscillator
section

Phase difference between reference
and colour synchronisation signal

(oscillator pulling +400 Hz)

'} For zero

Referenzsignal-Ausgangsspannung
R—Y (Spitze-Spitze-Wert)

Farbabschalter-Ausgangsspannung
Farbe ,Ein“
Farbe , Aus"”

Farbabschalter-Ausgangsstrom
Farbe ,Ein"
Farbe ,Aus”

Farbartsignal-Regelspannung
bei richtiger Phase H/2
bei falscher Phase H/2
Gesamt-Stromaufnahme
Aktiver Synchronisationsbereich
Informationsdaten:
Spannungsverstéarkung
des Farbhilfstréger-Oszillators

Spannungsverstdrkung der Reaktanz-
stufe
(Ausfiihrungen 13 u. 14 verbunden)

Rassiver Synchronisationsbereich

Eingongswiderstand der Oszillator-
stufe

Eingangskapazitat der Oszillator-
stufe

Temperaturkoeffizient der
Oszillatorstufe

Phasendifferenz zwischen Referenz-
und Phasensynchronisationssignal
(Frequenzablage +400 Hz)

I synchronisation signal to be adjust by ACC level Ugris = 4 V.
Fiir Null-Synchronisationsfarbsignal stellt sich durch ACC-Pegel

Ug'ns = 4 V ein.

?) Crystal TESLA Q700. g Quarz TESLA Q700.

16

Uasi6 mim

U716
Uz/16

Iz
I7

Ugj 16
(VENRT:

I3

Gis/i

Gis/2

Ris
Cis

TKDSE

38
+300

4,5

11
+600

52

3.7

min.-max.
> 1 '
")
< 250 mV
< 10 uA
<1 mA
4 0.2 Vv
4 11 "
< 50 mA
Hz
Hz
k2
pF
<2 HZ!K




MCA640

'LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

CHROMINANCE AMPLIFIER FOR SECAM/PAL DECODERS
FARBARTKOMBINATION FUR SECAM/PAL DEKODER

CHROMINANCE AMPLIFIER PAL / SECAM

INCORPORATES A COLOUR KILLER, 7,8 kHz

FLIP-FLOP, IDENTIFICATION CIRCUIT SECAM,
SWITCHING CIRCUITS FOR BURST GATING (PAL)
AND IDENTIFICATION SIGNAL SECAM.

SYSTEM SWITCH SECAM/PAL.

FARBART-KOMBINATION PAL/SECAM,

VERSEILT FARBABSCHALTER, 7,8 kHz-FLIP-FLOP,
SECAM-IDENTIFICATION, AUSTASTSCHALTUNG FUR

FARBARTSIGNAL, AUFTASTSCHALTUNG FUR
FARBSYNCHRONISATIONSSIGNAL.
INTERNE PAL/SECAM-UMSCHALTUNG.

Maximum ratings

Uasz min.
Uz max.
tot max.
ta min.-max.
stg min,-max,
Outlines e Abmessungen 10 14

e Grenzwerte

=25...
-25...

Chromizance owlput @ Forbortsignal-Ausgong *12\"

<

PAL burst @ Farbspnchronsignal-Ausgang

n

Flip-flop output
H/2 - Maanderspannungs-Ausgang

Chrominance output 1kﬁ
Farbartsignal-Ausgang

W8
| -
M22
10M b
10M [10M
15 _j'm L1
AL |6 ™ w2 0
MCAB640 *
1 2 3 4L 5 6 T 8 Skt

System switch .JI_ LM Colour killer output
Betriebsart-Umschaltung SECAM/PAL g Al n ;M,CMM_M*"

v 1k8 M1
Field identification pulse ® V-Impulsg

nv'lW e 220 ! a Line fiy-back (H) ®
70 °C s diE. = M1 Pock ()@ Hotmpulue
+
+125 °C 680 ming=2:1
i L k6 +12v
136
1k L

Chrominance input @ Forbortsignal-Eingong

Characteristic data

Kenndaten

Ba = +25°C, Upyz =

Chrominance input signal
SECAM
PAL

Line fly-back pulses (positive)

Field identification pulses
(positive)

System switch signal
SECAM
PAL

Chrominance output signal
PAL
SECAM

Flip-flop signal
Colour killer
killed

unkilled

Supply current consumption
Colour killer threshold PAL

Information data:
Chrominance input signal
for limiting SECAM

Automatic chrominance control
starting PAL

Regulation range PAL

Phase difference between output
colour signal PAL

Burst signal PAL
Output resistance pin 11

Input capacitance SECAM

Farbartsignalspannung

Zeilen- (H) - Riicklaufimpulse,
positiv

Bild- (V) - Identifikationsimpulse,
positiv

Betriebsart-Schaltspannung

Farbartsignalspgnnung

7.8 kHz-Mdanderspannung
Farbabschaltung
#Ein"

LAus"

Gesamt-Stromaufnahme
Farbabschaltspannung PAL

Informationsdaten:
Farbart-Eingangssignal fiir
SECAM-Begrenzung

Einsatzspannung fiir
Farbartsignal-Regelung

Regelungsbereich PAL

Phasendifferenz zwischen den
Ausgéngen

Farbsynchronisationssignal PAL

Ausgangswiderstand
(Ausfiihrung 11)

Eingangskapazitdt SECAM

nom.

© Usss m/m
Us/s M/m

Ussz mim
Uz/z M/m

Ugy2
Us2

Uisssz, Uz m/m
Uissz, Uz mim

Usz/z m/m

Usyz
Is
Usyz
Is

l14
Uis/2

Us m/m

Uiz
AG

Pi15/1
Uissz m/m

Ri1/2
Cs

12V
min.-max.
15 ... 400 mV
4 ...80 mV
45 ...12 Vv
40 ..o 12 \"
0 V'
7 ...Uy2 v
425...575 mV
1.8 ...23 \"
2w 35 Vv
= 0,5 Vv
<10 mA
= U2 A
< 47 mA
v
<15 mV
09...15 v
dB
170...190 °
'
2 2,9 k2
pF

17



LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
CHROMINANCE DEMODULATOR ® FARBARTSIGNALE-DEMODULATOR SECAM/PAL

SYNCHRONOUS DEMODULATOR FOR SECAM/PAL
CHROMINANCE SIGNALS,

MCA650

Elack level setting @ Schwarzpegel-Einstellung

INCORPORATES ADDING AND DIFFERENTIAL 2T
MATRIX PAL, LINES SWITCH AND LIMITER —c 13—
SECAM, SWITCH OF PHASE OF R-Y Demedulated signal outpuls . .
COMPONENT PAL, SYSTEM SWITCH SECAM/PAL B g s e
SYNCHRON-DEMODULATOREN FUR PAL- UND SECAM- "™ e 66| 68
FARBARTSIGNALE, VERSEILT PAL-MATRIX ¥ T
ZUR GEWINNUNG GETRENNTER (R—Y)- UND (B—Y)-
ANTEILE DES FARBARTSIGNALS, PAL-SCHALTER 7
ZUR ZEILENWEISEN PHASENDREHUNG DER (R-Y)- o M
KOMPONENTE, SECAM PERMUTATOR UND BEGRENZER, T — [ i
INTERNE PAL- / SECAM-UMSCHALTUNG $=2i IR TEECA
15k
MCAG50 o
1 2 3 4 5 b 7 8 Black level setting
Maximum ratings e Grenzwerte - 1k Sehwaripsgel- Kinsistiny
U142 min. 10,2 g - 1 180 L2/
Ujayz max. 13,2 1k 1k A0k "
Prot max. 610 mW T "'1 T i._éf‘;MHz
Pa min.-max. —25... +70 e -l- 2k || W ol
aslg min.-max. —25 ... +125 G Undelayed signal irput S Amplitude settin
#: Usverisgerios Fibarlsianch 2k7 l o I .lmpliluden-l':ln:{:ll‘un:
i inpu Bgertes Farbartsignal RY B‘Y
Reloyed: sanot et b i Fert co PAL reference inpul signals @ Referenzsignale PAL
Qutlines e Abmessungen 1014 System switch @ Petrchsart-Umschettor g SECAM DAL
Characteristic data Kenndaten fa = +25°C, Upyz = 12V
Chrominance input signal Farbartsignal-Eingangsspannung nom. min.-max.
PAL Ui/2, Usjz m/m 35...75 mV
SECAM Uiz, Uszz m/m 150...400 mV
Reference input signal Referenzsignal-Eingangsspannung
PAL Us/z, Uzjz mim 05...1.5 v
SECAM Ussz, Usjz m/m 0,18.:.:1,5 v
Colour difference output signal 1) Farbdifferenz-Ausgangsspannung
R—-Y Uizjz MM 09513 "
B=Y Uiosz mim Y2l v
Diaphotie of total circuit Ubersprech der Gesamtschaltung
Dg = 4,72 MHz, D = 4,04 MHz «—40 dB
Square wave input Maanderspannung
7.8 kHz Uisjz Mmim 2.5 35 \'
System switcH input ?) Betriebsart-Schaltspannung
SECAM Dl v
PAL 7...Uny2 Vv
Supply currrent consumption Gesamt-Stromaufnahme lig 36 < 46 mA
PAL matrix gain from both PAL-Matrix-Verstarkung
inputs to pin 13 von beiden Eingdngen Uyssz
auf Ausfiihrung 13 Gi3 w1 2.3...33
1/3
to pin 15 auf Ausfiihrung 15 Gis = %ﬁ% 26...36
Information data: Informationsdaten:
SECAM permutator output signal 3) SECAM-Permutator-Ausgangssignale Uiz, Uissz m/m Vil 2l Vv
Chrominance signal on demodulator  Demodulator-Farbartsignal-
input Eingangsspannung
PAL B-Y Ugyz M/m 0,22 v
PAL R-Y Uiz mim 0,28 Vv
SECAM B-Y Ugsz M/ 15743 v
SECAM R-Y Uitz mim 15...3 v

) Valid for ckh e input sig

| PAL g Giiltig fir Farbart-Eingangssignal PAL

U”z. U],tz MM = 50 mV, SECAM Af = +280 kHz

The clipping level (peok-to-peak) for: }

Der Clippen-Pegel (Spitze-Spitze) fir:
?) Switchi ignal is
(+ 10 %) angeschlossen.

) Thf_ vo_ll-J.Q_ I._é.:\f _v_|_:|.lid at i:ngut w_:_.ltq_ge Uh??'. UJUZM!H - .150 mV.

18

PAL
SECAM 8-Y = 36V,
lied to pin 4 through o resistor 2,7 k2 (£ 10 %)

B-Y = 47V, R-Y = 3V
R-Y = 24V

Betriebsart-Schaltsignal ist auf Ausfiihrung 4 durch Serienwiderstand 2.7 k@

Der \A_fe_r_t 1.'6 V gilltig bei __Eingo_n_gsspunnung UUZ‘ Uj!Z_M}M = 150 mV.



MCA660

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

CONTRAST, SATURATION AND BRIGHTNESS CONTROL CIRCUIT
HELLIGKEITS-, KONTRAST- UND SATTIGUNGS-EINSTELLKOMBINATION

CIRCUIT PERFORMING THE CONTROL FUNCTIONS

OF CONTRAST, SATURATION AND BRIGHTNESS,

REALIZES BLACK LEVEL RESTORER AND

BLACKING OF LUMINANCE CHANNEL. AN INVERTER
AMPLIFIER IS USED FOR MATRIXING THE (G—Y) SIGNAL
FROM THE (R—Y) AND (B—Y) COLOUR DIFFERENCE SIGNALS.
CONTRAST IS CONTROLLED BY THREE TRACKING ELECTRONIC
POTENTIOMETERS — ONE FOR LUMINANCE, OTHER TWO FOR
COLOUR DIFFERENCE SIGNALS.

SCHALTKREIS FUR HELLIGKEITS-, SATTIGUNGS- UND
KONTRASTEINSTELLUNG FUR DAS LEUCHTDICHTESIGNAL,
SCHWARZWERT-KLEMMUNG. EIN INVERTERVERSTARKER IST
BENUTZ FUR MATRIXING DES (G-Y)-SIGNALS AUS (R-Y)-
UND (B—Y)-FARBARTSIGNALEN. KONTRAST IST GEREGELT
DURCH DRE!I ELEKTRONISCHEN POTENTIOMETER — EIN DIENT
FUR HELLIGKEITS-, ZWEI WEITERE FUR FARBARTSIGNALE.

Maximum raotings e Grenzwerte

Ui3a min. 10,2 v
U3 max. 13,2 \"
Prot max. 600 mW
Ya min.-max. =25 ... +70 “C
Bsrg min.-max. —25 ... +125 °C
Outlines e Abmessungen 10 14

G-Y
Cutput R-Y R-Y
Ausgong  Qutput Ingut

Brightness control @  Helligkeits-Einstellung | Awgang Eingong
Ve B 33 1k
Lk?
+12V i
Bk
w = % = 22M
k ME3 o B
o—C——Het 10M|Lk?
Luminance input @
Leuchtdichtesignal-Eingang |6 19 1 13 12 11 10 9
MCAG60 o
Luminance output © 1 2 3 4 5 E 7 8
Leuchtdichtesignal-Au g [
Block level clomp pulse ® }ll- 1
Schwartpegel-Klemmimpuls } B-Y B-Y
Input Output
Slonking pulse ® Austast-Impuls Eingang  Ausgang
+12V k2

« Contrast contrgl @ Mhm.mmn_(—zk;z]_LL]_:._I

+12V

2k2  1k8

Saturation contrel @  Sattigungs-Einstellung

Characteristic data Kenndaten

da = +25°C, Upzyq = 12V

nom.

Luminance input current Leuchtdichte-Eingangsstrom l1s 0...25 mA
Colour difference input voltage Farbart-Eingangsspannung
R-Y Uosg m/m < 0,7 v
B-Y Us/a m/m <09 v
Blanking pulse 1) Austastimpuls
blanking level Austastpegel Us/e m/m -15...—-10 v
black level Schwarzwertpegel Usja m/m 20... 12 Vv
Black level clamp pulse Klemmimpuls Uz/a m/m 10... 12 v
Luminance output voltage Leuchtdichte-Ausgangsspannung
at nominal contrast bei nominellem Kontrast Uzja m/m 2,0...40 \'}
Black level at nominal Schwarzpegel
brightness bei nomineller Helligkeit
Urgga =57V Uy 4,3 38 4,6 v
Colour difference output signal Farbart-Ausgangsspannung
at nominal contrast and bei nominellem Kontrast
saturation und nomineller Sattigung
- Usosa m/m 1.4 > 1,25 Vv
B-Y U774 M/m 1.8 > 1,6 A
D. C. output level Gleichspannungspegel Uz/4 6,2 54...6,8 \J
Uro/4 6,2 54...68 v
Contrast control voltage range for Kontrusteinstellun%s-Spunnungs-
50 %/, contrast of luminance bereich fiir 50 %, des Kontrastes
amplifier des Leuchtdichte-Verstérkers Us/a 45...50 v
Saturation control voltage range Séattigungseinstellung-Spannungs-
for 50 %, saturation of chromi- bereich fiir 50 %, der Séttigung
nance amplifier des Farbartverstdrkers Us/a 55...6,0 v
Supply current consumption Gesamt-Stromaufnahme l13 40 < 46 mA
') At negative pulse value =1,5 V...-2,5 V is luminance output blanking on blanking level, at positive value on black level. During the active part of
lines must be voltage Uj,y, >—0,75 <+0,7 V.
Bei negativen Impulswerten =1,5...-2,5 V ist der Leuchtdichte-Ausgang auf Austastpegel, bel positiven Impul ten ouf Sch pegel ausgetastet.

Wahrend des aktiven Zeilentelles musst die Spannung Us; >-0,75 V <+0,7 V sein.

min.-max.
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" LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
FRAME SCAN CIRCUITS FOR TV RECEIVERS
BILDKIPPSCHALTUNGEN FUR VER‘I’IKALABLENKUN_G-IN FS-EMPFKN_G_ER

COMBINATION OF ALL STAGES FOR THE VERTICAL
DEFLECTION OF 110° BLACKWHITE TV RECEIVERS

KOMBINATION DER ALLEN STUFEN FUR VERTIKALABLENKUNG

VON 110° — SCHWARZ-WEISS-FERNSEHEMPFANGER

Maximum ratings @ Grenzwerte:

Uz max.
Us 1) max.
Uiz max.
Us max.
la m/m max.
Is + 17 max.
lg max.
la max.
#j max.
dsig min.-max.

30 '
27 \%
22 Vv
—6 Vv
1 A
300 mA
500 mA
2 mA
155 oC
. +100 °C

) During flyback pulse @ Wéhrend des Riicklaufimpulses

Us = 58V

Outlines @ Abmessungen 10—16

MDA1044
3 = 2
) np
3 (0] )
b ap
(5 Bj
7h

Base connection diagram (top view)
Sockelschaltung (Ansicht von unten)

KRR
y =~ U

= 57

Measuring circuit @ Mess-Schaltung

fla = +25°C, Up =20V, Uz =12V

Characteristic data: Kenndaten: Deflection unit @ Ablenkeinheit
10 Q, 20 mH
nom, min.-max,

Current consumption Stromaufnahme

fg = 50 Hz, lam/m = 0,6 A Is + Iz 140 = 300 mA
Amplitude of synchronizing Amplitude von

signal Synchronisations-Signal

positive signal positives Signal Us 1,3...10 v

negative signal negatives Signal —Us 1,350 6 ' .
Temperature Temperature

drift of freedom frequency Drift von Freilauffrequenz Afpl/A b, 0,0145 = 0,0364 Hz/K
Information data: Informationsdaten:
Input resistance Eingangswiderstand Rs/13 10 k2
Sawtooth generator Frequenz des

frequency Sagezahngenerators 15

R11/13 = 50 kQ fg R . A Hz
Voltage on lead Spannung auf Ausfiihrung Ri1/13.- Crof13

No. 11 Nr. 11

fs = 50 Hz, lam/m = 0,6 A U 7.8 v
Flyback duration Ricklaufdauer

fg = 50 Hz, lay/m = 0,6 A tzp 0,5 ms
Adjustment range of the Ziehbereich

sawtooth generator des Sagezahngenerators

positive frame impulse positiver Bildimpuls

fg = 43 Hz, Us = 13...10V, laasym = 0,6 A Afplts 10 LA

negative frame impulse negativer Bildimpuls

fg = 43 Hz, Us = —1,3...—6V, lam/m = 0.6 A Atgffs 10 LA
Qutput current range Ausgangsstrom-Bereich

f = 50 Hz la m/m 04...09 A
Current consumption Stromaufnahme

of sawtooth generator des Sdgezahngenerators

fg = 50 Hz, lam/m = 0,6 A l1z 12 mA
Linearity adjusting range Linearitéats-Einstellungsbereich Alfl 12 0,
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MDAT1044E LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
FRAME SCAN CIRCUITS FOR TV RECEIVERS
BILDKIPPSCHALTUNGEN FUR VERTIKALABLENKUNG IN FS-EMPFANGER

COMBINATION OF ALL STAGES FOR THE b 4 < 2Bk
VERTICAL DEFLECTION OF 110° BLACK-WHITE iz M
TV RECEIVERS 13 36 |
u Tls BA

KOMBINATION DER ALLEN STUFEN FUR
VERTIKALABLENKUNG VON 110°-SCHWARZ-WEISS- Qs ap
FERNSEHEMPFANGER 5 81

06 7h

Base connection diogram
(top view)

Sockelschaltung

n " (Ansicht von unten)
Maximum ratings @ Grenzwerte

Us max. 20 Vv
Us ) max. 19 v "Ir ' I +18v
Uz max. 20 v GYIBY %?BO . | S—
lamym max. 1 A I_1 48 SR Ky1_3ﬁag* ZHASECT IMPULS
Us max. —6 '} _L | 2_2'_kj- = : |
Is + Iz max. 150 mA -i-[)’f?’-:) J [‘H’BD 2 ; I : _"'TI
it max. 155 ce G
ihstg min.—max. —25...+100 °C 6 ”"‘J__ 8 b 9032 mH
22 )
-T- M56 ]
——— |
[ 22k NLU
o Tk M!E_L | 47 3[3‘
) During flyback pulse Ug = 38 V f_ : _____I TR .

Wahrend des Rickloufimpulses U; = 38 V

Block diagram and recommended circuit in black and white
TV receiver.

Blockschaltung und empfohlene Anwendungsschaltung im
Schwarz-Weiss-FS-Empfanger.

Outlines ® Abmessungen 10 16

= +25°C, Uy =17 V, U;z =12 V, fg = 50 Hz,

Characteristic data Kenndaten 06 A
min. nom. max.
Current consumption Stromaufnahme Is + Iz 150 mA
Operation parameter Betriebsparameter measured in OXS5154 measuring device
gemessen in OXS154 Messgerdt

Information data: Informationsdaten:
Input resistance Eingangswiderstand

Uy=17 V, Upz=12V " Rs/13 10 k2
Sawtooth generator frequency Frequenz des Sdgezahngenerators

Ur=17 V, U2 = 12 V, R:1/13—= 50 k22 s 1.6 Hz

R:1/13. Cio/13

DC voltage at pin No. 11 Gleichspannung auf Ausfiihrung Nr. 11

Us=17 V, Uiz =12 V, fg =150 Hz, lgp/m = 0,6 A U 7.8 v
Flyback duration Riicklaufdauer

Uy =17 V, Uz =12 V, fg =50 Hz, lam/m = 0,6 A tzp 0,5 ms
Adjustment range of the sawtooth Ziehbereich des Sagezahn-

generator generators

positive frame impulse positiver Bildimpuls

U7=17V,Upz=12V, fg=43 Hz, Us =1...10 V, lgmym = 0,6 A Afglfs 10 %

negative frame impulsz negativer Bildimpuls

U7=17V,Upz=12V, fg=43 Hz, Us = —1,3...—6 V, Iy m/m = 0,6A Afpffg 10 0
Current consumption of sawtooth Stromaufnahme des Ségezahn-

generator generators

U7 =17 V, Usz =12 V, =150 Hz, lam/m=0,6 A 2 12 mA
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE MBAS810S
A. F. MEDIUM POWER AMPLIFIERS 5 W WITH THERMAL SHUT-DOWN PROTECTION MBA810AS
NE-VERSTARKER MITTLERER LEISTUNG 5 W MIT THERMISCHER ABSCHALTUNG

Maximum ratings @ Grenzwerte

Uce ") max S5 o 20 Y £ !

los max 3.5 A

lo max 25 A

[ | *
ta = 70°C max 1 w
e = 100°C max 5 w

bj max +155 *C

Pstg max —40 ... +85 *C

) In range 16...20 V recommended limiting of power dissipa-
tion: at Ugc = 16 V full power dissipation 5 W, at Uce = 18 V
power 2,5 W, at Ugc = 20 V power dissipation 0 W.

Im Bereich 16...20 V empfohlene reduzierte Werte des Ver- o1
lustleistungs: bei Ucc = 16 V unbegrenzter Verlustleistung 5 W, &
bei Ucc = 18 V Verlustleistung 2.5 W, bei Ucc = 20 V Ver-
lustleistung 0 W.

- =
e ———————

Recommended circuit with amplifier
MBA810S, MBAB10AS

Empfohlene Schaltung mit dem

Outlines e Abmessungen Verstarker MBA810S, MBAB10AS
MBAB810S 1016
MBAB10AS 1017

Characteristic data Kenndaten nom. min. — max,
Quiescent current Ruhestrom

Ucc = 144V, Up=0V lcc 9 <20 mA

Urc_ =20V, U =0V lec 12 < 50 mA
Qutput voltage Ausgongsspannung ;

Ucce =6V, R.=4Q, k=10%,f=1kHz Uo 1.9 - V'

Ugc =9V, Rt=4Q, k=109, f=1kHz Uo 3c > 2,6 Vv

Ucc = 14,4 V, RL = 4 Q, k = 10, f = 1 kHz Uo a7 > 4,2 v

Uc =16V, RL.=40Q, k=109, f=1kHz Uo 5.3 - v
Input voltage Eingangsspannung

Ucc=144V, R =4Q,Up=4V, f=1kHz Uy 50 40 . .. 100 mV
Total distortion Klirrfaktor

Uce =144V, Up =31V, Rp=4Q,f=1 kHz k 0,7 <2 %%

Ucc =144V, Ug =05V, R =14 Q k 0.7 - %
Input resistance Eingangswiderstand

Ucc =144V, Up =2V, R =4 Q,f=1kHz Ry 85 > 80 k2
Total supply current Gesamtstromaufnahme

Uc=144V, Ug=4V,RL=4Q,f=1kHz lcc 500 < 550 mA
Input current Eingangsstrom

Uc =144V, R =4Q, Ur=0V I 1.0 — uhA
Noise output voltog2 Ausgangsrauschspannung

Ugc =148V, R, =4Q, Ur=0V Uow 4,0 — mV
Band width Bandbreite

Ucc =144V, Ug =2V, Rp =4 Q, Uy = konst BW 50 ... 15000 - Hz
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MBA810DS LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
MBA810DAS  A. F. MEDIUM POWER AMPLIFIERS 5 W MIT THERMAL AND OVERVOLTAGE PROTECTION
NF-VERSTARKER MITTLERER LEISTUNG 5 W MIT THERMISCHEN- UND UBERSPANNUNGSSCHUTZ

Maximum ratings @ Grenzwerte

Ucem (t = 50 ms) 1) max. 40 v
Uce max. 28 v
Uce min.—max. 5...20 V
los max. 35 A
lo max. 2,0 A
Piot
e = 70°C max. 1,0 w
e = 100°C max. 5,0 w
# max. +155 °C
tseg min.—max. —40... 4155°C
) Overvoltage resistivity — without guaranty of function of
A. F. power amplifier,
Oberspannugsfestigkeit — ohne Garantie der Funktion des

NF-Leistungsverstérkers.

Internal electrical circuit
Innere elektrische Schaltung

Recommended working circuit ® Empfohlener Schaltbeispiel

MBA810DS MBA810DAS

*IPgskove vyvody
Outlines @ Abmessungen 10 16 1017
Characteristic data Kenndaten nom. min.—max.
Quiescent current Ruhestrom

Ucc=144 V, R =4 Q lee 9 =20 mA

Ucc=20V, R =4 Q lee 12 =50 mA
Voltage between leads No. 12 Spannung zwischen Ausfiihrungen

and 10 Nr. 12 und 10

Ucc=144 V, R =4 Uiz/10 7.2 64...80 Vv
Voltage between leads No, 8 Spannung zwischen Ausfiihrungen

and 9 Nr. 8 und 9

Ucc =144V, R =4 Q Usyo 100 =450 mV
Input voltage Eingangsspannung

Ucc=144V, Upg =40V, f=1kHz, R =4 Q Uy 65 40...100 mV
Output voltage Ausgangsspannung

Usc=6V,RL=4 2, f=1 kHz, k=109, Uo 1,9 v

Ucc =9 V, Rt =4 Q, f=1 kHz, k=109, Up 3,0 =2,6 \'

Ucc =144 V, R =4 2, f=1 kHz, k=109, Uo 4,7 24,2 v

Ucc =16V, R, -4 Q, f=1 kHz, k=109, Uo 53 v

Uc =20 V, R =4 @, f=1 kHz, k=109, Uo 6,1 v

Ucc =144 V, Ry =2 Q, f=1 kHz, k=107, Uo 3,2 \Y
Total harmonic distortion Klirrfaktor

Uec =144V, Up =31V, f=1kHz, R =4 @ k 0,7 =2 %
Noise output voltage Ausgangsrauschspannung

Uce =144 V, R =4 Un 1.8 =5 mV
Total supply current Gesamtstromaufnahme

Uc =144V, Up =4V, f=1kHz, Rt =4 Q lee 500 =550 mA
Input resistance Eingangswiderstand

Ugc=144 V, Ug=2V, f=1kHz, R =4 2 Rr 90 =80 kQ
Band width Bandbreite

Uec =144V, Uy =2V, Uy=konst,, R =4 2 BW 35...40000 50...15000 Hz
Internal thermal resistance Innerer Warmewiderstand

junction-casz Sperrschicht-Gehduse

| = 300 mA Rinje 8 K/W
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

A. F. POWER AMPLIFIERS 18 W, 25 W WITH THERMAL, POWER AND CURRENT PROTECTION

NF-LEISTUNGSVERSTARKER 18 W, 25 W MIT THERMISCHEM,
LEISTUNGS- UND STROMUBERI.&STUNGSSCHUTZ.

Maximum ratings @ Grenzwerte
Uce

MDA2010 max. +5... 418 \

MDA2020 max. +5... 422 v
lom max. 35 A
Piot (dc = +75°C)

MDA2010 max. 18 w

MDA2020 max. 25 w
;i ) min.—max. —40 ... +150 °C
Psig min, —max. —40 ... +150 o
Renje max. 3 K/w

Recommended working

circuit

Empfo

Schaltbeispiel

C
Upo—H}—
M1

hlener

MDA2010

—
Recommended working circuit with bipolar supply voltage and Hafafial
two equal source. The cooper cooling radiator in this ciicuit [ g rn i
should be not connected with electrically ground (with centre rwv-rr‘lﬁ 1 . ] 4
of voltage sources). Maximum of supply voltage Upe can be "I o B | T T [ o
not exceed even of short duration the maximum ratings. | ] I ™ 1 ! B| [
Voltage peok must be limited by suitable manner (for example '.‘h'_‘j" : j" —1 'Kl|" — | i !
by Zener diodes). 1 13 * | e SR ) l i l L e - i
: il St et o A e [T ] TR
-mpfohlener Schaltungsbeispiel mit symmetrischer Speisung T | i T2 T 1 l;I. 1771 |
und zweier gleichen Speisequellen. Kupfer-Kiihlungsradiator : ! e |g‘ir 13 A iy J:""\/ F | l ] ; Ry 1
darf nicht in dieser Schaltung mit elektrischen Grundpotential 0 - k-e,' ¥ .[2' T-,‘\'J L Corg | - : qu |
(mit Speisequellenmitte) zu verbinden. Maximale Speisespan- F ‘ “{' 19 120 é‘r: r|' 4 L l—‘ﬁ
nung Uppq darf nicht das genehmigten Spannungswert (auch ol — '-—----l-ﬁ_ gi i . 17 130 o = ! . {
kurzzeitig) iberschreiten. Die Spannungsspitzen miissen sich 1l I G (IR r ‘ r._‘:,T ]_ "_'f-,l'-:" ¥ ] ‘Tz ]
durch zweckmdssige Weise (z. B. durch Zenerdioden) zu | F0 _”-1—-- J’ Gl r'*—' 118 i
begrenzen. | 4 M. ) L Cx—*——r-:v
] e b g
Internal electrical circuit | : f . | F‘“l* i
Innere elektrische Schaltug - 9 - %
PCL-power and current limiting circuit ® Leistungs- und Stromiiberlastungs-Abschaltung
Outlines @ Abmessungen 10 12
Characteristic data: Kenndaten: MDA2010 MDA2020
Quiescent current Ruhestrom nom. ‘min. — max. nom. min. — max.
Uge = +18V Icc 45 <140 - mA
Uge = + 22V lee - 60 <140 mA
Input quiescent current Eingangsruhestrom
of non-inverted input des nichtinv. Eingangs
Uec = £17V i18 0,15 0,15 uh
Output offset voltage Ausgangsspannung-
Uec = +17 V Unsymmetrie Uoo 10 <100 10 <100 mV
Noise output voltage Ausgangsrauschspannung
Uec = £17V, B (-3dB) = 10 Hz... 20 kHz Un 15 <5 1.5 <5 mV
Qutput power Ausgangsleistung
k =19, f = 50Hz...15 kHz
Uge = = 5V, # s 70°C Po 1.2 1.2 w
Uec = £14V, 3. = 70°C Po 12 >10 - w
Uec = £17V, 9 s 70°C Po - 185 >15 w
Input voltage Eingangsspannung
Uec = £14V, Po = 10W, f = 1kHz ) 220 ~ mV
Ucc = £17V, Po = 15W, f = 1 kHz U, - 260 mV
Total harmonic distortion Klirrfaktor
Ucc = £14V, Po = 150 mW... 10 W, f = 1 kHz k 0.2 <1 - %%
Ucc = +17V, Po = 150 mW...15 W, f = 1 kHz k - - 0,2 <1 %
Bond width Bandbreite
Uec = +14V, Po = 6 W f 30...100k - . Hz
Uec = +17V, Po = 6 W f = 30...100k  Hz
Input resistance Eingangswiderstand
Uce = +14V, Po = 6 W, f = 1 kHz Rr 98 >80 = k2
Uec = 217V, Po = 6 W, f = 1 kHz Rr 98 >80 kQ
Voltage gain Spannungsverstérkung
Uec = +14V, Po = 6 W, f = 1 kHz Ay 30 295,305 - dB
Uec = £17V, Po = 6 W, f = 1 kHz Ay 30 29,5...30,5 dB
Open loop voltage gain Leerlaufspannungsverstérkung
Uee = 14V, f = 1kHz, f = 25 Hz Ay 100 - dB
= = = Ay == 100 dB

oo
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MAAA436

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS ® LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

PHASE-CONTROL CIRCUIT FOR TRIACS AND THYRISTORS
PHASENANSTEUERUNGSSCHALTKREIS FUR TRIACS UND THYRISTOREN

Maximum ratings:

Supply peak current

Qutput switching impulse
Release peak current
Operating temperature range
Storage temperature range

B dad i

of
for different supply voltage

ist Rg and R,

Empichlene Werte von Widerstinden Rg und R,
fir verschied Spei

Betriebs-Spitzenstrom
Ausgang-Schaltimpuls
Auslése-Spitzenstrom
Betriebs-Temperaturbereich
Lagerungs-Temperaturbereich

Grenzwerte:

+lss6 max 36 mA
+l3 max 150 mA
+lo max 2 mA
tha max —40... 485 oC
Deg max —55,..+155 °C

BRIDGE REGTIFIER CLEAR RESET VOLTAGE STABILIZER

BRUCKENGLEICHRICHTER RUCKSTELLUNG  SPANNUNGSSTABILISATOR
COMPARATOR | TIMING CONDENSER
| KOMPARATCR { ZEITKONDENSATOR
2
PR - BN SR . SEPE— .J_L
r ' w1

A, C-. su.pply T D3ZX
voltage R¢ Ry [i]RH !q . q‘
Speisespannung ' H
(effektive) 1 =1 i
v (k2] (k2] i o !
24 1,2 47 i ; Isk | Jl
o o SmspeEs g |
60 4.7 120
120 10 220 ‘ N - [ SHIFT_GENERATOR
220 18 470 TRIGGER CIRCUIT GATE_GIRCUIT GAIN REGULATION  HUBGENERATOR
TRIGGERSCHALTUNG GATTERSCHALTUNG  VERSTARKUNGSREGELUNG
Basic diagram of phase - control with integrated circuit MAA436
Outlines @ Abmessungen 10 13 Grundschaltung von Phasenansteuerung mit integriertem Schaltkreis MAA436
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: #;, = 25°C

Supply peak voltage
Lls/6 = 36 mA )

Output switching impulse
Ro = 91 2,2 = 90°

Release peak current
Supply peak voltage 1) 2)
Peak voltage 1) Spitzenspannung )

Current peak of sinusoidal shift
Re = 10k, Is;s = 15 mA

Current gain 1)
Rg = oo, l12 = 1 uA, ls;s

Stromverstarkung 1)
15 mA

Current to base of Darlingtons
circuits 1) 4)
Rg = oo, lIsss

schaltung 1) 4)

15 mA

Reference level 1) Referenzpegel )

Unbalance 3) Unwucht 3)

Ausgang-Schaltimpuls

Auslése-Spitzenstrom

Betriebs-Spitzenspannung 1) ?)

Betriebs-Spitzenspannung

Stromspitze des Sinushubes

Strom in Base der Darlington-

+Usss 135 ou's o 19,5 v
+13 120 100 vz i 150 mA
+lg 10055 & w 230 uA
Ura/10 6 iaa i 9,5 v
Urr1o 85 i o 10 v
I13 40 ..... 100 uh

l13
A = ]—12 > 30
lizo <3 uhA

Uz/10

e i w00
Kg Un 0,33 0,3 0

Uy 3

B =1y, - 100 <7 fo

) Potentiometer P and resistance R, are disconnécted.

%) Unbalance is defined os ratio of D. C. voltage on load and

Potentiometer P und Widerstand R, sind ausgeschalten. Uo

2) Between leads No. 10 and 14 is connected Rr, Cr unit.
Zwischen Ausfiihrungen Nr. 10 und 14 ist Rp, Cp -

zugeschaltet.

A. C. supply voltage B = Vst 100.

Unwucht (Unbalance) ist definiert wie ein Verhdéltnis der Gleich-
spannung an der Last und der Betriebs-Wechselspannung:

B= Yo . 100
el
4) Current meter is connected instead of condenser Cg.
Strommesser ist zugeschaltet anstatt des Kondensators Cg.

Glied
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INTEGRATED CIRCUITS MNOS @ INTEGRIERTE SCHALTKREISE MNOS

CIRCUITS SET FOR TELEVISION GAMES
SCHALTKREISENSATZ FUR FERNSEHSPIELEN

UNIPOLAR INTEGRATED CIRCUITS MNOS
WITH CANAL P, DETERMINED FOR DESIGN

OF TELEVISION GAMES
PELOTA

TRAIN TENNIS
TENNIS

— FOOTBALL

UNIPOLARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE MNOS
MIT KANAL P, BESTIMMTE FUR DEN AUFBAU

VON FERNSEH-BILDSPIELEN

MAS601
MAS602
MAS603

Se[01] @j
N[oZ [15] Uon
a3 a]M
84 350
LH[EE 2]vPL
PH[DH i
HPL [07] ms
09 2v

Base connection diagram MAS601 (top view)
Sockelschaltung (Ansicht von oben)

— PELOTA
— TRENNING TENNIS
— TENNIS - 1 S, synchronizing line pulse — output @
— FUSSBALL Zeilensynchronisierimpulsen —
Ausgang
2 N zero setting @ Loschen
3 A sort of game @ Spielauswahl
4 B sort of game ® Spielauswahl
Maximum ratings @ Grenzwerte 5 LH  left player @ linker Spieler
6 PH right player @ rechter Spieler
max, min, 7 HPL  horizontal movement of ball @
Uop +0,3 —20 Vv herizontale Ballbewegung
U; +0,3 —20 \" 8 substrat (ground) — positive supply
Uo 40,3 —20 Vv voltaoge @ positive Speisespannung
lo -2 mA 9 v sound output @ Tonausgang
i 70 0 oC 10 5 choice of serve @ Balleinwurf
11 L ball input @ Balleingang
12 VPL vertical movement of ball @
vertikale Ballbewegung
13 S, synchronizing picture pulse —
output @ Bildsynchronisierimpulsen
— Ausgang
14 M modulation output @ Modulations-
ausgang
15 Upp  negative supply voltage @
negative Speisespannung
16 T generator input ® Generator-
eingang
Outlines @ Abmessungen 10 14 A
Characteristic data: Kenndaten: Upp =—=165...—195 V, #,=0... +70°C
max. min.
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand Ui =15 v
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand Ut -5,0 v
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
I = —100 uA Uon -1.0 Vv
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
(beside output M) (ausser Ausgang M) Uor —6,0 "
output M Ausgang M Uor —4,0 A4
| = +10 uA, C =20 pF
Output on-state resistance ZV Ausgangswiderstand ZV
im offenen Zustand Rownzv 2 kQ
Input voltage LH, PH Eingangsspannung LH, PH
| = =10 pA Ura, Upn —15,0 v
Supply current 1) Stromaufnahme 1)
Upp =—195 V lop —30,0 mA

) Total supply current of all integrated circuits in recommended circuit.

Gesamtstromaufnahme von allen integrierten Schaltkreisen in empfohlener Schaltung.
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MAS601
MAS602
MAS603

INTEGRATED CIRCUITS MNOS @ INTEGRIERTE SCHALTKREISE MNOS

CIRCUITS SET FOR TELEVISION GAMES
SCHALTKREISENSATZ FUR FERNSEHSPIELEN

6] Uno
50T
Alay
m[
2)cL
]son
MDJRHL

oav[d] - 6] Uno
(Wen 5] o8H
O[] A
cvfod m el
Sol5) [Z]CH
RLV[GE] 1]Sq
SYN[E7] 0JRLH
H B
L

Baose connection diagram MAS602 (top view)

Sockelschaltung (Ansicht von oben)

1 OBV vertical limitation @ vertikale
Begrenzung

2 v vertical integrator — input @
vertikaler Integrator — Eingang

3 oI vertical integrator — output @
vertikaler Integrator — Ausgang

4 CV vertical relaxation input @
vertikaler Relaxationseingang

5 5y synchronizing picture pulse—
output @ Bildsynchronisierimpulsen
— Ausgang

6 RLV ball size vertical @
vertikale Ballabmessung

7 STN synchronizing pulse — output @
Synchronisierimpulsen — Ausgang

8 substrat (ground) — positive supply

voltage @ positive Speisespannung

9 L ball — output ® Ballausgang

10 RLH ball size horizontal @
horizontale Ballobmessung

11 SR synchronizing line pulse ®
Zeilensynchronisierimpulsen

12 CH horizontal relaxation input @
herizontaler Relaxationseingang

13 OIH  horizontal integrator — output @
horizontaler Integratorausgang

14 IIH horizontal integrator — input @
herizontaler Integratorausgang

15 OBH  horizontal limitation ®
horizontale Begrenzung

16 Upp negative suply voltoge @

negative Speisespannung

03 H

Base connection diagram MASS03 (top view)
Sockelschaltung (Ansicht von oben)

1T generator output ® Generator-
ausgang

2 CG generator input ® Generator-
eingang

3w player control to the right — input @
Spielersteuerung nach rechts —
Eingang

4 CP relaxation input to the right @
Relaxationseingang nach rechts

5 502 synchronizing picture pulse @
Bildsynchronisierimpulsen

6 RHP player size to the right @
Spielerabmessung nach rechts

7 PH right player — output @

rechter Spieler — Ausgang

8 substrat (ground) — positive supply
voltage ® positive Speisespannung

9 LH left player — output @
linker Spieler — Ausgang

10 RHL player size to the left @
Spielerabmessung nach links

1 SO1 symhronmng plcture pulse ®
Rild ' 1 1

I L

12 CL relaxation input to the left @
Relaxationseingang nach links

13 1L player control to the left — input ®
Spielersteuerung nach links —
Eingang

14 GT gate of the auxiliary transistor @
Gaotter von Hilfstransistor

15 DT collector of the auxiliary transistor @
Kollektor von Hilfstransistor

16 Upp  negative supply voltage @

negative Speisespannug

RECOMMENDED WORKING CIRCUIT ¢ EMPFOHLENE SCHALTUNG
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE
OPERATIONAL AMPLIFIERS ® OPERATIONSVERSTARKER

Maximum ratings:
Grenzwerte:

Suply voltage

SCHALTKREISE

MAA501
MAA502
MAA504

Betriebsspannung Ug max +18 Vv
Differential input voltage
Differential-Eingangsspannung Uip max +5 Vv
Input voltage
Eingangsspannung U; max +10 v
Total power dissipation
Gesamtverlustleistung
MAA501, MAA502, P max 300 mW
MAAS504 P max 250 mW
Output short-circuit of short duration
Ausgangskurzschlussdauer t max 5 s
Case temperature
Gehdusetemperatur
MAAS01, MAA502, e max 125 °6n
MAA504 fte max 70 °C
Operating temperature
Betriebstemperatur
MAA501, MAAS502, By max -55..+125 °C
MAA504 fa max 0...+70 i &
Dissipation drop
Erniedrigung der Belastbarkeit MAAS501, MAAS502 55 mW/K fla = +95°C
MAA504 5.6 mW/K ta = +70°C
Outlines e Abmessungen [0 4
o _ ) MAA504
Characteristic data: — Kenndaten: MAA501 MAAS502 MAA503
Valid at — (unless otherwise noted) —55°C s #g = + 125°C Up =+ 15V
Giiltig bei — (wenn nicht anders angegeben) +9Vs=s=Ugs + 15V ba = 25°C
Input offset voltage
Eingangsspannung-Unsymmetrie
Rs = 10 kQ Uso <6 <3 - mV
Rs =10kQ, +9V=Ug=s+15V Uro — - 2<75 mV
Average temperature coefficient of input offset
voltage
Mittl. Temperaturkoeffizient der Eingangsspannungs-
Unsymetrie _
Ry = 10 kQ @y 1o 6 - — yV_’K
Rs = 50 Q QU 10 3 - - uV/K
Rs = 50 SJ. F’r; = +425... +125°C oy 1o — 1.8 < 10 — #V!K
Ry =502, 9 = —55...+4 25°C «y 10 . 1.8 < 10 — uV/K
Re = 10 k@, #g = +25...+125°C @u 1o - 2 <15 — uVIK
R; = 10kQ, 8 = —55...+ 25°C &y 10 — 48 < 25 uVIK
Large-signal voltage gain
Leerlouf-Spannungsverstarkung
Us==4+15V,RLz2kQ, Usg=-+10V Ay 25000... 25000. 45 000
70 000 70 000 > 15000
Output voltage swing
Ausgangs-Spitzenspannung \
Us =415V, Rr 2 10 kQ UopP max +14 > +12 +14 > +12 +14 > 12 v
Ug=+415V, Rz 2 kQ Uopp max +13 > +10 +13 > +10 +13 > +10 v
Input voltage range
Eingangs-Spannungsbereich
Ug =+ 15V U +10 > +8 > +8 +10 > +8 v
Common mode rejection ratio
Gleichtaktunterdriickung
Rs = 10 kQ CMR 90 > 70 110 > 80 90 - 65 dB
Suply voltage rejection ratio
Empfindlichkeit an Betriebsspannungsénderung
Rs = 10 kQ SVR 25 < 150 40 < 100 25 < 200 uVIV
Input offset current ‘
Eingangsstrom-Unsymmetrie lio - - 100 < 500 nA
g = +125°C lio 20 < 200 35 < 50 - nA
#a = =55 °C lio 100 < 500 40 < 250 = nA
Qutput resistance
Ausgangswiderstand Ro - - 150 Q
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Characteristic data: — Kenndaten:

Valid at — (unless otherwise noted)

Giiltig bei — (wenn nicht anders angegeben)

Average temperature coefficient of input offset

current

Mittl. Temperaturkoeffizient der Eingangsstrom-

Unsymmetrie
ta = +25...+125°C
#g = —55...+25 °C

Input bias current
Eingangs-Null-Strom
#g = —55°C

Input resistance
Eingangswiderstand
#ta = —55°C
Supply current
Betriebsstrom
ta = +125°C, Up
#la = —55 °C, Ug

Power consumption
Leistungsverbrauch
#a = +125°C, Ug
tta =55 °C. Us
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63 < 90
81 < 135

03 <15

250 > 50

nA/K
nA/K

uA

kQ
kQ

mA
mA

mW

mW

MAA501, MAA502, MAA504

Bottom view
Ansicht von unten

Base connection diagram

Input frequency compensation
Inverting input

Non-inverting input

._UB

Output frequency compensation
Output

+U.B

Input frequency compensation

L

MAAS503

Sockelschaltung

E;

MAA503

Top view
Ansicht von
oben

#1

g9

£, L
equenz

Invertierend Eingang

Nicht invertierend Eingang

_U.ﬂ

e W

Ausgangsfrequenzkompensation 9

Ausgang

+UB

1"

Eil’lgullgafl eq P

Maximum ratings: — Grenzwerte:

Supply voltage
Betriebsspannung

Differential input voltage
Differential-Eingangsspannung
Input voltage
Eingangsspannung

Total power dissipation
Gesamtverlustleistung

Qutput short-circuit of short duration

Ausgangskurzschlussdauer

Case temperature
Gehdusetemperatur

Operating temperature
Betriebstemperatur

Storoge temperature
Lagerungstemperatur

Dissipation drop
Erniedrigung der Belastbarkeit

Outlines o Abmessungen 10 13

Characteristic data: see MAAS504

Usg max
Urp max
Uy max
P max
t max
D¢ max
da max

stg max

ion 12

OPERATIONAL AMPLIFIER IN PLASTIC-DIL-CASE
OPERATIONSVERSTARKER IN PLASTIK-DIL-GEHAUSE

+70
0...+70
—65...4+150

5,6
(e =

Kenndaten: siehe MAA504

°C
°C
°C

mW/K

+70 °C)
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
INSTRUMENTATION OPERATIONAL AMPLIFIERS
INSTRUMENTEN OPERATIONSVERSTARKER

Maximum ratings:

Supply voltage

MAA725, MAA725 B, MAA725C
MAA725 H, MAAT725 ), MAA725 K

Differential input voltage 1)
Input voltage ?)

Voltage between leads
1and 7 or B and 7

Total power dissipation
(3a < 75°C)

Operation temperature
MAA725, MAA725 H
MAA725 B, MAA725 )
MAA725 C, MAA725 K

Storage temperature

Grenzwerte -

Betriebsspannung
Ug
Us

Differential-Eingangsspannung ') Usp

Eingangsspannung 2) U,
Spannung zwischen Aus- U
fihrungen 1 und 7 oder 8 und 7 U;;;

Gesamtverlustleistung

Prot
Betriebstemperatur

a

da

it
Lagerungstemperatur stg

max
max

max

max

max
max

max

max
max
max

max

MAA725, B, C

MAA725 H, J, K

MAA725, B, C

MAA725 H, J, K

), -MAA725  MAA725H '
. -MAA725B MAA725J =
. MAA725C MAA725K

+3..... +22 v
s +15 Vv
422 "

+15 v

+20 v

+13 v
+0,5 \'%
+0.,5 \'

500 mW

—55 . +125 °C
—20..... +85 e
Dz +70 o«C
—65..... +150 e &

) Valid for impulses of 5 ms duration and with duly cycle 10 %,. At D. C. operation must be decreased this value on 45 V.
Giiltig fiir Impulsen mit Impulslange 5 ms und Tastverhéltnis 109, Bei Gleichstrombetrieb musst dieser Wert an +5 V verkleinert sein.

2) For supply voltage less than 422 V is maximum value of input voltage (absolute) lower (for Ug = +16 V valid Uy = +15V,
for Upg = +5 Vvalid Uy = 44 V).
Fiir Betriebsspannung kleinere als 422 V ist das (absolutes) Wert der Eingangsspannungen niedrigere (fiir Ug +16 V gilt
Uy = +15V, fir Ug = +5 V qgilt Uy = 44V,
) ) MAA725 MAA725 B MAA725 C
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: MAA725 H MAA725 J MAA725 K
Valid at #; = 25°C MAA725, B, C  Ugp +15 +15 +15 Vv
Giiltig bei MAA725H, J, K Usg +12 412 +12 \"
Input offset voltage Eingangsspannung-Unsymmetrie
Rs = 10 k214) Uio 05 <1 05 <15 07 <25 mV
Input offset current Eingangsstrom-Unsymmetrie lio 2 <20 32 <20 65 <35 nA
Input bias current Eingangs-Null-Strom lip 53 <100 68 <100 80 <125 nA
Input noise voltage Eingangs-Rauschspannung
(R. M. S. value) (effektive)
Af = 10 Hz...15 kHz, Ry = 10 k2 Utn ef 1 1 1 uVv
Input resistance Eingangswiderstand
f =1 kHz . R: 1,5 1,5 1,5 MQ
Input voltage range Eingangs-Spannungsbereich
MAA725, B, C U +14> +135 414> +135 414> 4135 V
MAA725H, J, K U +11> +105 +£11> +105 +11> +105 V
Large signal voltage gain Leerlauf-Spannungsverstérkung
RLz2k@2, Up=+10V MAA725, B, C A, 3106 > 1.106  3.106 > 0,5.106  3.106 > 2,5.105
MAA725H, J, K Ay 3.106 > 1,106 2,4,106 > 0,5.106  2.106 > 2,5.10%
Common mode rejection ratio  Gleichtaktunterdriickung
Rs = 10 k2 CMR 120 = 110 120 > 100 120 > 94 dB
Supply voltoge rejection ratic  Empfindlichkeit (Uso) an
(on Uo) Betriebsspannungsédnderung
Rs = 10 kQ MAA725, B, C SVR 4 < 10 4 < 10 9 < 35 uVIV
MAA725H, i, K SVR 4 < 10 6 < 10 9 < 35 MY
Output voltage swing Ausgangs-Spitzenspannung
Rs = 10 k2 AA725, B, C  Uoppmaxr +135> 412  +135> +12  +135> +12 V
Rs =z 10 k@ MAA725H, ), K Uopp max +105> +9 +105> +9 +105>+9 V
Rs =2 2 k@ MAA725, B, C Uorp max +13,5> +10 +135> +10 +13,5> +10 V
Rs =z 2 k MAA725H, J, K UopP max +105> +7 +10,5> +7 +105> +7 V
Output resistance Ausgangswiderstand
f=1kHz Ro 150 150 150 Q
Power consumption Leistungsverbrauch
MAA725, B, C P 85 < 105 90 < 120 95 < 150 mWwW
MAA725 H, J, K P 55 <75 60 < 90 60 = 120 mwW

%) Without external compensation; Rs — source resistance. @ Ohne &dussere Kompensation; Rs — Quellewiderstand.
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J~MAA725 MAA725H /9
-MAA725B MAA725J @ -

. MAA725C MAA725K |

. LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

INSTRUMENTATION OPERATIONAL AMPLIFIERS
INSTRUMENTEN OPERATIONSVERSTARKER

B e ser e e S
7
Base connection diagram: Sockelschaltung: Rag [Py P4 rL I‘ I-'\,f;.
Bottom view Ansicht von unten 'C‘xf‘ : Ry :.915 | |
L 300 1300 150 Ui | 1
1. Offset null Eingangsspannung-Unsymmetrie- Ok " l |
Kompensation 312'5 i) ~—1— T2 |
2. Inverting input Invertierend Eingang Ih : — - 123 {
3. Non-inverting input Nicht invertierend Eingang _'L 6 9 2+ ] [AT‘S_I 719 Ry l
4. —Ug —Ug 5] 25 5
5. Frequency compensation Frequenzkompensation e 120 26 |
6. Output Ausgang [Zﬂ T2} |
7. +Ug +UB ! ™ 112 r_'ulf. I
8. Offset null Eingangsspannung-Unsymmetrie- 13 ! R | !
Kempensation Cols Q AL=FPai. n? \ 3:3? [
o T R [P [1Re Ry [Py DR“ | |
i 20 | 220 szn- 24 Lo U Liso Laz| 1
| _ Lﬂs ai | L4
|emss e s = | [N “VB)
Outlines e Abmessungen 105
i . MAA725 MAA725 B MAA725 C
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: MAA725 H MAA725 ) MAA725 K
Valid at Giiltig bei
=55 < #a = +125°C MAA725, H MAAT725, B, C Us +15 + 15 + 15 v
-20 = #; = +85 °C MAA725 B, J MAA725 H, J, K Usg + 12 + 12 + 12 v
0=, = +70 °C MAA725 C, K
Input offset voltage Eingangsspannung-Unsymmetrie ”
Rs = 10 k223) Uso <15 <25 <35 mV
Input offset voltage drift Temperalurko;ﬂizient der
Eingangsspannung-Unsymmetrie
Rs = 50 QS) oy 10 12<5 2 <10 4 nyK
Rs = 50 Q2°9) ey 10 0,6 0,6 0,6 uVIK
Input offset current Eingangsstrom-Unsymmetrie
da = F125°9C lio 1,2 <20 - = nA
#a = +85°C Iro — 2,2 < 20 = nA
ta = +70°C lio — — 5<35 nA
#ta = —55°C lio 7,5 < 40 = = nA
e = —20°C lro - 7,5 < 40 - nA
#a = 0°C lio - — 9.5 < 50 nA
Input offset current drift Temperaturkoeffizient der
Eingangsstrom-Unsymmetrie @1 10 42 < 150 < 300 90 pA/K
Input bias current Eingangs-Null-Strom
da = +125°C I 45 < 100 = = nA
g = +85°C B — < 100 — nA
g = +70°C lis — - < 125 nA
fla = —55°C Ire 90 < 200 - nA
e = —20°C liB - < 200 = nA
ta = 0°C li - — < 250 nA
Large signal voltage gain Leerlauf-Spannungsverstérkung
Rp =2 kQ, #, = +125°C Ay > 1.106 - -
RL =2 kQ, #, = +85°C Ay = > 5.105
Rr = 2 kQ, #ta = +70°C Ay - = > 125.103
Ry = 2 kQ, i#tq = —55°C Ay > 2,5.10% - -
Rr = 2 kQ, #; = —20°C Ay —_ > 2,5.10% —
RL =2 kQ, #; = 0°C Ay = = > 125.103
Common mode rejection ratio  Gleichtaktunterdriickung
Rs = 10 kQ CMR > 100 > 100 115 dB
Supply voltage rejection Empfindlichkeit (Uro) an
(on Uj0) Betriebsspannungsénderung
Rs = 10 k2 SVR <20 <20 20 uVIVv
Output voltage swing Ausgangs-Spitzenspannung
Rr = 2 kQ MAA725, B, C Uorp max > +10 > 410 > +10 v
Rr =2 kQ MAA725H, J, K UorpP max > %7 el > 37 v

5) Without external adjusting e Ohne dussere Einstellung.

6) With external adjusting. e

Mit dussere Einstellung.
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTED OUTPUT

1 ) MAA741

MAA748

'MAA741C MAA748C /*

OPERATIONSVERSTARKER MIT KURZSCHLUSSFESTEM AUSGANG 10, 2 4C T CH 4

Maximum ratings ® Grenzwerte MAA741 MAA741C

MAA748 MAA748C
Supply voltage Betriebsspannung Uce +3... %22 +3...+18 v
Differential input voltage Differentiol-Eingangsspannung Urp +30 430 v
Input voltage ) Eingangsspannung U, +15 +15 v
Voltage between leads Spannung zwischen AusfUhrungen

(only MAA741, MAA741C) (nur MAA741, MAA741C)

No. 1 and 4 Nr. 1 und 4 Ujsa 405 +0,5 v
No. 5 and 4 Nr. 5 und 4 Usya +0,5 +0,5 v
Total power dissipation Gesanﬁluerr;mtfeistung Peot 500 500 mwW
Operation temperature Betriebstemperatur Da =55 ... +125 0...+70 i
Storage temperature Lagerungstemperatur Dstg -65 ... +155 -65 ... +155 °C

") For supply voltage less than +15 V. maximum input voltage can be equal as magnitude of the supply voltage,
Fiir Speisespannung niedrigere als +15 V maximale Eingangsspannung kann gleich wie Betriebsspannungs-Wert sein.

%) Output short-circuit (towards ground or power supply) is not timing limited, at MAA741, MAA748 for 3 = 125°C, ot MAA741C,
MAA748C for . = 70°C.
Ausgangs-Kurzschluss (gegen Erde oder gegen Betriebsspannung) ist nicht zeitgemdss begrenzt, bei MAA741, MAA748 fiir
#e =125°C, bei MAA741C, MAA748C fiir #, = 70°C.

b EE Cc=0 MAA741 MAA741C
Characteristic data ® Kenndaten Co= 30 pF MAA748 MAA748C
Valid at  Uece = 415V (unless otherwise noted) - % oy o
Giiltig bei (wenn richt onders angegeben) 82T C b R
Input oftset voltage Eingangsspannung-Unsymmetrie
Rs = 10 kQ MAA741 Uro 1.5 <5 2 <6 mV
MAA748 Uro 1.5 <5 2 <6 mV
Input offset current Eingangsstrom-Unsymmetrie lro 10 < 200 10 <200 nA
Input quiescent current Eingangsruhestrom I8 80 < 500 80 < 500 nA
Input resistance Eingangswiderstand Rise 3 - 0,3 3 > 0,3 MQ
Large-signal voltage gain Leerlauf-Spannungsverstérkung
Ri22 k@, Up = +10 V MAA741 A, 150000 > 50030 130000 > 20000
Rz 2k, Up =410V MAA748 Ay 130000 > 50100 120000 > 20000
Supply current Betriebsstrom lec 1.3 <28 1.3 =28 mA
Power consumption Leistungsverbrauch P 40 < 85 40 <85 mW
Qutput voltage swing Ausgangs-Spitzenspannung v
Ucc =22 V, Ry 22 k2 Uopp max +20 »F17 = =
Ucc =18 V, R; = 2 kQ Uopp mar -~ 16 %13 ¥
Dota for Information ® Ker(ndcren fir Information:
Output short-circuit current Ausgangs-Kurzschluss-Strom I9< +25 +25 mA
Output resistance Ausgangs-Widerstand
f=1kHz _ Ro 60 60 Q
Input capacitance Eingangs-Kapazitét Cr 2,8 2,8 pF
Offset voltage adjustment rang= Spannungsunsymmetrie-
Ausgleichung MAA741 +13 +13 mV
o MAA748 +20 +20 mV
Rise time Anstiegszeit
Uy =20 mV, R, =2 kQ,
Ci =100 pF, Ay =1 MAA741 tr 0,35 0,35 us
Cc=35pF, A, =10 MAA748 tr 0,2 0,2 us
Overshot Uberschwingung
Ur=20 mV, Ay = 1, R = 2 kQ, C. = 100 pF MAA748 2 2 %
Slew rate . Flankensteilheit
A= 1, Rz 2 kQ ‘ MAA741 S 0,5 0,5 V/us
Ay = 1, Cc = 30 pF MAA748 S 0,5 0,5 Vf;.cs
Ay =10, C¢c = 3,5 pF ) MAA748 S 6,0 6,0 V/us
Average temperature coefficient Mittlerer Temperaturkoeffizient
of input offset voltage 1) der Eingangsspannungs-
Unsymmetrie 1) MAA741 ayro 10 10 uV/IK
MAA748 auro 5 5 uV/K
Average temperaturo coefficient Mittlerer Temperaturkoeffizient
of input oftset current 1) der Eingangsstrom-
. Unsymmetrie ) MAAT741 a0 160 160 pA/K
MAA748 @10 80 80 pA/K

) Valid in operatling temperature range ® Giiltig in Betriebste mperaturbereich.
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MAA741  MAA748

MAA741C MAA748C

MAA741, MAA741C

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTED OUTPUT
OPERATIONSVERSTAKER MIT KURZSCHLUSSFESTEM AUSGANG

17 Ry

41

Ry Rz
uﬁ‘Ok 1k

Base connection diagram — bottom view @

MAA748, MAA748C

Sockelschaltung — Ansicht von unten:

1. Offset null Eingangskompensation 1. Offset null Eingangskompensation,
2. Inverting input Invertierender Eingang Frequency comp tion Freq komp i
3. Non inverting input Nicht invertierender Eingang 2. Inverting input Invertierender Eingang
4. -Upge -Uee 3. Non inverting input Nicht invertierender Eingang
5. Offset null Eingangskompensation 4. -Uee -Uee
6. Output Ausgang 5. Offset null Eingangskompensation
7. +Uce +Uce 6. Output Ausgang
8. Mot connected Nicht verbunden 7. +Upe +Upe
8. Frequency compensation Frequenzkompensation
Outlines e Abmessungen 106
; i Cc =0 MAA741 MAA741 C
Characteristic data ® Kenndaten Co = 30 pF MAA748 MAA748 C
Valid at  Ugc = +15 V (unless otherwise noted) e WG o " 4
Giiltig bei (wenn icht anders angegeben) =55°C 5 da 5 +125°C 0°C 5 da = +70°C
Input offset voltage Eingangsspannung-Unsymmetrie
Rs = 10 kQ MAA741 Uso 20 <6 <75 mV -
MAA748 Uro 1,8 <6 <75 mV
Input offset current Eingangsstrom-Unsymmetrie lio — < 300 nA
#a = +125°C lro 5 < 200 - " nA
Ba = — 55°C lio 20 < 500 — nA
Input quiescent current Eingangsruhestrom IiB — < 800 nA
Ba = +125°C liB 50 < 500 — nA
ta = — 55°C lis 150 < 1500 —_ nA
Input voltage range Eingangsspannungsbereich U; +13 > +12 +13 > +12 v
Common mode rejection ratio Gleichtaktunterdriickung
Rs = 10 kQ MAA741 CMR 90 > 70 — dB
MAA748 CMR 90 > 70 90 =70 dB
Supply voltage rejection Empfindlichkeit (Uro) an
(on Ujo) Betriebsspannungsénderung
Rs = 10 k@ MAA741 SVR 30 < 150 — uVN
MAA748 SVR 30 < 150 30 <150 uviv
Large-signal voltage gain Leerlauf-Spariungsverstérkung
Rtz2kQ, Ug=+10V Ay > 25000 > 15000
Output voltage swing Ausgangs-Spitzenspannung
Rrz2 kQ Uopp max 114 > +12 +14 > 41271 V
RL = 10 kQ Uorpmax 13 > 10 13 > F10 Vv
Supply current Betriebsstrom MAA748C loc - 1.3 <33 mA
fla = +125°C lcc 1.2 <25 — mA
e = — 55°C lce 1,4 <33 — mA
Power consumption Leistungsverbrauch MAA748C P — 40 <100 mwW
ta = +125°C P 35 <75 —_ mwW
fa = — 55°C P 42 < 100 — mw

" Only ® nur MAA748C
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE 'MAC155 MAB3557/
(5 -MAC156 MAB356 2

OPERATIONAL AMPLIFIERS JFET INPUT

OPERATIONSVERSTARKER MIT JFET-EINGANG

MONOLITHIC OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH JFET
INPUT ON COMMON CHIP WITH BIPOLAR TRANSISTORS
FOR PRECISION AND SPEED INTEGRATOR AMPLIFIER,
A/D AND D/A CONVERTERS.

MONOLITISCHE OPERATIONSVERSTARKER MIT JFET-EINGANG

AUF GEMEINSAMMEN CHIP MIT BIPOLAREN TRANSISTOREN
FUR PRAZISE UND SCHNELLE INTEGRATOREN, SCHNELLE
A/D- UND D/A-WANDLER.

MAXIMUM RATINGS e GRENZWERTE

MAC... MAB...

Uce max. +22 +18
ur max. +20 +16
Uip max. +40 +30
P,[o] 2} max. 670 570

Ba min.-max. —55...+125 0...+70
tstg min.-max. —55...+155

tx3) (e = 125°C) indefinite @ unbegrenzt

) Max. —U; is equal e ist gleich —Uce.
?2) At e bei #tz = 25°C lineary derated @ linear herabsetzen
Piot of ® um 5,2 mW/K.

3 OQutput short circuit duration as long as #e = 125°C. o
Ausgangs-Kurzschlussdauer bei Voraussetzung #c = 125 °C.

<<
ﬁﬁ% <

L MAC157 MAB357 2T -
I

Base connection @ Sockelschaltung.
(Bottom view ® Ansicht’von unten)

1 Balance e Nullabgleich

2 Inverting input e Invertierend
Eingang

Non inverting input @ Nicht
invertierend Eingang

—Uce

Balance o Nullabgleich
Output @ Ausgang

+VUcc

Non connection e nicht benutzt

w

0~ o

Outlines @ Abmessungen 10-6/1

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

MAC155 MAB355
MAC156 MAB356
MAC157 MAB357

BASIC DATA:

Input offset voltage Eingangsnullspannung
Rs = 50 Q, Ucc = +15V... +20V
Rs = 50 Q

Input offset current Eingangsnullstrom
it 25°C, Uec = +15V... +20V
3 = 25°C

Input bias current Eingangsstrom

;= 25°C, Ucc = +15V... 120V
# = 25°C

Large signal voltage
gain
RL = 2kQ Up = £10V

Eingangsspannungsbereich

MAC156

I

Leerlaufspannungsverstérkung

Input voltage range

Stromaufnahme

Supply current
MAC155, MAB355

MAC156, MAC157, MAB356, MAB357

Flankensteilheit
MAC155, MAB355
MAC156, MAB356
MAC157, MAB357

Ausgangsspannungs-Amplitude

Slew rate

Ay =1

Output vecltage swing
R = 10 kQ
R = 2kQ

Common mode rejection
ratio
Uec = +15V...+20V

Power supply rejection
ratio
Uec = +5V...+18V

Gleichtaktunterdriickung

MAC156, MAB356
Betriebsspannungsunterdriickung

MAC156, MAB356
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Uio
Uro

lio
lio

17
lig

Auo
U

lee
lec

wnunn

Uo max
Uo max

CMR

SVR

3

w

30

200 000

100

HAUPTDATEN: #, = 25°C, Ucc = +15V, unless otherwise noted e wenn nicht anders angegeben
nom.

min.-max. nom. min.-max.

g —— —
_ 3 <10
< 20 — —
— 3 = 50
<100 — —_—
— 30 < 200
= 50 000 200 000 = 25000
z 1 — =
=4 2 =4
=7 5 =7

5

z 715 12

= 30 50
= +12 +13 = +12
> F10 F12 =z +10
=z 85 100 = 80
> 85 100 = 80

mA
mA

V/us
V/us
Vius

dB

dB



MAC155
MAC 156
MAC157

I M' *ﬂ

MAB355
MAB356
MAB357

¥
I
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Electrical schematic e Elektrische Innenschaltung

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

OPERATIONAL AMPLIFIERS JFET INPUT

OPERATIONSVERSTARKER MIT JFET-EINGANG

~Uec

Input offset voltage nulling e
Nullspannungskompensation

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: MAC155 MAB355
MAC156 MAB356
MAC157 MAB357
AUXILIARY DATA: HILFSDATEN : MAC...: —55°C = ity < '+125°C
Ucc = 415V, unless otherwise noted @ wenn nicht anders angegeben . MAB...: 0°C =i = +70°C
nom. min.-max. nom. min.-max.
Input offset voltage Eingangsnullspannung
Rs = 50 Q, Uge = i'iﬁ V...izov Uo =7 - mV
Rs = 50 Q Uio =13 mV
Input offset current Eingangsnullstrom
# = 125°C, Uec = +15V...+20V lio <20 nA
= 70°C lio <2 nA
Input bias current Eingangsstrom
#j = 125°C, Uec = +15V... +20V lis < 50 — nA
#j = 70°C lis =8 nA
Large signal voltage Leerlaufspannungsverstarkung
gain
R =2kQ, Up = +10V Auo = 25000 = 15000
Input voltage range Eingangsspannungsbereich Uy +151...—120 =z=+11 +151...—120 =z 110 v
Qutput voltage swing Ausgangsspannungs-Amplitude
RL = 10 k& Uo max +13 z +12 +13 z+12 Vv
RL= 2kQ Uo max +12 = +10 +12 z+10 V
Common mode rejection Gleichtaktunterdriickung
ratio
U= +11V, Uec= +15V... £20V CMR 100 = 85 100 = B0 dB
Power supply rejection .
ratio Betriebsspannungsunterdriickung SVR 100 = 85 100 = 80 dB
INFORMATION DATA: INFORMATIONSDATEN:
fa = 25°C, Ucc = +15V, unless otherwise noted @ wenn nicht anders angegeben
MAC. MAB ..
Input resistance Eingangswiderstand e e
9 = 25°C, Ucc = +15V...+20V Rise 102 — — = Q
#; = 25°C Rise . —_ 10% = Q
Input capacitance Eingangskapazitat Cr 3 —_ 3 — pF
Output short-circuit Ausgangs-Kurzschluss-Strom
current los +25 - - +25 — mA
Gain bandwidth product Leistungsbandbreite
Ay =1 MAC155, MAB355 fr 2,5 - 2,5 — MHz
MAC156, MAB356 fr 5 — 5 — MHz
: MAC157, MAB357 fr 20 -~ 20 — MHz
Settling time Einschwingzeit
A, = —1, Uy =10V, ¢ = 0019,
MAC155, MAB355 ts 4 — 4 — us
MAC156, MAC157, MAB356, MAB357  t; 1,5 — 15 - us
Change in input offset Anderung von Temperatur-
drift with U;p adjust Koeffizient von Ujo
Rs = 50 Q, Ugc = +15V...+20V ATKyro/AUro 0.5 - — —- uV/mV. K
Rs = 50 Q ATKuro/AUro — - 0.5 — uV/mV.K
Input noise voltage Eingangsrauschstrom
Rs =100 Q, f = 100 Hz MAC155, MAB355 Un 25 — 25 — nVHHz
MAC156, MAC157, MAB356, MAB357 Uy 15 - 15 = nV/YHz
Rs = 100 Q, f = 1000 Hz MAC155, MAB355 Un 20 — 20 — n\\'f'ﬂk
12 — 12 — nV/YHz

MAC156, MAC157, MAB356, MAB357

Uy

35



LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE 7 MA14SE
DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS ® DOPPEL-OPERATIONSVERSTARKER G A

-4
["‘j
s}
Maximum ratings e Grenzdaten: 4 FI v —KI‘.Q lfr:?T e
e ——1 RS
Uco max. i'la Vv I;-J. T1 T2 54 | T'I.Bk'* &
U; ) max. +15 ") ) bg T i‘]:@k » ( o)
Ui max. +30 v < 1 | M) X
I r : - '!. £
Prot max. o 400 . mw 'T? {20 | | “ﬁ‘l: ] _E:'l.m
t2) max.  unlimited @ nicht 15 6 ot | | |
begrenzt i 1 ’.__5?3*"'\.”’
ta min.-max. 0...470 i®© |H1k [PWKllm \]Jm I’amll Dm { KT |
Dstg min.-max. —55...4+155  °C —— 11 4
Internal electrical circuit
Innere elektrische Schaltun
l) FOJ",J’FII.]T Uece = 'l_‘15 '} iS,JrJ'St Us max = UCC. I 9
2) Time duration of short-circuit of output is unlimited,
if is in keeping #j = 100°C e Ausgangskurz- | E_ = i 1 — Ouip\ft ..AUSQG“Q A _ '
schlussdauer ist nicht zeitgemdss begrenzt, wenn © 2 — Inverting input e Invertierend Eingang A
die #; = 100 °C eingehalten ist. 2] 7] % 3 — Non inverting input @ Nicht invertierend .
3) For/fir #; = 25°C musst be decreased/muss her- . E:]>JI _E]_I Eingang A
abgesetzt werden Py by fum 5,4 mW/K. " ' o 4 — —Ucc
e |4 E"\a 5 — Non inverting input @ Nicht invertierend
Eingang B
Base connection diagram (top view) 6 — Inverting input e Invertierend Eingang B
Sockelschaltung (Ansicht von oben) 7 — Output @ Ausgang B
Outlines @ Abmessungen 10—21 8 — +Ucc
Characteristic data: Kenndaten: Uce = +15 V,
unless otherwise noted @ wenn nicht anders angegeben
BASIC DATA: GRUNDDATEN: nom. min.-max.
fta = 25°C
Input offset voltage Eingangsspannung-Unsymmetrie
Rs = 10 kQ Uis 1,0 <60 mV
Input offset current Eingangsstrom-Unsymmetrie lio 80 = 200 nA
Input bias current Eingangs-Null-Strom lig 200 = 500 nA
Supply current of both amplifiers Betriebsstrom von beider Verstarker lcc 3,0 =56 mA
Voltage gain of open loop Leerlauf-Spannungsverstarkung
Up = +10V, R, = 2kQ, #, = 25°C Au 160 =20 103
Qutput voltage swing Ausgangsspannungsamplitude
R = 10 kQ Uo +14 2 +12 v
R = 2kQ Ug +13 z 110 v
Input voltage*range Eingangs-Spannungsbereich Uy z +12 v
Input resistance Eingangswiderstand
ta = 0...+70°C Ri 1,0 =03 MQ
Common mode rejection ratio Gleichtaktunterdriickung
Rs = 10 kQ . CMR 90 =70 dB
Supply voltage rejection (on Ujo) Empfindlichkeit (U;o) an Betriebs-
spannungsdnderungen
Rs = 10 kQ SVR 96 =77 dB
AUXILIARY DATA: HILFSDATEN:
#a = 0°C... +70°C
Input offset voltage Eingangsspannungsunsymmetrie
Rs = 10 kQ Uro =75 mV
Input offset current Eingangsstromunsymmetrie lio < 300 nA
Input bias current Eingangs-Null-Strom lip = 800 nA
Voltage gain of open loop Leerlauf-Spannungsverstarkung
Up = +10V, R = 2kQ Au =15 .103
Output voltage swing Ausgangsspannungsamplitude
Rr = 10 kQ Uo max +14 z +12 v
R = 2kQ Uo max +13 =z +10 vV
Input voltage range Eingangs-Spannungsbereich Uy z f12 v
Common mode rejection ratio Gleichtaktunterdriickung
Rs = 10 k& CMR 90 =70 dB
Supply voltage rejection (on Ujo) Empfindlichkeit (Ujo) an Betriebs-
spannungsdanderungen
Rs = 10 kQ SVR 96 = 77 dB
Input resistance Eingangs-Differentialwiderstand

f#a = 25°C Ry 1.0 =203 MQ
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PRECISION VOLTAGE COMPARATORS WITH VERY
LOW INPUT CURRENTS FOR PRECISION
COMPARATOR AMPLIFIERS, DRIVERS OF POWER
DEVICES WITH VOLTAGE 50 V (40 V) AND CURRENT
50 mA.

PRAZISE SPANNUNGSKOMPARATOREN MIT SEHR
NIEDRIGEREN EINGANGSSTROMEN FUR PRAZISE
KOMPARATORVERSTARKER, TREIBER

VON LEISTUNGSBAUELEMENTEN MIT SPANNUNG
50 V (40 V) UND STROM 50 mA.

Maximum ratings e Grenzwerte: Base ion @ Sockelschaltung
(Bottom view @ Ansicht von unten)
Uee max. +18 v
Uee max. 36 '
UJ‘D max. +130 v
u,n max. +15 v 1  Ground @ Masse
Uz MACI11  max. - 50 v 2 Non inverting input @ Nicht invertierend Eingang
MAB3N max. 40 v 3 Inverting input @ Invertierend Eingang
Uy max. 30 v 4 —Upqe
tor max. 500 mw 5 Balance @ Nullabgleich
Rihja max. 150 Kiw 6 Balance [ strobing @ Nullabgleich [ Strobing
!5]‘ MAC1I11 max. 155 C 7 Output @ Ausgang
MAB311  max. 10 'C 8 +Uge
e MAC111 —55...+125  °C
MAB31 0...+70 c
Bsg —55... +125 °C
K max. 10 s
) Atlbei Upe = +15 V. ™ Outlines e Abmessungen 10-6/1
Characteristic data: Kenndaten: MACT11 MAB311
BASIC DATA: HAUPTDATEN:
Bla = 25°C, Uge = 215V
nom min.-max. nom min.-max.
Input offset voltage Eingangsspannung-Unsy trie )

Rg = 50 k&2 ) Ujg 0.7 = 3.0 2,0 =15 mV
Input offset current Eingangsstrom-Unsymmatrie ) lio 4,0 <10 6,0 =50 nA
Input bias current Eingangs-MNull-Strom 1) Iig 60 < 100 100 = 250 nA
OQOutput soturation voltage Saturations-Ausgangssp g

U, =—-5mv Ug sar 0,75 =15 0,75 = 1.5 v
Voltage gain Spannungsverstirkung

UU =1...14Y, RL = 15 k2, RB = 50 k2 A, 200 = 40 200 = 40 L 108
Qutput residual current Ausgangs-Reststrom

U; = +5 mV ID OFF 0,2 =10 0,2 =10 nA
Positive input voltage range Positiver Eingangs-Spannungsbereich +U; max +13.8 = +13.0 +138 > +130 V
Negative input voltoge range Megativer Eingangs-Sp gsbereich —Ut max —147 = —145 —14,7 =—145 V
Positive supply current Paositiver Betriebsstrom

U, = I 5.1 < 6,0 5,1 < 7.5 mA

1 CcC+ = =
Negative supply current Negativer Betriebsstrom

ai = —12V lee ~ 4.1 < 5.0 4.1 =50 mA
AUXILIARY DATA: HILFSDATEN:

Upe = 215V, unless otherwise noted @ wenn nicht anders angegeben —55°C < f, = +125°C 0°C < §, = +70°C
Input offset voltage Eingangsspannung-Unsymmetrie

Ry = 50 k2 1) U <40 =10 mv
Input offset current Eingoangsstrom-Unsymmetrie ") U] =20 =70 nA
Input bias current Eingangs-Null-Strom ") Iig =< 150 = 300 nA
Qutput saturation voltage Saturations-Ausgangssp g

UCC =0V/[/+45V, U, = —6mV, IO = 8 mA UO SAT 0,23 = 04 0,23 =04 v
Positive input voltage range Positiver Eingangs-5pannungsbereich +U max +138 = +13,0 +13.8 = +130 V
Negative Input voltage range Megativer Eingangs-Sp gsbereich =V} max —14,7 = —145" —14,7 = —14,5 v
Output residual current Ausgangs-Reststrom

Ug =3V, Uy =5mV _ lo oFF 0,1 <05 — — WA
INFORMATION #ATA: I INFORMATIONSDATEN :
8a = 25°C, Ug. = +15V i
Delay time Verzégerungszeit ty 200 200 ns
Strobe current Strobestrom Ig 3 3 mA




MONOLITHIC ANALOG MULTIPLEXERS BiFET
FOR A/D CONVERTERS AND GENERAL USE
MACO08A, MABOSE, F, G EIGHT CHANNEL
MAC24A, MAB24E, F G DUAL FOUR-CHANNEL

MONOLITISCHE ANALOGMULTIPLEXOREN BiFET

FUR A/D-WANDLER AND ALLGEMEINE ANWENDUNG
MACO08A, MABOSE, F, G ACHT-KANALE

MAC24A, MAB24E, F, G DOPPEL VIERKANALE

MAXIMUM RATINGS ¢ GRENZDATEN

h

I AFETTITT

2 Er 28

[
4

Sa0d GRS

fx"Y 11] 538
min. max. SAA fi0] 548
AUcc ) 36 v DA A 0a
U;3 3 —4 +Ucc v
i = gL o
MAB24
Ptot 500 mwW
da MACO08A, MAC24A —55 +125 . o
" MABGSE, F, G, MABR24E, F, G sg +-|;g % Base connecion diogram @ Sockelschakung

st = oben
1/Rin (3 2 100°C) 10 mWK Py SRR A
i e - Ag-+-A; digitol address inputs @

1. Diffe of supply woltage bety pins +Upe and —big. @ digitala Adressen-Eingénge .

Speisesp g-Differenz zwischen Eingénge +Ugc und —Uge.

2. At negative supply wltogs min. —4V @ Bel ...35.;'.. EN - il

Speisespannung min. —4 V. S;-.-53 onolog input @ Analog-Einginge
3. Of digital inputs. @ Von Digital-Eingénge. D, DA, DB onalog output @ Anclog-Ausgéinge
4. Of log inputs. @ Von Analog-Eingéng :

5. Anyone pin. @ Beliebige Ausfihrung. Outlines @ Abmessungen {0-18/C2

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: +Ucc = 15V, —lec = —15V

BASIC DATA: HAUPTDATEN: #, = 25°C MACO08A, MAROBE, MABOBF MABO08G
MAC24A, MAB24E MAB24F MAB24G

Switch resistance ON state Schalterwiderstand-ON-Zustand

Up =10V, Is = 200 gA, Uy = 20V, Uy, =08V Row 300 =400 =450 Q
Input source current Eingangs-Sourcestrom

(switch OFF) 1) (Schalter OFF)

Us=10V, Up= —10V, Uz =08V IscoFF) =10 =20 =50 nA
Output drain current (switch OFF) )  Ausgangs-Drainstrom (Schalter OFF) 1)

Us=10V, Up=—10V, Uo=108Y IpcoFF) =10 =20 =20 nA
Leakage current (switch ON) 1) Reststrom (Schalter ON) 1)

Up =10V, Ung =20V, Uy =08V Ipcon)+lscon) =10 =20 £20 nA
Digital input voltage — H level Digital-Eingangsspannung — H-Zustand  Urn z20 z20 z20 V
Digital input voltage — L level Digital Eingangsspannung — L-Zustand U =08 =08 =08 V
Digital input t — L level Digital-Ei sst — L-Zustand

%‘L =mgu‘ ‘?lrl'en eve igital-Eingangsstrom ustan oz o i <155 A
Pols"i::‘vt st::'paplerr current Positiver Speisestrom Hee <12 <12 <18 ik .
Nﬁ;tm: at:apsly current Negativer Speisestrom . <38 <856 <50 ‘m A
Switch-over time ' Umschaltzeit

MACO8A, MAC24A: —55°%V < §, = +125°C

MABOSE, F, G, MAB24E,F,G: 0°C = #; < +70°C trrRAN 1.3 =21 =30 s
Switch resistance ON state Schalterwiderstand-ON-Zustand

Up =10V, Is= 200 pA, Uiy = 20V, Uy =08V Ron = 400 = 500 = 550 Q
Input source current Eingangs-Sourcestrom

(switch OFF) 1) (Schalter OFF)

Us=10V, Up= —10V, Uy =08V IscorF) =10 =10 =50 nA
Output drain current (switch OFF) 1) Emgungs-Druinstrom (Schalter OFF) 1)
Us=10V, Up=—10V, UL =108V MAC08, MABO08 1D(oFF) =100 =100 =500 nA
MAC24, MAB24 IpcoFF) =50 =50 < 500 nA
Leakage current (switch ON) 1) Reststrom (Schalter ON) 1)
Up=10V, U =20V, U = 08 Vv MACO08, MAB08 Ipcon)+1scon) =100 =100 =500 nA
MAC24, MAB24 Ipron)+lscon) =50 =50 =< 500 nA
__Digital input voltage — H level Digital-Eingangsspannung — H-Zustand  Uin =20 z20 220 V
Digital input voltage — L level Digital Eingangsspannung — L-Zustand U =08 =08 =08 V
Digital input current — L level Digital-Eingangsstrom — L-Zustand
ngu'ﬂ%.lV v o 7 =20 =20 = 40 uhA
Positive su currunt Positiver Speisestrom
U = o'.’ap'\} = ~ +lee =15 =15 =18 mA
oti N - g
e&m |:e supply current egativer Speisestrom <50 <50 26 ik

1 Exceeding 11 V on the analog input may cause an OFF channel to turn ON. @ Uberschreiten von 11 V ouf dem Anclogeingang kann einen Ubergang

von ausgeschalteten Kanal (OFF) in eingeschalteten Zustand ON verursachen.
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TRUTH TABLES e LOGISCHES VERHALTEN

BN A A A
i— F F_TF T s INPUT ¢ Eingang e s
ustan
| [| T :wllnam'lﬂ ! —rl !-i Az A Ao EN 2ON*
EETREINNN ¥
lﬁr"ﬁﬁﬁﬁﬁr’ i MACO08A, MABOSE, F, G
Dtﬁ _l = X X X L none e kein
Lo J® o [n e jo e jos je | L L L H 1
NS S S s S S S MACo8, MABOS L L H H 2
L H L H 3
h H H H 4
L L H 5
H 2 H H 6
H H L H 7
N Al 0 H H H H 8
H 1 I 1 MAC24A, MAB24E, F, G
i 10F & DECODER _?'U‘I X X L none e kein
i S G S B T T A T L L H 1
1] 1 1 L] H [l ]
i " " ] i 1 _14& B H H 2
H ' H L H 3
.Dﬂ:r ﬂLf 1 f] tl—%r—]-:%!llﬂ H H H 4
S 234 SLA SIB S2B S3B =Y H — high level @ High-Zustand
S‘IA S2A S3A S8 MAC24, MAB24 L — low level @ Low-Zustand
Functional.diagram e Funktions-Blockschaltung X — irrelevont level (H or L) @ beliebiger Zustand (H oder 1)
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: +Ucc = 15V, —Ucc = —15V
INFORMATIVE DATA: INFORMATIONSDATEN: MACO08A, MABOSE, MABOSF MAB08G
#a = 25°C, unless otherwise noted @ wenn nicht anders angegeben MAC24A, MAB24E MAB24F MAB24G
Relative difference of switch Rel. Anderung des
resistance - Schalterwiderstandes ARon
—1W0V=Up=10V, Is=200puA, U =20V, Ur=108V Ron 1,0 3,0 3,0 %
Resistance match between Widerstandsstreuung zwischen
switches Schalter
Up =10V, Is = 200 pA, Uiy = 20V, Uy = 08V RoNmatch 20 30 30 Q
Positive supply current Positiver Speisestrom
Uec =5V, lin =08V +lec 8,0 5,0 50 mA
Negative supply current Negativer Speisestrom
—Ucc =5V, li =08V —lce 2,5 1.8 1.8 mA
Qutput settling time — 10 V step to Beruhigungszeit — 10 V-Sprung auf
0,10 %, ts1 1,3 1,7 2,3 us
0,05 %, tsz 1,5 1.7 23 s
0,02 Y, tss3 23 1,7 2,3 us
Break-before-make delay Schalt-Zeitverzug tory 0.8 1,0 1.6  us
Enable delay ON Enable-Schaltzeit ON ton(EN) 1.0 1,2 1.6 us
Enable delay OFF Enable-Schaltzeit OFF toFF(EN) 0,2 0,2 0,2 us
Isolation OFF Isolation der ausgeschalteten Kandle .
f = 500 kHz, Ry = 1 kQ MACO08, MAB08 ISOorF —60 —60 —60 dB
MAC24, MAB24 1SOorF —66 —66 —66 dB
Crosstalk Nebensprechen
f = 500 kHz, R, = 1 MQ MACO08, MAB08 CT —70 —70 —70 dB
MAC24, MAB24 cT —76 —76 —76 dB
Digital input capacitance Digitaleingangs-Kapazitét Corc 30 30 3.0 pF
Switching time Umschaltzeit tTRAN 1,0 1.5 2.1 us
Input source capacitance Analogeingangs-Kapazitat
channel OFF Us =0V, Up =0V Kanal OFF MAC08, MAB08 Csrorr) 2.5 3,5 2,5 pF
MAC24, MAB24 Csrorr) 2,0 2,0 20 pF
Qutput drain capacitance Analogausgangs-Kapazitét
channel OFF Us =0V, Up =0V Kanal OFF MAC08, MABO8 Cprorr) 7.0 7.0 7.0 pF
MAC24, MAB24 Cbrorr) 4,0 4,0 4,0 pF
Input to output capacitance . Kapazitat zwischen Eingang
und Ausgang MAC08, MAB08 Cbps(oFF) 0,3 03 0,3 pF
MAC24, MAB24 Cbscorr) 0,15 0,15 0,15 pF
MACO08A, MAC24A: —55°C = g = +125°C
MABOSE, F, G, MAB24E,F,G: 0°C =< #; = 4+70°C
Relative difference of switch Rel. Anderung des
resistance Schalterwiderstandes ARon i
—10V =Up =10V, Is =200 gA, Uy = 20V, Ui = 08V Row 1.5 45 45 %,
Resistance match between Widerstandsstreuung zwischen
switches Schalter
Up=10V, Is =200 pA, Uy =20V, Uy =08V RoNmatch 25 30 30 Q
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 MAC16A, MABI6E, F, G
' MAC28A, MAB2SE, F, G

MONOLITHIC ANALOG MULTIPLEXERS BiFET
FOR A/D CONVERTERS AND GENERAL USE
MAC16A, MAB16E, F, G: SIXTEEN CHANNEL
MAC28A, MAB28E, F, G: DUAL EIGHT-CHANNEL

MONOLITISCHE ANALOGMULTIPLEXOREN BiFET

FUR A/D-WANDLER AND ALLGEMEINE ANWENDUNG
MAC16A, MAB16E, F, G: SECHSZEHN-KANALE
MAC28A, MAB2SE, F, G: DOPPEL-ACHTKANALE

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min. max.

AUcc V) 36 \
Ur?3) —4 +Ucc v
Usg¥ —20 +Uce Vv
19) 25 mA
Proi 1000 mW
ta MAC16A, MAC28A —55 +125 <

MAB16E, F, G, MAB28E, F, G 0 +70 . o
Bstg %) —55 -+ 155 we
1/Rtn (8a =z 100 °C) 20 mW/K

1. Difference of supply voltage between pins +Upp and —Upe @ Speisespannung-Differenz
zwischen Eingéinge +Uge und —VUee

At negotive supply voltage min. —4 V @ Bei negativer Speisespannung min, —4 V

. Of digital inputs @ Von Digital-Eingénge

Of analeg inputs @ Von Analog-Eingéinge

4

SISl )

FIITII—][—l SHElE

CETEEE ey

MAC16, MAB16

Base connection diagram
Sockelschaltung

MAC28, MAB28

(top view @ Ansicht von oben)

wos W

. Anyone pin @ Beliebige Ausfiihrung

Outlines @ Abmessungen |0—19A/C1.

Ag...Ag digital address inputs
digitale Adressen-Eingéinge

EN enable input @
Enable-Eingang

Sp++ 16 Sya 5840 S1B - Ssp
analeg inputs @
Analog-Eingdnge

D, DA, DB analog outputs @

Analog-Ausgiinge

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: +Ucc =15V, —Ugc = —15V

BASIC DATA: HAUPDATEN: i, = 25°C MAC16A, MAB16E, MAB16F MAB16G
MAC28A, MAB28E MAB28F MAB28G

Switch resistance ON state Schalterwiderstand-ON-Zustond

Up =10V, Is = 200 uA, Uy = 20V, Uy =08V Ron = 380 = 580 = 650 Q
Input source current (switch OFF) Eingangs-Sourcestrom (Schalter OFF)

Us=10V, Up= —10V, Uy =08V Isforr) =10 =20 =50 nA
Output drain current (switch OFF) ") Ausgangs-Drainstrom (Schalter OFF) )

Us=10V, Up=—10V, UL =108V IproFr) =10 =20 =20 nA
Leakage current (switch ON) 1) Reststrom (Schalter ON) )

Up=10V, Uy =20V, Uy =.p8YV Ipron) + Iscon) =1,0 =20 =20 nA
Digital input voltage — H level Digital-Eingangsspannung — H-Zustand Uy =20 =20 z20 v
Digital input voltage — L level Digital Eingangsspannung — L-Zustand Uy =08 <08 <08 v .
Digital input current — L level Digital-Eingangsstrom — L-Zustand

Ui, =04V lie <10 =10 =30 uA
Positive supply current Positiver Speisestrom

Ujg =108V +lce =19 =19 =24 mA
Negative supply current Negativer Speisestrom

Ui, =108V —lee 7.0 0 .0 mA
Switch-over time Umschaltzeit tTRAN =15 =21 =30 us
MAC16A, MAC28A: —55°C = #g = +125°C :

MABI16E, F, G, MAB28E, F, G: 0°C = #a = +70°C
Switch resistance ON state Schalterwiderstand-ON-Zustand

Up =10V, Is = 200 gA, Uiy = 20V, Uy =08V Rown = 500 = 800 < 850 Q
Input source current (switch OFF) ) Eingangs-Sourcestrom (Schalter OFF) 1)

Us=10V, Up= —10V, UL =08V IscoFF) =10 =10 = 50 nA
Output drain current (switch OFF) 1) Eingangs-Drainstrom (Schalter OFF) 1)

Us=10V, Up=—10V, Uy =08V IprorE) =75 =75 < 500 nA
Leakage current (switch ON) ") Reststrom (Schalter ON) 1)

Up=10V, Uy =20V, Uy =108V lpron) + Iscon) =75 =75 = 500 nA
Digital input voltage — H level Digital-Eingangsspannung — H-Zustand Uiy =220 =20 220 "
Digital input voltage — L level Digital-Eingangsspannung — L-Zustand Ut =08 =08 <08 Vv
Digital input current — L level Digital-Eingangsstrom — L-Zustand

Ui =04V lir =20 =20 =< 40 uA
Positive supply current Positiver Speisestrom

U =08V ~+lcc =24 =24 =25 mA
Negative supply current Negativer Speisestrom

U, = 0,8 —lce =82 =82 =10 mA

1. Exceeding 11 V on the analog input may cause on OFF channel to turn ON. @ Uberschreiten von 11 V ouf dem

von ausgeschalteten Kanal (OFF) in

halteten Zustand ON verursachen.

g9

Analogeingang kann einen Ubergang
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S1 52 S3 54 S5 56 S7 S8

FUNCTION TABLE e FUNKTIONSTABELLE

N T Loie] I ] ] INPUTS o EINGANGE e Kanal,
A3 I‘U_R ; 'R‘ RQRR K A A A A BN | TG
! 9 1t
e MAC16A, MAB1SE, F, G
A2 I,j . 10F 16 DECODER l : L-:c-c " d X x x L one @ kei
RaRAARN, lh ot b o8 :
i PR MAC16, MAB16 L L H R h i
L H L L H 5
D 59 SOSNSRSBSKSESH Eol o b o s
L H H H H 8
H L L L H 9
H L L H H 10
> S2A  SAA SBA SBA H L : h “ :;
D SIS SEA S Hoowm L L H 13
L(A_d_,_i.{ Jr H H L H H 1
L‘R I\I‘\ H H H i H 15
H H H H H 1
i;"rxzi— d 0” et i"f MAC?&A:( M“zs:' "° X L none e kein
A@- : : “Uee MAC28, MAB28 L L L H 1
f{ ( L L H H 2
I 1 [ 1 } 1 [ i I L H L H 3
L H H H 4
H L L H 5
Dp SIB_S38 S58 S78 H L H H s
7R S4B SAB SER H H L H ?
% H — high level @ High Zustond
Functional diagram L — low lavel @ low Zustand
Funktions-Blockschcﬂung X — irrelevant level (H or L). @ beliebiger Zustand (H oder L)
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: +Ucc = 15V, —Uge = —15V
INFORMATIVE DATA: INFORMATIONSDATEN : MAC16A, MAB16E, MAB16F MAB16G
#a = 25°C, unless otherwise note e wenn nicht anders angegeben MAC28A, MAB28E MAB28F MAB28G
Relative difference of switch Rel. Anderung des Schalterwider-
resistance standes ARon
—10V sUp s10V, Ig =200puA, Uy =20V, Uy =08V B 1.0 4,0 4,0 s
ON
Resistance match between Widerstandsstreuung zwischen
switches Schalter
Up =10V, Is = 200 gA, Uiy =20V, Uy =08V Rown mateh 25 35 35 Q
Positive supply current Positiver Speisestrom
Uce =5V, U, = 08V MAC16, MAB16 +lce 12,0 8,0 8,0 mA
MAC28, MAB28 +lee 12,0 7.0 7.0 mA
Negative supply current Negativer Speisestrom
—Ucc =5V, Ui, = 08V MAC16, MAB16 —lce 4,0 3,0 3.0 mA
MAC28, MAB28 —lee 4,0 2.5 2,5 mA
Output settling time — 10 V step to Beruhigungszeit — 10 V-Sprung auf
0,10 9, tsy 1.5 1.9 2.3 us
0,05 ofu tsz 1.7 1.9 2.3 us
0,02 %, tss 2,5 1.9 2,3 us
Break-before-make delay Schalt-Zeitverzug tory 0.7 1.0 1.6 us
Enable delay ON Enable-Schaltzeit ON toN(EN) 1.0 1.2 1.6 us
Enable delay OFF Enable-Schaltzeit OFF toFF(EN) 0,25 0,25 03 us
Isolation OFF Isolation der ausgeschalteten Kandle
f = 500 kHz, R, = 1 k& 15O0F¢ —66 —66 —66 dB
Crosstalk Nebensprechen
f = 500 kHz, R, = 1 MQ T —75 —75 —75 dB
Digital input capacitance Digitaleingangs-Kapazitat Coic 3,0 30 3,0 pF
Switching time Umschaltze:t trrAN 1,0 19 21 us
Input source capacitance Analogeingangs-Kapazitat .
channel OFF, Us = 0V,Up =0V Kanal OFF CsrorF) 2,5 2,5 2,5 pF
Output drain capacitance Analogausgangs-Kapazitat
channel OFF, Us = 0V, Up =10V Kanal OFF MAC16, MAB16 Cororr) 13,0 13,0 13,0 pF
MAC28, MAB28 Cprorr;, - 8,0 8,0 8,0 pF
Input to output capacitance Kapazitat zwischen Eingang
und Ausgang CbsfoFr) 0,15 0,15 0,15 pF
MAC16A, MAC28A: —55°C = #; = +125°C
MABI6E, F, G, MAB28E, F, G: 0°C = #ta = +70°C
Relative difference of switch Rel. Anderung des Schalterwider-
resistance standes ARow
—10V <Up =10V, Is = 200 wA, Uy = 20V, Uy = 08V < 2,0 55 55 9%
ON
Resistance match between Widerstandsstreuung zwischen
switches Schalter
Up =10V, Is = 200 uA, Uiy = 20V, UL = 08V Ron match 30 45 45 Q
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MONOLITHIC BIPOLAR HIGH SPEED
MULTIPLYING D/A CONVERTER 8 BIT
FOR GENERAL USE

MONOLITISCHER BIPOLARER SCHNELLER
MULTIPLIZIERENDER D/A — WANDLER 8 BIT
FUR ALLGEMEINE ANWENDUNG

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN: #; = +25°C

min. max.
+Ucc...—Ucc 3% v
U, —Wer 436 v
Uc —Uee +Ucc v
Uger (pin 14, 15) —Wee +Ucc v
Uprr (pin 14, 15) —18 +18 v
lo mA
IREF 5 A
Ptot 1) 500 i
x (82 2 100°C) 10 WK
% MDAC08C —55 + 025 C
MDAC08CC 0 + 70 y
MDACO08EC 0 70 .
ﬂslg "—'55 +155 t N
Y %% = dmin...dmax

Outlines ® Abmessungen 10—18/C2

Base on @ Sockelschaltung
lrop view @ Ansicht von oben)

By...By Wogic inputs @ Logisthe Eingénge

C comperation @ Kompensation

Uye logit fhreshold comtral input @

Uggp4+  reference input positive @
pnl‘ﬂhu Mcng

Urgr - Inpet mugative @
negutiver Referenzeingang

Iy anolog cutput @ Analogausgang

I; inverted omalog output @

+Uge supply voltage positive @
positive Speisespannung

U supply voltage negative @

negative Speisespannung

CHARACTERISTIC DATA:

KENNDATEN: Uge = #1535V, unless olhuluisa noted @ wenn nicht anders angegeben

© BASIC DATA:
{> AUXILIARY DATA:

HAUPTDATEN: #; = +25°C

HIUFSDATEN: MDAC08C — valid ot » giiltig bei —55°C = 9 = +125°C
MDAC08CC, MDACO8EC

© < Full range symmetry Ausgangsstrom-Difference
lrer = 2 mA, R2 = Rs = 1 kQ
MDAC08CC
© < Zero scale current Ausgangs-Reststrom
lrer = 2 mA, Rz = Rq = 50 kQ
‘™MDAC08CC
© < Output current range Ausgangsstrombereich
+Ucc = +15V, —Ucc = —10V, lrer = 3 mA
+Ucc = +15V, —Ugc = —12V, Irer = 5 mA
© < Output voltage compllunce Aus ungsspunnungsbaemh
Alp < 1/2 LSB, Rz = Rq z 20 MQ
© < Int. nonlinearity Int. Nichtlinearitét
Irer = 2 mA
MDAC08CC
© < Dif. nonlinearity Dif. Nichtlinearitét
Irer = 2 mA
© < Power supply sensitivity Er~findlichkeit auf
~eisespannungsadnderung
Ucc = i‘.sv-.- ilav. IREF = 1 mA
] Settling time Beruhigungsdauer
lp < 1/2
o Propagation delay Schaltverzégerung -
) Reference input slew rate Flankensteilheit

< Full scale temperature
coefficient

Ausgangsspannung-Temperatur-
koeffizient
::BACO&C. MDAC08CC

Alrs
Alfs

lzs
Izs

sk

IFsr
Uoc

NL
NL

DNL

Ers

0°C = 9 = +70°C

nom. min.-max.
+0.1 <+8 #A
+0.2 =416 )
40,1 s 42 #hA
+0.2 = 14 uhA
=21 mA
=z 4,2 mA
—10... 418 v
= 10,19 o FS
= 40,39 9, FS
s #1 LSB
40,002 =001 9/a/%,
85 =150 ns
35 = 60 ns
8,0 = 4,0 mA/us
+10 < 480 10-¢/K
+10 < 150 10-6/K



LsSB

A a8 0

BIAS logical imput switch !

Functional diagram e Functions-Blockschaltung

| |
MDACOBC, CC,EC.
lo - t{Ug)
3 B1_Bg - iroveh 0
=24 & o P T
£ |
T
=2 oYtV T5v ! -2mA | |
7
16
12
Ingr - 1
08|
QJ
lngr = 02 mA
s
old ] _.
4% 0 6 202 6 VD W B
Uy TV

Output current lp vs. output voltage Up e
Ausgangsstrom lp in Abhdngigkeit von der Aus-
gangsspannung Ug.

CHARACTERISTIC DATA:

KENNDATEN: Ucc = 415V, unless otherwise noted @ wenn nicht anders angegeben

¢ BASIC DATA:
<& AUXILIARY DATA:

© < Supply current positive Stromaufnahme positive
Uce = +5V, lrer = 1 mA
4+Ucc = 45V, —Ugec = —15V, lper = 2 mA

lrer = 2 mA

©
o>

Supply current negative Stromaufnahme negative

Ucc = +5V, lrer = 1 mA
+Ucc = +5V, —Ucc = —15V, lger = 2 mA
lrer = 2 mA

Reference bias current
lRSF =2 mA

Eingangs-Ruhestrom
Ue =0
Uiec =

Ugc=0V, Ur=—10V...+08V

Uge =0V, Ug = +2...+18V
Logic threshold range

LR R R v R R

Logic input voltage swing Eingangs-Spannungsbereich
von log. Eingdngen

O 00 © © ©¢ ©0 ©

Qutput current range Ausgangsstrombereich
lrker = 2 mA, Rz = Rs = 1 kQ

HAUPTDATEN: #; = +25°C

HILFSDATEN: MDAC08C — valid at e giiltig bei —55°C s g 5 +125°C
MDAC08CC, MDACOSEC °C < #a =

Log. input voltage - L level Log. Eingangsspannung - L-Zustand
Log. input \roltclge - Hlevel Log. Eingangsspannung - H-Zustand
Log. input current - L level Log. Eingangsstrom - L-Zustand
Log. input current - H level  Log. Eingangsstrom - H-Zustand

Bereich der Schwellenspannung

+70°C
nom. min.-max.

+lee 3,2 <40 mA
+lce 3,2 <40 mA
+lece 3.5 = 4,0 mA
—lcc 5,0 =6,0 mA
—lec 7.2 =80 ma
—lec 7.2 =80 mA
—lis 1,5 <30 mA

Ui =08 V

Ui 220 \
—i 5 <10 uh

i 0,01 =10 el

Urur —10... 4135 V

Ur —10... +18 \

Irs 1,99 194...2,04 v



ANALOG INTEGRATED CIRCUITS @ INTEGRIERTE ANALOGSCHALTKREISE
PRECISION VOLTAGE REFERENCE @ PRAZISE -SPANNUNGSREFERENZ

INTEGRATED CIRCUITS FOR PRECISION REFERENCE
VOLTAGE SUPPLY +10 V WITH LOW POWER, LOW NOISE
AND HIGH TEMPERATURE STABILITY FOR APPLICATION
IN A/D AND D/A CONVERTER

INTEGRIERTE SCHALTKREISE FUR PRAZISE
REFERENZ-SPANNUNGSQELLEN + 10 V MIT NIEDRIGEM
VERBRAUCH, NIEDRIGEM RAUSCHEN UND HOHER
TEMPERATUR-STABILITAT FUR APPLIKATIONEN

IN A/D- UND D/A-WANDLER

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

Uy max. 40

Prot ) max. 500

#a MACO1 min.-max. —55... 4125
MABO1, MAB0O1D min.-max. 0...470

stg min.-max. —55... 4155

ti max. indefinite @ unbegrenzt

) At @ bei b“ﬂ > +80°C must be derated @ herabsetzen P!o!
of @ um 7,1 mW/K

MACO01
MABO1
MABO01D

Base connection @ Sockelschaltung
(bottom view @ Ansicht von unten)

Recommended circuit of precision
calibration standard voltage +10,000 V
Empfohlene Schaltung von Kalibrations-

Outlines @ Abmessungen: 10—6/1 Spannungsquelle +10,000 V
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: U = +15V, #; = 25°C, unless otherwise noted
e wenn nicht anders angegeben
BASIC DATA: HAUPTDATEN: MACo01, MABO1 MAB01D
nom. min.-max. nom: min.-max.
Output voltage Ausgangsspannung
I = 0 mA Uo 10,00 9,95...10,05 10,00 9.85...1015 V
Output adjustment Ausgangsspannung-
range Einstellungsbereich
Rp = 10.kQ Utrim +3.3 z 43,0 +3.3 = +20 Vv
Input voltage range Eingangsspannungsbereich U 12 40 12 30 v
Regulation coefficient Stabilisierungskoeffizient
with change of bei Anderung von
Uy = 13...33V AUgy 0,006 < 0,01 0,012 < 0,04 0fo/V
I =0...10 mA AUgy 0,006 =001 0,009 = 0,04 0fo/mA
Quiescent supply current Ruhestrom
Ir = 0 mA lg 1,0 =14 1,0 < 2,0 mA
Load current Belastungstrom It 21 =10 21 =8 mA
Sink current Strom in Ausgang Is -0,5 z—0,3 —0,5 = —0,2 mA
Input noise voltage Eingangs-Rauschstrom
f=101...10Hz Unm/m 20 =30 25 uVv
INFORMATION DATA: INFORMATIONSDATEN:
MACO1: Ba = —55°C... +125°C
MABO1, MABO1D: #, = 0°C... +70°C
Turn-on settling time Ausgangs-Beruhigungszeit
nach Einschalten
92 = 25°C ton 5,0 5,0 us
Short circuit output current Kurzschluss-Ausgangsstrom
#ta = 25°C, Up =0V los 30 30 mA
Change of output voltage Anderung von Ausgang-
temperature coefficient spannungs-Temperature-
0,7 ppm/K

with adjustment

S T e sl DT o v o By A
BT "y A

Koeffizient mit Einstellung

0,7



MAA723 77—

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

MAA723H423‘;PRECISION VOLTAGE REGULATORS @ PRAZISE SPANNUNGSSTABILISATOREN

Base connection diagram:

Bottom view

ol ol b

9.
10.

Current limit
Inverting input
Mon inverting input
Reference voltage
Ground (=)
Qutput stabilized
voltage U,

Supplying of output

transistor +Up

Mon stabllized input

voltage +U,;
Frequency
Currant limit

3
ion

Sockelschaltung:

Strombegrenzung
Invertierander Eingang
Nicht invertierender Eingang

Referenzspannung

Erde (=)

Stabllisierte Ausgangs-
spannung U,

Speisung des Ausgang

transistors +Ug
Nicht stabilisierte Eingangs-
spannung +U;

F"‘!‘.‘ 1 "l

P

Strombegrenzung

Ansicht von unten

Maximum ratings: PRI SR U
Grenzwerte: U &
8 7 ()
Urimp (t = 50ms)  max 50 v Ug 23 B0
U; max 40 v [E MAA 10 2
.J: -U; max 40 v Rs 723 & |
I2 max 150 mA
Ir max 15 mA 3 =Y R
Prot MAA723 max 800 mwW 3 { !
MAA723H  max 700 mwW L g —
da max =55... +125 °C 100 R
Dsig max —65...+155 5C :
-7 -
Recommended circuit @ Schaltbeispiel U, R, R,
Output voltage U =7...37V 9V 1,87 7,15 kQ
Ausgangsspannung 15V 7,87 7,15 k2
Outlines e Abmessungen |07 BN 2 715 k@
- ; . Measured at:
Characteristic data: Kenndaten: Oemessen bei:
Line regulation at input Empfindlichkeit gegen Eingangs-
voltage change spannungsdnderungen MAA723 AUz 0,02 <01 % U; Uy =12...15V,
MAA723H AUz 0,1 ' 0 Uz Uz =5V, Iz2=1mA
Line regulation at input Empfindlichkeit gegen Eingangs- .
voltage change spannungsénderungen MAA723 AUz 01 <02 9 U; Uy =12...40V,
. MAA723H AUz 04 <1 9 U; Uz =5V, Iz =1mA
Line regulation at input Empfindlichkeit gegen Eingangs-
voltage change in ambient spannungsdnderung im Umge-
temperature range bungstemperaturbereich MAA723  AU: <03 9% U U =12...15V,
Uz =5V, I2 =1mA,
-55°C sias +125°C
Load regulation at load Empfindlichkeit gegen Last-
change stromanderungen MAA723 AUz <0,15 9, Uz U =12V, Uz=5V,
MAA723H AUz <0,3 Y, Uz Iz = 1...50 mA
Load regulation at load Empfindlichkeit gegen Last-
change in ambient tempe- stroménderungen im Umge-
rature range bungstemperaturbereich MAA723 AU, <0,6 9, Uz Ur =12V, Uz =5V,
lz = 1...50 mA,
=55°C =g s +125°C
Average temperature coeffi- Mittlerer Temperaturkoeffizient
cient of output voltage der Ausgangsspannung MAA723 Tkyz 0005 <0015 9,/°C U =12V, Uz=5V,
MAA723H Tgpz 0,01 0fp/°C Iz = 1 mA,
-55°C s a5 +125°C
Reference voltage Referenzspannung MAA723 Ug 715 6,95...7,35 V U=12V, U =5V
MAA723H Ur 715 68 ...75 V
Standby current drain Stromaufnahme 1) MAA723 lo 2,3 <3,5 mA U =30V, 1 =0
MAA723H g <5 mA
Input voltage range Eingangsspannung U; 95...40 V
Output voltage range Ausgangsspannung U2 2....37 ¥
Input-output voltage Eingang - Ausgangs-
differential Spannungsdifferenz U;-U; 3....38 V

") Output and reference voltage source without load. e Ausgangs- und Referenz-Spannungsquelle ohne Last. & g = O

R—
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LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL
LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL
APPROXIMATION REGISTER @ APPROXIMATIONS-REGISTER 8 UND 12 BIT

MHB1502, MHC1502: 8 BIT
MHB1504, MHC1504: 12 BIT

APPROXIMATION REGISTER

WORKING ON GRADUAL APPROXIMATION PRINCIPLE.
HIS SYSTEM CONTAIN ALL ESSENTIAL DIGITAL CONTROL
AND MEMORY CIRCUITS FOR CONSTRUCTION OF

ANALOG /DIGITAL CONVERTERS.

APPROXIMATIONS-REGISTER

ARBEITEN AUF STUFENWEISE APPROXIMATIONS-PRINZIP.
BAUELEMENT-SYSTEM ENTHALT ALLE N JMMERISCHE STEUER-
UND SPEICHERSCHALTKREISE, WELCHE FUR KONSTRUKTION
VON ANALOG /DIGITAL-WANDLER NOTIG SIND.

MAXIMUM RATINGS o GRENZDATEN

MHB 1502
MHB 1504

MHB1502, MHC1502

Base connection @ Sockelschaltung
(top view @ Ansicht von oben)

MHC 1502
- MHC1504

min. max.
Uce —0.5 +7.0 v
Uy —0,5 +5,5 v
Uo ") —0,5 +5.5 v D data input @ Dateneingang
:0 30 3'g mi cp clock input @ Tokteingang
l;a MHB1502, MHB1504 - 0 _:-;.0 oC 5 start input @ Starteingang
MHC1502, MHC1504 —55 +125 oC Q. ..Qy Cg_ parallel data output @
stg —55 +155 °oC Q,...Qq Qg parallele Datenausgénge
Dg serial data output @
) Output voltage in state of high level Uy ... @ Ausgangsspannung Serien-Datenausgang
im Zustad von hohen Pegel Ug gy cc T ——
Qutlines ® Abmessungen MHB1502, MHC1502 I0—14 Wandlungbeendigungs-Ausgang
MHB1504, MHC1504 10—15 E blocking input @ Sperreingang
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:
MHB1502..MHB1504: Ucc = 475 V...525V, ¥, = 0°C... +70°C
MHC1502, MHC1504: Ucc = 45 V...55 V, #; = —55°C... +125°C
STATIC DATA: STATISCHE KENNDATEN: min.-max.
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand
each input jeder Eingang Ui =20 v
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand
each input jeder Eingang Ui =08 v
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
Ucc = min, Uiy = 2,0V, Ui =08V, log = —0,48 mA Uow =24 v
QOutput voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
Uce = min., Uiy = 2,0V, Ui, = 08V, IPL = 9,6 mA Uor =04 '}
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
Uee = max., Ur = 24V
input CP, D Eingang CP, D e < 40 uA
input S, E Eingang S, E i = 80 uA
Uce = max., U = 55V
each input jeder Eingang L =10 mA
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand
Ucc = max., Uy = 04V MH . 1502 —i =16 mA
input CP, D, S Eingang CP, D, S MH . 1504 —liL =16 mA
input E Eingang E MH , 1504 —liL =24 mA
Qutput short circuit current Kurzschlusausgangsstrom
Ucc = max. —los 10...45 mA
Power supply current Stromaufnahme MHB1502 lec <95 mA
Uce = max. MHB1504 lee =124 mA
MHC1502 lec =85 mA
MHC1504 lce =110 mA
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
Ucc = min, I} = —12 mA —Up =15 Vv
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
ba = 25°C, Uec = 5V, CL =
Propagation delay time from input Signal-Laufzeit vom Eingang teLn 10...45 ns
CP to outputs CP ouf Ausgénge teHL 10...40 ns
MHB1504, MHC1504 only/nur _
CP to outputs Qi1, Qus CP auf Ausgang Qi1 Qi teLH (Q11) 10...50 ns
E to output Qq; E auf Ausgang Qi tpLH (E) =23 ns
teHL(E! < 30 ns

B R e T A e S R A e e D P N P e e e e S L L e g e e v g g L L S
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MHB1502  MHC1502 : S LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL
MHB1508 MHC1504 : ~ LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL
APPROXIMATION neslsren o APPROXIH ‘I’IOH__I _ __EGISTER s UND 12 BIT

FUNCTIONS TABLE e FUNKTIONS-TABELLE
Ti INPUT
zen | ENGRNGE OURRUTS & AUSORNGE
th | b < |00 0, o @@ 9 9 @ 0 0o cc
0 X L X X X X X X X X X X
1 D; H X H H H H H H H H
2 D, H D, D; L H H H H H H H
3 D; H | bg D Dg L H H H H H H
4 Dy H | bg D, Dg Dy L H H H H H
5 D, H | bj D D; Dy D; L H H H H
6 D, H D3 D; D D; Dy Dy L H H H
7 D H D D Dg Dy Dy By Dy L H H
MHB1504, MHC1504 1B 2 % B Dy DDy & B L M
9 X H op b Dg Dy D, D; D, D; Dy L
Base ion @ Sockelschalt 10 X X X D, Dg D3 D, D;y D, D; Dp L
(top view @ Ansicht von ubun)
MHB1504, MHC1504
RECOMMENDED WORKING e B ST ———
CONDITIONS e EMPFOHLENE Zeit EINGANGE O G B O B G 6 Bl 6.6 G T
BETRIEBSBEDINGUNGEN by D S5 E i Qo Q 9 Q; Q5 G5 Q4 Q; Qx Q; Q
. o [% L 1] x % x x x X X X X X X X X X
PN SO ATV, i Dy H LI X L H HHHHHHIHHHHH
MHB1502, 2 pyH L| DyDyL HHHHMHHHHHHMH
MHB1504 Ucc 4,75 50 525 V 3 Dg H L| Dy Djy Dyt H H H H H H H H H H
MHC1502, 4 Dg H L | Dy Dy Dy DgpL H H H H H H H H H
MHC1504 Use 45 50 55 V 5 D H L Dg Dy Dyg Dy Dg L H H H H H H H H
Input @ S tserup H 0 - 6 | b;j H L| D Dy Djy Dg Dg D L H H H H H H H
Eingang S tsetup L 16 ns L Ds; H & Dy Dyr Dy By By Dp Dg L & B RTRH R
Dt 10 s 8 |o; H L| Dy Dy D)y Dg Dg D; Db Dsy L H H H H H
lipotis netup 9 | b, H L | D; Dy Dy Dg Dg D; Dg D; Dy L H H H H
: o |p, H L| D; D,y Dy Dy Dg D; D, Dg Dy D3 L H H H
Emgongg:*““’“ 13 = " | b, H L] D, Dy Dy Dg Dg Dy Dg By Dg Dy Dy L H H
e 2 | D, H L| D} D, Dy Dg Dg D; Dg D5 Dy Dy D, D, L H
Clock pulse width e 3 | x H L| by Dy Dy Dg Dg D, Dy Ds Dy D; Dy D; D, L
Taktimpulsbreite “ | x x L| X Dy Dy Dy Dg D Dg D; Dy D3 D, D; Dy L
:wL gg ns 15 | x X H| X H NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC
wH ns
Clock frequency e
Taktfrequency H — level H e H-Zustand
fc 15 MHz L — levelL e L-Zustand
X — irrelevant level H or L @ beliebiger Zustand
NC — state without change e Zustand ohne Anderung

FUNCTION DIAGRAM e FUNKTIONSDIAGRAM

MHB1502, MHC1502 . MHB1504, MHC1504
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
POSITIVE VOLTAGE POWER REGULATORS
POSITIV-SPANNUNGSREGLERS 5, 12, 15,24 V/ 1A

Maximum ratings @ Grenzwerte

Input voltage
MA7805, MA7812, MA7815
MA7824

Power dissipation

Junction temperature range
Storage temperature range

Thermal resistance
junction — case
junction — ambient

Eingangsspannung

Verlustleistung

Sperrschichttemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

Warmewiderstand
System-Gehduse
System-Umgebung

U;
U,

Pw

D.ﬂg

Rr-':;'c
Rrhm

MA7805 MA7815 |~
MA7812 MA7824

max 35 \
max 40 ")
max  internally limited '
innen begrenzt
max 0...4125 3.5
max -55... +155 o
max 4 K/w
max 35 K/wW
1 starting circuit Startkreis
2 reference voltoge Referenzspannung
3 current source Stromquelle
4  error amplifier Fehlerverstiirker
5 thermal shut-down Thermische Absschaltung
6 current protection Stromschutzschaltung
7 protection against Schutzschaltung gegen

secondary breakdown

Sekundérdurchbruch

Characteristic data ® Kenndaten Qutlines e Abmessungen 1011
0°C < #j < +125°C, (unless otherwise noted) e (wenn nicht anders angegeben) MA7803 '
Valid ot  ®  Giiltig bei Ur =10V, lo = 500 mA
Output voltage Ausgangsspannung nom. min. — max.

9 = 25°C Uo 50 48 wesd2 v
Line regulation Netzregelung

9 = 25°C, 7 V < Uy < 25 V A Uo 30 <100 mV

#j = 25°C, 8 V< U <12V AUg 1,0 < 50 mV

#; = 25°C, 145V < U; < 30 V AUg — . mV

#j = 25°C, 16 V < Uy < 22 V AUp — — mV

#j = 25°C, 175V < U; < 30V AUo — i mV

9 = 25°C, 20 V < U; < 26 V A Ug — . mV

B = 25°C, 27 "V < U; < 38 V AUg — s mV

f = 25°C, 30 V < U; < 36V AUg - — mV
Load regulation Lastregelung

#i = 25°C, 5 mA <lp <15 A A Uo 15 < 100 mV

#ji = 25°C, 250 mA < Iy < 750 mA A Ug 50 < 50 mV
Output voltage — P = 15 W Ausgangsspannung — P < 15 W

7 V<U <20V, 5mA<1lp<1A Uo - 4,75:::5,25 Vv

M5V <Ur <27V, 5mA < 1p < 1A Up — - v

175V < Ur <30V, 5mA<ig<1A Uo - = g

275V < U; <38V, 5mA <1lp < 1A Uo - o v
Qiescent current Ruhestrom .

#j = 25°C lg 4,2 <80 mA
Qiescent current range Ruhestromdnderung

7 V<U <25V Alg - =48 mA

145V < Ur < 30V Alg - —_ mA

175V < U < 30V Alg — — mA

27 V<= U; < 38V Alg — — mA

5mA <1lp < 1A Alg — < 0,5 mA
Output noise voltage Ausgangsrauschspannung

#e = 25°C, 10 Hz < f < 100 kHz Uow 4,0 - uV
Long term stability Langzeitstobilitat A Uor = <20 mV
Ripple rejection Brummunterdriickung

f = 100Hz, 8V < Uy <18V SVR 78 > 62 dB

f =100 Hz, 15V < Uy < 25 V SVR — - dB

f = 100 Hz, 185V <U; < 28,5 V SVR — - dB

f = 100 Hz, 28 V < U; < 38 V SVR - - dB
Dropout voltage Abfallspannung

lo = 1A, 9 = 25°C (Ui=Uo) min 2,0 - v
Qutput resistance Ausgangswiderstand

f = 1 kHz Ro 17 - me
Short circuit current limit Ausgangs-Kurzschluss-Strombegrenzung

bj = 25°C los 750 - mA
Output peak current Ausgangsspitzenstrom

#j = 25°C lop 2,2 — A
Average temperature coefficient Mittl. Temperaturkoeffizient

of output voltage von Ausgangsspannung

ly = 5 mA, 0°C < 0ji < +125°C =11 — mV,'fK

~ £ :

R e 3 1 VG2 4 B S TR A = Y T Sy O T

RE= ROk Vo Jem i e

48




MA7805 MA7815

MA7812 MA7824

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS @ LINEARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

POSITIVE VOLTAGE POWER REGULATORS
POSITIV-SPANNUNGSREGLER 5, 12, 15, 24 V/1 A

r 1
8B |
TUI Y 3
| 6 i
| |
! i
; 3 5 7 o
I |
': | B—— |
| | ] = |
I 1 1 0?2 eSS - m7
i OB e

1 E
.: L YR g
] LRz |
| 1
| .
 — _ = fl

MA7812 MA7815 MA7824
Uy =19V, lp = 500 mA U, = 23V, lp = 250 mA Uy = 33V, lg = 500 mA
nom. min. — max. nom. min. — max. nom. min. — max.

Uo 12,0 11,5...125 15,0 144 ..., 156 24 23...25 Vv
4 Uog == = = = = mV
AUy — - — — — mV
AUp 3,0 <120 — - — - mV
AUg — — 1" < 300 mV
AUg - — 3,0 < 150 mV
AUg — — —_ - 18 < 480 mV
AUp — - - — 6,0 < 240 mV
AUp 12 < 240 12 < 150 12 < 480 mV
AUp 4,0 <120 4,0 <75 4,0 < 240 mV

Uo — — — — — - v

Uo - 11.4...12,6 — — — — V'

Uo - - —_ 14,25...15,75 = — V'

Uo — — —- — — 22,8...25.2 Vv

Ig 4,3 < 8,0 4.4 < 8,0 4,6 < 8,0 mA
Alg — — — — - — mA
Alg - <'1,0 — — - — mA
Alg - - - <10 - — mA

Ig i i —_ —_ —_— <10 mA

Ig — <05 - <05 .- < 0,5 mA

Uon 75 — 90 — 170 - uV
AUor —_ < 48 — < 60 — < 96 mV

SVR — e dB

SVR n > 55 dB

SVR — - 70 > 54 —_ — dB

SVR — - — - 66 > 50 dB

(U;=Ug) min 2,0 — 2,0 - 2,0 — v

Ro 18 —_ 19 — 28 — mQ

los 350 — 230 — 150 — mA

lop 2,2 —_ 21 — 2.1 - A

Tk -1,0 = =10 = —15 - mV/K
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15V

. Dual reference voltage source

MACO1 =+ 10,000 V.
M1 +10000V
Doppel Referenz-Spannungsquelle

] D““ 410000 V. :
oy ov
5V ’

Precision limiter.

Prazisions-Begrenzer.

Simple peak detector.

out Einfacher Spitzendetektor.

High speed peak detector.
Schneller Spitzendetektor.

20V IN

coMP _
IN| $———10VIN g

% (13 @ |1t |os]os |0 036

MHB1502

STATUS CLKIN CLKOUT

Typische Schaltung von D/A-Wandler
MDACO08 mit positive und negative
Referenzspannung.

Typical connection of D/A converter
MDACO08 with positive and negative
reference voltage.

Typical connection of approximation
A/D converter 8 bit.

Typische Schaltung von Approximations-

-A/D-Wandler 8 bit.

ST, ¢ T R LT LR R e oy




BIPOLAR LOGIC INTEGRATED CIRCUITS
BIPOLARE LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE



TTL SSI LOGIC INTEGRATED CIRCUITS

SURVEY

LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL SSI - UBERSICHT
Type Log. function Outlines
Typ Feature Art Log. Funktion Abmessungen
MH7400  MH8400  MH5400 Quadruple 2-input Vier NAND-Gatter mit Y = AB 1013

21 3 positive NAND gate je zwei Eingdéngen
MH7403  MH8403  MH5403 Quadruple 2-input Vier NAND-Gatter mit Y = AB 1013

4 positive NAND gate with je zwei Eingdngen und

open collector outputs offenem Kollektor
MH7404  MH8404  MH5404 Hex inverters Sechsfach Inverter Y=A 1013
MH7405 MH8405 MH5405 Hex inverters with Sechsfach Inverter Y=A 1013
open collector outputs mit offenem Kollektor
MH7410  MH8410  MH5410 Triple 3-input Drei NAND-Gatter mit Y = ABC 1013
positive NAND gate je drei Eingdngen
MH7420  MH8420  MH5420 Dual 4-input positive Zwei NAND-Gatter mit Y = ABCD 1013
NAND gate je vier Eingdngen
MH7430  MHB8430  MH5430 8-input positive NAND-Gatter mit acht Y = ABCDEFGH 1013
NAND gate Eingangen
MH7437 MHB8437 MH5437 Quadruple 2-input Vier NAND-Leistungs- Y = AB 1013
pasitive NAND gatter mit je zwei
buffer Eingdngen
MH7438  MH8438  MH5438 Quadruple 2-input Vier NAND-Leistungs- Y = AB 1013
positive NAND buffer gatter mit je zwei
with open collector Eingangen und
outputs offenem Kollektor
MH7440  MHB440  MH5440 Dual 4-input positive Zwei NAND-Leistungs- Y = ABCD 1013
NAND buffer gatter mit je vier Eingdngen
MH7450  MH8450  MHS5450 Expandable dual Zwei AND-OR-INVERT Gatter Y = (AB) + (CD) + X 1013
2-wide 2-input mit Erweiterungsmég- X = ABCD
AND-OR-INVERT gate lichkeit durch Expander from - aus MH.. 60
MH7451 MHB451 MH5451 Dual positive Zwei positive Y = AB + CD 1013
AND-OR-INVERT gate AND-OR-INVERT Gatter
MH7453  MH8453  MH5453 Expandable 4-wide "AND-OR-INVERT Y = (AB) + (CD) + (EF) + 1013
2-input AND-OR- Erweiterungs-Gatter + (GH) + X
INVERT gate X = ABCD from - aus MH .. 60
MH7454  MH8454  MHS5454 positive Positive AND-OR-INVERT Y = AB + CD + EF + GH 1013
AND-OR-INVERT gate Catter
MH7460  MHB460  MH5460 Dual 4-input Zwei Exponder mit je X = ABCD 1013
expander vier EingGingen when connected to pins 11
and 12 of MH..50 or MH..53
wenn Expander an Stift 11
u. 12 der Typen MH..50 oder
MH..53 angeschlossen ist.
MH7472 MH8472 MH5472 J-K Master-Slave J-K Master-Slave- See truth table 1013
Flip-Flop Flipflop Siehe logisches Verhalten
MH7474 MHB8474 MH5474 Dual D-type edge- Zwei D-Flipflop See truth table 1013
triggered Flip-Flop ' Siehe logisches Verhalten
w bt Uee w e A4 Ueo
A 0] @ A AN N ] Al — |4
82 nJx] , B Y 2] [13] B [0 8P ,_ I3 5 sp2— ° 2]
v 03 ; = |2 03 ©° 03 3} Ef:—L—m 2] ¢ p3a 2]+

g ®—p ® E [r] G4 cld s— | 1] o [od % 111G

gidbeE B g B oy 2t B Hac 8

4 MH..00, MH..03 < MH..04, ..05 o 4~ MH..20 —~ MH..30

e g4, [ W ) ke A
A 2] o1 . ] A [o1] A ]

= s | =) at 1 & —
ale  AR2 5 1] 62 Ble el2 1 || [El
P—%lkx) 8 b3 o 4 p- ‘6:_1 o3 2] G [03] 03— tf—r [Z]xi
B oBs | B H, O o [ Y i
el Bel [E B B Eed | @
50 4 MH..51 L ‘ L MH..60




MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN MH74 MH84 MH54
Supply voltage Betriebsspannung Uce max. +7 +7 +7 Vv
Input voltage Eingangsspannung U max. +5,5 +5,5 +5,5 '
Recommended working voltage Empfohlene Betriebsspannung  Ucc 4,75...5,25 4,75...525 4955499 °C
Operating temperature range  Betriebstemperatur fla 0...+70 —25...485 —=55... 4125 °C
Storage temperature Lagertemperatur ttstg —55... 4155 —55...+4155 —=55...+155 °C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR GATES AND INVERTORS e KENNDATEN FUR GATTER UND INVERTOREN:
Noise margin Statische Stérsicherheit 1 v
Fan-out from each output Ausgangsfécher pro Gatter N 10
MH.. 40 MH.. 40 N 30
Mean dissipation power on each gate Mittlerer Leistungsverbrauch pro Gatter P 10 mW
MH .. 40 MH.. 40 P 25 mWwW
Input voltage — H level required at all Eingangsspannung, H-Zustand, welche nétig
input terminals to ensure L level at ist, an alle Eingdnge zuzufiihren, damit an
output den Ausgéingen Pegel L-Zustand sein wird U min. 2 v
Input voltage — L level required ot all Eingangsspannung, L-Zustand, welche an
input terminals to ensure H level at einen der Eingtinge zuzufithren ist, damit
output am Ausgang Pegel H-Zustand sein wird Ure max. 0.8 v
Qutput voltage — H level Ausgangsspannung, H-Zustand Uon min. 2.4 v
Qutput voltage — L level Ausgangsspannung, L-Zustand UoL max. 0.4 v
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
Uec =475V, I} = =12 mA MH..03, ..04; .05, ..37,..38,
..51,..54 -Up <15 v
Input current — L level (each input) Eingangsstrom, L -Zustand (pro Eingang) L max. 1.6 mA
Input current — H level (each input) Eingangsstrom, H-Zustand (pro Eingang)
U =24V i max. 40 uh
U =55V ligg max. 1 mA
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom los 18 — 55 mA
MH..37, MH.. 40 MH..37, MH.. 40 los 18 —-70 mA
Supply current — L level Stromaufnahme L-Zustand
each gate or invertor pro Gatter oder Invertor lcer 3 <37 mA
MH..37, MH..38, MH.. 40 lect < 13,5 mA
MHHSU. MH51 lCCL 3 <7 mA
MH .. 53. MH . 54 ICCL 5'1 < 915 R‘IA
MH.. 60 lecr 1.2 <25 mA
MH..72%) lcc 10 <20 mA
MH..74%) lcc 17 <30 mA
Supply current — H level Stromaufnahme H-Zustand
each gate or invertor pro Gatter oder Invertor lecn 1 <2 mA
MH..37, MH..40, MH..50, MH..51 lccr 2 <4 mA
MH i 38 ]CCH < 2,1 mA
MH..53, MH.. 54 lccn 4 <8 mA

Remark:

Values valid in whole operating temperature range and at

Bemerkung :

Betriebsbeding

1..

max.

25
15
2

CHARACTERISTIC DATA e KENNDATEN
J—K FLIP-FLOP MH7472, MH8472, MH5472

.10
220
=25
=25

Alle Werte gelten im ganzen Bereich der Betriebstemperaturen
bel Betriebsspan-

ns
ns
ns

= applied clock pulse width
z Taktimpulsdauer

z0

D FLIP-FLOP MH7474, MH8474, MH5474

10
30
30
30
=215
=20
=5

ns
ns
ns
MHz
ns
ns

worst working conditions at working voltage in recommended und bei schlechtest
range. nung Im empfohlenen Bereich.
*) Total supply consumption. *) Gesamte Stromaufnahme.
b U o Uee
A 2]  A[] <]
B2 o - 3] Bl ,_[® 3]
vE ? 2] & 2- ® [2] N
& & % M el o = tw (cL)
= ] : = 57] L] e !W (3)
g % 3 [¢] DS 0] tw (R)
i 2 . m@ v @ ol 7| tsetup
e7) 6] o7} . 06) thold
L wll
MH..37,..38 MH.. 40
N
v U A Ve t
o 12] R % Wit
T 2—p | T tws)
R 2] B—b 3]s 0 f2) " s [B] tw (r)
i - 0— f
Jr o3} s Lo [2]CL a@ El b—os [2] tifup
2 [od] E‘E 1]k3 s o ::_c; L 1] thold
‘B@ ; 2 p—06 EKZ Q @ ] —09 m
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ape| ST B ] B N )
= SE
wie bei Gattern.
L MH..72 L

aS TSIV DY B AL

Truth toble — p. 148 @ Logisches Verhalten 5. 148

Y

Values of level H, level L and input currents are equal as at other gates.
Pegelwerte der H- und L-Zustdnden und Eingangsstromwerten sind die gleichen
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TTL MSI LOGIC INTEGRATED CIRCUITS

SURVEY

LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL MSI UBERSICHT
Type Outlines
Typ Fninice Adt Abmessungen
MH7442 MH8442 MH5442 BCD — to decimal decoder BCD — Dezimal-Dekoder ohne Trei- 10 14

without driver transistors; all inputs ber-Transistoren; alle Eingdnge sind
are equiped with clamped diodes mit Klemmdioden ausgestattet
MH7475 = = Quadruple bistable latch for tempo- Vierfach-Speicher Flipflop 1014
rary storage of binary information, 4-Bit Zwischenspeicher fiir Bindr-
dual master-slave flip-flop informationen
MH7490A  MH8490A  MH5490A  Decimal counter in BCD code, Bindr codierte Zdhldekade, 1013
1% divide-by-ten counter, Teiler durch zehn,
divide-by-five counter Teiler durch fiinf
all inputs are equiped with alle Eingdnge sind mit Klemmdioden
clamp diodes ausgestattet
MH7493A MHB8493A MHS5493A  4-bit ripple counter, 4-Bit Dualzahler 1013
3-bit ripple counter 3-Bit Dualzdhler
all inputs are equiped with alle Eingénge sind mit Klemmdioden
clamp diodes ausgestattet
MH7496 MHB8496 MH5496 5-bit shift register for serial to — 5-Bit-Schieberegister fiir Serien- 1014
parallel converter, Parallel-Umsetzer,
parallel — to — serial converter, Parallel-Serien-Umsetzer, Speicher
storage register
MH74141 — - BCD — to — decimal decoder with BCD — Dezimal-Dekoder und Trei- 1014
driver for directly drives of gas-filled ber mit Hochsperrenden Treiber-
cold-cathode indicator tubes (nixie, Transistoren fiir das direkte An-
digitrons) steuern von Ziffernanzeigershren
MH74150 MH84150 MH54150 Sixteen channel multiplexer for selec- 16-Bit-Datenselektor [ 1015
tion of one-of-sixteen data sources Multiplexer
MH74151 MH84151 MH54151 Eight channel multiplexer for selec- 8-Bit-Datenselektor / 1014
tion of one-of-eight data sources Multiplexer
MH74154 MH84154 MH54154 BCD — to — one of sixteen decoder 4-Bit-Bindr Dekoder [ Demultiplexer 1015
and demultiplexer with data select mit Datenselektions-Eingdngen A,
inputs A, B, C, D, strobe inputs G1, B, C, D, Strobe-Eingéngen G1, G2
G2, and sixteen outputs 1 to 16 und sechszehn Ausgdngen 1 bis 16
MH74164 MH84164 MH54164  8-bit shift register with gated (enable/ 8-Bit-Schieberegister mit Datenein- 1013
disable) serial inputs and asynchro- gabe seriell, Datenausgabe parallel,
nous clear Gegentakt - Ausgdngen und asyn-
chronene Riickstellung
MH74192  MH84192  MH54192  Synchronous 4-bit reversible Synchroner dekadischer BCD Vor- 1014
¢ (up/down) BCD counter with dual warts — Rickwdarts-Zahler mit ge-
clock with clear trennten Takteingéngen
MH74193 MH84193 MH54193  Synchronous 4-bit reversible Synchroner bindr Vorwarts — 1014

(up/down) binary counter with dual
clock with clear

Rickwarts-Zéhler mit getrennten
Takteingéangen
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SURVEY
UBERSICHT

TTL MSI LOGIC INTEGRATED CIRCUITS

LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL MSI

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN MH74 MH84 MH54
Supply voltage Betriebsspannung Ucc max +7 +7 v
Input voltage Eingangsspannung Ur max +5.5 +5,5 A
Recommended working voltage Empfohlene Betriebsspannung Uce 4,75..5,25 4,75..5,25 4,5, v
Operating temperature range  Betriebstemperatur a 0...470 —25...+85 =55. °C
Storage temperature Lagertemperatur Dstg —55...+155 —55,.. 4155 =55, °C
RECOMMENDED WORKING CONDITIONS ® EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE
Fan-out from each gate Ausgangsfacher pro Gatter N N
MH . . 42 max. 10 max. 20
MH . . 90A max. 10
MH . . 93A
MH .. 9 max. 10 max. 10
MH .. 150, MH . ., 151, MH . . 154 max. 10 max. 20
MH . . 164 max. 5 max. 10
MH..192, MH .. 193 MH.. 75 N max. 10
Power dissipation Leistungsverbrauch
MH . . 42 P 140 mW
MH . . 90A P 145 mW
MH . . 93A P 130 mwW
MH .. 9 P 240 mW
MH . . 150 P 200 mW
MH .. 151 g 145 mW
MH .. 154 P 170 mW
MH .. 164 P 168 mW
MH .. 192, MH .. 193 P 325 mW
ELECTRICAL CHARACTERISTIC e KENNDATEN
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand Uin > 2 \
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand U <08 \')
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand Uon > 2,4 A
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand Uor <04 v
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
(beside MH . .75) (ausser MH . . 75)
Ucc = 475V, MH54 :Uge =45 V; Ir = —12 mA —U; <15 Vv
Short circuit supply current Kurzschlusseingangsstrom
MH7475, MH .. 90A, MH..93A
Ugec =525V, Uy =08V —los 18 ... 57 mA
MH54 :Ugc = 55V, Ui =08V —los 20...57 mA
q .- B
7l E
6[02] 3?:‘?3 i 738 ¢
53— 229 2
—Al 3
4 oa} —Js 21]10 L
a—6 5
303 94— 201 6
28] 5 [19]2 8
ot = e :
o o8] y—u 17]1h L
S [08] 5—]a el "
W [10] 4 E 5lA ___"5
o[ "—° Ak
5 7lc

MH.. 150
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS ¢ KENNDATEN

Values of level H, L of inputs and outputs are equal as at gates.
Pegelwerte der H- und L-Zustanden von Eingéngen und Ausgéngen sind die gleichen wie bei Gattern.

Input current — H level

D input
Uee = 525V, Uy =24V
Uec =525V, Uiy =55V
Input current — H level
L input
Uce =525V, U =24V
Uec =525V, Uiy =55V -

Input current — L level
D input
Uee =525V, Uy =04V

Input current — L level
CL input
Uge = 525V

Supply current
Uge = 525V

Eingangsstrom — H-Zustand
Eingang D

Eingangsstrom — H-Zustand
Takteingang CL

Eingangsstrom — L-Zustand
Eingang D

Eingangsstrom — L-Zustand
Takteingang CL

Speisestrom

SWITCHING CHARACTERISTICS: ¢ DYNAMISCHE DATEN:
Ucc=5V, #a =25°C, N =10, CL =15 pF, Ry = 400 Q

Input setup time min.
H-level input D
L-level input D

Input hold time max.

H-level input D
L-level input D

Propagation delay time
on H-level from input D to output Q
on L-level from input D to output Q
on H-level from input D to output Q
on L-level from input D to output @
on H-level from clock on output Q
on L-level from clock on output Q
on H-level from clock on output Q
on L-level from clock on output Q

Eingangsvoreilung
H-Zustand, Eingang D
L - Zustand, Eingang D

Eingangsversetzung
H-Zustond, Eingang D
L - Zustand, Eingang D

Signal-Laufzeit auf
H-Zustand vom Eingang D an Ausgang Q
L - Zustand vom Eingang D an Ausgang Q
H-Zustand vom Eingang D an Ausgang Q
L-Zustand vom Eingang D an Ausgang Q
H-Zustand vom Takteingang an Ausgang Q
L - Zustand vom Takteingang an Ausgang Q
H-Zustand vom Takteingang an Ausgang Q
L - Zustand vom Takteingang an Ausgang Q

TRUTH TABLE e LOGISCHES VERHALTEN

tn . th +1
INPUT OUTPUT
D Q
H H
L L
tn — bit time before clock pulse

Zeitpunkt vor dem Taktimpuls

tn +1 — bit time after clock pulse
Zeitpunkt nach dem Taktimpuls

=0...470°C

i
e

lia
lig

=l

=l

lee

tsetup H
tsetup L

thold 1
thold L

teei (p-g)
teHL (D-g)
teLH (-0
tPHL (D-T)
tPLH (H-Q)
tPHL (H—-Q)
tPLH (H-7)
teHL (H-])

<32

< 6,4

< 53

< 20
< 20

VoW
oo

= 30
<25
< 40
<15
< 30
<15
< 30
<15

BLOCK DIAGRAM e BLOCKSCHALTUNG

mA

mA

mA

ns
ns

ns
ns

ns
ns

©ons

ns
ns
ns
ns
ns
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MH . . 90A
MH . . 93A

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS e

Input count frequency

Eingangszdhlfrequenz

LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSI
LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL MSI

EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN

DECIMAL AND BINARY COUNTER @ DEZIMAL- UND BINARZAHLER

ZAHLEN

A input Eingang A feount 1 J— 32 MHz
B input Eingang B feount O 16 MHz
Pulse width Zahlimpulsdauer
A input Eingang A tw > 15 ns
B input Eingang B tw > 30 ns
reset inputs Riickstelleingdnge tw > 15 ns
Reset inactive-state setup Riickstell-Eingangsvoreilung tsetup > 25 ns
ELECTRICAL CHARACTERISTICS KENNDATEN MH74: 3, = 0...470°C
MH84: 3; = —25...485°C
MH54: #; = =55...+125°C
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
Uce = 525 V; MH54: Uge =55V; Uy =55V I <1 mA
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
Uge = 525 V; MH54: Upgc = 55V; Uy =24V
A input Eingang A Iy < 80 uhA
’ B input Eingang B MH...90A I < 160 uA
MH...93A I < 80 uA
reset inputs . Riickstelleingénge i < 40 pA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
Uge = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uy =04V
A input Eingang A —li < 3,2 mA
B input Eingang B MH...90A —liL < 4,8 mA
MH...93A —In <32 mA
reset inputs Rickstelleingdnge =l <16 mA
Supply current — H level Speisestrom — H-Zustand
Uce = 525 V; MH54: Uge = ... 90A lecH < 42 mA
MH...93A leccu < 39 mA
SWITCHING CHARACTERISTICS DYNAMISCHE KENNDATEN
Uec = 5V, #a = +25°C, N = 10, Cz = 15 pF, R, = 400 Q
Maximum count frequency Maximale Z&hlfrequenz
from input A to output Qg vom Eingang A an Ausgang Qa  foount > 32 MHz
from input B to output Qg vom Eingang B an Ausgang Qg feount > 16 MHz
MH..90A MH..93A
Propagation delay time from Signal-Laufzeit teLH trHL teru teuL
input A to output Qa vom Eingang A an Ausgang Qa 11 <16 14 <18 10 <16 14 <18 ns
input A to output Qp vom Eingang A an Ausgang Qp 24 <48 27 <50 47 <70 50 <70 ns
. input B to output Qg vom Eingang B an Ausgang Qs 10 <16 14 <21 10 <16 13 <21 ns
input B to output Q¢ vom Eingang B an Ausgang Q¢ 22 <32 26 <35 23 <32 26 <35 ns
. input B to output Qp vom Eingang B an Ausgang Qp 22 <32 26 <35 33 <5 36 <51 ns
input set-to-0 to any output Q vom Riickstelleingang 0 an
Ausgang Q4...Qp - 25 <40 - 18 <40 ns
input set-to-9 to output Qa, Qp vom Riickstelleingang 9 an
Ausgang Q4, Qp 14 <30 — - - ns
input set-to-9 to output Qp, Q¢ vom Rickstelleingang 9 an
Ausgang Qs, Q¢ — 24 <42 - - ns
<
TRUTH TABLES @ MH . . 90A o o .
LOGISCHES VERHALTEN INPUTS RESET oUTPUT o il O
toa
MH .. 90A ROCKSTELLEINGANGE AUSGANG - T =2 ‘%
5 Roc1) Rocz) Ree1) Rorzy Q4 Qg Qg Qp ¢35 e . O On @y
. £ ourpur H H L X L L L L 0 L L L L
2 O AUSGANG H H X L L L L L 1 H L L L
z
zZ5 X X H H H L L H 2 L H ) L
B S X L X L 3 H H L L
A Q,; Qg Qq Qp L X L X COUNT 4 L L H L
—— L X X L ZAHLEN 5 H L H L
0 L L L L X L L X 6 L H H L
1 H L L L 7 H H H L
3 H H L L INPUTS RESET OUTPUT 9 H L L H
4 L L H L ROCKSTELLEINGANGE AUSGANG 10 L H L H
5 H L H L = 1 H H L H
6 L H H L Ror1) Ror2) Q Q QG Qp 2 L L H H
7 H H H L H H L L L L 13 H L H H
8 L L L H L X COUNT 14 L H H H
9 H L L H X L } 15 H H H H

[8)]
~Jl



LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSI
LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL MSI
BCD-TO-DECIMAL DECODER @® BCD-DEZIMAL-DEKODER

ELECTRICAL CHARACTERISTICS e KENNDATEN MH74:
MH84:

Output voltage — H level
Uec = 4,75 V; MH54:Ugcc = 45V; Uiy = 2V
Ui =08V, loy = —0,8 mA MH.. 42
Output voltage — L level
Uce = 4,75 V; MH54 :Uge = 45V; Uy =2V
Ui'=08YV, lor = 16 mA

On-state output vo

Uec = 475V, lgr = 7mA
Off state output voltage for input

counts 0 thru 9

ltage

Ucc = 525V, Ig'= 0,5 mA
Off-state output current

Uege = 525 V, Ugy = 55 V
Off-state output current for input

counts 10 to 15

Uec = 525V, Ug = 30 V

MH54:
Ausgangsspannung — H-Zustand

Ausgangsspannung — L-Zustand

MH. . 42
Ausgangsspannung, EIN-Zustand
am Ausgang MH74141
Ausgangsspannung, AUS-Zustand
am Ausgang,
Eingangsinformation 0 bis 9  MH74141

Ausgangsstrom, AUS-Zustand
am Ausgang MH74141
Ausgangsstrom, AUS-Zustand
am Ausgang,
Eingangsinformation 10 bis 15  MH74141

Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
each input pro Eingang MH.. 42
A input Eingang A MH74141
Uec = 525 V; MH54 :Uge = 55V; Uy = 24V
Ucc = 525 V; MH54 :Ugc = 55V; Uiy = 55V
B, C, D input Eingang B, C, D MH74141
Uec = 525V; Uiy =24V
Uee = 525V; Ui = 55V
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
each input pro Eingang MH.. 42
A input Eingang A MH74141
Uce = 525 V; MH54:Uge = 55V; U = 04V
B, C, D input Eingang B, C, D
Uce = 525V; Uy =04V
Short circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Uee = 525V; Uiy =45V MH.. 42
Uee =55V; U =45V MH 5442
Supply current Stromaufnahme
Uce = 525 V MH.. 42
Uec =55V MH 5442
Uce = 525 V MH74141
MH .. 42:

Propagation delay time,
high-to-low level

from inputs A, B, C, D on output von Eingéngen A, B, C, D auf Ausgang
through two levels of logic

through three levels of logic

low-to-high level

Anstiegsverzégerungszeit
von H- auf L-Zustand

liber zwei Gatterebenen
tiber drei Gatterebenen

von L- auf H-Zustand

from inputs A, B, C, D on output von Eingdngen A, B, C, D auf Ausgang
through two levels of logic

through three levels of logic

iiber zwei Gatterebenen
iiber drei Gatterebenen

MH .. 42

MH74141
!’a = 0... +70 °C
g ==-25... +85 °C
0..; =-55... +125 5 &
Uon > 2,4 v
Uot <04 v
Uor <25 Vv
Ugn > 60 "
loH < 50 uA
lg <5 uh
lin < 40 uA
Iy < mA
lin < 80 uA
liu <1 mA
=l <16 mA
=L < 3,2 mA
—los 18 oo 55 mA
—los 20...55 mA
lce < 56 mA
lcc < 41 mA
lee 27 <32 mA
tPHL <25 ns
tPHL < 30 ns
tpLH <25 ns
teLu < 30 ns

MH. . a2 MH74141 TRUTH TABLE @ LOGISCHES VERHALTEN
TRUTH TABLE ® LOGISCHES VERHALTEN INPUT — EINGANG On-state output’)
INFUTS OUTPUTS ® AUSGANGE Durchgeschalteter
EINGANGE A B Cc (p] Ausgang )
A ¢ OO0 1 2 .9 & O & 7 B 9
L L L L L H HHHMHMHH H H L L L L 0
H L L L H L H H H H H H H H H L L L 1
L H L L H H L H H H H H H H L H L L 2
H H L L|H H H L H H H H H H H H L L 3
L L H L H H H H L H H H H H L L H L 4
H L H L H H H H H L H H H H H L H L 5
L H H L|HHMHHUHUBHIL HHH L H H L 5
H H H L H H H H H H H L H H H H H L 7
L L L H H H H H H H H H L H L L L H 8
H L L H H H H H HHHH H L H L L H 9
L HL HIH HHMHHMHHMHKHH L H L H none — kein
H H L HIH : : : : ﬁ : ﬁ : : H H L H nene — kein
koo LoHoH N L L H H none - kein
H L H H/H H HHHHMHHH H
H L H H none — kein
L H H H/HHHMHMHMHMHMHMHH L H H H R
H H H H H H HHHHHH H H H H H H o keia
H = high level @ High-Zustand

L = low level
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MH . . 96
MH . . 164

LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSsI
LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL MSI
SHIFT REGISTERS ® SCHIEBEREGISTER

ILECTRICAL CHARACTERISTIC ¢ KENNDATEN MH74: 9, = 0... 4+70 °C
MH84: ¥, =-25... 485 °C
MH54: 9, = -55... 4+125°C
Output voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand
Ucc = 475 V; MH54: Uge = 45V; lor = 16 mA MH..96 Uor <04
Ueec = 475 V; MH54: Uge = 45V; lor = 8 mA MH.. 164 Uor < 0,4
Output voltage — H level Ausgangsspannung — H-Zustand
Uce = 475 V; MH54: Uce = 45V; log = —400 uA Uon > 2,4
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
beside input S ausser S-Eingang MH..96
each input pro Eingang
Uge = 525 V; MH54: Uge = 55V; Ui =24V I < 40
Uge = 5,25 V; MH54: Uge = 55V; Ui =55V lra <1
only input S nur S-Eingang MH..96
Uec = 525 V; MH54: Ucc = 55V; U =24V lig < 200
Uece = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uw =55V I <1
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
beside input S ausser S-Eingang MH.. 96
each input pro Eingang MH.. 164
Ucec = 525 V; MH54: Uge = 55V; U =04V —liL <16
only input S nur S-Eingang MH..96
Uee = 525 V; MH54: Uge =55V; Ui =04V -l <8
Short-circuit output current Kurzschlusseingangsstrom
Uce = 525V MH..96 —los 18 5o 57
Uge = 55 V MH 5496 —los 20 ;o BT
Ugc = 525 V MH.. 164 —los 9. .. 275
Ugc = 55 V MH 54164 —los 10 ...275
Supply current Stromaufnahme
Ueec = 525 V MH..96 lce < 79
Ugc = 55 V MH 5496 lec < 68
Uece = 525 V; MH54: Uge = 55V MH..164 lec < 54
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
MH..9 #; = +25°C, Ugcc =5V, N =10
Propagation delay time Signal-Laufzeit tpLy teHL
from input C to output von C-Eingang auf Ausgang 17 <40 23 <40
from input Ap to output von Agp-Eingang auf Ausgang 14 < 35 -
from input R to output von R-Eingang auf Ausgang — 23 <55
MH...164 #s= 425°C, Ucc =5V
Propagation delay time Signal-Laufzeit
from input R to output von R-Eingang auf Ausgang teLH teHL
CL = 15 pF 27 <36 -
Cr = 50 pF 34 <42 -
from input C to output von C-Eingang auf Ausgang
Cc = 15 pF 10... 32 8...27
Ci. = 50 pF 104 <37 10... 30
MH..96 TRUTH TABLE e LOGISCHES VERHALIEN MH.. 164
o . INFUTS o EINGANGE OUTPUTS o AUSGANGE
¢ 2e e i
&3 PRESET g Z
wE 535 Dateneingan, o5 :E
i &3 . TRUTH TABLE o LOGISCHES VERHALTEN
R S Ay Az Ay A Az © Ay Q Q2 Gy Qi Qs INPUTS QUTPUTS
2 A T e % T % L L c _ cLocx _ CLEAR . EINGANGE ASBORHOE
L X L LLL L X X L L L L L Ar Az | & Q@ . Qs
H H HHHHH x X H H H H H A ———————
H H LLLLL L X Quw Qo Gw Ow i X ' X L B s L
H H HLHLH L X H Gw H Gu H L H X X | Qo Qo «ivens . Qu
H L X X X X X L x Qg G Gup Qo Gso i H H H | H Qi vvvevss Om
H L X X X X x ot H H G Gz Qi Qun t H L X | L Qi evevenn Qin
H L X X X x L L L Qi Qe Qun Qs T H X L L Qin ssssaas G
H — high level e High-Zustand H = high level (steady state) High- ilisi
Lo e 1=l e G ) ¢ W B kot Zadend
X - mc.levlcml {o_ny input, |I'|C|er|l'\9 Irur!‘lhn_ns'} . § 1 — tronsition from low to high level
bnhcl;!l.gtr Emgnng::u:m.nd einschliesslich seiner Andzrungen Anderung des Zustandes von Low- ouf High-Zustand
e S N B e Q1. 1y - the e of O O et respacey bfrs the indictd
o, Qo ete — the level of Q;, Q- ete, respectively befoie the indicoted Zuslo:u:i der Ausgiinge Qy, Gz usw. vor Einstellung der stabilisierten

steady-state input conditions were established.

Zustand der Ausgange Qi Q:z usw. ver Einstellung der stobilisierten

Bedingungen auf den Einggngen,

Q. Qo et = the level of Q;, Q2 etc, respectively before the most-recent

Zustand der Ausgdnge Qj Qz usw. vor der ersten Anderung des

Taoktcingonges von Lew- oul Hig-Zustond,

en Eingang

Qi Qzn — the level of Qy, Q7 elc. before the most-recent 1t transition

of tha clock,

Zustand der Ausginge Qpy Q: usw. vor der ersten Anderungen

t des Tokleinganges.

mA

mA

ns
ns
ns

ns
ns

ns
ns
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS e KENNDATEN MH74: g

0...+4+70 °C

MH84: 8, =-25... +85 °C
MH54: 93 = -55... +125°C

Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand

each input pro Eingang

Uce = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uy = 24 V Irg < 40 uh

Ucc = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uy = 55V Irg <1 mA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand

each input pro Eingang

Uce = 525 V; MH54: Uge = 55V; U =04V - —li < 1.6 mA
Short - circuit output current Kurzschlussausgangsstrom

Ucc =525V —lgs 18...55 mA

Uce = 55V MH54 ., —los 20: 5. 250 mA
Supply current Stromaufnahme MH.. 150 lee < 68 mA

Ucc = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uiy = 45V MH.. 151 ©lee < 48 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:

Ucc =5V, % = +25°C, N = 10

MH.. 150 tprL tecn
Propagation delay time Signal-Laufzeit

from input A, B, C, D to output W von Eingang A, B, C, D auf Ausgang W 14 < 33 20 < 35 ns

from input S to output W von Eingang S auf Ausgang W 15 < 30 18 < 24 ns

from input Ep thru Ers to output W von Eingang Ep bis E;5 auf Ausgang W 8 <14 14 <20 ns
MH..151

from input A, B, C to output Y von Eingang A, B, C auf Ausgang Y 19 < 38 21 < 38 ns

from input A, B, C to output W von Eingang A, B, C auf Ausgang W 14 < 30 14 <26 ns

from input S to output Y von Eingang S auf Ausgang Y 20 < 33 22 <33 ns

from input S to output W von Eingang S auf Ausgang W 15 <23 14 <21 ns

from input Dy thru D7 to output Y von Eingang Dy bis D7 auf Ausgang Y 16 <27 16 <20 ns

from input Dy thru D7 to output W von Eingang Dy bis D7 auf Ausgang W 8 <14 11 <14 ns

MH. . 150

TRUTH TABLE e LOGISCHES VERHALTEN

(-]
INPUTS o EINGANGE Ea
32

DCBA S EE EE E Es B Er Ey B EigEyEEnEuEn| W
AXXX H XX XX XXX XXX XXX XXX #
LLLL L LXXXXXXXXXXXXXXX| H MH.. 151
LLLL L HXXXXXXXX%XXXXXXXX| L
LLLH L XL XXX XXXXXXXXXXZX H
LLLH L XHXXXXXXXXXXXXXX| L
LLHL L % XLXXZXXX2XXXXXXXX H
LLHL L XXHXXXXXXXXXXXXX i TRUTH TABLE ® LOGISCHES VERHALTEN
LLHH L XX XL XXXXXXXXXZXXX H
LLHH L XXXHXXXXXXXXXXXX]| L INPUTS g EINGRHGE Suivor
LHLL L XXXXLXXXXXXXXXXX| H C B A S D; D D; Dy D D; Ds D;]Y W
LHLL L XX XXHXXXXXXXXXXX L
THLH L XXXXXLXXXXXXXXXX| H X x X H X X X X X x x x|L H
LHLH L XX XXXHXXXXXXXXXX| L L L L L L oX X X X X %X x|t ow
LHHL L X X XX X XL XXXXXXXXX H L L L L H X X X X % X x|H o
LHHL L X X X X XXHXXXXXXXXZX L
LHHAH L XXXXXXXLXXXXXXXX| H E: £ L & bR X X X X X
LHHH L X XXXXXXHXXXZXZXZXXX L L L H 1L X H X X X X X X |H L
Hib L, L XXX Ex iy Ny H L H L L X % L % X % % wwlt A
HLLL L XXXXXXXXHXXXXXXX L H L
HLLH L XXXXXXXXXLXXXXXX| H ol b L R W K XX 8 :
HLLM L XXX XXX 0% 0 X% Xxx| LHH L X X X L X X X X|[L
HLHL L %X X XXXXXXXLXXXXX H L H H L X X X H X ¥ x X [H L
HLHL L X XXXXXXXXXHXXXXX|[ L H L L t % % % % v % % xltv »
HLHH L XXXXXXXXXXXLXXXX| 11
HLHH L X XXXXXXXXXXHXXXX| L H L L L x x X X H X X X|[H L
HHLL L XXXXXXXXXXXXLXXX| H H L H L X X X X %X L X X[t H
HHLL L XX XXAXXXXLL-XX XX L H L H L X % ¥ %X x H x ¥xlu
HHLH L X X X X X XXX XXX X XL XX H ¢
HHLH L XXXXXXXXXXXXXHXX| L A H L L X X X X X X L XL H
HHHL L XXX XXXXXXXXXXXLX H H H L L X X X X X X H Xx H L
HHHL L X XXXXXXXXXXXXXHZX L H H H E X X X X %X X X L L H
HHHH L XX XXXXXXXXXXXXXL| H dls
HHHH L XXXXXXXXXXXXXXXH| L HoH o L X X X % X X X
H ~ high level o High-Zustand . H - high level o High-Zustand
L = low level @ Low-Zustand L = low level o Low-Zustand

X = high or low level — [or function is nolt zonclusive

X high ar low lavel  for function is not conclusiva High- oder Low-Zustand = fir Funktion ist nicht entscheidend

High- oder Low-Zestond - fiir Funktion ist nicht enjscheidend

“
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MH . . 154 | ~ LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSI
LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL MSI
' DECODER AND DEMULTIPLEXER

ELECTRICAL CHARACTERISTICS e KENNDATEN MH74: 3%, = 0... +70 °C
MHB84: 8, =-25... +85 °C
MH54: #; =-55... +125°C

Values of level H, L of inputs and outputs are equal as at gates,
Pegelwerte der H- und L-Zustanden von Eingéngen und Ausgéngen sind die gleichen wie bei Gattern.

Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand

each input pro Eingang

Uce = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uy = 2,4V s < 40 uhA

Ucc = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uy = 5,5 V e <1 mA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand

each input pro Eingang

Uee = 525V; MH54: Uge = 55V; Uy = 0,4V

U =24V = <16 mA
Short - circuit output current Kurzschlussausgangsstrom

Uge = 525V, Uiy = 45V —los i 18... 57 mA

Uec =55V, U =45V MH54154 —los 20...55 mA
Supply current Stromaufnahme

Uge = 525V lee < 56 mA

Uge = 55V MH54154 lcc < 49 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN: Ucc =5V, 8 = +25°C, N = 10
Propagation delay time, Signal-Laufzeit

from input A, B, C, D to output von Eingang A, B, D auf Aus-

through three levels of logic gang iiber drei Gatterebenen teHL 19 <33 . ns

teLH 21 <36 ns
from each input G1, G2 von Eingtngen G1, G2
to output auf Ausgang tpHL 15 <27 ns
teLH 17 <30 ns

TRUTH TABLE ® LOGISCHES VERHALTEN

INPUTS OUTFUTS
EINGANGE AUSGANGE
O1GZABCD|0O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15
LLLLLLILHHHHHHHHHMHHHBMHEMHH
LLHLLLIHLHHHHHHHHHHHHHMH
LLLHLLIHHLHHHHHHHHHHHGHH
LLHHLLHHHLHHHHHHHHHHHH
LLLLHLIHHHHLHHHHHHHMHHHH
LLHLHLIHHHHHLHHHHHMHHMHUHH
LLLHHLIHHHHHHLHHHHHHHHUH
LLHHHLHHHHHHHLHHHMHHHIHH
LLLLLHHHHHHHHHLHHHHGHHEH
LLHLLHHHHHHHHHHLHHHHHH
LLLHLHHHMHHHHHHHHLHHHHH
LLHHLHHHHHHHHHHHHLHHHH
LLLLHHHHHHHHHHHHHHLHHH
LLHLHHHHHHHHHHHHHHHLHH
LLLHHHHHHHHHHHHHHHGBHIBMHLH
LLHHHHHHMHHHHHHHHHMHHMHHL
LHXXXXHHHHHHHHHHHHHHHH
HLXXXXHHHHHHHHHHHHHHHH
HHXXXXIHHHHHHHHHHHHMHHHH

H — high level @ High-Zustand
L — low level o Low-Zustond

X ~ high or low level - for function is not conclusive
High- oder Lowi-Zustand - fiir Funktion ist nicht entscheidend



LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSI
LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL MSI

MH . . 192
MH . . 193

SYNCHRONOUS REVERSIBLE COUNTER ® SYNCHRONER VORWERTS-RUCKWERTSZHHLER

Values of level H, L of inputs and outputs are equal as at gates.
Pegelwerte der H- und L-Zustdnden von Eingéngen und Ausgéngen sind die

gleichen wie bei Gattern.

CHARACTERISTIC DATA e KENNDATEN MH74: #; = 0...+470 °C
MH84: §; =-25... 485 °C
MH54: 8, =-55... 4+125°C
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
Uee = 525 V; MH54: Uge = 55V; Uy =25V lin < 40
Ucc = 525 V; MH54: Uce = 55V; Uiy = 55V I <1
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
Uce = 525 V; MH54: Uge = 55V; U = 04V —lie < 1.6
Short - circuit output current Kurzschlussuusgunésstrom
Uec = 525V —los 18 ... 65
MH54: Uce = 55 V —=los 20 ... 65
Supply current Stromaufnahme
Ucc = 525V lec < 102
MH54: Uge = 55V lee < 89
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Ucc =5V, fla = +25°C, N =10, Cp = 15 pF, Ry = 400 Q
Propagation delay time Signal-Laufzeit teru truL
from input COUNT UP CU to von Eingang TAKT VORWARTS CU
output CARRY CA auf Ausgang POSIT. UBERTRAG CA < 26 <24
from input COUNT DOWN CD to von Eingang TAKT RUCKWARTS CD
output BORROW BO auf Ausgang NEGAT. UBERTRAG BO <24 <24
from each input EITHER COUNT von jeden Eingang TAKT CD oder CU
CD or CU to output Q auf Ausgang Q <38 < 47
from input PRESET A, B, C or D von DATENEINGANG A, B, C oder D
to output Q auf Ausgang Q < 40 < 40
from input CLEAR R von ROCKSTELLEINGANG R
to output Q auf Ausgang Q - < 35
Recommended working conditions: e Empfohlene Arbeitsbedingungen:
Count frequency Zahlfrequenz maximale feount 05 5525 MHz
Width of any input pulse Taktimpulsdauer tpw > 20 ns
Data setup time Vorbereitungszeit tsetup > 20 ns
Data hold time Haltezeit thotd >0 ns
QT
TRUTH TABLE ®. LOGISCHES VERHALTEN B
o W, COUNT UP
Z N TAKT VORWARTS
£ KN
(-9 Qo OUTPUTS LEVEL N ————
io .2 B 2 e E° e A\ ¢ %?TRL?%AMS
e 355 Z‘_':'a' z;‘g ustan -
[O1OXOXO
8 * * * f,m'n,;”“ MH74192
L L X Yoo Golenenminng
{asynchr.) 0 I]J.-_( I_la
L H H LI e
L H 1 H count up + Verwiirtizahlen ' “"LMT @JAR-
L H H » count Cown - Rickwartsrahlen
~ high level @ HighZustond COUNT.
r— F:ihlel\rell . S:?zitnndd ] TAKT RDCKVARTS
X — irrelevant level @  beliebiger Eingangszustand, 1L@ lo
1 = cieck impuls, change from low on high level
Taktimpuls, Anderung von Low- ouf High-Justand MH74193
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MH1082 LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL MSI
LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL MSI
LED DISPLAY DECODER-DRIVER @ DEKODER-TREIBER FUR LED-ANZEIGEN

MONOLITHIC BIPOLAR DECODER-DRIVER OF NINE-DIGIT =

LED DISPLAY AND INVERTING AMPLIFIER FOR REGULATION =

OF INTERNAL SUPPLY OF POCKET CALCULATOR. e
8

MONOLITHISCHER BIPOLAR DEKODER-TREIBER

VON NEUNSTELLIGEN LED-ANZEIGEN UND INVERTIEREND
VERSTARKER FUR INNERE SPEISUNGSREGELUNG

VON TASCHENRECHNERS.

o
S

T
EEREEEEEE

Base connection diagram (top view)
Sockelschaltung (Ansicht von oben)

DECODER TRUTH TABLE

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

LOGISCHES VERHALTEN VON DEKODER

INPUTS OUTPUTS
. Pi
min. max. “IA B c plo 1 2 3 4 5 6 71 8
Ui 2,7 6,0 v kéde |05 04 03 02|10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ui =05 6.4 V ‘ B L L L L|H H H H H H H H H
Pa 10 45 c “w|H L L L|H H H H H HH H H
sig 0 70 °C 13 L H L L|H H H H H HH H H
2 |H H L L|]H HH HHHH H H
m L L H L|JH H H H H H H H H
10 H L H L H H H H H H H H H
9 L H H L H H H H H H H H H
8 H H H LJ|H H H H H H H H L
7 {L L L H|H H H H H H H L H
6 |]H L L H|H H H H H H L H H
5]t H L H|H H H H H L H H H
4 |H H L H|H H H H L H H H H
3J]L L H H|H H H L H H H H H
2 |]H L H H|H H L H H H H H H
1 L H H H|H L H H H H H H H
o |]H H H H|L H H H H H H H H
Qutlines ® Abmessungen 10—18
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: #; = 25°C, Ucc = 45V
DECODER-DRIVER: DEKODER-TREIBER: T —
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand Uy =25 v
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand Ui =04 Vv
Output voltage — ON state Ausgangsspannung in
loon) = 20 mA eingeschalteten Zustand Uoron) =05 v
Qutput current — OFF state Ausgangsstrom in
Uororr) = 45V ausgeschalteten Zustand locorF) =150 uA
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
Uy = 45V i =05 mA
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand
U=-—05V —lrr, =150 uhA
INVERTER : INVERTOR:
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand Uy =27 Vv
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand Ui <20 v
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
lo = —100 xA Uon =35 v
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
lo = 4 mA Uor =20 '}
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
U =45V lin =20 mA
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand
U =—05V —liz =150 uh
Short circuit output current Kurzschlussausgangsstrom —los 1,200 241 mA
Total current consumption Gesamstromaufnahme lec =100 uA
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SCHOTTKY-CLAMPED TTL LOGIC INTEGRATED CIRCUITS
SCHOTTKY TTL LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

SURVEY

UBERSICHT

Type Logical function Qutlines
Typ Heutise frd Log. Funktion Abmessungen
MH74500 MH84S00 MH54500 Quadruple 2 - input Vier NAND - Gatter mit B
[ 3,51 positive gate NAND je zwei Eingéngen Y = AB 1013
MH74503  MHB84S03  MH54502 Quadruple 2 - input Vier NAND - Gatter mit
positive gate NAND je zwei Eingéngen )
with open collector und offenem Kollektor Y = AB 1013
outputs
MH74504  MH84504  MH54504 Hex inverters Sechsfach Inverter Y =A 1013
MH74510 MHB84510  MH54510 Triple 3 - input positive Drei NAND-Gatter mit je
gate NAND drei Eingangen Y = ABC 1013
MH74520 MH84520  MH54520 Dual 4 - input positive Zwei NAND -Gatter mit o
gate NAND je vier Eingéngen Y = ABCD 1013
MH74537  MHB84537  MH54537 Quadruple 2 - input Vier NAND - Leistungs-
positive NAND gatter mit je zwei
buffer Eingéngen Y = AB 1013
MH74538 MH84538 MH54538 Quadruple 2 - input Vier NAND - Leistungs-
positive NAND buffer gatter mit je zwei
with open collector Eingdngen und offe- .
outputs nem Kollektor Y = AB 1013
MH74540 MHB84540  MH54540 Dual 4 -input positive Zwei NAND-Leistungs-
NAND buffer gatter mit je vier Ein- !
gdingen Y = ABCD 1013
MH74551 MH84551 MH54551 Dual positive Zwei positive o
AND-OR-INVERT gate UND/ODER Invert-Gatter Y = AB + CD 1013
MH74564 MHB84564  MH54564 4-2-3-2 - input positive UND/ODER Invert-Gatter Y = ABCD + EF + 1013
AND-OR-INVERT gate mit 4, 2, 3 u. 2 Eingéingen + GHI + JK
MH74574  MHB4S74  MH54574 Dual D-type edge- Zwei D-Flipflop See truth table
L(,U¢ triggered Flip - Flop Siehe log. Verhalten 1013
MH74S112 MH845112 Retriggerable mono- Zwei negotiv flankenge-

stable J-K multivibra-
tors with clear and

preset

triggerte JK-Flipflops mit
Preset- und Clear - Ein-
gang

1014

For the improvement of the dynamic feature are used at all types of integrated circuits of MH..S ., series a Schottky desaturation
diodes. For the raising of reliability are used at all inputs a clamping diodes.

Fir die Verbesserung von dynamischen Eigenschaften sind zu beniitzen bei allen Typen von integrierten Schaltkreisen die
Schottky-Desaturation-Dieden. Fiir die Erhdhung der Zuverldssigkeit sind alle Eingdnge mit Klemmdioden beschaffen.

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN MH74S MH84S MH54S
Supply voltage Betriebsspannung Uce  max +7 +7 +7 v
Input voltage Eingangsspannung U min —max -—0,5...+5,5 -0,5...+5,5 —0,5...+55 v
Output voltage Ausgangsspannung ) Uon  max +7 +7 +7 A
Qutput current Ausgangsstrom 1) lor max +20 +20 +20 mA
Voltage between Spannungen zwischen
emittors Emittoren Uge max +5,5 45,5 +5,5 "
Operating temperature
range Betriebstemperatur ta max 0...470 —25... 485 =55...+125 °C
Storage temperature Pstg max —55...+155 —55...+155 —55... 4155 °C
) Valid only for MH..S03, ..S38 @ Giiltig nur fiir MH .. S03, ..S38
v Usg = Ueo - Uee - g - Uee
A 0] 1] A ] ] Afo] 12] NG ] A[G m
B [ 3] Y [p2) EI Y . Blc  efpq | 3] s[q | 5]
Y@ B B B 2 o @ 2 v © 2
& N o N E N i Y W o ® )
62 0] 5 0] & o] ofm| ¥ o] [y % 0]
& SR 3 G « @ v ¥ R 5
5 S T I T g
L L AL i L
.. 503 MH .. S04 MH..S10 MH.. 520 MH..S537, ..538

o2}
B
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SURVEY

UBERSICHT

SCHOTTKY-CLAMPED TTL LOGIC INTEGRATED CIRCUITS
SCHOTTKY TTL LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

RECOMMENDED WORKING CONDITIONS

EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE

Series MH74S .. MHB84S .. MHS54S . .
Recommended working Empfohlene
voltage Betriebspannung Ucc 475...525 4,75...525 45...55 v
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
Uce = 475V, Ur = —18 mA —Up <12 <12 — v
Uce = 45V, U = —18 mA —Up - — <12 v
Power dissipation of gatters Leistungsverbrauch von Gattern
MH .. 500, MH .. S10 P 23 mwW
MH.. S03 P 21,5 mW
MH .. S04 P 26 mW
MH..S20 P 21 mW
MH..S37, MH..538 P 4 mW
MH .. 540 P 47 mw
MH .. 551 P 28 mWwW
MH .. S64 P 53 mW
Power dissipation of flip-flops Leistungsverbrauch von Flipflop
MH..S574 P 90 mwW
MH..S5112 P 85 mW
Fan-out from each gate Ausgangsfécher pro Gatter NL Ny
MH.. 500, ..510, ..S20 max. 10 max. 20
MH.. S03 max. 15
MH.. S40 max. 10 max. 20
MH..S74 max. 10 max. 20
STATIC DATA e STATISCHE KENNDATEN
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand Uiy >2 v
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand Ut ~ 0,8 Vv
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
MH74S5.., MH84S.. Uon > 27 v
MH54S .. Uon > 25 v
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand Uot <05 v
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom —los 40 . .. 100 mA
MH.. 537, ..540 -los §0.. .25 mA
w e ek v Uec ol i

£ [: D o] E AE ) E R ‘I ol s o E E a—7TT ;i_

e[2 ,_ 1% 3] A 2] e 3] 02 =3 Blo oy H |8 koe—e] | . @*
= -:T_T = s Loy b— 06 =] o1 ~ 01—5 J 0n-—q¢ 2]
) B p—os 2] 8 3] o ] £3] 2lc g, I¥ b—os [12] p—05 |-

= - : = : ] o —ta o pd 5 - s B YR, E

¢ B4 J 5_). 1] c o] L :! EF])?, pb—og |18 & T - a e I 12]

0 [o5} 1: it 0] D 18] % ea 0] (o3 2—fe 0] o[ .= 09 [0] a :] ] —09 [17]

Y [ 5 B 0 Y [® * ko e e 09 ] 2 e ;U—q,g p—os |05 n—ds p—07 [0]
7] : @ 57| © L2 o5 7] © 8] ¥ @] 2l 8] %—qR |p 9]
aly ol L il L

MH .. S40 MH .. 551 MH .. 564 MH..574 MH .. 5112
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SCHOTTKY-CLAMPED TTL LOGIC INTEGRATED CIRCUITS MH..S00 MH..S10 MH..S38
SCHOTTKY TTL LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE MH..S03 MH..S20 MH..S40
MH..S04 MH..S37 MH.. S51

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: MH74S.. : 8, = 0°C, +25°C, +70°C
MHB4S.. : 9, = —25°C, +25°C, +85°C

MH545.. : 2, —-55°C, +25°C, +125°C
input voltage — H level Eingangsspannung — H-Zustand
Uecc = 4,75 V; MH545;: Uge = 45 V Urg > 2,0 Vv
Input voltage — L level Eingangsspannung — L-Zustand
Ucc = 4,75 V; MH54S: Uge = 45V Ui <08 v
Output voltage — H level Ausgangsspannung — H-Zustand
Ucc = 4,75 V; MH545: Uge = 45V; U =08V, Uiy = 45V
lou = —1 mA (beside — ausser MH . . S03, .. S538) Uon > 27 v
MH54S: Uon > 2,5 Vv
low = —3 mA MH..S37 Uox > 2,7 v
MH54537, ..S540 Uon >25 '
Output voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand
Ucc = 4,75 V; MH545: Ugeg = 45V; Uig =2V
lor = 20 mA UoL <05 \
lo. = 60 mA MH54537, ..S38, ..S40 Uoz <0,5 Vv
Output current — H level Ausgangsstrom — H-Zustand
Ucc = 4,75 V; MHS545: Uge = 4,5V; Uy =08V L
Uow =55V, Um =45V (only — nur MH .. S03, ..538) lor < 250 ul
Input current — H level Eingang strom — H-Zusiand
each input pro Eingang
Uge = 525 V; MH545: Uge = 55V; Uim =55V, U =0V lin <1 mA
Ucc = 525 V; MH545: Uge = 55V; Ui =27V, U =0V lie < 50 uA
Ucec = 525 V; MH545: Uge = 55V; Ui =27V, Uy =0V
MH54537, ..S538, ..S540 lra < 100 uhA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
Uge = 525 V; MH545: Ugce = 55V: Ui =05V, U =45V ~liL <2 mA
Uce = 525V; MH545: Uge = 55V; Ur =05V, Uy =45V
MH54537, ..S538, ..S540 =l <4 mA
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Uee = 525 V; MH54S: Uge =55V, U =0V
(beside — ausser MH .. 5C3, ..S38) —los 40 ... 100 mA
MH54537, ..S40 —los 50 ...225 mA
Supply current — H level Stromaufnahme — H-Zustand
Uce = 525V; MH545: Uge = 55V, Ui, =0V MH. . S00 lecn <16 mA
MH.. S03 lecu <132 mA
MH .. S04 lecH <24 mA
MH..S10 lccn <12 mA
MH.. 520 lecH <8 mA
MH..S37, ..S38 lecn < 36 mA
MH..S40 lecn <18 mA
MH.. S51 lccH < 17,8 mA Q
Supply current — L level Stromaufnahme — L-Zustand
Uce = 525 V; MH54S: Uge = 55V; Uy = 45V
MH..S00, ..S03 lecL < 36 mA
MH.. . S04 lect, < 54 mA
MH..S10 lceL <27 mA
MH.. 520 leeL <18 mA
MH..S37, ..S38 lecL < 80 mA
MH.. 540 lccr < 44 mA
MH.. S51 lecr < 22 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Ucc =5V, s =25°C, C, = 15pF, R = 280 2, Ujyy = 2,7V
Propagation delay time Signal-Laufzeit
MH .. S00, S04, S10, ..S20 teLH 2 e 1.1 ns
MH..S00, S04, Si0, ..520 teHL 2...50 ns
MH..S03 teLu 2 cu s 5D ns
MH.. 503 teuL 2. 10 ns
Ucc =5V, 82 =25°C, CL =50pF, Rt =93 Q, Uiy =27V
MH.. 551 trLu 25« 3.0 ns
MH.. 551 trHL 2...55 ns
MH .. S40 teLy 2 . 6,5 ns
MH.. 540 tPHL 2...65 ns
Uee =5V, s =25°C,C. = 15pF, Rt =93 Q, Uiy = 27V
MH..S537 teLH < 6,5 ns
MH .. 537 trHL < 6,5 ns
MH..538 trLH <10 ns
MH..S38 tPHL <10 ns
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MH . . S64

SCHOTTKY-CLAMPED TTL LOGIC INTEGRATED CIRCUITS

SCHOTTKY TTL LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

4-2-3-2 INPUT POSITIVE AND-OR-INVERT GATE

UND/ODER/INVERT-GATTER MIT 4, 2, 3 UND 2 EINGANGEN

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand
Uce = 4,75 V; MH545: Ucc = 45V

Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand
Ucc = 4,75 V; MH545: Uce = 45V

Qutput voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
Ucc = 4,75 V; MH54S: Uce = 45V

MH545

Qutput voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
Ucc = 4,75 V; MH54S: Uge = 45V

Um =20V, lor = 20 mA MH74S, MH84S

MH54S
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
Uce = 525 V: MH54S: Uee = 55 v
Uy =55V, Uy =0V
U = 27V, Uy =0V
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand

Uce 525 V; MH545: Ucc = 55V
Uin 45V, Uy =05V

Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Uce = 525V; MH545: Uee = 55V
U =0V

Supply current — level H Stromaufnahme — H-Zustand
Uce = 525V; MH545: Ugec = 55V
UL =0V

Supply current — level L Stromaufnohme — L-Zustand
Uce 525 V; MHS545: Uge = 55V
Uy 45V, Uy =0V

DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Uee = 5V, #a = 25°C, C. = 15 pF, Ry = 280 Q

Signal-Laufzeit

nach H-Zustand
nach L-Zustand

Propagation delay time

on level H
on level L

MH74564: g
MHB84564: #q
MH54564: #a

— 0°C, +25°C, +70°C
= —25°C, +25°C, +85°C
= =55°C, +25°C, +125°C
Urn > 2,0 v
U <08 v
Uon > 27 Vv
Uon > 25 A"
UoL <05 Vv
Uor <05 Vv
lin <1 mA
lin < 50 uA
—T”_ <2 mA
—los 40...100 mA
lecH <125 mA
leer < 16 mA
tern 2...558 ns
tert 2...55 ns
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SCHOTTKY-CLAMPED TTL LOGIC INTEGRATED CIRCUITS
SCHOTTKY TTL LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

Input voltage — H level Eingangsspannung — H-Zustand
Uce = 475 V; MH545: Uge = 45V

Input voltage — L level Eingangsspannung — L-Zustand
Ucc = 475 V; MH545: Uge = 45V

Output voltage — H level Ausgangsspannung — H-Zustand
Ucc = 475 V; MH545: Uge = 45V; Uiy =08V
loh = =1 mA, Uiy =2V MH74574, MH84574
MH54574

Output voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand
Ucc = 4,75 V; MH545: Ucc = 45V; Uy =2V
lor = 20 mA, Uy, =08V

Input current for max. Eingangsstrom fiir max,
input voltage Eingangsspannung
each input pro Eingan
Ucc = 525 V; MH545: Ucc =55 V; Uin =55V, UiL=0V, Uy = 4,5V

Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
Ucc = 525 V; MH545: Ucc =55 V; Uiy = 27V, U, =0V, Uy =45V

input D Eingang D
input R Riickstelleingang
input S Dateneingang
input CH Takteingang

Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
Ucc = 525 V; MH54S: Uge =55 V; Ui, = 05V, Uip =45V, Ur =0V

input D Eingang D
input R Riickstelleingang
input S Dateneingang
input CH Takteingang

Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Ucec = 525 V; MH54S: Uge =55 V; Uj, = 0V, Ui =45V

Supply current Stromaufnahme
Uce = 5,25 V; MH545: Uge =55V; Uy = 45V, U =0V

DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Uec =5V, 9a = +25°C, N = 10, C; = 15 pF, R, = 280

Propagation delay time Signal-Laufzeit
from input S or R von Daten- oder Riickstell-Eingang
to output Q or Q auf Ausgang Q oder Q
from input S or R von Daten- oder Riickstell-Eingang
to output Q or Q auf Ausgang Q oder Q

input CH on H level

Takteingang auf H-Zustand
input CH on L level

Takteingang auf L-Zustand

from input CH von Takteingang auf Ausgang
to output Q or Q Q oder Q

Maximum clock frequency Maximale Zahlfrequenz

TRUTH TABLE @ LOGISCHES VERHALTEN

INPUTS @ EINGANG OUTPUT

5 R CH D AUSGANG
Daten- Bl 1 Takt- —
eingang eingang eingang Q Q

asynchronous mode @ Asynchronregime

L H X X H L

H L X X L H

L L X X He He

synchronous mode @ Synchronregime

H H t H H L

H H t L i - H
H H level ® H-Zustand L L level ® L-Zustand

X  high or low level — for function is not conclusive
High- oder Low-Zustand — fiir Funktion ist nicht entscheidend

t change from low to high level ® ZAnderungen von Low- auf High-Zustand
this state is not steady @ Dieser Zustond ist nicht stabil.
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MH74574: 9,
MHB4574: 3,
MH54574: 9,

Uy

Ui

Uon
Uon

UoL

lrn

lra
i
lin
lia

—Ir,
—.IL
_‘IL
=z

=los

lee

teLy

teur
traL

teLH
trHL

fmcx

0°C,
—25°C,
—55 °C,

MH . . S74
+25°C, 470°C
+25°C, +85°C
+25°C, +125°C

> 2,0 Vv
< 0,8 \'
> 2,7 v
>25 Vv
< 0,5 V'
<1 mA
< 50 ,uA
< 150 uh
< 100 uhA
< 100 uhA
<2 mA
<6 mA
<4 mA
< 4 mA
40 . . . 100 mA
< 50 mA
<6 ns
< 13,5 ns
<8 ns
<9 ns
<9 ns
> 75 MHz



MH . . S112 _ - SCHOTTKY-CLAMPED TTL LOGIC INTEGRATED CIRCUITS
- - SCHOTTKY LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL

DUAL J-K NEGATIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR ®
ZWEI NEGATIV FLANKENGETRIGGERTE J-K FLIPFLOPS MIT PRESET- UND CLEAR-EINGANG

0°C, +25°C, +70°C
-25°C, +25°C, +85°C
=55°C, +25°C, +125°C

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: MH74S: 9,
MHB84S: i,
MH54S: 8,
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand
Ucc = 4,75 V Ui
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand
Ucc =475V Ui
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
Uec =475 V
Ui =2V, U =08V, log = -1 mA MH74S, MH845 Uor
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
Ueec =475V
U = 2V, U = 08V, lgr = 20 mA UoL
Input current for max. Eingangsstrom fiir
input voltage max. Eingangsspannung
Ucc = 525 V
Um =55V, UL =0V Lin
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
Ucc =525 V .
U = 27V, Uy = 0V, Uy = 45V
_input ], K Eingang J, K 1§77
input CL Takteingang I
input R Riickstelleingong L
input S Dateneingang lin
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand
Uce = 525 V
Um =45V, Uy =05V
input J, K Eingang J, K —liL
input CL Takteingang —l
input R Riickstelleingang =l
input S Dateneingang -l
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom
Ugc =525 V
Uiy = 4,5 V, Ur =0V —los
Supply current Stromaufnahme
Uce = 525 V
Uiy =45V, Uy =0V Ice
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Urc = 5V, #g = +25°C, C. = 15 pF, R. = 280 Q
Propagation delay time Signal-Laufzeit von Daten-
from input S or R oder Riickstell-Eingang
to output Q or Q nach Ausaang Q oder Q teLy
(input CL on level H) (Takteingang in H-Zustand) teHL
(input CL on level L) (Takteingong in L-Zustand) teHL
from input CL to von Takteingang nach
output Q or Q Ausgang Q oder Q triy
teue
Maximum clock frequency Maximale Zéhlfrequenz [ o

TRUTH TABLES @ LOGISCHES VERHALTEN
SYNCHRONOUS MODE @ SYNCHRON REGIME

INPUTS OUTPUTS
EINGANGE 1 AUSGANGED
s R J K o] a

Daten- Riickstell-
Eingang Eingang

H H

L
H
L
H

s o b o ~ ~
w - T w
»w I - u

H H
H H
H H

=

State for jump in negative voltage on input CL.

Der Stand vor negativen Spannungssprung an Tokteingang.
?) Stote after jump in negative voltage on input CL.

Der 5Stand noch Beendigung des negativen Spannungs-
sprunges am Takteingang.

I

> 2,0 Vv
<08 v
> 2,7 V'
< 0,5 v
<1 mA
< 50 uh
< 100 uhA
< 100 uA
< 100 uh
< 1,6 mA
< 4 mA
<7 mA
<7 mA
40...100 mA
< 50 mA
vt ns
il ns
2ivid ns
2558 ns
gy 2 ns
> 80 MHz

ASYNCHRONOUS MODE e ASYNCHRONREGIME

INPUTS QUTPUTS
EINGANGE AUSGANGE
s R ] K cL Q Q
Daten- Riickstell- Takt-
Eingang Eingang Eingang
L H X X X H L
H L X X X L H
L L X X X H* H*
H H-level @ H-Zustond L L-level ® L-Zustand
X H or L level ® H- oder L-Zustand
s State of output Q after the end of previous jump in

negative voltage on input CL.
Der Stand des Ausgangs Q noch Beendigung des vorher-
gehenden negativen Spannungssprunges am lakteingang.

This state last only in time, when both asynchronous
inputs are in level L

Dieser Stond douert nur in der Zeit, wonn beide Asyn-
chroneingéinge in L-Zustand sind.
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LOGIC INTEGRATED CIRCUITS DTL FOR NUMERICAL CONTROL SYSTEMS

MZ100

LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE DTL FUR NUMERISCHE SERIES
STEURUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK
Type Log. function Qutlines
Typ Feature Art Log. Funktion Abmessungen
MZH 115 Quadruple 2-input positive NAND Vier NAND-Gatler mit je zwei Ein- X = AB 10 14
gate with Y - input gdngen und Y - Anschluss

MZH 145 Dual 5-input positive NAND power Zwei NAND-Leistungsgatter mit je X = ABCDE 1014
gate with Y - input funf Eingdngen und Y - Anschluss

MZH 165 Quadruple MZ100 LSL-TTL level Vier MZ100- LSL-TTL Pegelumsetzer 1014
converter with open collector output mit offenem Kollektor und Y - An-
and Y - input schluss
(on level of MH74, MH54, MHB4 (an Pegel der MH74, MH54, MH84
series) Serie)

MZH 185 Quadruple 2-input positive NAND- Vier NAND - Gatter mit je zwei Ein- 1013
Gatter with open collector output — gdngen und offenem Kollektor —
TTL - LSL level converter (on level TTL LSL - Pegelumsetzer (am Pegel
of MZ 100 series) der MZ 100 Serie)

MZJ 115 ] - K - Master - Slave — flipflop with ] - K - Master — Slave - Flipflop mit 1014
Y - inputs. Y - Anschliissen

MZK 105 Timing circuit with Y-input for Zeitglied mit Y-Anschluss fiir mono- 1014
monostable multivibrators, pulse stabile Kippstufe, Impulsverzége-
delay, pulse reduction and delay rungs-, Impulsverkiirzungs- und Ein-
switch circuits schaltverzégerungsschaltungen

MAXIMUM RATINGS: GRENZDATEN:

Supply voltage Betriebsspannung Uce max 0...18 '

MZH 185 Ucc max 0...7 v
Input voltage Eingangsspannung Ur max 0...18 \'

MZH 185 U; max 0...55 A
Voltage on Y-lead - Spannung am Knotenpunkt N Uy max -1...+06 Vv
Current of Y-lead Strom am Knotenpunkt N ly max —-10 ... +20 mA
Operating temperature range  Betriebstemperaturbereich ?a max —25... +85 °C
Storage temperature range Lagertemperaturbereich Dstg max -55... +155 C

1) All voltages valid with regard to common point, which is the lead No. 8, at type MZH 185 the lead No. 7.
Alle Spannungen gelten angesichts zum Nullpunkt, welcher die Ausfiihrung No. 8, beim Typ MZH 185 die Ausfithrung No. 7 ist

CHARACTERISTIC DATA:
Dissipation power on each gate Leistungsverbrauch pro Gatter
Statische Stérsicherheit

Noise margin

MZH115
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MZH115 LOGIC INTEGRATED CIRCUITS DTL @ LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE DTL

MZH145
MZH165

GATES NAND @ LEVEL CONVERTES
GATTER NAND @ PEGELUMSETZER LSL - TTL

CHARACTERISTIC DATA e KENNDATEN MZH115 MZH145 MZH165
Ambient temperature Umgebungstemperatur Da —-25 ... +85 °C
Supply voltage Betriebsspannung Uce 1.4...135 135...170 v
Fan-out from each output Ausgangsfécher pro Gatter

level L L-Zustand Not max. 10 max. 30 max. 10

level H H-Zustand Now max. 100 max. 100
Input voltage — level H Eingangsspannurg — H-Zustand

Uge = 114V Ui > 7.5 =75 =175 v

Ucc = 13,5 V U =i L = T.5 =75 v
Input voltage — level L Eingangsspannunyg — L-Zustand

Ucc = 114V U < 4,5 < 4,5 . <45 v

Uce = 135V Ure 4,5 < 4,5 < 4,5 \'

Uce = 170V Uic 4,5 <45 - v
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand

Uce = 114V, U = 45V, —loy = 0,1 mA Uon =10 > 10 - Vv

Uee =135V, U = 45V, —loy = 0,1 mA Uon > 10 > 10 - v

Ucc = 170V, Ui = 45V, —log = 0,1 mA Uon > 12 > 12 — Vv
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand

Uee = 114V, Ui = 75V, lgL = 15 mA UoL < 1,7 - - V'

Ucc =135V, U = 725V, lor = 18 mA Uoc <17 = = v

Ucc = 114V, Uig = 75V, lor = 45 mA Uot - <17 - v

Uce = 135V, U = 7,5V, loL = 54 mA UoL - <17 = v

Ucc = 114V, Ug =75V, lgr = 20 mA Uor — —_ <04 Vv

Uee = 13,5V, U = 75V, lor = 20 mA UoL == == <04 v
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand

Ucc =135V, Ur =17V lis < 1.0 <10 = pA

Uee =17V, Ur =17V lrn <10 < 1,0 —_ uA

Uce = 135V, Ur =17V Input ® Eingang 2, 5, 11, 14 It — e <10 uh

Uce = 17V, Uy =17V Input ® Eingang 2, 5, 11, 14 lrag - - < 1,0 uA

Ucc = 135V, Uy = 17V Input ® Eingang 1, 15 Ire - - <20 bA

Uce =17V, Ur =17V Input ® Eingang 1, 15 17 - - <10 uA
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand

Uec =135V, Uy =17V —liz <15 <15 - mA

Uee =17V, Ur =17V —lrL <18 <18 - mA

Uee = 135V, Uy =17V Input ® Eingang 2, 5, 11, 14 —In — - <15 mA

Uee =17V, Ur =17V Input ® Eingang 2, 5, 11, 14 =l - — <18 mA

Uec = 135V, Uy =17V Input ® Eingang 1, 15 —li - — <30 mA

Uec =17V, Ur =17V Input ® Eingang 1, 15 It - — <36 mA
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom

Uec =135V, Uy =0V, 8 = 25°C —los 10...50 10...50 - mA

Ue =17V, Ur=0V, 3 =25°C —los 15...60 15...60 - mA
Supply current — level H Stromaufnahme — H-Zustand

(full circuit) (gesamte)

Uec = 135V, Ur =0V lecH < 6,4 < 3,2 <18 mA

Uec =17V, Ur=0V lecn <84 <42 <18 mA
Supply current — level L Stromaufnahme — L-Zustand

(full circuit) (gesamta)

Uee = 135V, Uy =135V leer < 12,0 < 6,0 <24 mA

Ugec = 17V, Uy =17 lccL < 16,0 < 8,0 < 84 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN: Ucc =12V, CL = 10 pF, 8, = 25°C
Propagotion delay time to Signal-Laufzeit beim Ubergang

level H nach H-Zustond teLH 90..310 90..310 < 300 ns

level L nach L-Zustand tPHL 90..310 90..310 < 500 ns
Front time Anlaufzeit tr 200...570 200...570 - ns
Run-out time Auslaufzeit ty 70...210 70...210 - ns

MZIH165

G15) 3

1n

& :
Hion i
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Gy 02

03

e (08) g
%

MZK115

TRUTH TABLE @ LOGISCHES VERHALTEN

A B X
L L H
H L H
L H H
H H L

71



CHARACTERISTIC DATA e KENNDATEN MZH 185
Values of H and L levels Pegelwerte von H- und L-Zustén-
are equal as at gates de sind die Gleiche wie bei -
of MH7400 series Gattern von MH7400 Reihe
Ambient temperature Umgebungstemperatur da -25... +85 °C
Supply voltage Betriebsspannung Uce 475 ... 525 \"
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN: y
Propagation delay time to Signal-Laufzeit beim Ubergang nach
level L L-Zustand . teiic < 60 ns
level H H-Zustand teLu < 300 ns
CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN " Mzns
Ambient temperature Umgebungstemperatur da —25... +85 '€
Supply voltage Betriebsspannung Uec Yikaaa135 135::17 v
Fan-out from each output max. Ausgangsfécher pro Gatter max.
L level L-Zustand Nou, 30 30
H level H-Zustand No# 100 100
Width of clock pulse min. Taktimpulsdauer tp rclock) 600 600 ns
Width of preset pulse min. Stellimpulszeit tr (5) 1.0 1,0 us
Width of clear pulse min. Riickstellimpulszeit tp (%) 1,0 1.0 us
Input setup time min. Eingangsvoreilung min. tserup 0 0 ns
Input hold time min. Eingangsversetzung min. thotd 0 0 ns
Values of H and L levels Pegelwerte von H- und L-Zusténde
are equal as at gates: sind die Gleiche wie bei Gattern:
Supply voltage Betriebsspannung Uce 13,5 17,0 v
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand
U =17V
each input beside clock jed. Eingang aus. Takteingang lin <10 <10 uA
clock input Takteingang Lin < 3,0 < 3.0 uh
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand
U =17V
each input beside clock jed. Eingang aus. Takteingang i <15 <1, mA
clock input Takteingang =l < 3,0 < 3,6 mA
Supply current Stromaufnahme lee <14 < 20 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Ucc = 12V, C. = 10 pF, 8 = 25°C
Propagation delay time to Signal-Laufzeit beim Ubergang
H level across R-output noch H-Zustand iiber R-Ausgang
or output oder Ausgang teLn 0 e 330 ns
L level across R-output nach L-Zustand iiber R-Ausgang
or output oder Ausgang teue 180 . . . 580 ns
H level across clock-output nach H-Zustand liber Takt-Ausgang  tein 160 . . . 520 ns
L level across clock-output nach L-Zustand Uber Takt-Ausgang  tpur 270 ... 770 ns
Front time Anlaufzeit tr 200 ... 570 ns
Run-out time Auslautzeit ty 0. 210 ns
MZJns
TRUTH TABLE @ LOGISCHES VERHALTEN — -
Action of inputs R and S: MZH185

If put in L level on input F_, on output Q is ordered L level.

t
n n+1 If put in H level on input S, on output Q Is ordered H level. TRUTH-TABLE @ LOGHCHES VERHALIEN
] K fe) Action of inputs R and S is not dependent on clock input. A B X
L L Qn Funktion von Eingéingen R und S: L L H
H L H L-Zustond an R - Eingang bringt Ausgang Q@ ouf L-Zustand. H L H
L H L H-Zustand an S - Eingong bringt Ausgang Q ouf H-Zustand. L H Y
H H Qn Funktion der R- und S - Eingéngen ist bhéngig von Takt- H H L
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CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN
Ambient temperature

Supply voltage

Input voltage — level H
Ueec = 114V

Input voltage — level L

Uee = 11,4V
Uce 135V
Uece 17,0V

Output voltage — level H
Ucc

Il

Umgebungstemperatur
Betriebsspannung
Eingangsspannung — H-Zustand

Eingangsspannung — L-Zustand

da
Uce

Ure

UL
Ut
UrL

Ausgangsspannung — H-Zustand

M4V, U = 45V, —lop = 0,1 mA
Ugc = 135V, Ui = 45V, —lp

0,1 mA

Uec = 170V, Ui = 45V, —lg = 0,1 mA

Output voltage — level L

Ausgangsspannung — L-Zustand

Uec = 114V, Uy =75V, lp = 15 mA
Ucc = 135V, Uiy = 75V, lo = 18 mA

Input current — level H

Uce = 135V, Uy = 17V
Uee = 170V, U = 17V

Input current — level L
Ucc 135V, U =17V
Uec = 170V, U = 1,7V
Short-circuit output current
UC‘C - 1315 VIl oﬂ' = 25°C
Uce = 170V, 8 = 25°C
Supply current — level L
Uee = 135V
Uce = 170V
Supply current — level H

Uge = 135V
Uge = 170V

Eingangsstrom — H-Zustand

Eingangsstrom — L-Zustand

Kurzschlussausgangsstrom

Stromaufnahme — L-Zustand

Stromaufnahme — H-Zustand

Uon
Uon
Uon

Uocr
Uot

g
e

=l
=l

=los
—los

leee
lect

lecu
lecn

14...

RECOMMENDED WORKING CONDITIONS: e EMPFOHLENE BETRIEBSBEDINGUNGEN:

Input pulse duration

Reset pulse duration (R)

Transition time
input A, B
input C, D

Preset (input C, D)

Fan-out from each output
level H
level L

Resistance of timing
circuit
resistance range for
high accuracy

Capacitance of timing
circuit

Integrating capacitance

DYNAMIC DATA:

Output pulse duration
L, J, M connected or
J, M connected
R = 40 kQ, C; = 0 pF

Propagation delay time

Propagation delay time
L and K connected
reset, L and K connected

Recovery time

Internal capacitance of timing
circuit between lead
Hand O V

Eingangsimpulsdauer
, B, C,

Riickstellimpulsdauer (R)
Signal-Ubergangszeit

Eingang A, B

Eingang C, D
Voreilung (Eingang C, D)
Ausgangsfiacher pro Gatter

H-Zustand
L-Zustand

Widerstand des Zeitbestim-
menden Gliedes
Widerstandsbereich fiir
hohe Genauigkeit

Kondensator des Zeitbestim-
menden Gliedes

Integrationskapazitét -

DYNAMISCHE KENNDATEN:

Ausgangsimpulsdauer

L, J, M verbunden oder
J, M verbunden

Signal-Laufzeit

Signal-Laufzeit
L und K verbunden
Riickstellung, L u. K verbun-
den fiir {brige Betriebsarten

Erholzeit

Innere Kapazitat des Zeitbestim-
menden Gliedes zwischen
Anschluss H und O V

ts

R

tren
trHL

tv

Now
NoL

R
R

C
Cn

—25 ... +85 °C
13,5 135 00 ¥T0 v
=75 v
< 4,5 v
< 4,5 v
< 4,5 \")
> 10 \")
> 10 v
> 12 v
<17 v
< 1,7 v
<10 pA
<10 uhA
<15 mA
<18 mA
9 ¢a2d mA
9 .25 mA
< 19,0 mA
< 23,0 mA
< 18,5 mA
< 22,0 mA
> 500 ns
> 500 ns
=01 \'//
=1 V]::
> 500 ns
max. 100
max. 10
5...500 kQ
40 ... 200 ke
0 ... (ohne Beschrédnkung) gF

. .. 500 pF

Uce =12V, Uge = 15V, #g = 25°C

to
teLH

teHL

teaL

Co

< 400
350

01 - t
220
(Co + Cp) - 10°

10

ns

ns
5, F

pF
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BIPOLAR SCHOTTKY TTL MICROPROCESSOR SYSTEM ~ SURVEY

BIPOLAR SCHOTTKY-TTL-MIKROP
MH3000

THREE BASIC INTEGRATED CIRCUITS OF MICROPROCESSOR

SYSTEM MH3000 FAMILY IN CO-OPERATION WITH
STANDARD BIPOLAR MEMORY ROM ADEQUATE FOR
CONSTRUCTION OF HIGH CAPABLE MICROPROCESSOR

ROZESSORSYSTEM UBERSICHT

DREI INTEGRIERTE SCHALTKREISE DER MIKROPROZESSOR-
SYSTEMS MH3000-SERIE IN ZUSAMMENARBEIT MIT
STANDARD ROM-BIPOLARSPEICHER REICHEN FUR
KONSTRUKTION EINES LEISTUNGSFAHIGEN MIKROPROZES-

TO 16 BIT CAPABILITY WITH MINIMUM OF AUXILIARY LOGIC SORS MIT EINE 16-BIT-LEISTUNGSFAHIGKEIT MIT MINIMUM
CIRCUITS. VON LOGISCHEN HILFSCHALTKREISEN AUS.
Type Feature Art Abmessungen
Typ Outlines
MH3001 Microprogram control unit (CPU) controls the Mikroprogramm-5Steuerschaltkreis (CPU) steuert

sequence of microinstructions from the micro- die Folge des Auslesen der Mikroinstruktionen

program memory aus dem Mikroprogrammspeicher 10-20
MH3002 Central processing element (CPE) performing Central-Prozessorelement (CPE) realisiert alle

all of the arithmetic, logic and register func- arithmetische, logische und Registerfunktionen

tions of a 2-bit wide slice through a micro- in einer Breite von 2-Bit mit einem mikropro-

programmed central processor grammierbaren Prozessor 10-19
MH3003 Look-ahead carry generator (LCG) is a high- Generator zur Beschleunigung der Ubertragung

-speed circuit that can anticipate a carry
across a full 16-bit MH3002 central processing
array

(LCG) ist ein sehr schneller Schaltkreis, welcher
ein schnelles Handhaben der Ubertragung
tiber eine vollstandige Reihe von 16-Bit-Pro-
zessorelementen MH3002 erméglicht 10-19

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

Ucc
Ur)
Uo 12
0

ita 3)

l?sl‘g

min. max.
—0,5 +7.0 v
—1,0 +5,5 -V
—0,5 +7,0 v
100 mA
0 +70 oG
—55 +150 oG

CHARACTERISTIC DATA KENNDATEN

o
]
PIRELINE
MH7LSTE

Output voltage Ausgangsspannung

level H H-Zustand Uow =24 V

level L L-Zustand Uotr =045 V
I~put voltage Eingangsspannung

level H H-Zustand Urn =20 v

level L L-Zustand Un =08 v Functional block diagram of a typical
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung processor system 16 bit.

Uce = 525V, I1 = —5 mA —Up =10 v Funktions-Blockschaltung von typischen

Prozessorsystems 16 Bit.

) Voltage with regard to common point — to lead (] ). @ Spannung mit Ricksicht zu dem
gemeinsammen Punkt — zur Ausfilhrung (] ).

?) Voltage including supply voltage. @ Spannung einschliesslich Speisespannung. MPM microprogram control unit @
Operation out of quoted operating temperature range is not guaranteed. @ Betrieb Mikroprogrammsteuerung
ausser dem angegebenen Betriebstemperaturbereich ist nicht garantiert. R pipeline register @

TSI E SIS T T TS D

2IFg ooy g <=

MH3001 MH3002

74

Pipeline-Register

A-BUS address memory bus @
Adressenspeicher-BUS
B-BUS data memory bus @
Datenspeicher-BUS
M-BUS mask bus @ Masken-BUS
M-D data from memory @

Daten aus dem Speicher

D-D data from external devices @
Daten aus den dusseren
Peripherieeinrichtungen

MF micro-function @ Mikrofunktion

NAC next address control @
nachfolgende Adressensteuerung

MH3003

L



MH3001 BIPOLAR SCHOTTKY TTL MICROPROCESSOR SYSTEM
K IR - BIPOLAR SCHOTTKY-TTL-MIKROPROZESSORSYSTEM
ok BT s e ~ MH3000

CHARACTERISTIC DATA KENNDATEN: #; = 0°C...+70°C

min.-max.

Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand
Uec = 525V, Uiy = 45V,
U =045V, Uy =0V

input CLK Eingang CLK —Irt = 750 uh

input EN Eingang EN —lr < 500 uA

all other inputs alle andere Eingénge —lic = 250 uh
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand

Ucec =525V, Uig = 525V,

Ur=0V, Ur=45V

input CLK Eingang CLK lin <120 uA Functional diagram @ Funktions-Blockschaltung
input EN_ Eingang EN o iy =80 uA OB output buffer @ Ausgangspuffer
all other inputs alle andere Eingénge lru =40 uh MAR microprogram address register
Output current - level H  Eingangsstrom — H-Zustand :dkegi“e’ G Mikroprogramm:
Ucc = 525V, Uig = 2,0V, S ; :
Ui =08V, Ug =525V low =100 .uA LNA neu:]fallsdresds Io::: @ Logik der
. nachtolgenden resse
© Short circuit output Kurzschlussq‘usgangsstrom .2 C-flag, Z-flag @ C- und
current alle Ausgénge Z-Zustandsschaltungen
all outputs beside ausser PRg...PR2 F F-latch @ F-Register
PRg...PR; PR microprogram latch @

Uec =50V, Uy =20V, Uy =08V —los 15...60 mA Mikroprogramm-Register

S_Xg. . S_X3 secondary instruction BUS
Power supply current —  Stromaufnahme — L-Zustand inputs {octive 1) @ Sekundars

level L instruktion-BUS-Eingénge
Uec =525V, Uiy =45V, U =0V lcee s 240 mA (aktiver L-Pegel)

FX_‘ o Fx; primary instruction BUS inputs

Output leak current — Ausgangs-Reststrom — tacike 1} @ Primbiiastralition:
level H H-Zustand s o ;
= _— BUS-Eingange (oktiver L-Pegel)
Ugc =525V, U = 20V, PR PR S Heseis
Ui =108V, Up = 525V PRy ...PR; -f:c oupus.opento.eo
. . (active H) @ Programmregister-
all outputs beside alle Ausgénge Ausgénge (aktiver H-Pegel)
PRo...PR2 ausser PRg...PR2 lozu =100 WA FCy...FC; flag logic control inputs (active
QOutput leak current — Ausgangs-Reststrom — H) @ Zustandsteuerlogik-Ein-
level L L-Zustand génge (oktiver H-Pegel)
Ucc = 525V, Ujg = 2,0V, Fo flag logic three-state output
Ui =08V, Up = 045V (active L) @ Zustandslogik-Aus-
) . (aktiver L-Pegel)
all outputs beside alle Ausgdnge ausser T ::;BIO;CWTJDM e:::me H e
PRy... PRy ISE PRp...PRz ISE lozL < 100 uA Zustandslogik-Eingang _ (aktiver
L-Pegel)
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN: ISE interrupt strobe enable output
Ugc =5V, Bg = 0<C... +70°C (active H) @ Freigabeausgang
des Kennzeichnungssignals fiir
t < 85 ns 1 die Unterbrechung (oktiver H-
tcren =30 ns CLK Pegel)
taver =10 ns _\u t \u{— CLK clock input @ Takteingang
trver =0 ns - ACj...AC; next address control function
txven =35 ns ENERA > 4 X inputs (active H) @ Funktions-
tiver =15 ns i [ eingénge fir die Auswahl der
terav =5 ns MA,. Mag [ nachfolgenden Adresse (aktiver
tcHFv =0 ns T uar TacL ! H-Pegel)
tcuxv =20 ns EN enable input (acti H)
ACs...ACo LD P active [ ]
tocoiv 10§ 2045 ns g0 )(gm Freigabeeingang (aktiver H-Pe-
tcHov e ns gel)
tcumv 10...45 ns Fro-Fhe e ><_ MA; ... MA; microprogram column address
trvov =30 ns > N "o three-stote outputs @ Spalten-
taveyv =40 ns FCo..FCy _>\ odressen-Ausgéinge des Mikro-
tevev =32 ns oy el | programms (Ausgénge mit drei
tevmy =32 ns f i Zusténden)
:il;{;x f ig :-: tz:‘:w | MA; ... MAg microprogram row address
= three-state outputs @ Zeilen-
!
| e adressen-Ausgéinge des Mikro-
[5] I | >( programms (Ausgdnge mit drei
[ ! Zusténden)
ISE [ ERA enable row address input
L fomy TxveH (octive H) @ Freigabeeingang
¥,..5%, * der Zeilenadresse des Mikro-
PX.. %, programms (aktiver H-Zustand)
LD microprogram address load
input (active H) @ Mikropro-
Waveform e lmpulsdlagrclm grammadressen-Eingang (aktiver
H-Pegel)
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CHARACTERISTIC DATA KENNDATEN: #, = 0°C... 470°C

1
]
T
|
|
|
Output current in high Ausgangsstrom im Zustand H
impedance state — der hohen Impedanz — 1
level H H-Zustand . Vo
Uge = 525V, Uiy = 20V, Y
Uz = 08V, Up = 525V lozs 100  «A (D
1
Output current in high  Ausgangsstrom im Zustand CLKT_L
impedance state — der hohen Impedanz — . #ﬁ—
level L L-Zustand & i
[
Uce = 525V, U = 2,0V, R+
= = <100 wA B3 i7]
Ui, = 08V, Up = 045V —lozt = @ fz%
1 Fae
Short circuit output Kurzschlussausgangsstrom Fy 42
current 1) i
Ucc =50V, U = 45V, U =0V —los 15...60 mA
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand Functional diogram @ Funktions-Blockschaltung
Uec = 525V, Uiy =525V, Uy=0V “
input Fo. .. Fs CLK, Ko, Ki, EA, ED e Eingang lri =40 uh (o] output buffer @ Ausgangspuffer
input lo, 11, M?a M; LI e Eingang lrn = 60 uh MAR memory add gister @ Regist
input Cl e Elngang lin =180 #A des Adressenspeichers
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand AC AC register @ AC-Regist
input @ Eingang Fo...Fs CLK, Ko, K1, EA, ED —lie <025 mA ALS arithmetic/logic section @
input e Eingang lo, 11, Mg, My, LI =iz =15 mA arithmetisch-logische Sektion
input e Eingang ClI —li = 4,0 mA MFD mikro function decoder @
Mikrofunctions-Dekoder
Power supply current Stromaufnahme MIA L —
UCC =525V, U“’ =0 V. Ufﬂ' = 45 v |CC 2190 mA MX-B multiplexer B @ Multiplexer B
SR Scratchpad registers @
R huntardriiel D
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
:XF f ig b Igp i gg :: Fg...Fg mikro-function BUS inputs @
XU = i : b = BUS-Eingdnge zur Bestimmung
txr =60 ns tce =25 ns der Mikrofunktionen
txL 20...92 ns tor =50 ns —_— i e
tcr 20...105 ns toe <25 ns Koo Ky mask and constant BUS inputs @
ter =70 ‘ns BUS-Eingtinge der Maskierungs-
und Konstanten-Bit
T FO' 5_4—1 memory data BUS inputs @ Daten-
) Not more than one output can be shorted at a time. @ BUS-Eingénge aus dem Speicher w
Nicht mehr als ein Ausgang darf gleichzeitig kurzgeschlossen sein. —';' TJ- aiainal BUS ol ®
Peripherie-BUS-Eingéinge
I shift right input @ Eingang
der Rechtsverschiebung
cr earry input @ Eingang
der Ubertragung
ED memory data enable input @ Frei-
™ gobeeingang der Speicherdatenaus-
typ gabe
— 73 B bis inpuc @
— ey Freigabeeingang der Speicher-
s adressen
= N o CLK clock input @ Takteingang
Dy. Dy memory data BUS outputs (three
b state) @ Speicher-Daten-BUS-
i Ausgonge (drei Zusténde)
————— = E _I memory address BUS outputs (three
L state) @ Speicher-Adressen-BUS-
Ausgéinge (drei Zustiinde)
{1 T <o ripple carry output (three state) @
P Ausgang der asynchronen
..... Ubertragung
. RO shift right output (three state) @
TN (drei Zustdnde)
N 2 XY standard carry look-chead cascade
tputs @ Standardausgénge fir

Waweforms e Impulsdiagramm die Ubertragung igung
e i ; == : e TS et e L At TRt a S B (2R T RS St it S A L e SR




CHARACTERISTIC DATA KENNDATEN: #; = 0°C... +70°C

Input current — level H

Input current — level L

Uge = 525V, Uiy = 525V

input Cp, ECnt s
all other imputs

Uge = 525V, Uy, = 045V

input Xs, X7, Cn, EChn 45

Eingang Cn, ECn 43
alle andere Eingénge

Eingang Xs, X7, Cn, ECny s

Eingangsstrom — H-Zustand

brir
Liit

Eingangsstrom — L-Zustand

—ln

input Y7, Xo... X5 Eingang Y7, Xo...Xs —lrr

input Yp...Ys Eingang Yo...Ys —l
Short-circuit output Kurzschlussausgangsstrom

current alle Ausgénge

all outputs

Uce = 50V —los
Power supply current Stromaufnahme

Ucec = 525V lcc
Leak output current in Ausgangsreststrom im Zustand

high impedance state der hohen Impedanz

Ucc = 525V, Up = 045V —lg

Ucc = 525V, Up = 525V +lo

DYNAMIC DATA:
#e = +25°C, Uee = 50V

txc 1) 3...20 ns

tyc 1) 3...20 ns

tee V) =30 ns

ten 1) 9) = 40 ns

tps 1) ?) <40 ns

1. Ri= 1kQ, Rz =

2 Rr=10kQ, R2=1kQ, C. =

Corcn+s)

DYNAMISCHE KENNDATEN :

f=1MHz, U =50V
<12 pF
<20 pF

2kQ, C. = 30 pF

0 pF

LOGIC EQUATIONS e LOGISCHE GLEICHUNGEN

Iy

LNy

+
+

+

1= YoXo + YaCn
= YiXi 4 Y1¥oXo + Y1¥eCn
= ¥aXz 4 Y2Vl + Y2V ¥aXo + YV ¥eCa

WM

o

+

A= Vads + Ya¥aXa  YaV2YiXy & Ya¥2¥1YoXo + Ya¥aViYoCn

Ca+ 5= Yoy + Ya¥aXs + Ya¥s¥aXz 4 Y¥3¥2¥ X0 + Ya¥s¥a¥ Yok +

+ Wa¥5¥2¥ Yol

o o 9

+ 6 = YaXs + Ya¥aXa 4 Ys¥a¥ s + Ys¥a¥a¥ade + YsWa¥a¥a¥ X, +

+ YsYaYSY2Y Yoo + YsYa¥sYa¥ Yol

47 = Yeds + YaVods + Ya¥s¥als + YeVsYa¥ady + Ye¥s¥a¥a¥aXe +
+ Ya¥sYa¥a¥a¥aXe + YeYsYa¥a¥a¥ Yoo + YeYs¥a¥a¥a¥¥oCa

+

e

o)

+8 = Y7o + Yo¥eXs + Y7Ya¥sKs -+ Y7¥eYsYaKe + Yr¥eVs¥a¥iXs +
+ Ya¥aYsYa¥a¥aXa -+ Ya¥eVsYa¥a¥a¥ o + YoVaYsYa¥a¥a¥ ¥oXo +

+ YV SYaYIY2Y ¥oCn, *)

I
H I
e i
I
I
min.-max. i . !
i HH - i
! = |
i = T B4C 8
= 40 uh ! == T ]
S100  uA | I 7 [
| |
i |
; - |
| Il
=0,25 mA EChv8p3 : 1
=05 mA Y,ﬁ{} : i
=15 mA 1 o
\'i - ——-—22-{(‘.--5
¢: :.————{m Cnes
§3 :—-—R‘J-CM-&
2 v s ®ir.,
2 t —————84Cae2
X - ¥
e} « !
130 mA '
Functional diagram @ Funktions-Blockschaltung
Xg Xz standard carry look-ohead
= :Ilgg F‘Q inputs (active H) @
& “ Standardeingang fiir
Ubertragungsbeschleunigung
(H ak:iv)
Yg.:.: Yy standard carry look-ahead
inputs (active H) @
Standardeingang fiir
Ubertragungsbeschleunigung
(H aktiv)
o carry input (active L) @
Ubertragungseingang (L aktiv)
EC, +8 C,, 4+ g carry output enable
(active H) @ C, ¢ Ubertra-
gungs-Freigab gang
(aktiv H)
Chiq-Cpag carry outputs (active L e
Ubertragungsausgang (aktiv L)
XY 15V
| Txc
Cn+1...Cn+8 19V
e
Ca ﬁ\/
ECns8 £ 15V 1oV
e o DS 05V
[57 " =i
Cn +8 ) UOL
05V

3. Cn+s = high impedance state when ECy 45 low e Zustand der hohen Impedanz,

4. When EC, 43 high @ wenn Eingang ECn+s den H-Zustand hat.

wenn an ECp 43 L-Zustand ist.

Waveforms e Impulsdiagramm




BIPOLAR INTEGRATED SCHOTTKY TTL CIRCUITS BIPOLARE INTEGRIERTE SCHOTTKY-TTL-SCHALTKREISE

FOR PERIPHERY STAGES OF BIPOLAR MICROPROCESSOR FUR PERIPHERIESTUFEN VON BIPOLAR MIKROPROZESSOR-
SYSTEM TESLA MH3000 OR UNIPOLAR MICROPROCESSOR SYSTEMS TESLA MH3000 )
SYSTEM 8080 ODER UNIPOLAR MIKROPROZESSORSYSTEMS 8080
Type Abmessungen
Typ Feature Art Outlineg
MH3205 High speed ONE of EIGHT binary de- Schneller 1- aus 8-Bindr-Dekoder mit 10—14
coder with delay time max. 18 ns and Vorbereitungszeit max. 18 ns und nie-
low input load current (max. 0,25 mA) drigem Eingangslaststrom (max. 0,25 mA)
MH3212 Fully parallel 8-bit data register and 8-Bit paralleles Datenregister/Puffer mit 10-15
buffer with three state outputs, asyn- Ausgdngen mit drei Zustdnden, asyn-
chronous register clear and flip-flop for chronem Léschen der Register und Flip-
interrupt generation — replaces buffers, -Flop zur Unterbrechungsgenerierung —
latches and multiplexers in microcom- ersetzt Puffer, Signalspeicher und Mul-
puter systems tiplexer in Mikrocomputer-Systemen
MH3214 Interrupt control unit (ICU) for eight Prioritdts-Steuereinheit fiir Unterbrechun-
level priority interrupt gen mit acht Ebenen 10-15
MH3216 High speed 4-bit parallel bidirectional Schneller 4-Bit-parallele nichtinvertie- 10-14
non-inverting bus driver/receiver with rende Zweiweg-BUS-Treiber/Empfinger
three state outputs — available to meet mit Ausgdngen drei Zustdnden — ins- W
a wide variety of applications for driv- besondere bestimmt zur verschiedenen
ing system bus and buffering in micro- Treiber- und Pufferanwendungen von
computer systems Mikrocomputern-Teilsysteme
MH3226 High speed 4-bit parallel bidirectional Schneller 4-Bit-parallele invertierende 10—14
inverting bus driver/receiver with three Zweiweg-BUS-Treiber/Empfénger mit
state outputs — available to meet a wide Ausgdngen mit drei Zustdnden — ins-
variety of applications for driving system besondere bestimmt zur verschiedenen
bus and buffering in microcomputer Treiber- und Pufferanwendungen von
systems Mikrocomputern-Teilsysteme

All integrated circuits are full compatible with TTL and DTL circuits. Schottky bipolar technology. Inputs are furnished with Schottky barrier diodes. @ Alle

integrierte Schaltkreise sind mit TTL- und DTL-Schaltkreise voll kompatiebel. Schottky-Bipolar-Technologie. Eingénge sind mit Schottky-Barrier-Dioden aus-
gestatten.

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN min. max.
Supply voltage ) Betriebsspannung 1) Uce —0,5 +7 v
Voltage of all outputs ) Spannung von aller Ausgéngen 1) Uo ] +7 v
Input voltage ) Eingangsspannung 1) U —-1,0 +5,5 Vv
Output current Ausgangsstrom lo 125 mA
MH3212 lo 100 mA
Operating temperature range Betriebstemperaturbereich fta 0 +70 {64
Storage temperature range Lagerungstemperaturbereich stg —55 +155 *C
1. Voltage with regard to common point — to lead | . ® Spannung mit Riicksicht zu dem gemeinsamen Punkt — zur Ausfilhrung | . i L
2. Operation beside quoted operating temperature range is not guaranteed. ® Betrieb ausser den angegebenen Betriebstemperaturbereich ist nicht ga-
rantiert.
MH3205 R clear input @ L&schen-Eingang
A. B, C Address inpus @ Addressen-Eingénge T interrupt output @ Unterbrechung-Ausgang
E_I' E_z E:’,— enable inputs & Freigabe-Eingéinge SB strobe input ® Ubernahme-Eingang
0.7 decoded outputs @ Dekodierte Ausgiinge MH3216, MH3226
MH3212 lg...13 data inputs @ Daten-Eingénge
. uy o Oy ... 03 doto outpus @ Daten-Ausgénge
D;...Dg data inputs ® Daten-Eingéinge By...B; data bus bi-directional @ Zweiweg-Daten-BUS
E‘ ... Qg data outputs ® Daten-Ausgéingen bc dota input enable direction contrel @ Detensingabe freigeb
S, S; device select inputs @ Schaltkreis-A hl-Eingénge Richtungssteuerung
MD mode input @ Betriebsart cs chip select ® Schaltkreis-Auswahl
Ufc UEC
i L m
e o sop— 04T OC
= azp— 0[] 0,
; E 2 ..!E E B3
il 3 -t 1,
D « sp- 11 o
—i @ s | [@ B
| B®s 5 1,
MH3205 MH3216 MH3226 MH3212 MH3214

iR SR R P 1 Sl Tl bt e Gl S BT AR E T T A e T P R P oL VR AT b e e WO 00 D SR N S U
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CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

Input voltage — level H

#a=0°C...+70°C

Eingangsspannung — H-Zustand

Uge =50V U =20 '}
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand

Ucc =50V U =0,85 \Y)
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand

Ucc = 4,75 V, log =—1,5 mA, Uiy =20V, U,=085V Uon =2,4 v
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand

Ucc = 475 V, lor =10 mA, Uiz =20 V, U, =085 V Uor =0,45 v

Ucc = 475 V, lor = 40 mA, Uiy =2,0 V, Ujz =085 V Uor =08 v
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand

each input pro Eingang

Uec =525V, U =525 V 17 =10 uh
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand

each input pro Eingang

Uece =525 V, Ui, =045 V —liL =0,25 mA
Short-circuit output current 1) Kurzschlussausgangsstrom 1)

Uec =50V —los 40...120 mA
Supply current Stromaufnahme

Ucc =525 V lec =70 mA
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung

Ucc = 4,75 V, Iy = =5 mA —Up 21,0 v

DYNAMIC DATA:
Ugc =50V, #a = +25°C
Propagation delay time
Cr = 30 pF
input A, B, C, E;, Ez E3 to
level H, output to level H

input A, B, C, Ej, Ez E;3 to

Signal-Laufzeit

DYNAMISCHE KENNDATEN:

Eingang A, B, C, E;, E2, E3 auf
H-Zustand, Ausgang auf H-Zustand  t+ 4+ =18 ns

Eingang A, B, C, E;, Ez, E3 auf

‘level L, output to level L L-Zustand, Ausgang auf L-Zustand  t_ - =18 ns

input A, B, C, E;, Ez, E3 to Eingang A, B, C, Ej, Ez, E; auf

level H, output to level L H-Zustand, Ausgang auf L-Zustand  t4 — =18 ns

input A, B, C, E;, Ez, Es to Eingang A, B, C, Ei, Ez, E3 auf

level L, output to level H L-Zustand, Ausgang auf H-Zustand  t— 4 =18 ns
Input capacitance Eingangskapazitat

f=1MHz, Ucc= 0V, Uin=20V C 4 pF

FUNCTION TABLE e FUNKTIONSTABELLE

OUTPUTS @ AUSGANGE
1 2 3 4 5

INPUTS ® EINGANGE
B C E E

>
m
£=3
o
o
-~

MMM X T " T T ™
MMM T T T T TP
XM XXX IITTTIITIT
i« o] i =3 I s <ol v T
i offts wil s it =it Ll ol i il el ot
o sifom s /Lo il i o it i e il o e o
b o= i e il it <o o= i i ol e e S il
IIIIIIIIIIIIICTI
TETTETITETITII T T I
ETITTETETTITEIITIITI
T IITTEI I I IIr T XTI
EITIITETT I T TN IEIITX
b o= oin <o s e ciffe e Sl zagis o= B olfe oo B
IIIXITIIFIIIIIII

H — high level ® High-Zustand L — low level ® Low-Zustand
X — irrelevant level H or L @ Beliebiger Eingangszustand (H oder L)

FUNCTION BLOCK DIAGRAM e FUNKTION-BLOCKSCHALTUNG

[']R nn ﬂa []R nn []R [']R
AOABCELCELBIDL DO
A \

1) Not more than one output should be shorted at a time. @ Nicht mehr als ein Ausgang darf gleichzeitig kurzgeschl sein.




CHARACTERISTIC DATA:
Input voltage — level H
each input
Ugec =50V
Input voltage — level L
each input
Ucc =50 V
Output voltage — level H

KENNDATEN:

Eingangsspannung — H-Zustand
pro Eingang

Eingangsspannung — L-Zustand
pro Eingang

Ausgangsspannung — H-Zustand

Ucc=475V, Uiy =20V, log = —1 mA, Ui, =085V

Output voltage — level L

Ausgangsspannung — L-Zustand

Ucc'=475V, Uypy=20V, lor =15 mA, U =085V

Input current — level H
Ugec=525 V, Uy =525V
input SB, Sz, R, D;...Ds
input MD
input S;

Input current — level L
Uee =525V, Uy =045V
input SB, Sz, R, D;...Ds
input MD
input S;

Short-circuit output current 1)
Uce =50V, Up=0V

Qutput leak current in state
of high impedance

Eingangsstrom — H-Zustand

Eingang SB, Sz, R, D1...Ds
Eingang MD
Eingang S

Eingangsstrom — L-Zustand

Eingang SB, Sz, R, Dr...Ds

Eingang MD

Eingang S; ,
Kurzschlussausgangsstrom )

Ausgangs-Ableitstrom im Zustand
mit hohe Impedanz

Upe =525V, Ug=045V, Ug =525V

Supply current
Ugc =525 V

Input clamp voltage
Ucc =475 V, I;=-=5 mA

DYNAMIC DATA:

Stromaufnahme

Eingangsklemmspannung

DYNAMISCHE KENNDATEN:

Uec = 50 V, #a= +25°C, R = 300 2/600 2, C;, = 30 pF

Propagation delay time
from input D to output Q
from input SB and S;.S:>
to output Q
from input SB to output IT

from input S;.S2 to output IT
from input R to outputs Q

Access time of outputs Q
from input S;. 52

Signal-Laufzeit
von Eingang D auf Ausgang Q
von Eingang SB und S;.S:z
auf Ausgang Q
von Eingang SB auf Ausgang IT

von Eingang Si.S2 auf Ausgang IT

von Eingang R auf Ausgénge Q
Zugriffszeit von Ausgdngen Q
aus Eingang S;1.S2

Uec =50V, #a= +25°C, R =10k2/1k2, C. =5 pF

Access time of_c_)utputs Q
from input S;. Sz

Zugriffszeit von Ausgéngen Q
aus Eingang S;.52

Ucc =50V, #g= +25°, f=1 MHz, Uy=25V

Input capacitance
input S;, MD
input Sz, R, SB, D;...Dg

Output capacitance of outputs

Q;...Qx ;
FUNCTION TABLE e FUNKTIONSTABELLE

Eingangskapazitat

Eingang S;, MD

Eingang Sz, R, SB, D;...Ds
Ausgangskapazitat von Ausgéngen
Q;...Qs

INPUTS @ EINGANGE

sB MD  5,.S, FUNCTION @ DATENAUSGANGSSIGNALE
L L L 3-state ® Hochohmiger Zustand

H L L 3-state ® Hochohmiger Zustand

X H L data latch @ Datenspeicher

L L H data latch @ Datenspeicher

H L H data lotch @ Dateneingabe

X H H data lotch @ Dateneingabe

INPUTS @ EINGANGE

OUTPUTS @ AUSGANGE

R $,.5; sB *) (SR) I
L L X H H
L H H H L
H L 4 L L
H H X H L
H L L Q, §
H L H Q, §
Remarks to the function table — p. 76 @ Bemerkungen zur Funktionstabelle — 5. 75.

3,1 =0°C

Ui

Uit

Uos

Uor

lin
i
lrn

—lrz
=l
—l

—los

ozl

lee

tep
twg
tr
ts
te

te
tp
Cr

Cr

Co

SBe———

MD

PO L g 1)

<0,85
=3,65

=0,45

=0,25
=0,75
=1,0

15...75

=40
<40

=30
=55

=12

52

o

) Not more than one output should be shortea ot a iime. @ Nicht mehr als ein Ausgang darf gleichzeitig kurzgeschlossen sein,

uA

mA

ns
ns

ns

ns
ns

ns

ns

pF
pF

pF

FUNCTION BLOCK DIAGRAM ¢ FUNKTION-BLOCKSCHALTUNG
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CHARACTERISTIC DATA:

Input voltage — level H

Ucc = 50V
Input voltage = level L
Uge = 50V

Output voltage — level H

output ENLG
Uce =

Output voltage — level L

all outputs
Uec = 475V, loL =
U =20V, Uy =

Input current — level H

Uce = 525V, Uiy =

. input ETLG

other imputs

Input current — level L

Uce = 525V, Ui =

input ETLG
other imputs

Short-circuit output
current
output ENLG

Uec = 50V, U =
Supply current
Uge = 525V

Qutput leak current
outputs INT, Ag...Az

Uce = 525V, Up =

KENNDATEN: #; = 0°C... 4+70°C

Eingangsspannung — H-Zustand

= 4,75V, loy = —1 mA,
U =20V, Ugr=108YV

Ui
Eingangsspannung - L-Zustand
Ui
Ausgangsspannung — H-Zustand
Ausgang ENLG
Uon
Ausgangsspannung — L-Zustand
alle Ausgdnge
15 mA,
08V Uor
Eingangsstrom — H-Zustand
525V
Eingang ETLG st
ibrige Eingénge I
Eingangsstrom — L-Zustand
0,45V
Eingang ETLG —liz
tibrige Eingdnge —li
Kurzschlussausgangsstrom
Ausgang ENLG
20V, UL =08V —los
Stromaufnahme
lee
Ausgangs-Reststrom
Ausgange INT, Ag... A2
525V lo

DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN:
B#a = 425°C, Uge = 50V

' toy = 80
tpw =225
tiss =16
trsH 220
tercs z25
tercn =20
teccs = 80
teccH z0
tecrs =110
tEcrRH z0
tecss =75
tecsH z0
tocs =70
tocH =0
tres =90
treH z0
tics z 55
ter =225
tr1s =10
triH z35
tra =100
teLA =55
teca =120
tera =70
tpecs z 15
toecH z15
trREN =70
tETEN =25
tECRN =90
tECcsN <55
Cr =10
Co =12

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns ”
ns :
pF
pF

z24

= 0,45

=100

uh

mA
mA

mA

mA

uA

ul}
&5
=
L |2
Lﬁ
SR — |

R T
RT % Ag
Ry 41 !
R3 {44 ! hm
R& 'B_' 1
R 244 Ty
Rg 42 Az
Ry ¢4 1 z A
—}A ”! I_ eis

By

B2
SGS
ECS |

®
FEEE
po
1]
=

1}
INTE}Z
CLKpE-
ittt ccm—m— - —————— 4
Functional diagram @ Funktions-Blockschaltung
Ry--- R? priority interrupt request inputs

(R highest priority) @
Anforderungsebenen-Eingéinge
(Ry; — héchste Prioritat)

Bj...By -current status inputs @ Eingénge

fiir j ils giiltiger Z

S5GS status group select input @ Eingang
fiir Auswahl der Zustandsgruppe

ECS enable current status input @ Frei-
gabeeingang des jeweils giiltigen
Zustandes

INTE interrupt strobe enable input @
Unterbrechungsfreigabeeingang

CLK clock input @ Takteingang
(fiir int. Flip-Flop)

ELR enable level read input @
Leserfreigabeeingang fiir Unterbre-
chungsebene

ETLG enable this level group input @

Freigabeeingong dieser Ebenen-
gruppe
Ay...A; request level outputs @

A

g " Fuang

Acfard
INT interrupt acknowledge @

Unterbrechnungs-Ausgang

ENLG enable next level group output @
Freigabeausgang der nochsten

Ebenengruppe

e [ lecsi
N e P P
F'W; t Elmf:u ley - |

CLK /
tecal ") =[5y -
INT _} 4
B e el el e e o
ELR i f
| ETA o
Y E-_—_ax i
0.3 ¥
_ Ltges ] e
ENLG ) 4§

Waveforms e Impulsdiagram
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CHARACTERISTIC DATA:
Input voltage — level H

KENNDATEN:

#a=0°C... +70°C

Eingangsspannung — H-Zustand

Uee =50 V U =2,0 v
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand

Ucc =50V UL =0,95 v
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand

outputs O Ausgénge O

Uce = 875 V, log=—1 mA, Uy =20V, Uz =095 V Uou 23,65

outputs B Ausgdnge B

Ucc = 4,75 V, log = —10 mA, Uip = 2,0 V, Ui =095 V Uon 22,4 ¥
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand

outputs O, B Ausgénge O, B

Ucc = 4,75 V, Uip =20 V, U =095 V

lo = 15 mA, outputs @ Ausgénge O UoL =0,45 \)

loL = 25 mA, outputs e Ausgdnge B Uor =0,45 v

outputs B Ausgénge B

Uce = 4,75 V, lor =50 mA, Uiy = 2,0 V, Uy, =095V Uoc 0,6 vV
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand

Ugc=525V, Uy=525V

inputs DC, CS Eingdnge DC, CS e =80 uh

inputs | Eingdnge | s =40 uh
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand

Uee =525V, Uy=045V

inputs DC, CS Eingdnge DC, CS —liL =0,5 mA

inputs |, B Eingdnge |, B —li =0,25 mA
Short-circuit output current 1) Kurzschlussausgangsstrom 1)

Uee =50V, Uy =20V, Ur=095V

outputs O Ausgdnge O —lps 15...65 mA

outputs B Ausgange B —los 30...120 mA
Supply current Stromaufnahme

Uec =525V lee =120 mA
Qutput leak current Ausgangs-Ableitstrom

Uec = 5,25V, Ug = 0,45 V(5,25 V

outputs O Ausgénge O ozl =20 uA

outputs B Ausgénge B lloz] =100 uA
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung

Ucc = 4,75 V, 1 =—5 mA ~Up =10 v
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN: e = -+25°C, Ucc =5V
Propagation delay time Signal-Laufzeit

from input to output O von Eingang auf Ausgang O

C.L =30 pF, R; =300 2, Rz=600 tep1 =25 ns

from input to output B von Eingang auf Ausgang B

Cr=230 pF, R; =90 2, R2=180 Q MH3216 tepz =30 ns

MH3226 tppz =25 ns

Qutputs operating time Ausgénge-Ansprechzeit

from inputs DC, CS von Eingénge DC, CS  MH3216 te <65 ns

MH3226 193 =54 ns

outputs @ Ausgénge O: Cp = 30 pF, Ry = 300 £2/10 k2, Rz = 600 2/1 k@2

outputs @ Ausgénge B: Cp = 300 pF, R; = 90 2/10 k2, Rz = 180 /1 kQ
Qutputs blocking time Ausgénge-Sperrzeit

from inputs DC, CS von Eingdnge DC, CS to =35

outputs @ Ausgdnge O:'Cp =5 pF, R; = 300 2/10 k2, Rz =600 2/1 k@ I

outputs @ Ausgdnge B: C. =5 pF, R; = 90 /10 k2, Rz= 180 /1 k&
Input capacitance e Eingangskapazitat

lg——-

Up=25V, f=1 MHz Cr =6 pF
Output capacitance e Ausgangskapazitat

f=1 MHz

outputs @ Ausgénge O Co =10 pF

outputs e Ausgdnge B =18 pF

Co

') Not more than one output can be shorted ot a time. g
Micht mehr als ein Ausgong darf gleichzeitig kurzgeschlos-
sen sein.

FUNCTION TABLE ¢ FUNKTIONSTABELLE

INFUT @ EINGANG FUNCTION

DC cs FUNKTION

L L | - B

H L B_.O

L H high impedance

H H }hohe Impedanz MH3226 MH3216

FUNCTION BLOCK DIAGRAM ¢ FUNKTION BLOCKSCHALTUNG
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BIPOLAR INTEGRATED SCHOTTKY TTL CIRCUITS
BIPOLARE INTEGRIERTE SCHOTTKY-TTL-SCHALTKREISE

Type Feature Art Outlines
Typ Abmessungen
MH8g224 Clock generator and driver for CPU 8080A, Taktgeber und Treiber fiir Mikroprozessor
controlled by a crystal, included circuits to 8080A, Quarz-gesteuert, mit Erzeugung eines
provide power-up reset, advance status strobe Riicksetzsignals beim Einschalten der Versor-
and synchronization of ready. gungsspannung, Flip-Flop zur Synchronisierung
des Bereit-Zustandes. 10—14
MHg8228 System controller and bus driver for CPU 8080A System-Steuerschaltkreis und Zweiweg-BUS-
— it generates all signals required to directly -Treiber fiir Mikroprozessor CPU 8080A — er
interface input/output, RAM, ROM components erzeugt alle Signale, die zur direkten Kopplung
with CPU circuit. von E/A-, RAM, ROM-Bausteinen erforderlich
sind. 10—19
MH8641 Quad high speed drivers/receivers for use in Vier sehr schnellen Puffer/Empfdanger fiir bus-
bus organized data transmission systems inter- organisierten Dateniibertragungssysteme, wel-
. connected by 120 Q impedance lines. che durch Leitung mit 120 Q-Impedanz durch-
geschatet sind. 10—14
MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN
min. max.
Supply voltage Speisespannung Uce —0,5 +7 "
MH8224 Upp —05 +13,5 v
Input voltage Eingangsspannung Ur —1,5 +7 ')
MH8641 U +5.5 \
Qutput current Ausgangsstrom MH8224, MH8228  |p 100 mA
Qutput voltage Ausgangsspannung
MH8641 Uo +5,5 v
Operating temperature range Betriebstemperaturbereich ta 0 +70 °C
Storage temperature range Lagerungstemperaturbereich tstg —55 +155 b
1. Voltage with regard to common point — to lead (). @ Spannung mit Riicksicht zu dem gemeinsamen Punkt — zur Aus-

fihrung (L).
Operation beside quoted operating temperature range is not guaranteed. e Betrieb ausser den angegebenen Betriebstempera-
turbereich ist nicht garantiert.

'2.

El

WR 3 25 MEMW
BN B o A 1R
0B (B os—] i) MEMR

=]

g

=

@

1
SRE PSR

07 @ 21 06
DB3 23 Dee

@] os
Dez [{] 2 18] DBS
o2 [ ™

MH8228

MHB8224

O 4 R T R D P YT e A A SR 3 ) AN U i 75 P SISO S P
83



CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: #; = 0°C... +70°C

Input voltage — level H  Eingangsspannung — H-Zustand
Uce =5V, Upp = 12V

input RESIN Eingang RESIN
other inputs alle andere Eingange
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand

Ucc =5V, Upp = 12V

Output voltage — level H  Ausgangsspannung — H-Zustand
Uce =.475V, Upp = 11,4V, Uiy = 2V,
Urg = 2,6 V (RESIN), U = 0,8V
—lon 100 wA, output e Ausgang @1, @
—loi = 100 uA, output e Ausgang READY RESET
—loir = 1 mA, other outputs e alle andere Ausgange

Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
Ucc = 4,75V, Upp = 114V, Uig =2V,
Uy = 2,6 V (RESIN), U = 08V
lor = 2,5 mA, output e Ausgang @1, @2 RESET, STSTB
lor, = 15 mA, other outputs e alle andere Ausgdnge

I II

Input RESIN voltage RESIN-Eingangs-Hysterese-
hysteresis spannung
Uce =5V, Upp = 12V

Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
Uce = 525V, Upp = 12V, Uy = 525V

Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand
Uce = 525V, Upp =12V, Uy = 045V

Qutput short circuit Kurzschlussausgangsstrom
current 1)

output OSC, @2 (TTL), STSTB, RESET, READY
Ucc =5V, Upp =12V, Up =0V

Power supply current Stromaufnahme
Uce = 525V, Upp = 12V

I

Input forward clamp Eingangsklemmspannung
voltage

Uce = 475V, Upp

12V, I} = —5mA

1. Output drivers @, @, do not have short circuit protection. [ ]
Ausgangstreiber ¢, @, haben keinen Kurzschluss-Schutz.

DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN :

Urir
Ui

Uon
Uow
Uon

Uor
Uocr

lin

—ln

—los

lee
lop

—Ubpp

Ucc = 5V, Upp = 12V, B, = 25°C, XTAL = 18,432 MHz

toy 488,28 ns
tor = 89 ns
toz = 236 ns
toi =20 ns
tpz 295 ns
tps 109...129 ns
tr =20 ns
ty =20 ns
tooz —5...4+15 ns
tpss 296...326 ns
tew = 40 ns
tors z —167 ns
tori z 217 ns
tor =192

ns
frmax = 18,432 MHz

CRYSTAL REQUIREMENTS e QUARZ-ANFORDERUNGEN
XTAL 18,432 MHz 40,005 %, (% = 0... +70°C)

Resonance: Series (Fundamental), with tank circuit use
3rd overtone mode.

Load capacitance: 20...35 pF

Equivalent resistance: 75...20 Q

Power dissipation: 4 mW

Resonanz: Reihenresonanz (Voraussetzung)
Lastkapazitdt: 20...35 pF
Ersatzwiderstand: 75...20 Q
Verlustleistung: 4 mW

A e TR [T U T AN R R 12, AR 1 I A, M
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XTAlle—T 6 M
226 V A U o
=20 \'
<08 V (] i
B —

20 GIA}—————————=g ATTL)
=94 V SYNC ! STSTB
=36 Vv
z24 Vv RESN»—iH— T

RESET
meizﬁi—-—am
=045 V
=045 V Functional diagram e
Funktions-Blockschaltung
Uy —Ur, 2025 V
<10 uA RESET reset output @ Riicksetz-Ausgang
RESIN reset input @ Riicksetz-Eingang
=0,25 mA READY ready output @ Bereit-Ausgang
RDYIN ready input @ Bereit-Eingang
SYNC sync input @ Synchr. Eingang
STSTB status STB @ Zustandsiiber-
10...60 mA nahme (aktiv L)
@, 0 clock output for CPU 8080 @
=115 mA Taktgeber fiir CPU 8080
=12 mA @, (TTL) ~  clock output — TTL level @
. Taktgeber @,-TTL-Pegel
XTAL;, XTAL, connections for crystal @
=10 Vv Anschlii fr 1 Quarz
TANK used with overtone XTAL @
Eingang fiir Oberwellen-Quarz
0sC oscillator output @
Oszillator-Ausgang
tey
te[ b b
&1 gV gav ! av U
i\ WV w
ton
o3 tg2 to
[—i ——=Uon
é 1 ' 8v ?:
I\ ™
—fos2 tog2
—=Uw
#2(TTL) !-15\.* ’t1.5v
ey Ul
3V
YNC \
z MHB8080) _/
toss ===
1
Ugw
STSTB 15V vy f
tonsl— ]
R v kﬁw ) ¥
REETN o ov
R
READY ‘[15\4' i
JL U'DL
. tor ——y
RESET K1‘5V ™
Ua,
Waveforms e Impulsdiagramm
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ta = 0°C... 4+70°C

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:
min.-max.
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand
Ucc =5V U =20
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand
Uec =5V Use =08
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
Ucc = 475V, Uy =20V, Uy =08V
log = 10 uA, output e Ausgang Dg... D7 Uow =36
loy = —1 mA, all other outputs e
alle andere Ausgdnge Uon =24
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
Uec = 475V, Uiy =20V, U, =08V
lor = 2 mA, output @ Ausgang Dy...D7 Uoe <045
lor = 10 mA, all other outputs e
alle andere Ausgénge Uor = 0,45
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
Uce = 525V, Uiy = 525V
input STSTB Eingang STSTB lrir =100
input DBy . .. DBy Eingang DBy ... DBy lrer =20
all other inputs alle andere Eingdnge lin =100
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand
Uec = 525V, Uiy = 045V
input STSTB Eingang STSTB I = 500
input Dz, Ds Eingang D2, Ds Lo <750
input Dg, Dy, Dy, D5, D7 Eingang Do, D3, D4, Ds, D7 lre = 250
all other inputs alle andere Eingéinge lre <250
Short-circuit output Kurzschlussausgangsstrom
current
Uge =50V, Uiy =20V, U =08V
all outputs alle Ausgdnge —los 19...90
Power supply current Stromaufnahme
Uge = 525V lec =190
Output leak current for ~ Ausgangsreststrom im
three state control hochohmigen Zustand
output . von Steuerausgang
Ucc = 525V, Up = 525V lo <100
Uee = 525V, Up = 0,45V —lg =100
Qutput current INTA Ausgangsstrom INTA :
Ucc =50V, Up =12V, R = 1kQ linta =5
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
Uce = 475V, I} = —5 mA —Up =1
DYNAMIC DATA o DYNAMISCHE KENNDATEN:
Ucc =5V, #a = +25°C
SISTR Y £ U
tew =22 ns BUS  MHBS08D £
tss =8 ns 12; lj(
tsu =5 ns DEIN S s
toc 20...60 ns
INTA 110 RT ¥ =
trr =30 ns MEMR fog —ter
trE = 45 ns HLDA "1“9'-
t <30 ns
e AL R ™
twr Reiailo e SYSTEM BUS Y i
twe <30 ns DURING READ XE
a8 5 ﬁ .......
twp S ns DURNG READ toe
te = 30 ns WR
tup =25 ns twn tw
tps =10 ns LA, NEW G e
ton = 20 ns DURING WRITE X .t
Cr =12 pF SYSTEM BUS | ——
Co =15 pF DURING WRITE g —A—
SYSTEM BUS
OUTPUTS ==========m=m==m ———————

mA

mA

oy

mA

DY —— | . DBD
D1 ] 081~
D2 —— ——— D82
B—— g |—083
D4 — | . DB4
[BSER- - DBS
06— | -——— DB6
07— L. DB7
I RB
MEMR
MEMW
He M IIOR
o 23 - PN st | 110w
= INTA
HLDA
BUSEN I |

Functional diagram e
Funktions-Blockschaltung

Dg---Dy dato BUS (8080 side) @
Daten-BUS (8080-Seite)
Dgg...Dpg; data BUS (system side) @
Daten-BUS (Systemseite)
1JjOR 1/O read @ E/A Lesen
fow 1/O write @ EfA Schreiben
TMEMR y read @ Speicher Lesen
MEMW y write @ Speicher
Schreiben
DBIN signal from CPU8080 @
DBIN-Signal (vem CPU 8080)
INTA interrupt acknowledge @
Unterbrechungs-Quittierung
HLDA signal from CPU8080 @

HLDA-Signal (vom CPU 8080)
WwR signal from CPUB0B0 @
WR-Signal (vom CPU B080)
BUS enable input @
BUS-Freigabe-Eingang
status strobe (from MHB224) @

Zustandsibernahme (vom
MHB224)

BUSEN

STSTB

SIRRRBIBI28=
Tir|c|r{rjr|(]—

(ool Tl { | ol | | [ (%]
[l (ol U e = i )

[ Lo e = (e of g o s o ]

rlzirrir e |x|r|oe
(o ([l F = (o L el [ B
xir|r ||z |x|r|e

|| ||| x|
L x| |||~/ ]|~
P P Bl [l ol P B B P

MEMR MEMW I/OR 1/OW NONE INTA

instruction fetch @ Befehlsabruf
memory read @ Speicher Lesen
memory write @ Speicher Schreiben
stack read @ Stapel Lesen

stack write @ Stopel Schreiben

input read @ Eingang Lesen

output write @ Ausgang Schreiben
interrupt acknowledge @ Unterbrechungs-
Quittung

9 halt acknowledge @ Halt-Quitung

10 interrupt acknowledge while halt @
Unterbrechungs-Quittung wéhrend des
Halt-Zustandes

L - R A

Waveforms e Impulsdiagram
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CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: #, = 0°C...+70°C

min.-max.
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand Uitipa)
Ucec = 50V, input DA, DB, D;...Ds e Eingang Uinep, =20 Vv
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand Uiripa)
Ucec = 50V, input DA, DB, D;...Ds e Eingang Urrin) =08 '
Input receiver threshold  Empfdngereingang — Schwellen-
voltage — level H spannung — H-Zustand
Uce = 50V, Ui (Dr...Dg) = 08V,
Uowrr) = 0,4V, lorr) = 16 mA,
input B;...By e Eingang By...By UiLiir) 217V
Input receiver threshold  Empféngereingang — Schwellen-
voltage — level L spannung — L-Zustand
Uce = 50V, U (Dy...Dg) =08V,
Uonrr) = 2,4V, lopr) = 400 A,
input B;...Bs @ Eingang B;... B4 Uriiir) =13V
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
Ucc = 525V, Uy (DA, DB) = 2,4V
input DA, DB Eingang DA, DB litepay = 40 uh
input D;...Dy Eingang D;... Dy litien) = 40 uh
Uce = 525V, Uin (DA, DB) = 55V
input DA, DB Eingang DA, DB lrirpay =10 mA
input Dy...Dy Eingang D;...D4 lriep) =10 mA
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand
Ucc = 525V, U (DA, DB) = 0,4V
input DA, DB Eingang DA,' DB - —liLepay =16 mA
Ucc = 525V, Ui (D;...Dg) = 04V
input D;...Dy Eingang Dy... Dy —lrep) =16 mA
BUS input current — BUS-Eingangsstrom B; ... By
B;...By
U, (DA, DB, D;...Dy) = 08V, Ucc =0V, lsus <100 uA
ligr (Bi...Bg) = 40V, Uce = 525V laus <100 uh
BUS output voltage — BUS-Ausgangsspannung
B;...Bsj—level L B:...By
Uce = 475V, U (DA, DB) = 08V,
Uiy (D1...Dg) = 20V, lgr...lge = 50 mA Uorrsus) =07 v
Receiver output voltage  Empfdanger-Ausgangsspannung
O;...0g—level H 0;...045—H-Zustand
UCC = 4I75 VI| UIL (DAJ DBI Dl e D4) s 018 V:
Ui, (Br...Bg) = 05V, lon (O1...04) = —400 A UoH(r) z24 V
Receiver output voltage  Empfanger-Ausgangsspannung
O;...04—=level L O;...04—L-Zustand
Ucc = 4,75V, UL (DA, DB, D;...Dg) = 08V, i
Urr (B1...Bg) = 40V, lor (O1...04) = 16 mA Uorrr) =04 v
Receiver short-circuit Empfanger-Kurzschluss-
output current ausgangsstrom Oy... 04"
0;...04)
Uce = 525V, Ujr (DA, DB, D;...Dy) = 08V,
Ui (By...Bs) =05V —losery  18...55 mA
Power supply current Stromaufnahme
Uce = 525V, Ui (DA, DB) = 0V,
Ui (Dg...Dg) = 20V lcc =70 mA
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
Ucc = 475V, I (DA, DB, D1...Dg,B1...Bg) =
= —-16 mA = =15 v
‘)Nathth;m one output can be shorted at a time. @
Nicht mehr als ein Ausgang darf gleichzeitig kurzgeschlossen sein.
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
Propagation delay time Signal-Laufzeit
of output B;...Bs von Ausgang B;...Bs aus
from input DA, DB ) : Eingang DA, DB trLr(DA)
tpHLIDA)
from input D;... Dy aus Eingang Dj ... D4 auf
on output B;...Bg ) Ausgang B;...Bg tPLH(D)
terL(D)
from inputs By ... By aus Eingang B;...Bs auf
on output O;p...049) Ausgang O;... 04 tPLH(R)
tPHL(R)

') Output lead @ Ausgangslast By...By: C; = 15 pF, Ry = 91 2, Ry, = 200 2
) Output lead @ Ausgangslast O;...0Oy: C; = 15 pF, Ry = 390 2, 4xKA206

D_4 :

. E [ o
—e 012

D2 .
- 52
s
03 o

—o B3

[', .ot
e ﬂ L

Functional diagram e
Funkticns-Blockschaltung

D,...Dy buffer inputs @ Puffereingang

B;...By bidirectional BUS @ Zweiweg-
BUS

DA, DB blocking inputs @ Blockierungs-
eingonge

0,...04 receiver outputs @ Empféanger-
ausgdnge

TRUTH TABLE e
LOGISCHES VERHALTEN

BUFFER e PUFFER

INPUTS e EINGANGE BUS
DA DB D;...Dg | By...Bs
L L L H
il L H L
L H L H
L H H H
H L L H
H L H H
H H L H
H H H H
RECEIVER e EMPFANGER

BUS OUTPUTS e AUSGANGE

B;...Bs Or...04

H L

L H
=30 ns
=23 ns
=25 ns
=15 ns
= 30 ns
=30 ns
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SURVEY

LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL LSI

UBERSICHT LOGISCHE INTEGRIERTE'SGHAI.TKREISE TTL LSI
- s
Tvpe Feature Art Outlines
Typ Abmessungen
MH7489 Bipolar 64-bit memory RAM organized as 16 Bipolarer  64-Bit-Schreib-Lese-Speicher  mit 10—14
words of four bits each, with positive logic, einer Kapazitat von 16 Wértern zu je 4 Bit, mit
diode-clamped and buffered inputs. The com- positive Logik, Eingangs-Klemmdioden und ge-
plement of the information which has been trennten Eingdngen. Der Speicherinhalt wird
written into the memory is nondestructively beim Lesen nicht geldgscht. Offene Kollektor-
read out. Open collector output. ausgdnge.
MH745187 Bipolar high speed mask programmable mem- Bipolarer schneller durch Maske programmier- I0—14
ory ROM 1024 bit organized as 256 word of barer 1024-Bit-Festwertspeicher mit einer Ka-
four bits each. Open collector output. pazitdt von 256 Waértern je zu 4 Bit. Offene
Kollektorausgdnge.
MH74188 Bipolar high-speed 256-bit programmable Bipolarer schneller programmierbarer 256-Bit- 10—14
read-only memory organized as 32 words of -Festwertspeicher mit einer Kapazitat von 32
eight bits each, with diode-clamped inputs. Woaértern zu je 8 Bit, mit Eingangs-Klemmdio-
Open collector output. den. Offene Kollektorausgange.
MH745201 Bipolar Schottky-clamped high-speed 256-bit Bipolarer schneller 256-Bit-Schottky-Schreib-
MH745201E memory RAM organized as 16 lines and 16 -Lesespeicher mit einer Organisation von 16 10—14
columns. Tri-State output. Zeilen und 16 Kolonnen. Drei Ausgangszu-
stande.
MH745287 Bipolar Schottky-clamped 1024-bit programm- Bipolarer programmierbarer 1024-Bit-Schottky- 10—14
able read-only memory organized as 256 words -Festwertspeicher mit einer Organisation von
of four bits each, with diode-clamped inputs 256 Wortern zu je 4-Bit, mit Eingangs-Klemm-
and open collectors. Tri-State outputs. dioden und offenen Kollektoren. Drei Aus-
gangszustande.
MH745370 Bipolar high speed mask programmable mem- Bipolarer schneller durch Maske programmier- 10—14
ory ROM 2048 bit organized as 512 word of barer 2048-Bit-Festwertspeicher mit einer Ka-
four bits each. Tri-State outputs. pazitdt von 512 Worten je zu 4 Bit. Drei Aus-
gangszustande.
MH745571 Bipolar high speed electrically programmable Bipolarer schneller programmierbarer 2048-Bit- 10—14
memory PROM 2048 bit organized as 512 word -Festwertspeicher mit einer Kapazitdt von 512
of four bits each, with diode-clamped inputs Wortern je zu 8 Bit, mit Eingangs-Klemmdio-
and open collectors outputs. Tri-State outputs. den und offenen Kollektorausgéngen. Drei
Ausgangszustande.
MH82511 Bipolar high speed memory RAM 1024 bit Bipolarer schneller 1024-Bit-Speicher RAM mit 10—18/C2
organized as 3232 bit. Tri-State output. einer Kapazitat von 32 <32 Bit. Drei Ausgangs-
zustande.
MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN min. max.
Supply voltage Betriebsspannung Uce 0 +7,0 '
Input voltage Eingangsspannung U +5,5 Vv
Input current Eingangsstrom I —12 mA
MH745187, MH745201, MH745287, MH745571 Iy —18 mA
Output voltage Ausgangsspannung Uo 0 +5,5 v
Operating temperature range Betriebstemperaturbereich ita 0 +70 *C
Storage temperature range Lagertemperaturbereich itsig —55 +155 °C
RECOMMENDED WORKING CONDITIONS e EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN min nom max.
Working voltage Speisespannung Uce 4,75 5,0 5,25 v
Operating temperature Lagertemperatur tta 0 +25 +70 °C
STATIC DATA e STATISCHE DATEN
Input clamp voltage Eingangsspannung
Uge = 475V, I; = —12 mA —Up =15 v
Ugc = 475V, = —18 mA MH745201, .. S201E, .. 5287 —Up =12 v
Input voltage — H Ievel Eingangsspannung — H-Zustand U 22,0 v
Input voltage — L level Eingangsspannung — L-Zustand U =0,8 v

MH7489
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l. controlled row address decoder — permits

geregelter Dekoder von Zeilenadresse — ver-

=it} 51
Q2 52
F—=I31) 5;

—Q) S¢

——]

A [As)e—] i ]
one of 16 rows in the memory cell array mittelt die Wah| einer der 16 Zeilen der Spei- B {Azle—
Sy ¥ : s C (agk—]
to be selected, or can inhibit the memory cherzellenmatrix, ev. die Speicherblockierung D {Ad—
Il. memory cell matrix — 16 rows, 4 columns Speicherzellenmatrix — 16 Zeilen, 4 Kolonnen V (Sle—qof
Il input and output data wunit — retrieves Dateneingangs- und Ausgangsblock — ermittelt
the data 1 in the selected row of me- die in der Adressierzeile der Speicherzellen- D
mory cells (i. e. reads a word) and en- matrix gespeicherte Information (Auslesen des E:
sures that the stored information is avai- Wortinhalts) und ibergibt diese Information Do
lable at the corresponding y outputs an die entsprechenden Speich gd w

FUNCTION TABLE e LOGISCHES VERHALTEN

OPERATION INPUT @ EINGANG CONDITION OF OUTPUTS
SPEICHER VERHALTEN v w ZUSTAND AM AUSGANG
WRITE ® EINSCHREIBEN L L Complement of data inputs @ Invertiertes Uce
Eingangssignal U
READ @ AUSLESEN L H Complement of seleited words @ Invertier- L
tes angesteurtes Signal Uy

INHIBIT STORAGE @ Complement of data inputs @ Invertiertes Uon
KEINE VERANDERUNG H L Eingangssignal I
DO NOTHING e oL
KEINE VERANDERUNG H H H ity
STATIC DATA e KENNDATEN fa = 0°C, +25°C, +70°C
Output current — H level Ausgangsstrom — H-Zustand

Ucc =475V, Uin =2V, Upg =55V, UiL=08 V lont
Output voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand

Ucc =475V, Uir =2V, Uiz =08V, lor =16 mA Uor

Ucc =475V, Uip =2V, UL=08V, lor =12 mA Uor
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand

Ucc =525V, Uy =24V, UL=0V Lt

Uce =525V, Uy =55V, Ur=0V i
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand

Uecc =525V, UiL=04V,Un=45V —liz
Supply current Stromaufnahme

Ucc =525V lec
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN

Ucc =5V, #a = +25°C, C, = 30 pF, Re; =300 2, Rz = 600 2
Selection time Adressierungszeit tavov
Memory enable time Speicher-Freigabezeit tsLoL
Blocking time Blockierungszeit tsHoH
Time duration of writing pulse Schreiberholzeit twrwi

Time parameters of inputs course
on inputs at WRITE CYCLE: 1)

Setup time, data input Dj, Dz, D3, Dy
Hold time, data input Dy, Dz, D3, Dy
Setup time, select input A, B, C, D
Hold time, select input A, B, C, D
Setup time, memory enable input V
Hold time, memory enable input V
Width of write-enable impulse

Zeitparameter von Impulseverlauf
auf Eingéingen beim Betrieb SCHREIBEN: 1)

Vorbereitungszeit von Dateneingéingen D;, Dz, D3, Dy
Haltezeit von Dateneingéngen Dy, Dz, D3, Dy
Vorbereitungszeit von Adresseneingdngen A, B, C, D
Haltezeit von Adresseneingéngen A, B, C, D
Vorbereitungszeit von Freigabeeingang V

Haltezeit von Freigabeeingang V
Schreibfreigabeimpulsdauer

1. With regard to input W (write enables) @ Mit Riicksicht zu dem Eingang W (Speicherfreigabe)

475 V
—-0,5V
20V
24V

0°C

tovwH
twHDV
tavwe

tvrav
tsLwh

twHsH
twriwn

A HA A A
c &
S = =

liA
&

<20

<0,4
<0,45

<40

=

<1,6

<105

<60
<50
<50
<40

5,25
+0,8
55
55
=16
+70

WA HA  BA LA

IA

RECOMMENDED WORKING CONDITIONS e
EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN

<<

ns
ns
ns

ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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I. row address decoder (converter changing
the four-bit binary code into a 1-out-of-16
code — it selects one of the 16 row in Lhe
memory cell motrix; eoach row contain 16
memory cells

Il. controlled column oddress decoder (con-
verter changing the four-bit binary code
into 1-out-of-16 code — it permits one of
the 16 columns (of 16 memory cell each)
in the memory cell motrix to be chosen,
ensures that the information opplied to
input DI is writen in the memory cells,
controlls an output block IV

Ill. memory cells motrix (consists of 256 me-
mory cells orgonized in 16 rows and 16
columns)

IV. output sense amplifier — reads the con-
tents of the memory cells

FUNCTION TABLE e LOGISCHES VERH

Zeilenc tzer des 4-Bit-Bi-
nérkodes in den Kode 1 von 16) — vermjttelt
die Wahl einer der 16 Zeilen der Speicher-
zellenmatrix; in jeder Zeite befinden sich 16
Speicherzellen

i P Tt | (v

gesteuerter Kolonnenadressendekoder (Umse-
tzer des 4-Bit-Bindrkodes in den Kode 1 von
16) — wvermittelt die Wahl einer der 16 Kolon-
nen der Speicherzellenmatrix (in jeder Kolon-
ne befindet sich 16 Speicherzellen), die Ein-
gabe (dos Einlesen) der dem Eingang DI iu-
gefiihrten Informationen in die Zellenmatrix,
steuert den Funktionsblogk IV

Speicherzellenmatrix (enthélt 256 Speicherzel-
len, angeordneten in 16 Zeilen und 16 Kolon-
nen)

Ausgangs-Leseverstirker — dient zur Auslesen
des in der Speicherzellenmatrix gespeicherten

Informationen

ALTEN

OPERATION INFUT @ EINGANG

CONDITION OF OUTPUT

gﬁ;:,_ 1 1

m— b

F (ag—] —

& h—

A Byl

giag—] "

€ aj—

H (Agh- —
W

SI :51’-—-

2 ¥l

V) (o3 l—d (]

ol iD)—

W
taly

RECOMMENDED WORKING CONDITIONS e
EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN

SPEICHER VERHALTEN v w ZUSTAND AM AUSGANG Uce
WRITE ® EINSCHREIBEN L L high impedance ® hohe Impedanz Ui
READ @ AUSLESEN L H complement of selected words @ invertier- Ui
tes angesteuertes Signal lor
DO NOTHING e —lon
KEINE VERANDERUNG H X high impedance @ hohe Impedanz 3
i

STATIC DATA e KENNDATEN Ba = 0°C, +25°C, +70°C
Output voltage — L level é Ausgangsspannung — L-Zustand

Uec =475V, Uy =2V, U, =08V, lor, =16 mA Uot
Output voltage — H level Ausgangsspannung — H-Zustand

Ucc =475V, Uy =2V, UjL=08V, lon =-10,3 mA Uon
Qutput current for high Ausgangsstrom fir den Zustand

impedance level der hohzn Impedanz

Uec =525V, Ul =2V, Ur=08V, Up=24V lozu

Uee =525V, Uiy =2V, Uy =08V, Us=04V —loze
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand

Ucc =525V, Uip =55V, Ujt=0V linr

Uee =525V, Uin =27V, U;r=0V Lint
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand

Ucc =525V, U =05V, Up=45V —lL
Short-circuit output current Kurzschlussausgangsstrom

Uce =525V, Uip =45V, Ur=0V,Up=0V —=los
Supply current Stromaufnahme

Uge =525V lee

DYNAMIC DATA o DYNAMISCHE KENNDATEN
Ucc — 4,75...525V, g = 0°C... +70°C, R; =300 2, Rz =1 k2, C; = 30 pF, Uz =5V

Memory enable time from addresse
Memory enable time from selzsction
Blocking time past selection

Blocking time past write cycle =
Recovery time

Time duration of writing pulse

Tim2 parameters of impulse course
on inputs at WRITE CYCLE: )

Setup timz, data input DI

Hold time, data input DI

Setup time, select inputs A... H

Hold time, select inputs A... H

Satup time, memory enable input V

Hold time, memory enable input V

Width of write-enable impulse

1. With regard to input W (write enables) @ Mit Ricksicht zu dem Eingong W (Speicherfreigabe)

Speicher-Freigabezeit von Adresse
Speicher-Freigabezeit von Auswahl
Blockierungszeit nach Auswahl
Blockierungszeit nach Einschreiben
Erholungszeit

Schreiberholzeit

Zeitparameter von Impulseverlauf

auf Eingdngen beim Betrieb SCHREIBEN: 1)

Vorbereitungszeit von Dateneingang DI
Haltezeit von Dateneingang DI

Vorbereitungszeit von Adressensingéngen A... H

Haltezeit von Adresseneingdngen A

Vorbereitungsreit von Freigabeeingang V

Haltezeit von Freigabeeingang V
Schreibfreigabeimpulsdauer

475 V = Uge = 525
—05V = U = +08
+20C = Uy 2 +35.5
= 16
= 10,3
0°C =& = +70
<0,45
~2,4
<40
=40
<1
<25
<250
30...100
=140
MH745201 ..S201E
tavov =65 =80
tscov =30 =50
tsnoz =20 =20
tw Loz =35 =35
tw v =40 =60
twiwn =65 =80
tovwe =65 =80
twHDV z0 =0
tavwe =20 =25
twyav =0 =0
tscwe =0 =5
twisn =0 25
twewn 265 =80

vV

v

v
mA
mA
%€

A

mA

WA
mA

mA

ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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I. row address decoder — enables one cf
the 32 rows in the memory cell matrix (in
each row is 32 memory cells).

. d. bl

11, col address — one of
the 32 column in the memory cell matrix
{in each column is 32 memory cells).
Write information on input D into memory
cell matrix. Control function block IV.

Il. Memory cell matrix — contains 1024 me-
mory cells orgonized in 32 rows and 32
. calumns.

IV. output amplifiers block.

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min.
Uce 0
U,
Iy
Uo 0
lou
loc
tta 0
g -55

Zeilenadressendekoder — vermittelt die Wahl
einer von 32 Zeilen in Speichermatrix (in jeder
Zeile ist 32 Speicherzellen).

Kol — vermittelt die Wahl
einer von 32 Kolonnen in Speichermatrix (in
jeder Kollonne ist 32 Speicherzellen).

Es schreibt Information am Eingang D in Spei-

] dekad.
esser

cherzellenmatrix. Es kontroliert F ionsblock
.
Speicherzellenmatrix — enthélt 1024 Speicher-

zellen angeordneten in 32 Zeilen und 32 Ko-
lonnen.

Ausgangsverstéirkerblock.

max.
+7.0 v
+55 Vv
—12 mA
+5,5 Vv
—2.0 mA
16 mA
+70 °C
4155 b &

RECOMMENDED WORKING CONDITIONS ¢ EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN

Uce 4,75 = Uegc = 525 v
Ui 0 =< U = +08 v
Uy 21 = Uy = 525 Vv
B = 0°C 22 = Uiy = 525 \
lor = 16 mA
—lou =20 mA
ta 0=zds =170 °€
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

STATIC DATA: STATISCHE DATEN: #, = 0°C, +25°C, +70°C
min.-max.

Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand

Uec = 475V, Uiy = 21V,

Ui =08V, lor = 16 mA Uor =045
QOutput voltage — level H  Ausgangsspannung — H-Zustand

Ucc = 475V, Ui = 21V,

Ui = 08V, lop = =2,0 mA Uon z24
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung

Uce = 475V, I = =12 mA —Up =15
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand

Uec =525V, Uiy =55V, UL =0V lin =1

Uec = 525V, Uy =27V, UL =0V lin =25
Input current — level L Eingangsstrom — L-Zustand

Ucc = 525V, Ui, =045V, Uiy = 45V —l =250
Output current for high  Ausgangsstrom fiir den Zustand

impedance level der hohen Impedanz

Uee =525V, Uiy =21V,

U =08V, Ugp =24V lozi = 40

Ugc = 525V, U = 21V,

Ui =08V, Up =04V lozeL = 40
Short-circuit output Kurzschlussausgangsstrom

current

Uce = 525V, Uiy = 45V,

Ur=0V, Ug =0V —los 20 100
Supply current Stromaufnahme

Uge = 525V, #g = +70°C lec =130

Ucc = 525V, #a = 0°C, +25°C lec =155
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:
#a = 0°C...4+70°C, Uge = 50V £+0,25V
‘tavoy <90 ns twroz =40 ns
tscov = 40 ns twHQv =40 ns
tsHoz = 40 ns twiwH = 80 ns

v
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uh

3 3

mA

mA
mA

Ay 2] | n

22 ] ==
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As_m _—
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‘&g 1 .

ﬂﬁ 12

AQ‘O 3

W -

S m

D 5
D data input @ Doteneingang
Ay A address inputs @

Adresseneingénge

5 chip select input @
Chipauswahl-Eingang

w write enable input @
Schreib-Freigabe-Eingang
Q output @ Ausgang
As,
Ay - U
Jr -\fl H
A '}r———‘l,SV
: 1‘ \ — Uy
D Tavwe_ fwiav
B P Un
= —_— 15V
Lt Ui
Igm twhHov
S j ﬁu“{
D | Y
u
t TwrsH -
W
U
e “—‘\{— jL e GM
twown | U
Input waveforms — WRITE mode @
Eingangs-| Isdiagram-Schreibzykl
tovwH = 85 ns
twHDV z5 ns
tavwe =20 ns
twHAv z5 ns
tsLwi =5 ns
twasH =5 ns
twiwn = 80 ns

FUNCTION TABLE @ LOGISCHES VERHALTEN

INPUTS @ OUTPUT @
Operation EINGANGE AUSGANG
s wW D Q
READ @
LESEN L H X v
WRITE @
SCHREIBEN L L v Z
BLOCKING @ )
BLOCKIEREN H X X z
L—0V < U <08V
H—21V < Uy =525V
V — information L or H on input or output. @
L- oder H-Information auf Eingang oder
Ausgang.
X — irrelevant level L or H (without influence

on output level) @ beliebiger L- oder
H-Zustand (ohne Einfluss auf Ausgangs-
Zustand).

Z — output high imped
gangsimpedanz.

® hohe Aus-

e N e o e o N e R R SR S e e e et e L e B
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MH748187

|. address decoder — enables one quad of
rows (converter of three-bit binary code
into a 1-out-of-8 code)

Il. address decoder — enables column in
memory matrix (converter of five-bit binary
code into 1-out-of-32 code)

Ill. external control circuit

IV. memory matrix — consists of 1024 memory
cells organized in 32 rows and 32 cclumns

V. output amplifiers block

LOGIC INTEGRATED CIRCUITS TTL LSI @® LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL LSI

MASK- PROGRAMMABLE MEMORY ROM
- MASKEN PROGRAMMIERBARE 1024-BIT-SPEICHER ROM

Zeilenadressendekoder — vermittelt die Wahl
eines der Zeilenquartette (Umsetzer des 3-Bit-
Bindrkodes in den Kode 1 von 8)

Kolonnenadressendekoder — vermittelt die Ko-
lonnenwahl in Speichermatrix (Umsetzer des
5-Bit-Binérkodes in den Kode 1 von 32)

externer Regelschaltkreis

Speicherzellenmatrix — enthalt 1024 Speicher-
zellen angeordneten in 32 Zeilen und 32 Ko-
lonnen

Ausgangsverstérkerblock

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

STATIC DATA:

Output voltage — H level
Uece = 475V, Uy = 20V,
U = 08V, lon = —6,5 mA

Output voltage — L level
Ucc = 475V, U = 20V,
Ui = 0,8V, lopr = 16 mA

Input current — H level Eingangsstrom —
Uec = 525V, Uy =55V, U =0V
Uee =525V, Up =27V, UL =0V

Input current — L level

Uce =525V, U =045V, Uiy = 45V -

Input clamp voltage
Ucc = 475V, liL =

Short-circuit output
current

-18 mA

Ucc = 525V, Uy =20V, Uy =08V

Ausgangsstrom fiir den Zustand
der hohen Impedanz

Output current for high
impedance level

Uce = 525V, Uiy = 20V,
Ugzn = 24V, Uy = 08V
Ueec = 525V, Uig = 20V,
Upzr = 05V, Uy =08V
Supply current Stromaufnahme

Uec =525V, Ui =0V, Ug = 45V

DYNAMIC DATA:
(Ucc = 5 V)

Memory enable time

from addresse Adresse

Memory enable time
from selection

Auswahl

Blocking time past

selection Auswahl

STATISCHE KENNDATEN:

Ausgangsspannung — H-Zustand

Ausgangsspannung — L-Zustand

Eingangsstrom — L-Zustand
Eingangsklemmspannung

Kurzschlussausgangsstrom

DYNAMISCHE KENNDATEN:
Speicher-Freigabezeit von
Speicher-Freigabezeit von

Blockierungszeit nach

Uon 224
UoL =05
H-Zustand
Lree =1
lin =25
—lre = 250
—Up =12
—los 30...100
lozu < 50
—lozt < 50
lee =135
tavov =65
tsLov =55
tstoz =25

FUNCTION TABLE e LOGISCHES VERHALTEN

mA
uh

mA

uh
uA

mA

ns
ns

ns

INPUTS OUTPUTS e AUSGANGE
g;é%ﬁgg%ERHALTEN EINGANGE Q;...Qg in selected word e
S; Sz im adressierten Worte
READ e AUSLESEN L L v
DO NOTHING e L high impedance e hohe Impedanz
KEINE VERANDERUNG H L high impedance e hohe Impedanz
H H high impedance e hohe Impedanz

R EETETERN) v v
- 2 ~
0
I . ALy
o 2
— 0 g
i
£} m
2 j - | i 2.0,
52 l

Functional block diagram e
Funktions-Blockschaltung

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min. max. )
Uce 4,75 5,25 \%
Ur —0.,5 +5,25 v
—I| g 18 mA
ta 0 +70 oc
i —55 +155 °C

RECOMMENDED WORKING CONDITIONS @
EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN

Uce 475 < Ugc = 525 Vv
U -05 = Ui = +08 \%
Uy +20 = Uy = +55 v
loL = 16 mA
—lon = 6,5 mA
ta 0 =#s = +70 °C

1. Level V signify logical level H or L, for each
output is determined by the claim to con-
tents of the addressed word of the program-
med memory. @ V-Zustand bedeutet H- oder
L-Zustand; fiur jeden Ausgang ist bestimmt
durch die Anforderung auf den Inhalt des
adressierten  Wortes programmierten
Speicher.

von

2. For level H on lovely output READ are up
to parameter Ugy, for level L parameter
Uy @ Fir den H-Zustand an beliebigem
Ausgang AUSLESEN korrespondiert der Pa-
rameter Ug, fiir den L-Zustand der Para-
meter Ugy.

3. The high impedance state of outputs
Q;...Q, at regime DO NOTHING given
the parameters |z, and IUZL' ® Zustand
den hohen Impedanz wven Ausgéingen
Q;...Q, bei dem Betrieb KEINE VERAN-
DERUNG zeigen die Parameter lg; und

IUZL an.
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LOGIC INTEGRATED CIRGUITS TTL LSI - MH74188
LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE TTL LSI
BIPOLAR MEMORY PROM 256 BIT @ BIPOLARE 256-BIT-SPEICHER PROM

l. controlled row address decoder — enables gesteuerter Zeilenadressendekoder — vermit- i Q) Y
one of the 32 rows In the memory cell telt die Wahl einer der 32 Zeilen der Speicher- Q5] ¥y
matrix (one of 32 eight-bit words) to be zellenmatrix (die Wahl eines von den insge- =03 Yy
chosen, can also inhibit the memory samt 32 B-Bit-Wértern), sichergestellt die Re- = '[g‘; :‘

gimeblockierung des Speichers IG:I ‘r:

Il. memory cell matrix — 32 rows, 8 column Speicherzellenmatrix — 32 Zeilen, 8 Kolonnen _.g:]| ::

array
HIl. output amplifier — provides for the trans- Ausgongsverstérker — vermittelt die Ubertra-

fer of the data read from the selected lo- gung der in der adressierte Zeile der Speicher-

cation to the outputs of the memory zellenmatrix enthaltenen Information an die

Speicherausgénge

STATIC DATA e KENNDATEN = 0°C, +25°C, 4+70°C
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand

Uce =525V, Uy=55V,Upp=0V Tk <1 mA

Ucc =525V, Uin=24V, UL=0V L1 <40 HA
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand

Uce =525V, U =04V, Ug=45V -l <1 mA
OQutput current — H level Ausgangsstrom — H-Zustand

Ucc =475V, Ui =2V, Uor =55V, U =08V low <100 uA
Output voltage — L level ) Ausgangsspannung — L-Zustand

Uce =475V, Un=2V,U;L=08YV, lor = 12 mA UoL <0,45 v
Supply current — H level Stromaufnahme — H-Zustand

Upc =525V, Uiy=45V lecu <80 mA
Supply current — L level Stromaufnahme — L-Zustand

Uec =525V, Uipy=45V,U;r=0V lect. <110 mA
DYNAMIC DATA ¢ DYNAMISCHE KENNDATEN
Ucc = 50V, Rr=300 @, R2 =600 2, C;=30pF, Uz=5V
Selection time Adressierungszeit tavov =50 ns
Memory enable time Speicher-Freigabezeit tsLoL =50 ns
Blocking time Blockierungszeit tsuon =50 ns
OQutput capacitance Ausgangskapazitét Co 3.5 pF

RECOMMENDED WORKING CONDITIONS o

EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN

Uce 475V = Uge = 5,25
(97 —05V s U = 408
Ui +20V =2 Uy 2 455
loL O0mA = lpr =12

Uon 0V = Upy = 455
da 0°C = 0a = +70

V

v
Vv
mA
v
%

FUNCTION TABLE e LOGISCHES VERHALTEN

RECOMMENDED CONDITIONS FOR PROGRAMMING:

The integrated circuits MH74188 are progromming in prescribed recommended circuit and at
prescribed recommended working conditions, which are defined in data sheet.

If the customer intend to order already in the manufacturing enterprise programmed circuits
MH74188, must supplied together with the order a table or a punched tape containing the
required programming data. Instructions for constructing the table or punching the tape are
available from the manufacturer, in special request.

EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN FUR PROGRAMMIERUNG:

Integrierte Schaltkreise MH74188 programmieren sich in vorgeschriebenen empfohlenen Schal-
tung und bei vorgeschriebenen empfohlenen Betriebsbedingungen, welche in dem Datenblatt
definiert sind.

Sofern der Kunde die Lieferung von bereits programmierten Speichern MH74188 direkt von
Herstellerwerk wiinscht, muss er zusammen mit der Bestellung eine Tabelle oder einen Loch-
streifen mit der Spezifikation des Speicherinhaltes vorlegen. Die Art der Gestaltung der
Tabelle oder des Lochstreifens kann der Kunde direkt im Herstellerwerk anfordern.

NON-PROGRAMMED MEMORY e UNPROGRAMMIERTER SPEICHER PROGRAMMED MEMORY ¢ PROGRAMMIERTER SPEICHER

OPERATION INPUT OUTPUTS INPUT OUTPUTS
SPEICHER VERHALTEN EINGANG AUSGANGE EINGANG AUSGANGE

v ¥ ¥39) v Yi...Ys?)
READ e AUSLESEN [: L L V3)
DO NOTHING e KEINE VERANDERUNG H H H H

1. At programmed memory recognize this parameter only at non- plcgrommed outputs. ® Bei programmierten Speichern wird sich dieser Parometer nur

an unprogrammierten Ausgdngen auswerten.
2. In selected word. ® Im adressierten Worte.

3. Level V signify logical level H or L and is for each output and each oddress determined by the claim to contents of the addressed word of the pro-
grammed memory. ® V-Zustand bedeutet H- oder L-Zustand und fir jeden Ausgang und jede Adresse ist bestimmt durch die Anforderung auf dem
Inhalt 1es adressierten Wortes von programmierten Speicher.

.
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| dd d d bl

— e one quad of
rows (converter of three-bit biuiary code
into a 1-out-of-8 code)

Il. oddress decoder — enables column in
memeory matrix (converter of five-bit binary
code into 1-out-of-32 code)

Il external control circuit

Zeilenadressendekoder — vermittelt die Wahl ﬁ;gj_% W
eines der Zeilenguartette (Umsetzer des 3-Bit- Ay
Bindrkodes in den Kode 1 von 8) Aﬁﬁ 1
25 =
Kol d dekoder — vermittelt die Ko- A?%
lo hl in Speichermatrix (Umsetzer des As

5-Bit-Bindrkodes in den Kode 1 von 32)

externer Regelschaltkreis

IV. memory matrix — ists of 1024 y
celis organized in 32 rows and 32 columns

V. output amplifiers block

Speicherzell trix — enthélt 1024 Speicher- . )
zellen ongeordneten in 32 Zeilen und 32 Ko- Fund'qnaf block dlﬂgrdm [ ]
lonnen Funktions-Blockschaltung

Ausgangsverstarkerblock

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

STATIC DATA:

Output voltage — H level
Ucc = 475V, Uiy = 20V,

STATISCHE KENNDATEN:
Ausgangsspannung — H-Zustand

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

Ui = 08V, log = —6,5 mA Uow =24 v )
Output voltage — L level  Ausgangsspannung — L-Zustand UL max:

Uf:c_-: 475V, UT =20V, " Uce 4,75 5,25 v
Ui =08V, lor = 16 ma Uor £05 vV Us —05 +5.25 v
Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand 1 18 o
Uce =525V, U =55V, UL =0V I <1 mA ! i
Ucc =525V, U =27V, UL =0V lis <25  uA ta 0 +70 C
Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand Dstg —55 +135 °C

Uce =525V, Ui =045V, Uiy = 45V —lr =250 uh
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
Uce = ?,75 V, lip = =18 mA —Up =12 v DYNAMIC DATA:
Short-circuit output Kurzschlussausgangsstrom DYNAMISCHE KENNDATEN :
current u = 5V)
Ucc = 525V, Uiy = 20V, Ui, = 08V —los 30...100 mA (Ucc
Output current for high ~ Ausgangsstrom fiir den Zustand tavoy < 65 ns
impedance level der hohen Impedanz tsLov < 55 ns
Ucc/= 525V, Uy =20V, tsHgz <25 ns
Ugzy = 24V, Ui =08V lozu =50 uA
Uee = 525V, Uiy = 20V,
Uoz =05V, Uy, =08V —lozt =50 uh
Supply current Stromaufnahme
Ucc =525V, Ui =0V, Uy =45V lee =135 mA
RECOMMENDED WORKING CONDITIONS e RECOMMENDED CONDITIONS FOR PROGRAMMING: -
EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN The integroted circuits MH745287 are programming in prescribed recommended circuit and at
prescribed recommended working conditions, which are defined in data sheet.
Uce 475 V = Uege = 5,25 v If the customer intend to order already in the manufacturing enterprise programmed circuits
U v MH745287, must supplied together with the order a table or a punched tape ing the
L —05V s U s +08 v required programming data. Instructions for constructing the table or punching the tape are
Ui +20V = Uy = 455 \' available from the manufacturer, on special request.
PFOHLENE BETRIEBSDATEN FUR PROGRAMMIERUNG: e
lot = e E\t:lgxli:gte Schaltkreise MH745287 programmieren sich in vorgeschriet Schal-
—lon = 6,5 mA tung und bei vorgeschriebenen empfohlenen Betriebsbedingungen, welche in dem Datenblatt
aﬂ' 0°C = 'l)" = +7U oC definiert sind.

FUNCTION TABLE e LOGISCHES VERHALTEN
NON-PROGRAMMED MEMORY e UNPROGRAMMIERTER SPEICHER

Sofern der Kunde die Lieferung von bereits programmierten Speichern MH745287 direkt von

{inscht, muss er zusc mit der B llung eine Tabell

Herstellerwerk

oder einen Loch-

streifen mit der Spezifikation des Speicherinhaltes vorlegen. Die Art der Gestaltung der

Tabelle oder des Lochstreifens kann der Kunde direkt im Herstellerwerk anfordern.

PROGRAMMED MEMORY o PROGRAMMIERTER SPEICHER

OPERATION INPUTS OUTPUTS INPUTS OUTPUTS
SPEICHER VERHALTEN EINGANGE AUSGANGE EINGANGE AUSGANGE
S; Sz Q;...Qq¢") S; Sz Q;...Qu"
READ ® AUSLESEN L L L L L Vv
DO NOTHING e L H high impedance e hohe L H high impedance e hohe Impedanz
KEINE VERANDERUNG Impedanz
H L high impedance e hohe H L high impedance e hohe Impedanz
Impedanz
H H high impedance e hohe H H high impedance e hohe Impedanz
Impedanz

1. In selected word. @ Im odressierten Worte.

2. Level V signify logical level H or L, for each output is determined by the claim to contents of the addressed word of the programmed memory. @
V-Zustand bedeutet H- oder L-Zustand und fiir jeden Ausgang ist bestimmt durch die Anforderung auf den Inhalt des adressierten Wortes von program-

mierten Speicher.

3. For level H on lovely output READ are up to parameter Uy, for level L parameter U,;. @ Fir den H-Zustond an beliebi A
korrespondiert der Parameter Uy, fir den L-Zust
4. The high impedance state of ocutputs Q...

L! | 9

d der P

g AUSLESEN

oL
Q, at regime DO NOTHING given the parameters |-, and lpzr- ® Zustand der hohen Impedanz von
Ausgéngen Gi...Q_,; bei dem Betrieb KEINE VERANDERUNG zeigen die Parometer |5y und lgzp an.
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. address decoder — enables one quad

of rows (converter of three-bit binary code
inte o 1-out-of-8-code)

dd decod — bl column in
memory matrix (converter of six-bit binary
code into 1-out-of-64 code)

. external control circuit

. memory matrix — consists of 2048 memory

cells organized in 32 rows and 64 columns

. output amplifiers block

Zeilenodressendekoder — vermittelt die Wahl
eines der Zeilenquartette (Umsetzer des 3-Bit-
Binarkodes in den Kode 1 von 8)

Kolo d dekoder — vermitellt die Ko-
lonnenwahl in Speichermatrix (Umsetzer des
5-Bit-Bindrkodes in den Kode 1 von 32)

Externer Regelschaltkreis

Speicherzell trix — thalt 2048 Speicher- ‘Ew?’:; | ™ \
zellen andeordneten in 32 Zeilen und 64 Ko- m:uj ] 1201
lonnen inlie [l
103)A5 —| L .
. @)A5 —| - s
Ausgongsverstarkerblock E%{:; ] o
(14)A9 —|
I t0910e
s

Functional block diagram e

Funktions-Blockschaltung \

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

STATIC DATA: STATISCHE KENNDATEN:

QOutput voltage — H level Ausgangsspannung — H-Zustand MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN
Ucc = 475V, U =
Ui = 08V, log = —6,5 mA Uon 224 v min. max.

Output voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand Uce 5,25 v
Uce = 475V, Uy = 20V, Uy —0,5 +5,25 v
Ui = 08V, lor = 16 mA UoL =05 V —|y 18 mA

Input current — H level Eingangsstrom — H-Zustand ta 0 +70 °C
Uec = 525V, Uiy =55V, U =0V Lt =1 mA Dsig —55 +155 °C
Uce =525V, Uy =27V, U =0V lia =25 uh i

Input current — L level

Eingangsstrom — L-Zustand

Hog™= 389V, Une, = 0'15 ¥i U = 43 ¥ —n 220 pA RECOMMENDED WORKING CONDITIONS @
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN
Ucc = 475V, I = =18 mA —Up =12 v
Short-circuit output Kurzschlussausgangsstrom Uce 4,75 < Ucc = 525 Vv
current UrL -05 = U = +08 V
Uce = 525V, U =20V, UL =108V —los 30...100 mA Ui +20 = Uiy = +55 V
Output current for high  Ausgangsstrom fiir den Zustand loL =16 mA
impedance level der hohen Impedanz —lon = 6,5 mA
Ucc = 525V, Uiy = 2,0V, ta 0 =# = 70 °C
UOZH =24 Vr UfL =108 v IDZH < 50 F,.A
Ugc = 525V, Uiy = 20V, ‘
Ugzr = 05V, Uy, =08V —lozL =50 A
Supply current Stromaufnahme
Ucc = 525V, Uy =0V, Uy = 45V lec < 150 mA
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN :
tavov =65 ns :
tsrov =55 ns
tsHoz =30 ns
FUNCTION TABLE e LOGISCHES VERHALTEN 1. In selected word. @ Im adressierten Worte.
2. Level V signify logical level H or L, for each output is determined by the
claim to contents of the addressed word of the programmed memory. @
OPERATION INPUT OUTPUTS V-Zustand bedeutet H- oder L-Zustand; fiir jeden Ausgang ist bestimmt
SPEICHER EINGANG AUSGANGE ) durch die Anforderung ouf den Inhalt des adressierten Wortes von pro-
VERHALTEN S Q;...Qq grammierten Speicher.
3. For level H on lovely output READ are up to purnmeter Ugy for level L
parameter U ® Fiir den H-Zustand an beliebigem Ausgang AUSLESEN
READ » AUSLESEN L v i Korrespondi ?‘Lder P Ugyy fir den L-Z 1 der P ter Ugp-
DO NOTHING high impedance 4. The high impedance state of outputs Q;...Q, at regime DO NOTHiNG
KEINE hoghe Impedunz given the parameters gy and lgzp. @ Zustand der hoh |
VERANDERUNG H von Ausgéngen Q;...Q, bei dem Betrieb KEINE VERANDERUNG xe:gen
die Parameter |57, und lgz; an.

S R T e T e e e T S e e N e e S S e e P e W e R PRSI T T TR
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Zeilenadressendekoder — vermittelt die Wahl
eines der Zeilenquartette (Umsetzer des 3-Bit-
Bindrkodes in den Kode 1 von 8)

|. address decoder — enables one quad of
rows (converter of three-bit binary code
into a 1-out-of-8 code)

Kolonnenadressendekoder — vermittelt die Ko-
lonnenwahl in Speichermatrix (Umsetzer des

1. address decoder — enables column in

memory matrix (converter of six-bit binary e

(04) A4
code into 1-out-of-64 code) 6-Bit-Binarkodes in den Kode 1 von 64) 'lg;:g: I —nmaz
I, external control circuit externer Steuerschaltkreis {%‘;1‘:;: 00
(1143 —]
IV. memory matrix — consists of 2048 memory Speicherzellenmatrix — enthélt 2048 Speicher- -

s [}

zellen angeordneten in 32 Zeilen und 64 Ko-
lonnen

cells organized in 32 rows and 64 columns

V. output amplifiers block Ausgangsverstarkerblock
Functional block diagram e

Funktions-Blockschaltung

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

STATIC DATA: STATISCHE KENNDATEN:

Output voltage — H level Ausgangsspannung — H-Zustand
Uce = 475V, U = 20V,

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

U = 08V, loy = —6,5 mA Uon z24 v min. max.

Output voltage — L level ~ Ausgangsspannung — L-Zustand Uce 0 7.0 V
Uce = 475V, U = 20V, Uy —0,5 +5,25 "
Ui =08V, lgr = 16 mA Uor =05 \ —Ir 18 mA

Input current = H level Eingangsstrom — H-Zustand a 0 +70 "G
Ucc = 525V, Uy =55V, UL =0V I =1 mA tstg —55 +155 C
Uce =525V, Uy =27V, U =0V lre =25 uh

Input current — L level Eingangsstrom — L-Zustand

; U‘i‘c l_ 524 Ku Un = 0';_5 V{; U':I =45V —ln £250. @A RECOMMENDED WORKING CONDITIONS @

nput-clamp verage Ingangskiemmspannung EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN
Uce = 475V, li = =18 mA —Up =12 Vv

Short-c?r::uit output Kurzschlussausgangsstrom Uce 4,75 = Uce = 525 v
curren Ure -0,5 = U = +08 V
Uee = 525V, Umm = 20V, Uy, = 08V —los 30...100 mA Ui +20 = U = +55 V

Output current for high  Ausgangsstrom fiir den Zustand loL = 16 mA
impedance level der hohen Impedanz —lowu = 65 mA
Ucc = 525V, Uiy = 20V, fta 0sd = +70 °C
Ugzy = 24V, Ui =08V lozw =50 uh
Uec = 525V, Uiy =20V,

Sugg;Lc:rrZ'li AL U”' . Olgt:::maufnuhme _IDZL = p‘.A 1. Level V signify logical level H or L, for each

is d ined by th lai -

Ucc = 525V, Ui =0V, Uiy = 45V lee =150 mA ::.:fsu::f :heet:;::;::ed v:ottdeofct:;mprt:g:?mn-
DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN: tavov =65 ns med y. @ V-Zustand bedeuet H- oder
tsov =55 ns L-Zustand; fir jeden Ausgang ist bestimmt

tsigz =30 ns durch die Anforderung auf den Inhalt des

RECOMMENDED CONDITIONS FOR PROGRAMMING:

The integrated circuits MH745571 are programming in prescribed recommended circuit and
ot prescribed recommended working conditions, which are defined in data sheet.
If the customer intend to order alrepdy in the manufacturing enterprise programmed circuits

MH745571, must supplied together with the order a table or a p

hed tape ining the

required programming data. Instructions for constructing the table or punching the tape are
ovailable from the manufacturer, on special request.

EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN FUR PROGRAMMIERUNG:

Schal-

Integrierte Schaltkreise MH745571 programmieren sich in vorg

fahl

tung und bei vorgeschrieb

fahl.
P

Betriebsbedingungen, welche in dem Datenblatt

adressierten  Wortes

Speicher.

von programmierten

2. For level H on lovely output READ are up
to parometer Ugy, for level L parameter

Ug;. @ Fir den H-Z d

an beliebi

Ausgang AUSLESEN korrespondiert der Pa-
rameter Uqy, fir den L-Zustand der Para-
meter Ug.

3. The high

impedance

state of outputs

Q;...Q, ot regime DO NOTHING given
the parameters |, and lpz,. @ Zustand

Jetintert siad. den hchen‘ Impedanz von  Ausgdngen
Sofern der Kunde die Lieferung von bereits programmierten Speicher MH745571 direkt von géRUNgq bl de:‘, B:trieb KE'NIE VER‘KN‘;
Herstellerwerk wiinscht, muss er zusammen mit der Bestellung eine Tabelle oder einen | = Ll i ozH Un
Lochstreifen mit der Spezifikation des Speicherinhaltes vorlegen. Die Art der Gestaltung der ozL o™
Tabelle oder des Lochstreifens kann der Kunde direkt im Herstellerwerk anfordern,
FUNCTION TABLE e LOGISCHES VERHALTEN
NON-PROGRAMMED MEMORY PROGRAMMED MEMORY
UNPROGRAMMIERTER SPEICHER PROGRAMMIERTER SPEICHER
OPERATION INPUT QUTPUTS INPUT OUTPUTS

. EINGANG AUSGANGE EINGANG AUSGANGE
SPEICHERVERANDERUNG S Qr...Qq Y S Qr...Qa 1"
READ e AUSLESEN L L L Vv
DO NOTHING e H high impedance H high impedance

KEINE VERANDERUNG

hohe Impedanz

hohe Impedanz
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Type
Typ

Feature

Art

MH100

MH101

MH102

MH1KK1

for common use in controlling

required.

CRC controller is for security of information
transmission by its coding with the assistance
of one in a four polynoms: x¥ + 1, x16 4
+xl5+x2+]'xlﬁ+x12+x5+1l
x14 4+ x10 4 x3 4+ 1. Circuit can operate in
serial or parallel operation, control by odd or
even parity and control of output information
to value 0 or hexadecimal symbol FOB8 can

be used.

Hardware multiplier — multiply two words
with eight bits, the results is sixteen bit word.
is suitable as programmed
system

This multiplier
periphery circuit for
MHBB8080A.

microprocessor

cording to function table.

Circular interpolator suitable as hardware in-
terpolator for interpolation of straight, para-
bolic and circular line from given initial point
systems of
machine and drawing tools, in roboting and
there, where generation of general line is

Coder for contactless keyboard in devices for
transmission and data processing. Task of the
circuit after press down of the buttom of the
digit key is to co-ordinate to every hexa-
decimal symbol the four bit binary word ac-

Ringinterpolator bestimmt als Hardwareinter-
polator fiir Interpolation von geradlinigen, pa-
rabolischen und ringférmigen Strecken vom
gegebenen Anfangspunkt aus, fiir allgemeinen
Gebrauch in Steuersystemen von Bearbeitungs-
und Zeichengeraten, in der Robotik und dort,
wo die Generation einer allgemeinen Strecke
gefordert wird.

CRC-Kontroller ist bestimmt fiir die Sichestel-
lung von Informationsiibertragung durch Ver-
schlisselung mit Hilfe einer der vier Poly-
nomen: x8 + 1, xI6  xI5 4 x¢ + 1, xI6
+ xI2 4 x5 4+ 1, x4 4+ xI0 4 x3 + 1. Der
Schalkreis kann in Serien- oder Parallelbetrieb
bentiitzt werden, es kann Kontrolle durch un-
gerade oder gerade Paritat, Kontrolle der Aus-
gangsinformation auf 0-Wert oder auf Hexa-
dezimalzeichen FOB8 angewendet werden.

Hardware Multiplikator — er multipliziert zwei
Woérter zu je acht Bit, das Ergebnis ist ein
Wort bit 16-Bit Ldnge. Der Schaltkreis ist be-
stimmt als programmierbare Peripherieschal-
tung fur das Mikroprozessorsystem MHB80B0A.

Koder fiir kontaktlose Tastaturen in Geraten
fir Datenlibertragung und Datenbearbeitung.
Die Aufgabe des Schaltkreises ist es, nach
Driicken zustdndiger Taste auf der Tastatur
gemass Funktionstabelle jedem Hexadezimal-
symbol das Vierbit-Binarwort zuzuordnen.

Qutlines
Abmessungen
10—19
10—14
10—14

1015

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

lee

U

Uon
loc
daq

¥sig

96

min. max.
0 180
MH101 0 80
MH1KK1 : 0 50
MH100, MH101, MH1KK1 —0,5 +5,25
MH102 —1,5 +5,25
0 +5,25
0 10
—25 + 85
MH1KK1 0 +70
—55 +155
o7
06
5[
b
2
D1
LE

MH100

MH1KK1



MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min. max.
lec 50 mA
Uy —0,5 +5.5 \ o
Uo 0 +5,25 v =G\/+
lo 10 mA Uee =5V=025V
a 0 +70 5
Dstg —55 +155 o

RECOMMENDED WORKING CONDITIONS o
EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN

min. max.
gu. —0,5 +0,8 Vv
1H 2,2 4,5 v Recommended application circuit e

lec 10 20 mA Empfohlener Schaltbeispiel

lor 0 10 mA

Uon 1 5,25 v

da 0 +70 °C D;...Dis data inputs @ Dateneingénge
Q;...Q data outputs @ Datenausgdnge
Wi W2 select outputs @ Auswahlausgdnge

TRUTH TABLE e LOGISCHES VERHALTEN KL to outputs of contactless keyboard

(which are provided with load resistors)
® zur Ausgdngen von kontaktlosen

Output state T : i
Input state @ Ei . asten (welche mit Belastungswider-
s e Elngangszustrind Ausgangszustand stinden beschalten sind)
Dy D; D3 Dy D5 Dg Dy Dg Dg Dyg Dy Dy, Dy3 Dy Dys Dy | @) Qp Q3 Q| W, W, TTL to TTL inputs ® zur nL.Eingﬁngen
HL LL L LL1LULTU11o1U1L1<1¢01l1u¢vev|ltrtiLrcerer|um H R
L HLL L L UL L LL L1 1L <L 1L L L L|jHLLL]|HMH
Lok WE L L L &L L C & & L L cfL HLr]lnw
el B HIL O L B b & L. & WAL CLH W
L L LL HLULULTULTULTULULTULTULELTULULjLtLtHL]|HH
L L LLLHLULLULTULTULTULTULTULTUL|HLHL|HMH
b Lk I HLG E & L F B b Gl sd sl
L L LL L L L HLL L L L L L L|HHHL|HH
L L LL L L L L HLULLLLULLt|jvterte HIHH
L L LLLLULULTULHLULTULTULTULTUL|JHLLH|HH
L L LL L L L L LL HLULIULOULLOL|LHLH|HH
L L LL L L L L L L UL HTLTULTLTUL|HHLH|IHMH
L L L L L L L L L Lt Lt HULULL|lLtLtHH|HH
L L LLLLLLTULLULOULOLHLTUL|HLHH|HH
L L LL L L L L LL L L L L HL|LHHH|HH
L L LLLLLULULULULULULULL H|HHHH]H
L L L Lt L bt L b Lo LA Lot
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: #; = 0°C, +25°C, +70°C
min.-max.
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
lecc = 15mA, Un'= 33V, UL =0V lig < 380 uhA
lcc = 15mA, Ujwy =55V, Uy =0V lise =1 mA
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
lec = 15 mA, Umir = 22V, Ui, = 08V, lor = 10 mA Uow =04 v
Output current — level H Ausgangsstrom — H-Zustand '
lcc = 15mA, Uiy =22V, Uy, =08V, Upy = 525V lox = 400 uh
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
lcc = 15mA, Ir = —12 mA —Up =15 v
INFORMATIVE DATA: INFORMATIONSDATEN :
Level stage delay on the Zustandsverzégerung auf Ausgéngen
outputs W, Wz with regard Wi, Wz gegen Zusténden auf
to output state Q... Qq Ausgdngen Q... Qq 40 ns = ¢ <= 800 ns
Propagation delay time of Signal-Laufzeitverzégerung von
signals from inputs D;...Dis Eingdngen D;...Dys auf
to outputs Q... Q4 Wi, W2 Ausgénge Qg...Qq, Wy, W2 <3 ns



FUNCTIONS TABLE o FUNKTIONS-VERHALTEN

Address inputs Ag, A; for register select Ra, R;
Adresseneingdnge Ag, Aj fir Ra, Ry Registerauswahl

INPUT
EINGANG REGISTER BIT
Ao A '
L L Ra; Qi T
L . H Raz B...15
H L Ras 16::.+23
H H Re

For function WRITE valid e Fir Funktion SCHREIBEN gilt
W; = Wz =L

Input X enable change of register contents 1 if
X = L - contents Ry will be smaller at 1
X = H - contents Ra will be greater at 1
Clock input E, which controlling of change R4 of 1:
Change of 1 pass with each leading edge; during of level
changes on input X must be on input the level H.
Clock input Fp for writing into Rg:
With each leading edge on Fp is writing into Rp contents
of Ra + Rag
Output Hy, Hz indicated the register level R4:
Level L on H; only for all unit Ra in state level L.
Level H on Hz only for all unit R4 in state level H.
Carry output Cy:
Cv = Cp . Fg, in which Cp is carry output of adder.
Reset input Sg:
Reset of register Rg at level L on the input Sg.

Eingang X erlaubt die Anderung des Registerinhaltes um 1, wenn
X = L = Inhalt R4 wird verkleinert um 1.
X = H - Inhalt R4 wird vergréssert um 1.
Takteingang E, welcher steuert die Anderungen Ra um 1:
Die Anderung um 1 lauft mit jede Anlaufkante; im laufe der
Zustandsanderungen auf den Eingang X muss auf dem Eingang E
der H-Zustand sein.
Takteingang Fp fiir Schreiben in Rp:
Mit jede Anlaufkante auf Rg schreibt sich in Register Rg den
Inhalt Ra + Rg.
Ausginge Hj H: zeigen der Registerzustand Ra an:
L — Zustand auf H; nur fiir alle Glieder R4 in L-Zustand.
L — Zustand auf H2 nur fiir alle Glieder R4 in H-Zustand.
Ubertragungsausgang Cy:
Cv = Co . Rg. wo Cp der Ubertragungsausgang von Addier-
werk ist.
Riickstelleingang Sg:
Bei dem L-Zustand auf dem Eingang Sg stellt sich den Register
Rg zuriick.

RECOMMENDED WORKING CONDITIONS o =
EMPFOHLENE BETRIEBSBEDINGUNGEN
min. nom. max.

lee 60 120 180 mA
Ui —0,5 +0.8 Vv
Uy 2,0 +5,25 v
Uon 5,0 5,25 Vv
lot 0 10 mA
ita —25 +25 +85 °C

Ao, AWy Wp,Sg
|“ |£ |.|zg
A
Ry | R‘ Ak:' R I: X,E
H1.H2| Ry+Rg I:;l Rg |
Cg..Ca I
[ MUX | | | E
w24 - 8
Cv
Functional block diagram
Funktions-Blockschaltung \
R control block @ Steuerungsblock
R, register R, @ Register R
Rp register Ry @ Register Ry
Rp register R; @ Register R}
R4 + Ry odder @ Addierwerk
MUX - multiplexer 1-out-of-24 @ Multiplexer 1 von 24

W W,

Sy — asynchronous control inputs @
Asynchron-Steuereingtnge

control inputs @ Steuereingiinge

synchronous control input @ Synchron-Steuet-
eingang

dato inputs @ Dateneingdnge

filling indication @ Fillungsindikator

carry output @ Ubertragungsausgang

data inputs (I hove lowermost, |; highest
weight) @ Dateneingdnge (I; hat die nie-
drigste, | die hochste Woage)

addres inputs for select of registers Ry, R; @
Adresseneingange fir Ry, R; — Registersaus-
wahl

writing inputs of registers Ry, Ry @ Schreib-
eingdnge von Register Ry, R

counting direction input @ Zﬁhlenrichtungs-‘
-Eingang

clock input, which controlling of change Ry
of 1 @ Takteingang, welcher steuert die Ande-
rungen R, um 1

clock input for writing into Ry @ Takteingang
fir Schreiben in R

outputs, which indicated register R, state @
Ausgénge, welche R, — Registerzustand zei-
gen an

reset input @ Rickstelleingang

test input (it must be not connected) @ Test-
eingang (muss frei bleiben)

CHARACTERISTIC DATA:

KENNDATEN: min.-max.

Input clamp voltage Eingangsklemmspannung

lecc = 120 mA, |} = — 12 mA —Up =15 V'
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand

lcc = 60 mA, lop = 10 mA Uor =04 v
Output current — level H Ausgangsstrom — H-Zustand

lcc = 180 mA, Up = 525V . lon = 400 FA
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand

Uiy = 33V, lecc = 120 mA i3 < 380 uh

Unr = 525V, lcc = 120 mA lrus =20 mA
Supply voltage Speisespannung

lec = 180 mA Uce =40 v
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MH101

RECOMMENDED WORKING CONDITIONS
EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN

LOGIC INTEGRATED CIRCUITS 1L
LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE I2L
CRC CONTROLLER ® CRC-KONTROLLER

D7 D5 D3 D

GND Icc Db D4 D2 DB
L

s

1
|
]
I
I
lee 40 = lee = 80 mA ! :
lcc typ. 60 mA '4.‘5':Fef.w
U —05 = Ui =08 v g !
Ui 20 = Uiy = 45 v !
lor 0 <lo s 10 mA |
Uon 0 = Uon = 525 v f
da 0=t =70 *C i ——4{SCRCOUT
| |
CONDITION MODE e BETRIEBSART !
Function INPUTS STS SFC
Funktion EINGANGE Functional block diagram @
Funktions-Blockschalt
C5 WR A0 D5 D4 o 9
. : Dg...Dy inputs/outputs of parallel
Dy . .. Dy outputs open @ Ausgiinge ausgeschalten H X X X X data @ Paralleldaten-Eingdnge/
Write of condition mode @ Betriebsart-Schreiben k L H X L &
[Ausgiinge
Data write @ Daten-Schreiben L L L X L _ - .
Data register read @ Datenregister-Lasen L H L H L s ::h'_p selact input @
Read of upper syllable of working register @ Lesen — hipauswahl
von oberen Silbe des Arbeitsregisters L H L L L WR write[read input @
Read of lower syllable of working register @ Lesen Schreib-/Leseeingang
von unteren Silbe des Arbeitsregisters L H H L L Ay mode selection input @
Signal error read @ Lesen von Fehlersignalen L H H H L Modeauswahl-Eingang
Serial function @ Serienfunktion L L H X H s1 serial data input SCRCIN @
Seriendaten-Eingang
CLC clock input @ Takteingang
50 serial doto output SCROUT @
Seriendaten-Ausgang
POLYNOM SELECT AND SHIFT CONTROL DIN decoder input @

POLYNOM-AUSWAHL UND VERSCHIEBUNGSREGELUNG

Eingangsdekoder

DATA 1jO data input/output @
Daten-Eingang/Ausgang
INPUTS @ EIN%KNGE o POLYNOM | FCE RO actuation register @
Dg Dy 2 3 Stellregister
L L H L LCRB (x* + 1) RD data register @ Datenregister
L L L H CRC-16 (x* + x" 4+ x2 + 1) , 84 comparator @ Komparator
L L H H CCITT (x™ + x® + x5 + 1) R-DP working register/polynom
L L L L TS (x™ 4+ x@ + x? 4+ 1) ’ decoder @ Arbeitsregister/
H H X X Shift @ Verschiebung [Polynomdekoder
H L X X Adjusting @ Einstellung CIN counter input @ Zdhlereingang
L H X X Adjusting @ Einstellung P paritator @ Paritator
DS dota select @ Datenauswahl
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: #, = —25°C... 485°C
nom. min.-max.
Input clamp voltage Eingangsklemmspannung
all inputs alle Eingénge
lcc = 60 mA, Iy = —12 mA —Up =15 Vv
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand
all inputs alle Eingdnge
lcc = 60mA, Uiy = 33V, Uy, =0 s = 380 uh
lecc = 60 mA, Uiy = 55V, Uiy, =0V litis =10 mA
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
all inputs alle Eingénge
lecc = 40 mA, Uiy = 20V, Uy, = 08V, lor = 10 mA Uor =04 v
Supply voltage Speisespannung
lcc = 80 mA Ucc =25 v
lcc = 60 mA Uce 1.2 v
I P o e N S e S e ety S T S T TP o
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RECOMMENDED WORKING CONDITIONS
EMPFOHLENE BETRIEBSDATEN
lce 80 = lgg = 160 mA
typ. 120 mA
Uit —0,5 = UL =208 Vv
Urn 20 = Uy = 45 v
lot 0 =<lpr =10 mA
Uon 1.0 = Uon = 5,25 v
da 0=da =70 %
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:
min.-max.

Input clamp voltage Eingangsklemmspannung

lcc = 120 mA, I = —12 mA —Up =15 V
Input current — level H Eingangsstrom — H-Zustand

all inputs alle Eingdnge

lcc = 120 mA, Ui =0V, Uy = 33V lrus <650 uA
: Ui =55V lins <1, mA
OQutput voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand

all outputs alle Ausgange

lcc = 120mA, Uig = 20V, Ui =08V,

lor = 10 mA UoL <04 V
Output current — level H  Ausgangsstrom — H-Zustand

all outputs alle Ausgénge

lcc = 120mA, Uiy =20V, Ur = 08V,

Uon = 525V . lon =14 mA
Supply voltage Speisespannung .

lcc = 160 mA Uce =25 Vv

lcc = 120 mA Uce 1,2 — Vv

TRUTH TABLE e LOGISCHES VERHALTEN

CONTROL INPUT STATE
STEUEREINQ\N%-ZU_S_IAND Function e Funktion
FR Ap CS W RD RND1
H b § X X X X Multiplier size 7 bit; bit D8; mark: — level H, +
level L @ Multiplikatorform 7 Bit; Bit D8; Zeichen:
— H-Zustand, + L-Zustand
L X % X X X Multiplier size 8 bit @ Multiplikatorform 8 Bit
H X X X X Higher Byte (write, read) e Hoher Byte (Schrei-
ben, Lesen)
X L X X X X Lower Byte (write, read) e Niedriger Byte (Schrei-
ben, Lesen)
X X L X X X Chip selected @ Chip ausgewahlt
X X H X X X Chip not selected; on Dy...Dg level H; blocked
writing into chip e Chip ist nicht ausgewdhit;
auf Dj...Dg H-Zustand; Blockierte Schreiben in
Chip
X X X L: X X Data pins in input function @ Datenausfiihrungen
in Eingangsfunktion
X X X H X X Blocked writing into input registers e Blockierte
Schreiben in Eingangsregisters
X X X X L X Data pins in output function e Datenausfiihrun-
gen in Ausgangsfunktion
X X X X H X Chip blocked; on Dj...Dg level H; blocked read-
- ing out of chip e Blockiertes Chip; auf D;...Ds
H-Zustand; blockiertes Lesen aus dem Chip
H H X X X H Round off; Doy = D'9 + carry (D'7 + 1) e Es
runded ab; Dg; = D’9 + Obertragung (D’7 + 1)
L H X X X H Round off; Doy = D9 + carry (D's + 1) e Es
runded ab; Dg; = D'y + Obertragung (D's + 1)
X X X X X L Round not off e Es runded nicht ab.

R -

ARERS!

Function diagram @ Funktions-Blockschaltung

/o

GS

Gz

MUX

N

o
ey

al

|

8l

RND1

input/output @
Eingang/Ausgang

input register A @
Eingangsregister A

input register B @
Eingangsregister B

size switch @ Form-Umschalter
part product generation @
Teilproduktgenerierung

mark generator @
Zeichengenerator

sum total motrix @
Summenmatrix

output multiplexer @
Ausgangsmultiplexer

control functions group @
Steuerungsfunktionsgruppe
round off functions group @
Abrundungsfunktionsgruppe
inputfoutput pins (data bus
8080) @ Eingangs-[Ausgangs-
ausfilhrungen (Daten-Bus 8080)
chip select (level L activ) @
Chip-Auswahl (L-Zustand aktiv)
write into chip @ Schreiben

in Chip

read from chip (at level L) @
Lesen aus Chip (bei dem
L-Zustand)

Byte selection of input registers
addressing (level H — MSB,
L — LSB) and output multi-
plexor @ Byte-Auswahl von
Eingangsregisteradressierung
(H-Zustand — MSB, L — LSB)
und Ausgangsmultiplexers
Itiplying size
(level H 8 bit, L 7 bit and
mark) @ Multiplikationsform-
Steuerung (H-Zustand 8 Bit,
L 7 Bit und Zeichen)

round off (at level H) @
Abrundung (bei dem
H-Zustand)
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MH1SD1  MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS FOR CONTACTLESS SWITCHES WITH
MH1SS1 =~ MAGNETIC FIELD CONTROL ® MONOLITISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
: FUR MAGNETISCH BETATIGTE KONTAKTLOSE SCHALTER

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

3‘Ucc
min. max.
Usja MH1SD1 4,5 5,5 v
MH1551 4,9 51 v o
l11a 10 mA B
l2/4 10 mA TR
lija + 244 20 mA
ta 0 + 55 ¢
tstg —55 55 =C .
MH15D1
Outlines ® Abmessungen
MH15D1 10—52
MH1551 10—52, (51)
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: #, = 25°C, Usg4 = 50V 40,01 V, unles otherwise noted e wenn nicht
anders angegeben
- MH1SD1 MH1551
Output voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand
Rey = Rz = 25kQ, B=0005T Uyyac =025 — "
Rer = Rpz = 25 kQ, B =0005T Uz/at =0,25 — v
Ry = Rz = 2,5 kQ “Urjar —_ =0,25 \"
' Rt = Rz = 2,5 k@ Uzjar —_ 0,25 v
Output voltage — H level Ausgangsspannung — H-Zustand
Rer = Rz =330Q, B=1008T Ui/an = 3,15 _— v
Rer = Rz =330Q, B=1008T Uzan =z 31 — v
ler = 1...10 mA Uiy - 2 3,15 v
lez2 = 1...10 mA Uzjan - =315 vV
Supply current — H level Speisestrom — H-Zustand
Rey = Riz2=25kQ, B=0,08T 134 215 - mA
Rei = Rz = 2,5k _ 13721 _ <15 mA
Magnetic induction for level Magnetische Induktion fiir Zustand
Rt = Rpz = 330 Q
state ON — level H (MH1SS51: lc; = 112 = 1...10 mA) Bri 0,03...0,08 003...008 T
state OFF — level L (MH1SS1: Ry = Rz = 2,5 kQ) Bo = 0,005 = 0,005 T
Magnetic hysteresis Magnetische Hysterese
Rer = Riz = 330 Q Ha 20,015 - T
lgy = lgz2=1...10 mA Hg —_ =z 0,015 T
Insulatory output current Ausgang-lsolctionsstrom "
Uz =5V l1/2 =01 =1 mA
Uzir =5V l2/1 501 =1 mA
Output impulse width Ausgangsimpulsbreite
Rer = Rz = 2,5 kQ tp 20...1000 - us
Switching time Schaltzeit
Rir = Rez = 2,5 kQ
MH1S51: Iy = I, = 1...10 mA
rise time Anstiegzeit tr 0.8 =05 us
fall time Abfallzeit tf 1.4 =10 us
P R TN < T T R T I SR S e s T -




MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

Uce

l2/1 " max.
1341 max.
lzrr + lap max.
tha min.-max.
l’stg min.-max.

5+ 0,5 v
10 mA
10 mA
20 mA

0...+55 G

—55... +55 °C

L

f

MH3552

Qutlines @ Gehause 10—53
CHARACTERISTIC DATA @ KENNDATEN: #; = +25°C, Ugc = 50V

. nom. min.-max.
Output voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand '

Rey = Rz = 25kQ, B= —0025T Uz =025 "

Rut = Rz =25k, B= —0025T Use =025 v
Output voltage — H level Ausgangsspannung — H-Zustand

Riy = Rz =330 Q, B=0035T Uz 3,4 z 315 v

Rer = Rz = 330Q, B=10035T Usu 34 2315 Vv
Supbly current — H level Speisestrom — H-Zustand

Rey =Rpz2=330Q, B=10035T

MH3sD2 leen <12 mA

MH3552 lecH 6,0 =15 mA
Magnetic induction for Magnetische Induktion fiir

Rir = Rz = 330 Q

ON state eingeschalteter Zustand Bru —0,01...+0,035 T

OFF state ausgeschalteter Zustand BurL z —0,025 T
Magnetic hysteresis Magnetische Hysterese

Rir = Riz = 330 Q Hg > 0,015 T
Insulatory output current Ausgang-lsolationsstrom

Uz =5V 12/3 <250 uh

Usiz =5V 132 <2 uh
Switching time Schaltzeiten

Rer = Rz = 2,5 kQ

rise time Anstiegzeit tr =10 us

fall time Abfallzelt tf =10 us
Impulse width Impulsbreite )

Rii = Rz = 2,5 kQ MH35D2 tip 20...1000 us

i ) P Al B 2 L o T B P e iy e 0 3 A e D A e i e S e e e S R S S T e e
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MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min.
Us/a ) 4,9
I
l2/4
tta 0
Dstg - —55

Outlines @ Abmessungen

max.
51 v
1.0 mA
15 mA
+55 °C
+55 %L

10—54 .

CHARACTERISTIC DATA:

Output voltage — L level
Ry = 25kQ

Output voltage — H level
Rr = 200 Q

Input veltage — L level
Input voltage — H level

Input voltage difference
(hysteresis)

Supply-current — H level
Switching time — rise time
Switching time — fall time

KENNDATEN: #; = 25°C, Us;s = 5V 40,01 V, Ry = 2,5 kQ

Ausgangsspannung — L-Zustand
Ausgangsspannung — H-Zustand

Eingangsspannung — L-Zustand
Eingangsspannung — H-Zustand

Eingangsspannungs — Differenz
(Hysterese)

Speisestrom — H-Zustand
Schaltzeit — Anstiegzeit
Schaltzeit — Abfallzeit

Uz/ar

Uzjan
Uiyar
Uiyan

AUija
l3/a1
tr

ty

=025

= 3,15
= 2,450
= 2,300

=40
=15
=05
=10

< << <

mA
us

us

i

USE: AS SENSOR FOR MEASURING AND REGULATION OF DC AND AC

MAGNETIC FIELDS

ANWENDUNG: ALS SENSOR FUR MESSUNG UND REGULATION VON
MAGNETISCHEN GLEICHSTROM- UND WECHSELSTROM-FELDER

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

Uce max.
lec max.
# min.-max.
Hstg min.-max.

+55 . v
3 mA
—40...+85 |
—40.., 485 e

CHARACTERISTIC DATA e KENNDATEN

) min.-max.
Current consumption  Speisestrom lec =3 mA
QOutput residual Ausgangs-Rest-
voltage spannung | Uno | =10 mV
Sensitivity Empfindlichkeit
Ry = 20 kQ =14 mV/102T

= [—] [—] [=1
1 2 3 &
: Iy
3
4] 2 Wy
1 Uy
-r———o -

n

Base connection
Sockelschaltung

+Uce

L5 I

Ground e Masse
Output — positive pole @ Ausgang — positiver Pol

magnetischer Induction B

Outlines @ Abmessungen

10—53

Output — negative pole ® Ausgang — negativer Pol
Direction of magnetic induction B e Richtung von
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MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS
MONOLITISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE .
PIEZORESISTIVE PRESSURE TRANSDUCERS @ PIEZORESISTIVE DRUCKAUFNEHMER

SURVEY
- . UBERSICHT

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN

Us
{;ge p Pp-  lm  Up R R g E H o TKo  TKq
Pws+ max. min. min. min.-max. min. max. max.
kPa kPa mA vV  MQ Q mV %% % /10K 9fp/10K
For laboratory and industry use e Fiur Labor- und Industrialanwendung
TM510/01 0...100 200 15 5 5 400 . .. 600 40 +0.5 0,5 30 1,2
TM511 0...100 200 15 15 15 400 ... 600 40 +0.4 0.3 3.0 0.5
TM520 0...150 300 15 5 5 800 ..1200 14.. +0.5 0.5 1.0
25
TM530 0...300 450 15 500 20 400 ... 600 60 +0,45 0,15 0.6
TM610/01 0..1000 1500 15 5 5 400. .. 600 75 +0,5 0.5 3.0 1,2
T™M611 0..1000 1500 15 15 15 400 . .. 600 75 +0.4 0.3 3.0 0.5
TM630 0..3000 4500 15 500 20 400. .. 600 90 +0.5 0,15 0.6
For use in medical electronics o Fir Anwendung in medizinische Elektronik
TM410/01 —1..-10 75+ 15 5 5 400...700 0,105.. +1
7.5— 0,21*
TM510/02 —4.. +40 200+ 15 5 5 400...600 0,375.. +1
20— 1.0**
T™M440 0...40 300+ 15 7 20 500...800 33...50 +03 0.2 55 0.7
100—
E nelinearity ‘Nelinearitét Arm resistance connection }1: R b
H hysteresis Hysterese Zweigwiderstand-Schaltung ' i H]R;
b supply current Speisestrom 5 g! 'j Ry
p operating pressure range Betriebs-Druckbereich Ry R. c:l_ 'é
Pm+ permissible overpressure erlaubter Uberdruck . 1 | IJ‘.R3 F
P, .  permissible underpressure erlaubter Unterdruck Mo z oo I H, FJ,_H ]
R diffusion resistance of each Diffusionswiderstand von jedes p?\% FJT_ 5 f?
arm Zweig 3
R;, insulation resistance Isolationswiderstand TM530
5 sensitivity ("in mV/mA . Empfindlichkeit TM630
1 kPa; **in mV/mA . 10 kPa) TM410/01
L) output voltaoge temperoture Ausgangsspannung-Temperatur- TM510/01
coefficient with temperature koeffizient mit Temperatur bei T™M511 e} o T
at zero pressure dem Mull-Druck TM510/02 - | m—— 2 —— 3
® ; TM610/01 B R
5 output voltage temperature Ausgangsspannung-Temperatur-
coefficient with temperature koeffizient mit Temperatur bei TMé1
at max. pressure max. Druck TM440 TM520
Up electric strength elektrische Festigkeit
u, otput voltage range Ausgongsspannungsbereich

(sensitivity)

TM510/01, TM511
TM610/01, TM611

(Empfindlichkeit)

TM410/01
TM510/02
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UNIPOLAR LOGIC INTEGRATED CIRCUITS
UNIPOLARE LOGISCHE INTEGRIERTE SCHALTKREISE



MHB4020

E]Um
3ne
n [Z]on
i]oz
e
cala3
8]NC

MHB4024

MHB4029

EUA}D
3]as
2]es
(v
e}
a3
Galaa

SRBE 2gAa=

MHB4030

MHBA4046

HEEEEEEE

MHB4049

‘Type Feature Art Log. function Qutlines
Typ Log. funktion Abmessungen
MHB4001 7,  Quadruple 2-input gate NOR Vier NOR-Gatter mit je 2 Ein- oo ont ‘

gdngen Y=A+B 10—13
MHB4002 /- Dual 4-input gate NOR Zwei NOR-Gatter mit je 4 Ein- _ "
gdngen Y=A+B+C+D 1013
MHB401t /7, Quadruple 2-input gate NAND Vier NAND-Gatter mit je 2 Ein- .
e gdngen Y = AB 10—13
MHB4012 ./ . Dual 4-input gate NAND Zwei NAND-Gatter mit je 4 Ein- —?
" géingen Y = ABCD 10—13
MHB4013 4~ Dual flip-flop D-type features in- Zwei D-Zwischenspeicher-Flip-
dependent data input D, clock flops mit unabhéngigem Da-
inputs CL, set inputs S, clear teneingang D, Takteingang CL,
inputs R -and two outputs Q, Q Seteingang S, Riicksetzeingang
R und zwei Ausgdngen Q, Q Function table 10—-13
MHB4015 Dual 4-bit static shift register Zwei  4-Bit-Schieberegister mit
i with parallel outputs parallele Ausgéngen . Function table 10—14
MHB4020 }}ﬂ{~ 14-stage binary counter with a Asynchroner 14-Bit-Dualzéhler
clock input, master reset input mit Takteingang, Riicksetzein- X
. and 12 outputs gang und 12 Ausgdngen 10—14
MHB4024 2 5, 7-stage binary counter with clock Asynchroner 7-Bit-Dualzdhler mit
input, master reset input and Takteingang, Riicksetzeingang
7 parallel outputs und 7 parallele Ausgéngen 10—13
MHB4029 7 .  4-bit binary (BCD) decade up/ Vorwdrts/Riickwerts  4-Bit-Dezi- ;
/down counter mal/Dualzdhler Function table 10—14
MHBA4030 17, - Quadruple 2-input gate Exlusive- Vier Exclusiv-Oder-Gatter _ g
-OR Y = AB + AB 10—13
MHB4046 £ | Phase-locked loop — consists PLL-Schaltung — enthalt einen
linear voltage controlled oscil- linearen spannungsgeregelten
lator, two phase comparators, Ostzillator, zwei Phasenkompa-
regulator diode, emitter fol- ratoren, Zenerdiode, Emitterfol-
lower and circuit for automatic ger und Schaltung fiir automa-
regulation of input voltage INA tische Regulation von Ein-
gangsspannung INA 10—14
MHB4049 Hex inverting buffers with high Sechs invertierende Treiberstuf-
current output capability, suit- fen mit hoher Ausgangsstrom-
able for driving TTL or high kapabilitdt, bestimmt als Trei- -
capacitive loads; may be used ber von TTL oder Last mit hohe
to convert logic levels CMOS Kapazitdt; fir Anwendung als
to standard TTL levels Pegelumsetzer von CMOS-Pe- =
o gel auf Standard-TTL-Pegel Y=A 10—14
MHB4051 | | 8-channel analogue addressed Achtkanal-Analog-Multiplexer/
multiplexer /Demultiplexer function table 10—14
MHB4052 ( A Dual 2-channel analogue addres- Zwei Vierkanal-Analog-Multiple-
sed multiplexer xer/Demultiplexer function table 10—14
Upp Uso
[1)uno @ ] @
& (1344 T v2 o Eve a
o Z)au 7] a2 Z 2] a2 cu1
% (11]7%, 1] B2 o ez R
% [0lv3 ] c2 2 6 cz o1
2 a3 ) 02 2 5] 02
0843 ) Bl Uss

<
& ol

p < p =
=l & i

-
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Type
Typ

Feature

Art

Log. function
Log. funktion

MHB4050 7~

MHB4053 &4

MHB4066 /4 -

MHBA4068

MHB4076 7 -

MHB4081 -/

o

MHB4099 |

MHB4311

MHB4503 ' -

MHB4518

MHB4543

MHB4555 ) ) -

Hex non-inverting buffers | with
high current output capability,
suitable for driving TTL or high
capacitive loads; may be used
to convert logic levels CMOS
to standard TTL levels

Triple 2-channel analogue multi-

plexer with independent in-
puts/outputs
Quadruple bilateral analogue

switches with independent con-
trol inputs and two input/out-
put terminals

8-input gate NAND

Quadruple register D-type with
independent inputs and 3-state
outputs

Quadruple 2-input gate AND

Addressed memory 8-bit with
serial data input and parallel
outputs

BCD to 7-segment decoder/driver
for LCD or LED displays with
common cathode and 4-bit
memory; for displaying of he-
xadecimal symbols

Hex noninverting buffer with
3-state outputs

Dual up-counter BCD

BCD to 7-segment latch/decoder/
/driver for liquid crystal and
LED displays of number 0 to 9

Dual 1-of-4 decoder/demultiple-
xer

Sechs nichtinvertierende Treiber-
stuffen mit hoher Ausgangs-
stromkapabilitat, bestimmt als
Treiber von TTL oder Last mit
hoher Kapazitat; fir Anwen-
dung als Pegelumsetzer von
CMOS-Pegel auf Standard-TTL-
-Pegel :

Drei Zweikanal-Analog-Multiple-
xer/Demultiplexer

Vier bilaterale Analogschalter
mit unabhdngigen Steuerein-
gange und zwei Eingangs-/
[Ausgangsausfihrungen

NAND-Gatter mit acht Eingén-
gen

Vier D-Zwischenspeicher-Flipflops
mit unabhdngigen Eingéngen
und Ausgdngen mit drei Zu-
standen

Vier UND Gatter
Eingdngen

Adressierbarer 4-Bit-Speicher mit
serien Dateneingang und pa-
rallele Ausgangen
BCD/7-Segment-Decoder/Treiber
fiir LCD und LED-Anzeigen mit
gemeinsame Kathode und 4-
-Bit-Speicher; bestimmt fiir An-
zeigen von Hexadezimalsym-
bols

Sechs nichtinvertierende Treiber
mit Ausgdngen mit drei Zu-
standen

Zwei

mit je zwei

BCD-Dezimal-

synchrone
zahler

BCD/7-Segment-Decoder/Treiber
fir LCD- und LED-Anzeigen
von 0 bis 9

Zwei 1 von 4-Dekoder/Demulti-
plexer

Y = A

function table

Y = ABCDEFGH

function table

Y = AB

function table

function table

function table

function table

function table

Outlines
Abmessungen
10—14
10—14
10—13
10—13
10—14
10—13
10—14
10—14
10—14
10—14
10—14
10—14

MHB4050

MHBA4076

MHB4051

MHB4081

MHB4099

MHB4311

pajcHC?

MHB4066

D8]cHC1

MHB4503

MHB4518

107



MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN RECOMMENDED WORKING CONDITIONS
EMPFOHLENE BETRIEBSBEDINGUNGEN

min. max. -
Uop ) 03 18 v min. max.
U; —0,3 Upp + 0.5 \ Upp ! 3 15 v
Ur%) Uss—03  Upp+05  V o Uss Uob v
Up 3 Uge —0,3 Upp + 0,5 " ! Z
Ir +10 mA tta 0 +70 C
Piot 500 mwW
P2 100 mwW
Ba 0 +70 G 8 i
1. Ugg = 0; MHB4051—MHB4053: Ugg > Ugp.
2. Of one output @ Von eines Ausgangs.
3. MHB4051—MHB4053.
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: #, = 25°C, Uss =0V -
Static data: Statische Kenndaten:
Output voltage — L level Ausgangsspannung — L-Zustand
Upp= 5V, U =05V, lo<1uA Uor =01 Vv
Upp = 10V, Uy =0/10V, lp <1 «A Uor <0, v
Upp = 15V, Ur =0/15V, lp < 1 uA Uort <01 v
Output voltage — H level Ausgangsspannung — H-Zustand
Upp= 5V, Ur=0/5 V, lIp <1uA Uon z 49 v
Upp =10V, Ur=0/10V, lp < 1 uA Uon =99 "
Upp = 15V, Ur =0/15V, lp < 1 uA Uon = 14,5 v
Output current — L level Ausgangsstrom — L-Zustand
Upp= 5V, Ur=10/5 V, Up =05V lot =05 mA
Upp = 10V, Ur=0/10V, Up =05V lor =208 mA
Upp =15V, Uy =0/15V, Up =15V lot z 30 mA
for power driver fir Leistungstreiber
Upp= 5V, Ur=0/5 V, Up =05V lor 220 mA
Upp = 10V, Uy =10/10V, Up =05V lo z50 mA
Upp =15V, Ur=0/15V, Up =15V loL 213 mA
Output current — H level Ausgangsstrom — H-Zustand
Upp = 5V, Ur=0/5 V, Up-= 45V - —lown z 025 mA
Upp = 10V, Uy = 0/10V, Up = 9,5V = =05 mA
Upp = 15V, Uy = 0/15V, Up = 135V —lon 220 mA
for power driver fir Leistungstreiber -
Upp = 5V, Ur=10/5V, Ug= 45V —lon =208 mA
Upp = 10V, Uy =0/10V, Ug =95V —lon 1.5 mA
Upp = 15V, Ur =0/15V, Up = 135V —lon z5 mA
Input voltage — L level Eingangsspannung — L-Zustand
Upp= 5V Urr =1 v
Upp = 10V Ure 2 v
Upp = 15V U, =3 v
Input voltage — H level Eingangsspannung — H-Zustand
Upp = 5V Uri z4 v
Upp = 10V Urn z8 Vv
Upp = 15V . Uk z12 A
Input current — L and H level Eingangsstrom — L- und H-Zustand
Upp= 5V, U =0/5 V b i s +1 uh
Upp = 10V, Uy = 0/10V lre. lin < 41 uA
Upp = 15V, Ur = 0/15V lre, lin s +1 uh
Output current — in state of high Ausgangsstrom im hochohmigen
impedance Zustand
Upp= 5V, U =0/5V ImMe, IMu s +1 HA
Upp = 10V, Uy = 0/10 V ImL, Imu s +1 uA
Upp = 15V, Uy = 015V I, Ime a+1 uh
Switch resistance of analog switch Schalterwiderstand von Analogschalter
in ON state im ON-Zustand
Upp= 5V, U =0/5 V, Up =06V Ron = 1050 Q
Upp =10V, Uy =0/10V, Up =06V Rown < 400 Q
Upp =15V, Ur =015V, Ug =06V Ron < 240 Q
Current consumption of gatter Speisestrom von Gatter
Upp= 5V, Ur=20/5 V lppo =05 uA
Upp = 10V, U; = 0/10 V lppo s5 uh
Upp = 15\ Ur = 0/15V _ Ibpo s5 uA
of other devices von anderen Bauelemente .
Upp= 5V, U =05V Ippo = 50 uh
Upp = 10V, U; = 0/10 V Ibpo =100 uA
Upp =15V, Uy = 0/15V Ippo < 500 uA
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DYNAMIC DATA:
Uss =0V, 8, = 25°C, C, = 50 pF

DYNAMISCHE KENNDATEN:

Output impulse rise and

fall times
Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
Output impulse delay time
Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
Output data to clock impulse
delay time
Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V

'Output'data delay time from
H or L level to high impedance
state, or high impedance state
to H or L level

R = 1 kQ
Upp = 5V
Upp = 10 V
Upp = 15V
Clock impulse width
Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15 V
Reset impulse width
Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V

Input data set up time before
clock impulse

Upp = 5V
Upp = 10V
Un =15V

Max. clock impulse frequency

Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V

' Input data hold time to setting
impulse

Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15 V

MHB4543

MHB4555

Ausgangsimpulsanstieg-
und Abfallzeit

Ausgangsimpuls-Signal-Laufzeit

Ausgangsdaten-Signal-Laufzeit
gegen Taktimpuls

Ausgangsdaten-Signal-Laufzeit vom
H- o. L-Zustand auf Hohimpedanz-
Zustand, oder vom hohen Impedanz-
Zustand auf H- o. L-Zustand

Taktimpulsbreite
Rickstellimpulsbreite

Eingangsdatenvoreinstellzeit
vor dem Taktimpuls

Max. Taktimpulsfrequenz

Eingangsdatenhaltezeit gegen
dem Stellimpuls

MHBA4046

= 300 ns

tr. tf
tr, tf =180 ns
tr, tf =160 ns
tprL, tpLu = 460 ns
tphr, tpLH = 200 ns
tpri, tpru =150 ns
tpHL, tpLu = 470 ns
tprL, tpLi =170 ns
tpHL, tpiu =120 ns
to(H-N )i tp(L-N )y tprN-H ), tpen-r; = 300 ns
torH-N ) tprL-N) tpen-H ) tpn-L) = 150 ns
" to(HN) to(L-N ). to(N-H), tprN-L) =120 ns
tw = 200 ns
tuw z 100 ns
tw =z 80 ns
trw =120 ns
trw =z 50 ns
trw =z 40 ns
tsern) tseLm) = 200 ns
tserL) tsLH) z 80 ns
tseHL) tseLH) z 60 ns
fer max =3 ns
for max =6 ns
for max =8 ns
fhotd = 45 ns
fhota - =20 ns
fhotd =10 ns

Temperature coefficient for full voltage range Upp is approx.
0.3...0,7 Y/K

Dynamic data valid at t,; = tjj = 20 ns

Output impulse rise and fall time is evaluated between 10 ¥,
to 90 Y, of signal level.

Impulse width, propagation delay time and setup time is
evaluated on 50 %, of signal level.

Temperaturkoeffizient fiir den vollen Spannungsbereich Upp ist
ann. 0,3...0,7 Yy/K

Dynamische Kenndaten giiltig bei t,; = t = 20 ns

Ausg impulsanstieg- und Abfallzeit ist zwischen 10 %, bis
90 %, vom Signal d zu ten, .

Impulsbreite, Signal-Laufzeit und Einstellzeit ist auf 50 °, von
Si | tand zu ten.
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MONOLITHIC SIX-CHANNEL SWITCH MNOS WITH CHANNEL P MH2009

MONOLITISCHER SECHS-KANAL-SCHALTER MNOS MIT P-KANAL : MH2009A
Maximum ratings: Grenzwerte:
Gate-emitter voltage Gate-Emitter-Spannung Ugsm max -30 Vv
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung Upsm max -30 V
Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung Uspm max -30 Vv
Collector current Kollektorstrom Inm max -50 mA
Gate current 1) Gatestrom 1) oM max +0,1 mA
Power dissipation (#, = 25°C)  Verlustleistung (% = 25°C)

for one switch fir einen Schalter Pu max 150 mW

total circuit ganze Schaltung Pu max 600 mwW
Operating temperature range Betriebstemperaturbereich Ba max 0...+4+70 °C
Storage temperature range Lagertemperaturbereich Pag max -=55...4155 °C

" Maximum forward current of protection Zener diode.

Moximal Durchloss-Strom der Zener-Schutzdiode.

\

Connection diagram Sockelschaltung
Top view Ansicht von oben
MH 2009 MH 2009A
1. Gate G1 9. Collector D6 1. Emitter 512 9. Substrat B
2. Gate G2 10. Collector D5 2. Gate GV 10. Collector Dé
3. Gate G3 11. Collector D4 3. Gate G2 11. Collector D5
4. Goate G4 12. Collector D3 4. Gate G3 12. Collector D4
5. Gate G5 13. Collector D2 5. Gate G4 13. Emitter 534
6. Gate G6 14. Collector D1 6. Gate G5 14. Collector D3
7. Emitter S1-6 1. Gate G6 15. Collector D2
8. Substrot B 8. Emitter 556 16. Collector D1
wORNLI e EBLIINDY
nonoon r
E | E ]
T o gépepepepngege gty
IREREL L = B 12145678 o8
T | W TTETETE] lzs x| x|z |=%
TR ol T
DZ [5] _—-. 1 DteiS d|1-=‘ ;
O =111 Os°g - moSx
Dueg—— & _—+ [ 0.7 i = /I
Ds"-‘b" = |‘ sl T 1T Dsog ke .‘_l 55
Do ——f—— = R 0 — 1
5o J 1 e 0 u
1 2 3 & 5| 16 2 3 4 5 6 _—i?
G Gz Gy Gy, Gs Gg Gy Ge Gy Gy G Gg
MH 2009 MH 2009A
Outlines @ Gehduse 1013 Outlines @ Gehduse 10 14
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: da = 25°C
Threshold voltage Schwellenspannung
Ugs = Ups, Ip = 10 pA Ur ~25...=6 Y
Gate-terminal forward current  Gatereststrom
Ups =0, Ugs = =20 V - ~lgso <5 nA
Zero-gate-voltage drain current Kollektorreststrom
Ugs = 0, Ups = =20 V loso <10 nA
Zero-gate-voltage source current Kollektor-Emitterreststrom
Ugs = 0, Ups = =20 V -lspo < 25 nA
Drain-source on-state resistance Kanalwiderstand
Ugs = =20 V, Ip = 100 wA, Usg = 0 ros (ON) < 400 9]
Gate-source capacitance Gatekapazitat
Ups = Ugs = 0, f = 1 MHz Ces <7 pF
Drain on-state current Kollektorstrom
Ugs = Ups = =10V Ip -8 mA
Small-signal common gate Steilheit bei kleiner Aussteuerung
forward transfer admittance in Gateschaltung
UUS = UDS = =10 V' f = g kHI S 2,5 ﬂ‘s

e e T e R e e T e Y R e e T el

A AT

(S SR v e = S
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MHB108 . DECIMAL COUNTER MNOS WITH SUBSTRAT N AND CHANNEL P
DEKADISCHER ZKHLER MNOS MIT N-SUBSTRAT UND P-KANAL

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN % 9 _
U % 3 B 4 2 5 M 6 10 7 9
TP S TN SN v o o i S S O O
Uei +03...-20 '} '1”1,'55'““5_{, KSg-KSq ] |
Uir +03...-20 v HV™
Urn +03...-=20 v lI p
#n 0 ...+70 o |
Dstg 20 .. .+125 s 2 ! \O l
I — 1
l 1 il || | | - || | | | | L | | |
Bh— OO, KO KOs Op[ K07 —KOgl KOy
Base connection diagram: Sockelschaltung 8' — |
(top wiew) (Ansicht von oben) ! 10 T it B 1 1 1 i 1 1 i
1. Clock input T Takteingang T 1:
2. Reset input N tickstelleingang N I —l
3. Output O1 Ausgang O1 2;-. i
4. Output O3 Ausgang O3 T e I, e
5. Output O5 Ausgang O5
6. Output O7 Ausgang O7
7. Output O9 Ausgang O9
8. Substrot (earth) Substrat (Erde)
9. Qutput of carry Ausgong der Obertrag-
circuit P schaltung P BASIC TECHNICAL DATA @ TECHNISCHE GRUNDDATEN
10. Output O8 Ausgang O8
11. Output O6 Ausgang 06 Supply current ® Stromaufnahme
12, Output O4 Ausgang O4 Upp = =20V Ipp 25 mA
13, Output O2 Ausgang O2
14. Output OO0 Ausgang O0 Moise margin @ Stérsicherheit
15. Supply voltage of Speisespannung von Upp = —195V, Ig =0 Uy 20V
output stages Uy Endstuffen Ug,;
15. Supply voltage Upp Speisespannung Up,
Qutlines @ Abmessungen 1014
CHARACTERISTIC DATA e KENNDATEN
STATIC DATA e STATISCHE KENNDATEN: #; = 0...+70°C, Upp = —=16,5...—-19.5 V
Input leak current T Eingangs-Ableitstrom T
Urr = =10V lir <1 uh
Input leak current N Eingangs-Ableitstrom N
UIN = -0V |“v <1 pA
Input copacitance T Eingangskapazitat T
U_r'.l' = —5 V. f = 100 kHZ Cr_r' < 10 pF
Input capacitance N Eingangskapazitat N
Uww = =5V, f = 100 kHz Crv < 10 oF
lnput voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand
(log 0) Uy ;5 v
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand
(]Dg 1) =Un > 5,0
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
(log 0)
log = —100 pA —Uon <10 v
Output voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
(log 1)
lo. = 10 uA —Uoe > 6,0 v
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN: 8, = +25°C, Upp = —17 V
Clock impulse frequency Taktfrequenz fo 0...100 kHz
Clock impulse width Taktimpulsbreite
level L L-Zustand twr >5 us
level H H-Zustand twr >5 us
Piopagation delay time of leading Verzdgerungszeit der Ausgangs-
edge of output signal signal-Anlaufkante toHL <4 us
Propagation delay time of trailling Verzégerungszeit der Ausgangs-
edge of output signal signal-Auslaufkante toLu <4 us
Leadinge edge and trailling Impulsflanke — Anstiegzeit und
edge of clock impulses Abfallzeit der Taktimpulsen traL < 200 ps
g trLH < 200 us
Reset impulse width Riickstellimpulsbreite twnL >5 us

All parometers market with letter L are related to low (more negative) voltage level, with lettar H to high (more positive) voltage level.
Alle Parameter, bezeichnete mit Buchstabe L, beziehen sie sich zum niedrigeren (negativeren) Sp g tand, mit Buchstobe H zum hdheren (positive-
ren) Spunnungszustand.

—
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MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

Voltage difference Spannungsdifferenz
Uee; Uge -20...
Uce; Uer —-10...
Uce: Us —-10...
Ucc; Ue =-10...
Power dissipation Leistungsverbrauch Ptot
. Operating temperature  Betriebstemperatur-
range bereich da
Storage lempera'ture Lagertemperatur-
range bereich Dstg

BASIC TECHNICAL DATA:

Supply current Upe

Yse
Noise margin min.

Qutlines

Stromaufnohme Upqe

Uge
Stérsicherheit min.

TECHNISCHE GRUNDDATEN:

lec
lgg
u

+0,3 v
+0,3 '
+03 v
+0,3 Vv
200 mW
0...4+70 =°C
-55...+155 °C
Base connection diagram: Sockelschaltung :
(top view) (Ansicht von oben)
1. Uge supply voltage Speisespannung Uee
2, input B Eingang 8
3. Ugg supply voltage Speisespannung Uge
8 mA 4. output 8 Ausgang 8
8 mA 5. input 2 Eingang 2
1 v 6. output 2 Ausgang 2
7. Ug supply voltage Speisespannung Ug;
8. output 16 Ausgang 16
9. output 1b Ausgang 1b
10. input 1b Eingang 1b
11. output 4 Ausgang 4
12, input 4 Eingang 4
13. output 1a Ausgang la
14, clock @ Takt @
15. Input 1a Eingong 1a
16. input 16 Eingang 16

e Abmessungen 10 14

CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN

STATIC DATA e STATISCHE KENNDATEN: #; = 0...+70°C, Ugc = +5 1+ 025V, Ugr =0V, Ugg = =12V £ 05V

Clock input voltage
level L
level H
Clock input current
—Up =5V
Clock input capacitance
U® = Uge; f = 1 MHz
Data input voltage
level L
level H
Data input current
—U; =5V
Data input capacitance
U® = Ucc; f =1 MH:z
Data output voltage
level L, lor = 1,6 mA
level H, loyg = 0,1 mA

DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN:

Clock impulse frzquency
Clock impulse width
level H
level L
Transition rise time of
clock frequency
Transition fall time of
clock frequency

Data input setup time towards

clock impulse @, ev. @;

Data input hold time towards

clock impulse @; ev. @;

Takteingangsspannung
L-Zustand
H-Zustand

Takteingangsstrom
Takteingangskapazitét

Dateneingangsspannung
L-Zustand ~
H-Zustand

Dateneingangsstrom
Dateneingangskapazitat

Datenausgangsspannung
L-Zustand
H-Zustand

Taktfrequenz

Taktimpulsbreite
H-Zustand
L-Zustand

Taktsignal-Ubergangszeit
LH-Flanke

Taktsignal-Ubergangszeit
HL-Flanke
Taktimpuls @, ev. @;

Taktimpuls @, ev. @;

0 i

Ud,
Udy

o
Co

Ure
Uy

i
Cr

Uor
Uon

+25°C, Uce =

Dateneingangsvoreilung gegen

Dateneingangsversetzung gegen

Data output propagation delay Datenausgangsverzdgerungszeit
gegen Taktimpuls @, ev. @2
(Belastung ein Gatter TTL)

time towards clock impulse
@, ev. @2 (last one gate TTL)

level H
level L
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H-Zustand
L-Zustand

fo

twh
twr

trin
trHL
tsetup

thotd

teLn
teuL

<08
> 3,5

<10

<04
= 4,0

+5V, Ugr = 0V, Uge =
0...10

> 450
> 400

<10
<10
>200

> 25

< 450
< 450

Vi
\
uh

pF

<<

<<

—12V
MH2z

ns
ns

us
us
ns

ns

ns
ns



MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

Voltage difference -
Uce; Uge

Spannungsdifferenz

-20 . .
Uce: Uer —10 .
Uee; U —10 .
UL'C: U@ —20 . W
Power dissipation Leistungsverbrauch Proi
Operating temperature *©  Betriebstemperatur-
range bereich i
Storage temperature Lagertemperatur-
range bereich g
BASIC TECHNICAL DATA: TECHNISCHE GRUNDDATEN:
Supply current U-o Stromaufnahme Upp lee
Ugs Yge g
Moise margin min. Stérsicheri.eit min, u

2 Qutlines

e Abmessungen 1013

10. -
1. -
12 -

. 403 \ " P
.. + 0,3 . "A...H......“ 2 g
.. 103 v E | 7 .
. +03 v i 7
REGISTER A REGSTERB | | galdcC.
) 0OBIT WOBIT
200 mw i
" | r o
0...4+70 *°C 5 w4
I
=55...4155 °C Lt s bops s b b e ]
Base connection diagram: Sockelschaltung:
(top view) (Ansicht von oben)
1. input A Eingang A
2. output A Ausgang A
8 mA 3. clock @, Takt @
8 mhA 4 - =
5. - -
L v 6. Upe supply voltoge Speisespannung Uecpe
7. clock B, Takt @,
8. output B Ausgang B
9. input B Eingang B

<

13. Ugg supply voltag
14. Ugg supply voltage

peisespannung Ug
Speisespannung Upgg

CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN

STATIC DATA e STATISCHE KENNDATEN:

Clock input voltage
level L
level H

Clock input current
-Up =17V

Clock input capacitance
Ud = Ugc; F =1MHz

Data input voltage
level L
level H

Data input current
=Ur =5V

Data input capacitance
U® = Uge; f = 1MH:z

Data output voltage
level L, lor = 1,6 mA
level H, lgy = 0,1 mA

Takteingangsspannung
L-Zustand
H-Zustand

Takteingangsstrom
Takteingangskopazitat

Dateneingangsspannung
L-Zustand
H-Zustand

Dateneingangsstrom
Dateneingangskapazitét

Datenausgangsspannung
L-Zustand
H-Zustand

% = 0...+70°C, Ugc = +5 + 0,25V, Ugs =

Up,
Udy

o
Co

UiL
Ui

I
Cr

Uor
Uon

DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN: 8, = +25°C, Ugc =

Clock . impulse frequency

Clock impulse width
level H

lionsition rise time of
- clock frequency

Tronsition fall time of
clock frequency

Taktfrequenz

Taktimpulsbreite
H-Zustand

Taktsignal-Ubergangszeit
LH-Flanke

Taktsignal-Ubergangszeit
HL-Flanke

Data input setup time towards
clock impulse @, ev. @;

Dota input hold time towards
clock impulse @, ev. @;

fo

twy

trie

true

Dateneingangsvoreilung gegen
Taktimpuls @, ev. @

tselup

Dateneingangsversetzung gegen
Taktimpuls @, ev. @;

thotd

Data output propagation delay Datenausgangsverzogerungszeit

time towards clock impulse
®, ev. @ (last one gate TTL)

level H
level L

H-Zustand
L-Zustand

gegen Taktimpuls @, ev. ®;
(Belastung ein Gatter TTL)

teLH
tpHL

0V, Ugc = —12 + 05V
< 11,0 A"
> 3,5 v
< 1,0 uh
< 45 pF
<08 )"
> 35 \
<10 uA
<10 pF
<04 \
> 4,0 \
+5V, Usr =0V, Ugec = —12 V )
0001...2 MHz
02...25 us
<1,0 us
<1,0 HS
= 200 ns
>0 ns
< 250 ns
< 250 ns
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STATIC SHIFT REGISTER MIS

MHB4032

STATISCHER SCHIEBEREGISTER MIS z
4 x 32 BIT :
L
MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN
Voltage difference Spannungsdiff 2renz
Ucc: Uge —20 ... 40,3 v
Uce; Uer —-10... 403 v
UC{?} Uf -10... +03 '} - B
: 6 l8 2
Uce; U -10... 40,3 Vv E"”‘W}*_""" O J' 3
1 7 !
! G |
Power dissipation Leistungsverbrauch Prot 300 mW ; L] ey e U
Operating temperature Betriebstemperatur- 7 % % "‘?
range bereich da 0...+70 °C i REGISTERC rE T
Storage temperature Lagertemperatur- | = Mo :
range bereich dstg  —55...+155 °C ! LL ;
5 ISR PR R SRt ) ) (AN T I JI
wn 13
Base connection diagram: Sockelschaltung:
(top view) : (Ansicht von oben)
1. Uge supply voltag Spelsesp 9 Uge
BASIC TECHNICAL DATA: TECHNISCHE GRUNDDATEN : 2. output B Ausgang B
Supply current Ugg Stromaufnahme Upp lec 15 mA 3. output A Ausgang A
Uge Ugo Igg 15 mA 4 Ug; supply voltag Speliespannung Ui
Noise margin min. Stérsicherheit min. U 1 v : Inp.:n A Eing:ng A
7. clock @ Takt ¢
8. output B Eingang B
9. Input C Eingang C
10, = il
1. lnput D Eingang D
12. Ugg supply voltage Speisespannung Ugg
Outlines o Abmessungen 1013 13, cutput D Ausgang D
14, output C Ausgang C
CHARACTERISTIC DATA ¢ KENNDATEN
STATIC DATA e STATISCHE KENNDATEN: 8, = 0...4+70°C, Uec = 451+ 025V, Ugr =0V, Ugg = —-12 + 05V
Clock input voltage Takteingangsspannung
level L L-Zustand Uo, <08 v
level H H-Zustand Uoy > 3,5 v
Clock input current Takteingangsstrom
-Up =5V |® < 1,0 pA
Clock input capacitance Takteingangskapazitat
UD = Ucc; f =1MHz Co <20 pF
Data input voltage Dateneingangsspannung
level L L-Zustand Urz <08 v
level H H-Zustand U > 3,5 v
Data input current Dateneingangsstrom
—-U; = I <10 uh
Data input capacitance Dateneingangskapazitét
U® = Ugc; f=1MHz (of] <10 pF
Data output voltage Datenausgangsspannung
level L, lor = 1,6 mA L-Zustand UoL <04 v
level H, lgy = 0,1 mA H-Zustand Uon > 4,0 v
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN: 8, = +25°C, Uce = +5 V, Usr =0V, Uge = —12V
Clock impulse frequency Taktfrequenz fo 0...10 MHz
Clock impulse width Taktimpulsbreite
level H H-Zustand twr > 450 ns
level L L-Zustand twi > 400 ns
Transition rise time of Taktsignal-Ubergangszeit
clock frequency LH-Flanke trim <10 us
Transition fall time of Taktsignal-Ubergangszeit
clock frequency HL-Flanke trHL <10 us
Data input setup time towards Dateneingangsvoreilung gegen
clock impulse @, ev. @; Taktimpuls @, ev. @; tsetup > 200 ns
Data input hold time towards Dateneingangsversetzung gegen
clock impulse @, ev. @; Taktimpuls @, ev. @; thold > 25 ns
Data output propagation delay Datenausgangsverz8gerungszeit
time towards clock impulse gegen Taktimpuls @, ev. D2
®, ev. P2 (last one gate TTL) (Belastung ein Gatter TTL)
level H H-Zustand tpLH < 450 ns
tpHL < 450 ns

level L
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MHB1012 & UNIVERSAL ASYNCHRON RECEIVER - TRANSMITTER (UART)

MHB1012C UNIVERSAL ASYNCHRON EMPFANGER - SENDER (UART)
UNIVERSAL ASYNCHRON RECEIVER — TRANSMITTER (UART) BASE CONNECTION FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM @
FOR USE TO SIMULTANEOUS CONVERTING OF SERIAL BIT SOCKELSCHALTUNG FUNKTIONS BLOCKSCHALTUNG
SEQUENCE INTO PARALLEL SIZE AND OF PARALLEL BIT SIZE (top view @

INTO SERIAL BIT SEQUENCE IN DATA TRANSMISSION. Ansicht von oben)

UNIVERSAL ASYNCHRON EMPFANGER — SENDER (UART) DIENT
FUR GLEICHZEITIGE UMWANDLUNG VON SERIELLER BIT-FOLGE

AUF PARALLELE FORM UND VON PARALLERER FORM AUF Mgﬁ — = =0
SERIELLE BIT-FOLGE IN DATENUBERTRAGUNGSTECHNIK. TCP — - EOC
; f 1
Outlines @ Abmessungen E;_}’ .:- Eé[z}w
MHB1012 10—20 :—: LR LS o
MHB1012C 10—20/C M2 — — ‘ - §H§
xR
MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN - Sl
- P RX f= #jF
min. max.
Ucc — Uce +0.3 —20 v
Uece — U +0,3 —10 )
da 0 +70 °C
D_S —
CHARACTERISTIC DATA e KENNDATEN TBMT_u U I'l
Ucc = 475V...52V, Uge = —115V...—125V, mﬂ'd*—__‘——lg
Uor = 0V, # = 0°C... +70°C st | oo o] o7 o] spopopofoprpefupa e[ 5T s
Input current 2) Eingangsstrom 2) E0C ] e w i
U=108YV Ir =16 mA
Input voltage — Eingangsspannung — RSJFOBEH LA n
L level L-Zustand Use =08 v B [
Input voltage — Eingangsspannung — F
H level H-Zustand Uw 235 V Ok 13
Input capacity Eingangskapazitéat DA
Ur = Ugc; f= 1MH:z Cr =10 pF
Output current 3) Ausgangsstrom
Uo = Ugr + Ucc lo =10 uA
Output voltage — Ausgangsspannung — Time impulse diagrom of some transmitter and receiver
L level L-Zustand MHB1012
lor = 1,6 mA Uor =04 v
Output voltage — Ausgcngssponnung == 1. Bit START is started by trailing edge of first clock
:‘:”:mr:e|o1 ik H-Zustand Uon > 4.0 v 2. ITT::Is:;mtion of one bit is equal to 16 periods
! . Lol of clock impulse.
Supply current Speisestrom lee 18 mA 3. Signal DA is delayed about one clock impulse past
lce 14 mA R STROBE select impulse. Internal signal R STROBE
Noise immunity Rauschimunitdt Uy 1 v is derived from clock impulse RCP.
Zeitdiagram von einigen Sender- und Empfénger-Sig-
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN naler: MHB1012 I
Ucc = +5V, Uge = —12V, Ugr =0V, #z = +25°C 1. START-Bit ist durch Abfallkante des ersten Takt-
r impulses zu anlassen.
%IT‘i.k |m;!n;|se frequency o f 0 320 kH 2. Zeitdauer von eines Bit ist die gleiche wie 16 Takt-
akumpuisirequenz trcp 21 5 z impulsperioden.
| o durati R RCP = 1'0 us 3. DA-Signal ist verzégert um einen Taktimpuls nach
lmpuzsz Urauon e %-S- tWE < 0'25 s dem Auswahlimpuls R STROBE. Das internen Signal
mpuisdauer :wg: :0'25 z: R STROBE ist aus der Taktimpulse RCP abgeleitet.
gs_ W =V,
RDE tWwRDE 2 g'g 3 ') Difference between Uy and other pin voltage (G,
% “"_@ z 1‘0 i inputs, outputs in non active state). @ Differenz
twrpa =1, ' zwischen Upc und Spannungen von alle anderen
Input data setup and hold e Ausfilhrungen (Gl, Einglingen, Ausgdngen im nicht
Eingangsdaten-Einstell- u. Haltezeit 23 2““.'"‘ I‘;’?’:d" e Faslit —_— i d
DB} e DBS. NBlI NBZ NP EPS, TSB urrent o ntegrate .rG' stance etween input an
t :, . DS ! cs ! ! t 0 Uge- @ Strom des integrierten Widerstandes zwi-
o/gegen i v Setup =z 0 us schen Eingang und Ugp.
Output aelay N W thold z #3 3) OQutput in non active state. @ Ausgang im nicht-
-Laurzel aktiven Zustand.
RD;... RD.&_-LMBT- FE, DR, PE tPLH z05 HuS Y) € = 20 pF; one gate TTL last. @ Last ein Gatter
tolgegen_RDE. ev. E teHL 205 us TIL.
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ANALOG SWITCHING ARRAY ASSOCIATE:
SWITCHING ARRAY ORGANIZED AS 8 ROWS
Lo...L7 AND 4 COLUMNS Jp...J; CONTROL
MEMORY RAM 8 < 8 BIT, ADDRESS DECODER.

ROWS AND COLUMNS OF SWITCHING ARRAY
CAN BE SWITCHED IN ARBITRARY POINT

IN DEPENDENCE ON MEMORY CONTENTS. SINGLE
WORDS WRITEN INTO MEMORY THROUGH

INPUTS Dy...D3; ON ADDRESS DETERMINED

BY ADDRESS INPUTS Ag...Az; WHICH ARE
DECODED IN ADDRESS DECODER.

ANALOG SCHALTFELD INTEGRIERT:
SCHALTFELD MIT ORGANISATION 8 ZEILEN
Lo...L; UND 4 KOLONNEN Jp... J;
STEUERSPEICHER RAM 8 x 8 BIT,
ADRESSDEKODER.

ZEILEN UND KOLONNEN VON SCHALTFELD
KONNEN SICH IM BELIEBIGEN PUNKT

IN ABHANGIGKEIT AM SPEICHERINHALT

ZU SCHALTEN. EINZELNE WORTE IN SPEICHER
SIND ZU SCHREIBEN DURCH EINGANGEN
Do...D; AN DIE ADRESSE, WELCHE DURCH
ADRESSENEINGANGEN Ay . .. Az BESTIMMT
SIND. ADRESSENEINGANGE SIND DEKODIERT
IM ADRESSENDEKODER.

Outlines @ Abmessungen |0—15/1
MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min. max.
Upp — Uss —0,3 +16 v
Upp — Ugg —0,3 +16 V'
Uss — Uge —0,3 - +16 V')
U Uss —0,3 V Upp +0.3 v
U0 2) Ugg —03 V Upp +0,3 Vv
I +10 mA
13 : +8 mA
P 500 mwW
ha 0 +70 L. &

TRUTH TABLE e LOGISCHES VERHALTEN

MR MW A2 A1 AD L D3 D2 D1 DO J4 13 12 N
H X X X X ale X X X X swich OFF o

alle Scholter OFF
L L X X X nonee X X X X 9

keine
(SER - B R R K Lo SO M ! A -
L.-H L & L Lo L. "k LosH o« . o W
L H L L L w L L H L « ¢ x .
E ‘H L L L Lo L- L HH . . x x
L H- L L L Lo = H L L I
L H L -k k Lo L H L H . x . x
L H L L L Lo L H- H L & ® % .
L H L L &k Lo L H HH . x x x
L H L L L Lo H: ks L L X5 o-
L H L L L Lo H L L H x P
L H L L L Lo H L H L «x | S
L H L L L Lo H L H H x . x x
L H L L L Lo H H L L x x . .
L H L L L Lo H H L H x x . «x
L H L L L Lo H H H L x x x .
L H L L L Lo H H H H x x =x x
L H L L H L further equolly os for LO e
L H L H L L2 weiter gleich wie als fir LO
L H L H H L3
L H H L L L4
L H H L H LS
L H H H L « L&
L H H H H L7

) Without chonge (previous state) @
ohne Anderung (vorhergehender

MR — memory reset @ Speicherrichsets
MW — address set @ Adresseneinstellen

A — address @ Adressen Zustand)
L « line adressing @ L di . switch OFF @ ausgeschalteter
[+] — memory input dota @ Eingongsdoten Schalter

won Speicher x switch ON @ eingeschalteter
1 — on-switch with line L @ Schalter mit Schalter

Laltung L durchgeschaliet

) Of logic inputs @ Von logischen Eingédngen

?) On inputsfoutp of
géingen des Analogschaltfeldes.

¥) Of analog switch @ Von Analogschalter

log array @ Auf Eingdngen/Aus-

Base connection @ Sockelschaltung
(top view @ Ansicht von oben)

1 Ly switching array input/foutput @ SchuIt{;ld-EingangMusgung
2 L switching array input/output @ Schaltfeld-Eingang/Ausgang
3 Ly switching array inputfoutput @ Schaltfeid-Eingang/Ausgang
4 Dy control mamo.r? input ® Steuerspeichereingang
5 Jg switching array inputfoutput @ Schaltfeld-Eingang/Ausgang
6 Dy control mémarf iriput @ Steuerspeichereingang
7 1 switching array inputfoutput @ Scholtfeld-Eingang/Ausgang
8 D, control memory input @ Steuerspeichereingang .
9 1y switching arroy inputfoutput @ Schaltfeld-Eingang/Ausgang
10 D5 control memory input @ Stéuerspeichereingang
1" 15 switching array inputfoutput @ Schaltfeld-Eingang/Ausgang
12 Ugs Supply voltage of logic part @ Speisesp 1g von logisch
Teil '
13 Upp Supply voltage of analog part @ Speisespannung von analog
Teil
14,1516 Ay Ap A,
control memory address inp ® S peicheradressen -Ein-
ginge
17 MwW address validity input @ Eingang fiir Adressengiiltigkeit
18 MR control memory reset input @ Steuerspeicher-Riickstelleingang
19—23 L,...L3 switching array input/output @ Schaltfeld-Eingang/Ausgang
24" Upp  supply voltage @ Speisesp g
D3 D2 D1 D@ MR BR2NR
MHBBADL 10| o8] o6] 04 19 1} 03] 07!
Upo %
Ueef AR ARHT
M2 l = .’, .E, _%ll:‘?
ot EER== IREEE=
A4S SERE :il;:ﬁt
ep| L eEs P walon R
: ——
ADRESOVY DEKODER RiDicl pamET Bxh ANALOGOVE
SPINACT POLE

Functional block diagram e Funktions-Blockschaltung
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CHARACTERISTIC DATA:

KENNDATEN: #; = +25°C, Uss = Ugg =0V

Supply voltage Speisespannung

Analog switch resistance — Analogschalterwiderstand —
ON state ON-Zustand

Up =06V, Upp= 5V
Up =06V, Upp =10V
Up =06V, Upp =15V

Difference of analog switch
resistance — ON state
Upp = 10V
Upp = 15V
' Leak current — OFF state
Uo = +15V, Upp = 15V
Input voltage — L level

Differenz von Ananalogschalter-
widerstandes — ON-Zustand

Ableitstrom — OFF-Zustand

Eingangsspannung — L-Zustand

Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
Input voltage — H level Eingangsspannung — L-Zustand
Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
Supply current consumption Stromverbrauch
Upp = 15V

Junctor pin capacitance

Upo=10V, Upp =10V,
Transit capacitance OFF

state switch

Up=0V, Upp =10V, f
Logic input capacitance

U =0V, f=1MH:z
Line pin capacitance

Uo =0V, Upp =10V, f=1MHz

Verbindungsausfiihrung-Kapazitéat

-
Il

1 MHz

Durchgangskapazitéat von
ausgeschalteten Schalter
1 MHz

Logischer-Eingangs-Kapazitat

Leitungsausfilhrung-Kapazitét

) DYNAMIC DATA: DYNAMISCHE KENNDATEN:

Sinusoidal signal distortion Sinussignal-Verzerrung
Ugmim = 5V, R = 10kQ, f =1 MHz

Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
Damping of OFF state Dampfung von ausgeschalteten
switch Schalter

f=1MHz, R = 1kQ, Upp = 10V
Crosstalk between channels
(one ON state, one OFF state)

f=1MHz, Upp =10V
f = 34kHz, Upp = 10V

Nebensprechen zwischen Kandlen
(einer im ON-, anderer im
OFF-Zustand)

DYNAMIC WAVEFORM ¢ DYNAMISCHE IMPULSDATEN
tr = t; = 20 ns, C, = 50 pF

Upp 5 10 Vv

tps — 10 ns

teLu 400 200 ns (R = 10 kQ)
temw 600 300 ns (R = 10 kQ)
tmw 225 90 ns

ts 90 50 ns

tr 90 50 ns

tmMr 175 ns (Re = 1 kQ)
tmrr 250 150 ns

Upp — Uss
Upp — Ugg
Uss — Ukg

Rown
Rown
Rown

ARown
A Ron

lorr

U
Ui
Ui

Uin
Uiy
Uy

lppu

Cin

Ciy
Cin

Cin

ol

aK

ag
ag

5,0
50
50

180
130

30
20

2,25
4,5

2,75

55

20

0,12

—40
—90

min.-max.
L s |- v
5...15 "
0...12 Vv
Q
Q
=150 Q
Q
Q
= +£500 nA
=1 v
s2 v
=3 '
=>4 Vv
=8 "
=12 Vv
= 500 uh
pF
pF
pF
pF
oy
%
%
dB
dB
dB
g ——

t
PHL

t

Waveforms e Impulsdiagramm
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¥:Ee Feature Art g:ﬂé"uii
MHB1902 Static memory CMOS RAM 102431 bit, memory motrix Statischer Speicher CMOS RAM 1024.<1 Bit, Speicher- |O—18
MHB1902C crganisation 64 row by 16 cell, separate input and matrix-Organisation 64 Zeilen je 16 Zellen, getrennte |O_‘|3]J’C
output, tri-stote output gated by signal CE. Dateneingang- und Ausgang, Ausgang mit drei Zu-
stéinden ist durch CE-Signal zu blockieren.
MHB2102 Static memory NMOS RAM 1024:<1 bit, memory matrix Statischer Speicher NMOS RAM 1024:<1 Bit, Speicher- 10—14A
MH32102‘,|’2 organisation 3232, separate input and output, tri- matrix-Organisation 3232, getrennte Dateneingang
-state output octivated by signal CE. und -Ausgang, Ausgang mit drei Zustdnden ist durch
CE-Signal zu aktivieren.
» MHB2114 Static memory NMOS RAM 1024:<4 bit with polycristal-  Statischer Speicher NMOS RAM 1024:<4. Bit, mit IO_‘laﬂ
line gate, memory matrix organisation 6416, common polykristallischen Gatter, Speichermatrix-Organisation
data input and output, tri-state output. Memary chip 64<16, gemeinsamme Dateneingang und Ausgang,
contain internal generator for substrat biasing, working Ausgang mit drei Zustdnden. Speicherchip enthalt in-
on the charge pump principle, whis is prepared for terner Generator fiir Substratvorspannung, welcher auf
work about 500 ps past supply voltage Uy connection. dem Prinzip der Ladungspumpe arbeitet. Fir den Be-
trieb ist der Generator etwa 500 us nach Ugo-Speise-
spannungseinschaltung bereit.
MHB2500 Static memory MNOS ROM 2560 bit with N type sub-  Statische Speicher MNOS ROM 2560 Bit mit N-Type- 10—15/1
series strot and tronsistors with P channel. He can working -Substrat und P-Kana-Transistoren. Die Speicher kon-
with organisation 256 word by 10 bit or 512 word by nen arbeiten mit Organisation von 256 Wirte je zu
5 bit. Tri-state output are gated by signal CS. Organi- 10 Bit oder 512 Wérte je zu 5 Bit. Ausgang mit drei
sation, memory tents and si Is CS setting are  Zustdnden ist durch CS-Signal zu blockieren. Organi-
given by programming mask during manufacturing sation, Speicherinhalt und CS-Signal-Einstellung ist
. process. durch Programmierungsmaske wdahrend des Herstel-
lungsprozesses gegeben.
MHB2501 Generator of alphanumeric characters in latin alpha-  Generatoren der Alphanumerischen Zeichen des la-
MHB2501A bet; standard ASCIl code according to standard CSN  teinischen Alphabets. ASCll--Zeichenkode entspricht
36 8802, CMEA-specification RS 2175/69. Memory orga-  der Normen CSN 358802, RGW RS 2175/69. Speicher-
nisation 51235, character matrix 5x7. organisation 5125, Zeichenmatrix 5 7.
MHB2502 Generator of alphanumeric characters in russian alpha-  Generatoren der Alphanumerischen Zeichen des russi-
MHB2502A bet: charocter code correspond to CMEA-Specification  schen Alphabets. Zeichenkode entspricht der MNorm
RS 2175/69. M y organisation 5125, character RGW RS 2175/69. Speicherorganisation 512:<5, Zeichen-
matrix 58, matrix 5:8.
MHB2503 Seven bit code 1SO[7 converter into teletypewriter code Sieben-Bit-Kode 1S0O(7-Wandler auf Telex-Koede CCIT2
MHB2503A CCIT2 or CCIT2 code inte 1SO(7. Memory organisation  oder umgekehrt CCIT2-Kode auf 1SO[7. Speicherorga-
256:<10. = nisation 256.<10.
MHB4116 Dynamic memory NMOS RAM 163841 bit, memory  Dynamischer Speicher NMOS RAM 16384:<1 Bit, Spei- |O—14
MHB4116C matrix organisation in two symetrical parts by 64 rows  chermatrix-Organisation in zwei symmetrischen Teilen |O—18/C1
and 128 col The ry d d the informations mit 64 Zeilen und 128 Kolonnen. Der Speicher er-
refresh ever post 2 ms of activity through 128 read or fordert die Informationserneuerung immer nach 2 ms
empty cycle. der Funktion durch 128 Lese- oder Leerzyklen.
MHB8608 Static memory NMOS PROM 1024<8 bit programmed  Statischer Speicher NMOS PROM 102438 Bit program-  |O—15/1
during manufacturing process. Inputs and outputs com-  mierter wdahrend des Herstellungsprozesses. Eingdnge
patible with TTL. Tri-state outputs activated by chip  und Ausgénge sind TTL-Kompatibel. Ausginge mit
select signal CS. drei Zusténden sind durch C5-Signal zu aktivieren.
MHB8708C Electrically reprogrammable memory NMOS EPROM Elektrisch neu programmierbarer Speicher NMOS |o__15;c
1024%8 bit with possibility of contents memory erasure EPROM 10248 bit mit eine Maéglichkeit den Speicher-
with ultraviolet light of max. 0,4 um wavelength. Energy  inhalt durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht (mit
dose for errasure min. 15 Wsem-2 at light source Wellenldnge max. 0,4 um) zu léschen und danach neu
0,2537 pm. In read mode is memory function full static. programmieren. Nétige Bestrahlungsdeosis fiir Léschen
Inputs and outputs compatible with TTL. Tri-state ist min. 15 Wscm-? bei der Lichtquelle 0,2537 pm. In
outputs activated by signal CS. Leseprogramm ist voll statische Speicherfunktion. Ein-
génge und Ausgénge sind TTL-Kompatibel. Ausgénge ~
mit drei Zustédnden sind durch CS-Signal zu aktivieren.
- -
Ruce 47 O 4] Uk
Zae 26 Lt por— 1 a8
e (L @% SEHe—e RCapse
- 46 O] - b pibo [[Use a6 [ m—ja 03— Uag
W i) Ar .z=.’:;; o A O o Tl s v R ! B 5 Y
As 2] ;‘. a1z [E] Ay \ul: ) ‘“,—.f Bluee 42 @ N :;‘::fui Upo
R o sy 23 5 :: : o [Bluss A1 ?2—;[ ] e
Tk Mce aof > Ll ke o ac@™ Ml = o7
»‘~.-@ I EU.J Al ﬁ be|  Jort— EOS .mE 18— [ 06
PO ior Az o [Elos o[ g os
P9 e M uee CSEE & Mo, 02[T 7] o«
2,8 ° ] iz 30: Uss[Z] o3
o
MHB1902 MHB2114 MHB2501, A MHB4116 MHB8608 MHB8708C
MHB2102 MHB2502, A MHB4116C

MHB2503, A



ORGANISATION: 1024 x 1 BIT Ago—] Lﬁr
MEMORY MATRIX: 16 x 64 Aro— RA |1 M
THREE-STATE OUTPUT Az o—] !
Aso—] RD : 6 x 6
ORGANISATION: 1024 x 1 BIT Are— J_
SPEICHERMATRIX: 16 x 64 e e -
AUSGANGE MIT DRElI ZUSTANDEN T
o [eRW
—o DI
A e,
MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN =
Voltage on any pin with respect to ground @ Spannung A A7 Ag Ag
an jedem Anschluss gegen Masse
Block diagram @ Blockschaltung
min. max. &
Ux/Ucnp —03... 470 Vv Ag...Ag — Address inputs @ Adressen-Eingange
Prot 500 mW- DI — Data input @ Doteneingang
' a 0... +70 °C DO — Data output @ Dat g
CE — Chip select @ Chipauswahl
R/W — Read/Write input @ Lese-/Schreib-Eingang
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: aa agdrose Twpieiar @OV cosren Sogitter
c ) RD rqw decoder @ Zeilendekod:
Cc timer circuit @ Taktgeber
STATIC DATA: STATISCHE KENNDATEN: min.-max. CA column amplifiers @ Spaltenverstarker
S b am cD I decoders @ Spaltendekod:
Uce = 475...525V, 92 = 0°C... +70°C = T & B s
Input voltage — Eingangsspannung — Puffer
L level L-Zustand UrL =08 V M memory matrix @ Speichermatrix 16 X 64
Input voltage — Eingangsspannung —
H level H-Zustand Ui Uee — 1.5 V
Output voltage — Ausgangsspannung —
L level L-Zustana READ CYCLE @ LESEZYKLUS
lor = 1,6 mA UoL =05 V
Output voltage — Ausgangsspannung —
H level H-Zustand
low = —1 mA Uox > 3,8 Vv
Input leak current Eingangs-Reststrom
Ucc = 525V, Ur=0V...Ucc I =15 WA
Qutput leak current Ausgangs-Reststrom von
| of three state output dreizusténden Ausgang
Ucc =525V, Upo =0V...Ucc lo =15 ul
Squly current \({active) Stromaufnahme
= 5.2 ' =
0o = 323V, Up =525 v lec #1 A WRITE CVCLE @ SCHREIBZYKLUS
Supply current (stanby)  Stromaufnahme
Ucg = Ucc; Uy =0V lcc dr =250 WA
Supply voltage (stanby)  Speisespannung b
Uce = Ucc; Ur = Ucc ar 225 V E—1 X
\ / \_
iﬁ —1H ew
DYNAMIC DATA @ DYNAMISCHE KANNDATEN: fo-Bo f lwoX oo
Ugc =475V, Cp =50 pF, t, = t; = 20 ns RIV i [
READ CYCLE @ LESEZYKLUS WRITE CYCLE @ SCHREIBZYKLUS hos S =t
o vaLID : §
tre z 1000 ns twe = 1000 ns a i
tace = 800 ns twpw i z 470 ns READ/WRITE CYCLE @ LESE-/SCHREIBZYKLUS
tpp = 150 ns twpp1 = 10 ns
tpw z 120 ns twpy 2 50 ns
tag z0 ns twps =0 ns |
tay z 200 ns twDH > 50 s & — LE S
trs =0 ns ‘pi\l..__g.. ﬁ
tRE z 50 ns READ/WRITE CYCLUS @ Ao e X Tuo X
- tas
toy <150 ns LESE-/SCHREIBZYKLUS re
twre z 1800 ns DO o s
) twpwz z ns
twepz z ne o

Waveforms @ Impulsdiagramm
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ORGANISATION: 1024 < 1 BIT

MEMORY MATRIX: 32 x 32

INDEPENDENT DATA INPUT AND OUTPUT
THREE STATE DATA OUTPUT

ORGANISATION: 1024 x 1 BIT
SPEICHERMATRIX: 32 x 32

UNABHANGIGE DATEN-EINGANG UND -AUSGANG
DATENAUSGANG MIT DREI ZUSTANDEN

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min. max.

Ux/enp ) —0.5 +7
tot 1
da 0 +70

1. Voltage of any pin with respect to ground.
Qutput DO in non active state. @
Spannung an jedem Anschluss gegen Masse.
Ausgang DO ist in nicht aktivem Zustand.

AE<

Apg — ]

Ay ! M

Az — !| 32x32

A3 1 RD :

A —

RW—————

B ey 1o

) ——

As A A7 Ag Ag
Block diag @ Blockschaltung
Ag...Ag Address inputs @
Adressen-Eingange

DI Data input @ Doteneingang
DO Data output @ Dat gang
CE Chip select @ Chipauswahl
le Read/Write input @

Lese-/Schreib-Eingang

cD column decoder @ Spaltendekoder

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:
STATIC DATA: STATISCHE KENNDATEN: Ugc = +50V 40,25V,
g = 0...+70°C
min.-max.
Input voltage — L-level Eingangsspannung —
L-Zustand U < 0,65 v
Input voltage — H level Eingangsspannung — ;
H-Zustand U 222 v
Output voltage — L level Ausgangsspannung —
lor = 1,9 mA L-Zustand UoL < 0,45 v
Output voltage — H level Ausgangsspannung —
—loy = 100 pA H-Zustand Uoy =22 V'
Input leak current Eingangs-Reststrom
Uy =525V I =10 uh
Output leak current Eingangs-Reststrom
in non active state im nicht aktiven
Zustand
Uo = 40V lo <10 uA
Up = 045V —ln =100 uA
Supply current Stromaufnahme
Uy =525V lce =70 mA
Input capacitance Eingangs-Kapazitat s
U =5V, f=1MHz Cr =5 pF

DYNAMIC DATA:

READ CYCLE e LESEZYKLUS: .
MHB2102 MHB2102-2

tre = 1000 = 650
tacc = 1000 = 650
tco = 500 < 400
toH1 = 50 =z 50
tonz z0 =20

120

DYNAMISCHE KENNDATEN:

Uce = +5V, #tla = +25°C, load: one gate TTL +
100 pF e Belastung: ein TTL-Glied + 100 pF

ns twe = 1000 = 650
ns taw =200 =z 200
ns twp =750 = 400
ns twr =50 = 50
ns tow =800 = 450

tou = 100 = 100

tew =900 = 550

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

WRITE CYCLUS ¢ SCHREIBZYKLUS:
MHB2102 MHB2102-2 :

input/output buffers @
Eingangs-/Ausgangs-Puffer
memory matrix @
Speichermatrix 32 < 32

row decoder @ Zeilendekoder

READ CYCLUS @ LESEZYKLUS

gt

) T

WRITE CYCLUS @ SCHREIBZYKLUS

twe
Ag. AT ) &
low
E—{_ —
ir lwp twg

Waveform @ Impulsdiagramm



2. From last trailing edge CS or WE to leadi

ORGANISATION:
MEMORY MATRIX:

1024 < 4 BIT

ng edge WE/CS. @
Von letzte Ablaufkante CS oder WE bis Auflaufkante WE/CS.

3. Uy, =08V, Uy =24V, t, = t; = 10 ns, conclusive input and output

level 1,5 V. @ Entscheidende Ei und A

d 15 V.

64 X 16 A9 — |
COMMON DATA INPUTS AND OUTPUTS USING AB —oH
THREE-STATE OUTPUTS 87— M
A ——— RD 4x B4 X

ORGANISATION: 1024 X 4 BIT e |

SPEICHERMATRIX: 64 X 16 I |

GEMEINSAMEN DATEN-EINGANGE UND AUSGANGE o1

HABEN AUSGANGE MIT DREI ZUSTANDEN 12— raw é

1103 S

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN o ]_J= 0

min. max. %T’SE — J

U —05 +7.0 v Utc e s5V

Ptot 1 W Uss —

ta 0 70 b AB AT AZ A3

1. Voltage of single pins with respect to ground. @ Function block diagram @

Sp g am einzel Ausfiihr gegen M Funktions-Blockschaltung
Ag... Ay address inputs @
Ad -Eingd
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: = Silp selecs' @ Chipouswihi
WE write enable @

STATIC DATA: STATISCHE KENNDATEN: min.-max. Schreib-Freigabe

Ucc = 50V 4025V, % = 0... +70°C /Oy... 104 data inputsjoutputs @

Input voltage — Eingangsspannung — Deten-Bingoge/iaglings
L level L-Zustand Ur —05...+08 V RD oy seisc @ Ze)lammmvol]

. co column select @

Input voltage — Eingangsspannung — Eilonnsnaiiswah|
H level H-Zustand Ui 2,0...Uecc Vv M emery otk @

Output voltage — Ausgaongsspannung — Speichermatrix 4 X 64 X 16
L level L-Zustand Uor <04 ' RIW read and write control @
lor = 2,1 mA N Lese- und Schreibsteuerung

Output voltage — Ausgangsspannung —

H level H-Zustand Uon z24 '
lon = —1,0 mA

Input leak current Eingangs-Reststrom Urr =10 uA
U =0...525V READ CYCLUS @ LESEZYKLUS

Input/output 1/O Eingangs-Ausgangs-
leak current 1/O-Reststrom
(absolute value) (Absolutwert) o =10 uA
Uecs = 24V, Uijo = 0,44...Ucc

Supply current Stromaufnahme lee =100 mA
Ur =525V, lijo = 0 N

Input capacitance Eingangs-Kapazitat Cr =5 pF i T
U =0V tre

input/output 1/O Eingangs-/Ausgangs- ' cs T i
capacitance 1/O-Kapazitat Cro =5 pF L A ‘

Uijo =0V 0 !
iy I —" 1
AN
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN: WE-H
=50V +025V, % = 0...
Uce S0V 1025V, b 0 I WRITE CYCLUS @ SCHREIBZYKLUS
READ CYCLE e LESEZYKLUS: ) WRITE CYCLUS o
SCHREIBZYKLUS :

trc = 450 ns

ta < 450 ns twe = 450 ns

tco =120 ns tw ?) = 200 ns

tcx =20 ns twa =0 ns AD. Agj{

torp 0. .15000 ns twr ) =20 ns e

toHA 2 ns torw 0...100 ns = X

T 1 S
tou =0 ns e
WE A f
Dout
t t
A——
1. One gate TTL, C; = 100 pF. @ Ein TTL-Gatter Belastung, Cp = 100 pF.

Waveform @ Impulsdiagram
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STATIC MEMORY ROM WITH CAPACITY OF MEMORY MATRIX 2560 BIT —
SEAILAB?}? IN ORGANIZATION 2560 WORDS OF 5 BITS OR 512 WORDS
10

IN MEMORY MATRIX IS SETED THE INFORMATION ABOUT 64 ALPHANUMERIC
CHARACTERS, DECOMPOSED IN 5x7 DOT MATRIX. INPUTS AND OUTPUTS OF MEMORY
ARE COMPATIBLE WITH TTL AND DTL LOGIC CIRCUITS.

MHB2501, MHB2501A

GENERATORS OF ALPHANUMERIC CHARACTERS IN LATIN ALPHABET — STANDARD
ASCIl CODING, ACCORDING TO STANDARD CSN 36 8802, CME-SPECIFICATION

RS 2175/69.

MHB2502, MHB2502A
GENERATORS OF ALPHANUMERIC CHARACTERS IN RUSSIAN ALPHABET — CODING
CORRESPONDING TO CMEA-SPECIFICATION RS 2175/69.

Base connection diagram

FESTWERTSPEICHER ROM MIT KAPAZITAT DER SPEICHERMATRIX 2560 BIT — Sockelschaltung
SPEICHER KONNEN WIR BENUTZEN IN SPEICHERORGANISATION (Top view ® Ansich von oben)
256 WORTER VON JE 10 BIT ODER 512 WORTER VON JE 5 BIT
IN SPEICHERMATRIX IST FESTGESETZTE INFORMATION UBER 64 ALPHANUMERISCHEN 2 %
ZEICHEN, DIE IN MATRIXEN VON 5:7 PUNKTEN VERTEILEN SIND. DIE EINGANGE
UND AUSGANGE VON SPEICHER SIND VOLL MIT TTL- UND DTL-SCHALTKREISEN A
KOMPATIEBEL. : #
I, —2f
MHB2501, MHB2501A - ot} 12
GENERATOREN VON ALPHANUMERISCHEN ZEICHEN DES LATEINISCHEN ALPHABETS. — lg D—‘g, 1k ;_j il
ASCII-ZEICHENKODE ENTSPRICHT DER NORMEN CSN 35 8802, RGW RS 2175/69. I'.? "_‘!&
MHB2502, MHB2502A !
GENERATOREN VON ALPHANUMERISCHEN ZEICHEN DES RUSSISCHEN ALPHABETS. — Lﬁo
ZEICHENKODE ENTSPRICHT DER NORM RGW RS 2175/69. s
e I L
Rl 1 v
Maximum ratings @ Grenzwerte JLU
min. max. Iy °—E. 2 @
Uccreo —20 +0,3 \) I memory matrix ® Speichermatrix Egio_ﬁ 2 :
Ucc/ei —10 +0,3 v Il row decoder @ Zeilendekod
Uccyi —10 +0,3 Vv Il column decoder ® Kolonnendekoder ﬂ il 2 ll lJ J?lsjglnlﬂj
Pior. . 800 mwW IV col select circuit ® Kol 17
Ba 0 +70 °oC V gating signal decoder @ Gattersignaldekoder UDC Ugg Ut 01 02050, 0506 07 030901!
dsig —55 +155 °C VI output circuits ® Ausgangskreise Block diagram
Blockschaltung
Outlines @ Abmessungen 10 15/1
CHARACTERISTIC DATA KENNDATEN a=0...470°C
Input leak current Eingangs-Ableitstrom
—U;=5V - e <1,0 uh
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand
Ucc=+5V+025V,Ue6=—-12V+05V,Ugr=0V Ui <1,0 Vv
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand
Uec=+5V+025V,Ugeg=—-12V+05V, Ugr =0V Uin >3,5 v
Input capacitance Eingangskapazitéat
Ucc=+5V+025V,Usc=—-12V+05V,Usr =0V,
U; = Uge, =1 MHz Cr <10 pF
OQutput voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand
Ucc=+5V+025V,Usc=—-12V+05V,Ug =0V,
lor = 3,2 mA UoL g <0,8 \
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand
Ucc=+5V+025V, Us=—-12V+05V,Ug =0V,
lop = —0,2 mA Uon >35 v
Output leak current Ausgangs-Ableitstrom
Uec=+5V+025V,Usc=—-12V+05V,Usr=0V,
Uo = Ugr, Uo = Uce —lo <1,0 uA
Qutput propagation delay time Ausgungsvermgerungszelt
Ucc=+5V,Ucc=—12V,Ugi =0V, #ts =
one gate TTL NAND last ein Gutter TTL NAND Belastung
MHB2501, MHB2502 tp - <0,6 us
MHB2501A, MHB2502A tp <1,0 us
Information data: Informationsdaten:
Ucc= +5V,Usc=—12V,Ugr =0V, #; = +25°C
Supply current consumption Stromaufnahme im statischen
in static regime Betrieb lee 22 mA
lee 22 mA

Noise imunity without load Stérsicherheit ohne Last Uy 1,0 v
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MHB2501, MHB2501A
MHB2502, MHB2502A
MHB2503, MHB2503A

RECOMMENDED CIRCUITS OF STATIC MEMORY
FOR EITHER ORGANISATIONS

ORGANISATION: 512 words of 5 bits
512 Waorter von je 5 Bit

- _Fr. % ] T
| r‘T b ﬁﬁ_’ﬁﬁﬁ
\j JLJQ 15V p12v]ov
e e o i I C GG GI
: et} : % 0
S —— ——: MHB2500 —o0
— — *(512%5) 0
CSIQ O —— — = .gf' 0
N ¢

FUNCTIONAL TABLE ¢ FUNKTIONSTABELLE

MHB2501
MHB2501A

Active outputs at signals e
Aktive Ausgénge bei Signalen

CSi=H,CS2=1

Row No. 8 is not used o
Zeile Nr. 8 ist nicht benutzt

(l1=1lz=13=H)

MHB2502
MHB2502A

Active outputs at signals e
Aktive Ausgéinge bei Signalen

C5:=L,CSz=H

Black fields indicated outputs in state of level H.

Schwarze Felder bezeichnen die Ausgénge in-H-Zu-
stand.

STATIC MEMORY ROM 2560 BIT
STATISCHER FESTWERTSPEICHER ROM 2560 BIT

EMPFOHLENE SCHALTUNGEN VON FESTWERT-
SPEICHER FUR EINZELNE ORGANISATIONEN

256 words of 10 bits
256 Worter von je 10 Bit

T
v

B RIBICHDEERERG
BERHEEEECHEAD
"FRRIEZS3T405YE T
gLl
WELEE LR IRERDED
|k L e T P
- AEHLEEC3 T4 I3 HE BT
T R W 35 =G bR
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7-BIT CODE ISO/7 CONVERTER AND TELETYPEWRITER
CODE CCIT2.

ORGANISATION: 256 < 10

CONVERTER DIRECTION IS DETERMINED THROUGH
INPUT 18.

ACTIVE OUTPUTS ATCS; = H, CS: = H, C5; =1L

CODE 1SO/7 CONVERSION INTO CODE CCiTa.

INPUTS: 1;...1; code in ISO/7
Is=1

Iy |1z |15 {lg |15 |1s | I7
b; |bz| b3 |bas|bs | bs|bs

=log0-L

log 1-+H

Qutputs: Oyp... 0, — code in CCIT

Ow |03 | Os | O7 | Os
C: |C2 |C; | Cs | Cs

7-BIT-KODE 1SO/7 WANDLER UND FERNSCHREIBER-KODE
Ccir2.

ORGANISATION: 256 >~ 10
WANDLUNGSRICHTUNG IST DURCH EINGANG 18
BESTIMMT.

AKTIVE AUSGANGE SIND BEI CS; = H, CS: = H,
CS,‘ =1

1SO/7-KODE WANDLUNG AUF CCIT2-KODE

EINGANGE: I;...l; — Kode nach 1S0/7
Ii =1L

Ausgange: Op...0, — Kode nach CCIT

C — state without current - H o
Zustand ohne Strom -~ H
C — state under current - L o

Zustand unter Strom -- L

Os...0p0 (CCIT2)

symbols @ Symbole: NUL, LF, CR, SP

other symbols and numbers @ andere Symbole und Nummer

capital letter @ grosse Buchstaben

small letter @ kleine Buchstaben

~|T|T|T|T
Iix|z|x|—

NUL (code CCIT2 has not equivalent symbol @ CCIT2-Kode hat keinen entsprechenden Symbol

CONVERSION DIAGRAM

WANDLUNG-DIAGRAMM

b7 0 0 0 0 1 1 1 1
1S0/7 bs|] 0 |0 |1 ] 1 oo 1] 1

bs 0 1 0 1 0 1 0 1
by|bz| b3|ba 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
olololofo [Nufoe|sp |8 [G3] P | 1] p o [NuL |NuUL | sP o [NuL| P [NUL| P
1]o0]o o1 | SOH[DC1 1 Al Q| a q 1 [ NuL [ NUL 10 1 A Q A Q
0]1]6 (0|2 STX |DC2 2 B R b r 2 | NUL | NUL [ NUL 2 B R B R
111]0]0]3 ETX|DC3| # 3 (o -1 c s 3 | NUL | NUL | NUL 3 C 3 C S
olo|1|o|4 | EOT|DCA 4 Bl d t 4 | NUL | NUL | NUL 4 D T D T
1]of1[o]5 | ENQINAK[% | 5 E U e u 5 | NUL | NUL | NUL 5 E u E u
ol1|1]o|6 | ACK[SYN[& | 6 F V f v 6 | NUL | NUL | NUL 6 F ' F v
1111 {o]7 BEL| ETB 7 |G| W|g w 7 | NUL | NUL ' 7 G w G W
0o|ofo|1]8 BS |CAN| ( 8 H X h X 8 | NUL | NUL ( 8 H X H X
1]o0f0 |1 |9 HT | EM | ) 9 | Y i y 9 | NUL | NUL ) 9 | Y I Y
of{1]0|1]|]A | LF | SUB| * : J 7 i 7 A LF | NUL z J z J Fi
1]1fofr B | VI JESC|+ | : | K| [ k B | NUL | NUL [ + [14 K [ K | NUL
ojof1|1]C FF FS y < L M | C | NUL | NUL ¥ NUL L NUL L NUL
1jlofr " |D|CR[GS |- | = |M 1 m ! D| CR [ NUL - = M ] M | NUL
ofr|1[1]|E | SO|[RS | - > N | ~ n ~ E | NUL | NUL - NUL N NUL N NUL
1111 |1 |F Sl US|/ 2 0| - o |DEL F | NUL | NUL / 2 O | NUL O | NUL
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MHB2503, MHB2503A e ~ STATIC MEMORY ROM 2560 BIT
_ . . - STATISCHER FESTWERTSPEICHER ROM 2560 BIT

CODE CCIT2 CONVERSION INTO CODE 1SO/7 CCIT2-KODE WANDLUNG AUF 1SO/7-KODE
Inputs: 15...1; — code in CCIT2 Eingdnge: I5...1; — Kode nach CCIT2
Ik =H ls = H
TR I e alied o] i C = state without current - H o
@ ist realisiert Zustand ohne Strom - H
H H capital letter @ grosse Buchstaben C = state under current - L o
G|G|l G| G|l HTL small letter @ kleine Buchstaben Zustand unter Strom - |
L X number and symbols @ Nummer und Symbole
Outputs: Os...0: — code in ISO/7 Ausgange: Os... 0z — Kode nach 150/7
even parity of outputs gerade Paritat der Ausgdngen
Os...0.: is on output O Os...0: ist auf Ausgang Oy

0|02[|03]04| 05|05 |07|05| 049|010 | conversion from CCIT? o Wandlung von CCIT2
H L A<.‘ b = l'ogO-L
L{L]JL|L L]|L
il LA ] 1.. b =log1-H
Par |b; |bs |bs |ba [by |bs [by [ H| H [other symbols @ andere Symbole
CONVERSION DIAGRAM WANDLUNGS-DIAGRAMM
1 213| 4 71 819 (1011|1213 |14f15|16 |17 |18 |19 |20]|21|22 23|24 |25]|26|27|28] 29| 30] 31|32
SN D|E|F|G|H|I]|J]|K]|L Nlo [P R[s[rlulviwlxIv]z p
=
e o3l o], o |elr el s 7|=]2]/|6]|+]|8|[s|<|=|%(z
Ci1 x. x x| x| x x | x X X x x | x |x | x x | x
C?2 |x X X x|x | x|x x | x | x x | x |x x | x | x
C3 X X % | x x X x | x X x | x X | x x X
Cs x | x| x x| x x | x X X X X X x x | x
C5 X x| x x| x x | x| x X % 1% | % X % .|
x — state under current e Zustand unter Strom
1 |2 ]|13]4|5]|6]7|8]9]10j11]12]13]|14]15|16][17[18]|19]|20(|21]|22]|23]|24|25|26]|27]|28]|29]|30}| 31| 32
A D F Hl1]J]K MIN|O|P|Q S|IT|U|V X z ad [ -ws 5
= 2D
- |2 * IR RRD 14| 7(=]2]/]s Slelzz|%] 2z
1123|4516 Q101111213 |14]|15]|16 |17 |18 |19 (20|21 (22|23 |24|25|26|27|28(29| 30| 31| 32
a C e glhli]ljlk| Il |[m]n p r|s |t v x|y|z 2|3 N
) = =
= slilclelel <D T-1,19el |4 s[7 (=2 6 |+|G|%|z]|Z2]|%] =z




ORGANISATION: 16 384

x 1 BIT

MEMORY MATRIX: 2 < 64 X 128

THREE STATE OUTPUT

ORGANISATION: 16 384
SPEICHERMATRIX:

»x 1 BIT

2 64 x 128

AUSGANG MIT DREI ZUSTANDEN

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min. max.
U/Uss 1) ?) —0,3 +20 '
da 0 +70 ofi

1. DO in non active state, @

2. Voltage of anyone pin to Ugg. @ Spannung am einzelnen

Ausfiihrungen gegen Masse.

DO im nicht aktiven Zustand.

Outlines ® Abmessungen: MHB4116  10—18/A
MHB4116C 10—18/C1
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

Ucc = +50V +05V, Upp = 412V +12V, Ugg = —50V £05V,

Uss =0V, #a = 0°C... +70°C. . _
Input voltage — Eingangsspannung — min.-max.

level L L-Zustand U =08
Input voltage — Eingangsspannung —

level H " H-Zustand

input Ag.... DI Eingang % ..Ag DI Um z 24

input RAS, &g, WE Eingang RAC, G&. WE Um =27
Output voltage — Ausgangsspannung —

level H H-Zustand

lo = 5 mA Uon =24
Output voltage — Ausgangsspannung —

level L L-Zustand

lor = —32 mA oL =04
Input leak current Eingangs-Reststrom

U =0...+7V Iy  —10...+10
Qutput current in non Ausgangsstrom im nicht

active state aktiven Zustand

Upp =0...+55V lp —10...+10
Supply current av. Speisestrom mittl.

trc = 510 ns lpp1 =35
Supply current in static  Speisestrom im statischen

(non function) regime (nicht in Funktion)

Zustand lpp2 =15

Supply current from Speisestrom aus

supply Uce Ucc-Quelle

DO in non active state DO im nicht aktiven

Zustand lce —10...4+10

Supply current from Speisestrom aus

supply Usg Ugg-Quelle

tre = 510 ns lgg = 200
CAPACITANCES : KAPAZITATEN:

Uss =0V, Ugg = —5V, _Ucc = 45V, Upp = +12V, #a = +25°C

Input_capacity Ag...As Eingangskapazitat Ag..As  Ci =5
RAS, &Ts {Wa. DI Cr =10
Output capacity DO Ausgangskapazitat DO Co =7
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN
tre = 510 ns trEF z2 ns
trwe = 635 ns trAH = 40 ns
trac = 300 ns tcan =z 90 ns
tcas < 200 ns tar =190 ns
trp = 200 ns tpe z 330 ns
trAS 300...32000 ns tcws z —20 ns
tcas 200...10000 ns twen =90 ns
torr 0...60 ns tps =0 ns
toH =90 ns

At memory switching on supply source must be connected as first supply voltage Ugp,
afferwards Upp. Upe. at switch off as first Upp, ofterwards Uge and as last Upp. @
Beim Speicher-Einschalten auf Speisespannung musst als erste Speisespannung Ugp
eingeschalten sein, donn folgen Upp, Upe. beim  Ausschalten musst als erste
Speisespannung Upp, Upe und als letzte Ugp ausgeschaltet sein,

<<

ul\

mA

mA

ul

pF
pF

pF

| [0 I o - 121
' 1
.__‘_C,‘}"-
" i .
| |
| ci
Ay ‘LJ i 1 1l
Ay 41 |
q,g..i - D0 oo
e
el
gy [ 5 2| M
i) R o 2xBnt8
i T :
! . R
| N | —Blijn
| | Sl
RS =R
Functional block diagram @
Funktions-Blockschaltung
DI data input @ Dateneingang
[ol} column address inputs @
Spaltenadresseneingang
CL clock generator @
Taktgenerator
cD column decoder @

$9 828 =8 =23
>

]
Hﬂgul '__‘\

RS

Spaltendekoder

read amplifiers @
Leseverstarker

row address inputs @
Zeilenadresseneingang

d q

@ Zeil

Adaked.

row

memory matrix @

Speichermatrix 264128
dntq output @ Datenausgang

address inputs @
Adresseneingdnge

row address strobe @
Zeilenadressenauswahl

column address strobe @

CSralt A

data write into memory @

Datenschreiben

U

Bl = N

po Yo ]

Uy

o =

Impulse waveform @ Impulsdiagramm

p. 148, Seite 148
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Op 0z O Os
07 03 O5 O
ROM 8192 BIT, PROGRAMMED BY MANUFACTURER Y EYER]

UNIPOLAR STATIC PROGRAMMABLE MEMORY

ORGANISATION: 1024 X 8 BIT S~ s |- 4
THREE STATE OUTPUTS sl B
UNIPOLARE STATISCHE PROGRAMMIERBARE SPEICHER ﬁ:; - o : Siy
ROM 8192 BIT, PROGRAMMIERTE DIREKT BEIM HERSTELLER Ag — —
ORGANISATION: 1024 < 8 BIT R‘s ) Jis]
AUSGANGE MIT DREI ZUSTANDEN As— oix M
o : B4x16x8

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN o |
UDD.!UBB 1) —mcl't.; T_;; v Block diagram @ Blockschaltung
Ux/Ugs ) 2 3) —0,3 +15 v
Ptot 1 w
Ba 0 +70 oC Ag...Ag — Address inp @ Adressen-Eingdng

Op...0y — Qutputs @ Ausginge
) Voltage source Upp must be connected as first to the integrated circuit, at cs — Chip select @ Chipauswahl

breaking of the integrated circuit must be breaked this source as the
last. ® Die Speisespannung Upp musst als erste on den Schaltkreis
angeschlossen sein, bei Ausschaltung des Schaltkreises musst diese Speise- DY decoder Y @ Dekodierer Y

spannung als letzte ousgeschaltet sein. .
?) Qutputs Op... 0y in non active state @ Ausgéinge O ... 0Oy im nicht DIX decoder X @ Dekodierer X

aktiven Zustand. . ) (o] output buffers @ Ausgangs-Puffer
) Uy — voltage of other pins. @ Spannung von iibrigen Anschliissen. - 5 chip salac_t logic @ Chip-Auswahl-Logik
sfY gating ¥ @ Y-Steuerung
M ROM array @ ROM-Matrix
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: 8050 4658
Uss = 0, Uge = 50V 4025V, Ugg = =50V +0,25V, Upp = 12V $0,6V,
#a = 0°C...+70°C
STATIC DATA: STATISCHE KENNDATEN:
. min.-max.
Current consumption Stromaufnahme Upp ) lpp <65 mA
Uce ) lec =10 mA
Ugs 1) lss <45 mA
Input leak current Eingangs-Reststrom
U; =0...Ucc ler =10 .
Output leak current Ausgangs-Reststrom im
in non active state nicht aktiven Zustand
Uo = 0...Ucc? Lo =10 uA
Input voltage — Eingangsspannung —
L level L-Zustand Ure Uss...065 V
Input voltage — Eingangsspannung —
H level H-Zustand Umr 30...Ugc+1 V
Output voltage — Ausgangsspannung —
L level L-Zustand
lor = 1,6 mA Uor, =0,45 -V
Output voltage — Ausgangsspannung —
H level H-Zustand
log = —1 mA Uosn z24 \
log = —0,1 mA Uon 237 v
CAPACITANCE: KAPAZITATEN:
#a = +25°C, f = 1 MHz, Ucc = +5V, Upp = +12V, Upg = -5V,
Usgs=0V
Input capacitance Eingangs-Kapazitat y
U =0V Civ =6 pF e T X
Qutput capacitance Ausgangs-Kapazitat 2 Lton_
Up =0V Co v 512 pF o tor 1]
DYNAMIC DATA e DYNAMISCHEN KENNDATEN: —”‘;_{t P
Addres to output delay Adresse zum Ausgang
time Verzégerungszeit tacc = 450 ns
Chip select to output Chip-Auswahl zum Ausgong
delay time Verzégerungszeit tco =120 ns
Chip de-select to output Chip-Auswahl Riicknahme Waveforms @ Impulsdiagramm
float time zu Gleitausgang Schaltzeit tpp 0...120 ns
Addres to output hold Adresse zu Ausgangs-Halt
time Schaltzeit torr =0 ns

) All inputs are connected to voltage Uce- @ Alle Eingéinge sind an S.Leisespannung Uge angeschlossen.

) On thg input CS is cted the voltage U @ Auf dem Eingang CS ist eine Sp g U;y angeschl
-:__‘.}.1‘-‘5«,1_&-;3_7- C R et TSR R e, ol 5 L i S L) .
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UNIPOLAR INTEGRATED CIRCUITS .NMOS- : & ; MHB8708C
UNIPOLARE INTEGRIERTE SCHALTKREISE NMOS Z )
REPROGRAMMABLE MEMORY ® REPROGRAMMIERBARER SPEICHER EPROM 8192 BIT

>
.

01 03 05 07
ERASABLE AND ELECTRICALLY REPROGRAMMABLE 08 02 04 06
READ ONLY MEMORY EPROM ‘ . PRG — i '
ORGANISATION: 1024 < 8 BIT e X ’ X | I W
MEMORY MATRIX: 64 x 16 X 8 - 1
LOSCHBARER UND ELEKTRISCH NEU PROGRAM- CSIWE CcSL ; OB/PRG
MIERBARER FESTWERTSPEICHER EPROM
ORGANISATION: 1024 < 8 BIT AD 1
SPEICHER MATRIX: 64 <16 < 8 ﬁ']z —1 D-v Y-G
MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN A — (=1
Upp/Uss —0,3 +20 ') ﬁé 7 —
Ux/Ugg 1) —0,3 +15 Vv B =] M
Prot 1 W A7 - D-X B4 x 16 x8
ta 0 +70 ' C A8 ]
L
) Uy — voltage of other single pins. @ Spannung von A9 = e
ibrigen Anschliissen,
Function block diagram @
Funktionsblockschaltung
CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:
Uss =0V, Uec = +5V +025V, Usg = —5V +025V, Apevig addresy inputs @
Upp = 12V 406V, # = 0... +70°C Adressen-Eingdnge
Nominal static Nominale statische o+ Oz doit;n:::;;:;m
data: Kenndaten: min.-max. EEWE o asisciiwiie &
Current consumption ) Stromaufnahme Upp lpp £ 65 mA fﬂ':‘:e: g:i e_:::wa:”
=10 mA e A
BCC :CC % 45 A [Schreib-Freigabe-Eingang
BB BB =
hi I logi
Input leak current Eingangs-Reststrom Gk ::h'lp _::u::;h‘;i': i:
Ur=0...Ucc ILs =10 uA "d sl YQD i
— = rer
Qutput leak current Ausgangs-Reststrom im s " ekod_e ¢
in non active state nicht aktiven Zustand D—X decoder X @ X-Dekodierer
Uo = 0...Ucc?d o =10 uA OB/PRG Qutput buffer and program-
oy : H s ming circuits @ Ausgangs-
i R eRg Ui Uss...065 V ‘Putfer und Programmierungs-
Input voltage — Eingangsspannung — km‘m
level H H-Zustand Uy 30...Ucc+1 V Y—-G goting Y @ Y-Steuerung
Output voltage — Ausgangsspannung — M Memary; matrix @ Speicher-
level L L-Zustand tatrix
lot = 1,6 mA Wbz 3043 v FUNCTION TABLE p. 140
Qutpat voliage. - e FUNKTIONSTABELLE S. 140
lon = —1 mA Uon =24 v READ OPERATION @ LESEPROGRAMM
_lonr = —0,1 mA Uon z27 A
CS/WE Input voltage Eingangsspannung auf
during programming J/WE wéahrend A X A
Programmierung cs "
#. = 25°C Umiw 11,4...126 V ttm - = ou:l
Program impulse — Programmierimpulsen — 09..07 Ltacc — \
level L L-Zustand _—L—}—
Umgp—Urp 2 25V, #a = 25°C Urce Uss...1 \'
Program impulse — Programmierimpulsen —
level H H-Zustand PROGRAMMING OPERATION @
Umgp —Upp 2 25V, #; = 25°C Ump  25...27 V PROGRAMMIERUNG
PRG input leak current PRG-Eingangs-Reststrom @ ez R
fta 1= 25°C —lrpL =3 mA
Bq 1= 25°C —lren =20 mA

) All inputs are connected to voltage U -. @ Alle Eingbnge sind ouf Spannung Uge
angeschlossen. L

?) On input CS is connected voltage U;;;. @ Auf den Eingang CS st Spannung Ujpy
zugefiihrt.

DYNAMIC DATA @ DYNAMISCHE KENNDATEN:

READ OPERATION @ PROGRAMMING OPERATION @
LESEPROGRAMM PROGRAMMIERUNG I" =25°C
tﬂcc 5 450 ns tasg = 10 Hs 1) tay > ‘C”
tco <120 ns tess z 10 Hs ) Nxtpy < 100 ms, Impulse waveform @ Impulsdiagramm
tor 0...120 ns tps =10 Hs N are programming cycle number. @
ton z0 ns tag ) z1 Hs N ist Nummer von Programmierungszyklen.
Output lead: 1 gate TTL, teg ) z 05 bs %) One of N program loops. @

Cp = 100 pF tpr z1 Hs " Eine von N-Programmschleifen.
Ausgangslast: 1 TTL-Gatter, tppr =10 Hs %) Read (after N programming loops) @
. Cp = 100 pF tpw ) 01...1 Hs Lesen (nach N-Programmschleifen).

tpr 05...2 Hs 0 address @ Adresse 0

tpp 05...2 Hs 1...1023 address. @ Adresse 1...1023,

St NS T A




SURVEY REOOMMENDED INTEGRATED CIRCUITS FOR MICROCOMPUTER APPLICATIONS

UBERSlCHT EMPFOHLENE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
FUR MI_KR.ORECHNER-ANWENDUNG
FUNCTION Type Description tacc SUITABLE FOR MICROPROCESSOR SYSTEM e
FUNKTION Typ Beschreibung tavove EIGNET SICH FUR MIKROPROZESSOR-SYSTEM
max.
ns 8008 8080A 8085 8035 8048 8748
Static RAM MHB1902 1024 1 CMOS 800 x X X X X X
MHB2102 1024 x1 NMOS 1000 % X X X X X
MHB2102/2 10241 NMOS 650 X X X X X X
MHB2114 1024 x4 NMOS 450 X X x X x X
MH7489 164 bipolar 60* X X X
MH745201 1616 bipolar 65* x X x
MH745201E 16 <16 bipolar 80* X X X
MH82511 32 % 32 bipolar 90* X X X
Dynamic RAM MHB4116 16 384 x1 NMOS 300 X x
MHB4116C 163841 NMOS 300 X X
Mask programmable MHB2501, A 25610 alfan. X X
ROM MHB2502, A 256 10 alfan. X X
MHB2503, A 256 <10 1S0/7 X X
MH745187 256 < 4 bipolar 65* X X
Electric programmable MHB8608 1024 x8 NMOS 450 x X x X X X
ROM MH74188 328 bipolar 50" X X X
MH745287 256 % 4 bipolar 65* X X
MH745571 512x4 bipolar 65* X X
Reprogrammable
EPROM MHB8708C 1024 <8 NMOS 450 X X x x X X
Peripheral circuits MH3205 1—8 decoder X X X X X b3
Peripherie-Schaltkreise MH3212 8-Bit latch x x x X X x
MH3214 priority unit x X X X X X
MH3216 4-Bit bus driver non inv. X b3 X X X X
MH3226 4-Bit bus driver inv. x X X X X X
MH8224 clock generator x
MH8228 system controller x
MH8251 USART X x X X X X
MH8251C USART x % X X x X
MH8255A PPI X X X X X X
MH8255AC PPI e bt X X X X
MH8641 bus driver/receiver x
MH100 interpolator X X
, MH101 CRC controller X X
MH102 hardw. multiplier 88 X X
MHB1012 UART X x X
A-BUS ‘l
MHB 1o
80804

II [basll,

HC -BUS

Typical microcomputer system block diagram.

Typi Mikrorech y Blockschaltung.
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CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) WORKING WITH 8 BIT
BIDIRECTIONALLY DATA BUS AND 16 BIT AI'DRESS BUS,
WITH PERMIT CO-OPERATION WITH EXTER'{AL MEMORY

TO MAX. 64 KBYTE AND ADDRESSING OF 256 PERIPHERY
EQUIPMENT. CPU CONTAINS EFFICIENT -8 INSTRUCTION SET,
8 INTERRUPT VECTORS, HE PERMITS OPLRATION OF DIRECT
MEMORY ACCESS (DMA).

CENTRAL PROZESSOREINHEIT (CPU) ARBEITET MIT 8-BIT
ZWEIWEG-DATA-BUS UND 16-BIT ADRESSEN-BUS, WAS EINE
MITARBEIT MIT AUSSENSPEICHER MIT MAX. 64 KBYTES

UND ADRESSIERUNG VON 256 PERIPHERIEEINHEITEN ERLAUBT.
CPU ENTHALT LEISTUNGSFAHIGER BEFEHLSSATZ MIT 78
BEFEHLEN, 8 UNTERBRECHUNGS-VEKTOREN, ERMOGLICHT
OPERATIONEN MIT DIREKTEM SPEICHERZUGRIFF (DMA).

OUTLINES e GEHAUSE: MHB8080A 10—20A
MHB8080AC 10—20C/1

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN:

min. max.
U/Ugs 1) —0,3 +20 Vv
Ptot 1,5 W
ta 0 +70 °C
1. Of single pins to Ugp @ Von einzel Ausfiilhrungen gegen Upgp.

2. As first must be cted supply voltage Ugp, at disconnection
must be supply Ugp disconnected as last. @ Als erster musst
die Spei g Upp eingeschalten sein, beim Ausschalten
musst die Speisespannung Upp als letzte ausgeschaltet sein.

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

Ugg = —50V £025V, Ucc

+50V +025V, Upp = +12V +05V,

Uss =0V, #lp =0...4+70°C .
Input voltage — Eingangsspannung — b e

level L L-Zustand Ui Uss—1 Uss+08 V
Input voltage — Eingangsspannung —

level H H-Zustand Ura 33 Ucc+1 V
Clock input voltage Takteingangs-Spannung

level L L-Zustand Ure Uss—1 Uss+0.8 V

level H H-Zustand Ume 90 Upp+1 V
Clock input leak current  Takteingangs-Reststrom

Uss < Urc < Upp lre =410 wA
Other inputs leak Reststrom von anderen

current Eingdngen

Uss = Ur = Uce i =+10 uA
Data bus leak current Daten-BUS-Reststrom

in input mode 1)
. Uss =U; = Uss + 08V —lpr =100 pA

Uss + 0,8V = Ur = Ucc IpL <2000 wA
Data and address bus Daten- und Adressen-

leak current during BUS-Reststrom

state HOLD HALT-Zustand

U; = Uce —IrL =10 uA

Uy = Uss + 0,45V IFL =100 WA
Qutput voltage — Ausgangsspannung —

level L L-Zustand

lor = 1,0 mA Uor =045 V
Output voltage — Ausgangsspannung —

level H H-Zustand Uon =37
Power supply current Stromaufnahme

(tey = 0,48 us) 2) nom:

supply Upp Spannungsquelle Upp  lpp 40 =70 mA

supply Uce Spannungsquelle Uce  lcc 60 580 mA

supply Ugs Spannungsquelle Ugs g8 0,01 =1 mA
Capacitance: 3) Kapazitéten:
Uss = Ucc = Upp =0V, Ugg = —5V, #; = 25°C, f = 1 MHz
Clock capacitance Takteingangs-Kapazitdt  Cr 17 =25 pF
Input capacitance Eingangs-Kapazitat Ci [ <10 pF
Qutput capacitance Ausgangs-Kapazitat Co 10 =20 pF

) When DBIN is on level H, Uy > Uy, will be on data bus overvoltage. @ Wenn das
DBIN-Signal hat H-Zustand, U; > Ujy, wird eine interne Vorspannung auf den Daten-BUS gegeben.

?) Average volue. @ Mittlerer Wert.

3) Unmeasured pins are connected with Ugg. @ Nicht gepessene Ausfiihrungen sind mit Ugg verbunden.
T A A R R R R TR SR S T T e U "
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Oy 0y D-BUS
10-BUS o R | o I
0 10 7 I
iy 18 [ = i) i w T 1 h
1 | | | " I8}
| L sl |
T '_J AU 1DFMCE | 0D m
W i) C]
T 1 [ | Jel # wmlt m
i | | [ | 50 61
[ |-
L — l. _.l_._ e 3]
MV gy T
L] 1 T
T
| ‘ ( o sl
W T T 717717 =
Upg Uss WR INTE MDA walm  SYne 2 “",-..3,;"
Use Ugg DA INT  WOLD  READY g RESET
Functional block diagram @
Funktions-Blockschaltung
D‘."L DB data BUS buffer/latch @
Daten-BUS Puffer/Signalspeicher
ID-BUS bi-directional data BUS @
Interner Daten-BUS
A I @ Akk |
T-R temp register @
Zwischenregister
F-FF flag flip-flops @ Flag Flip-Flops
I-R instruction register @
Befehlsregister
AL accumulator lotch @
Ak lator-Signalspeich
ALU arithmetic logic unit @
Arithmetik-Logik-Einheit
DA decimal adjust @
Dezimal-Korrektur
ID/MCE instruction decoder and
machine cycle encoding @
Befehlsdekodierer und
Operationszyklus-Kodierung
T/IC timing and control @
Takt- und Steuerblock
RS register select @
Registerauswahl
M iltipl @ Multipl
W, Z temp. register. @
Zwischenregister
B, C,D, E H,L register @ Register
SP stack pointer @ Stapelzeiger
PC program counter @
Befehlsziihler
RA incr [decr t:
address latch @ Auf-/Abwirts-
zéhler/Adressen-Signalspeicher
BA-BUS address buffer @ Adressen-
puffer
A-BUS address BUS @ Adressen-BUS
u,_.‘._'u 1 i
1 —1 D G\
#2 Tog = 031 L [ B 2
P i = B o oo
D7-Da. " syt 1} - e e
Sync g H o 5 ]
DEIN - T
L
T e
;]TE I'stm i




on @,

SYNC

RESET

DBIN

READY

WAIT

HOLD

HLDA

INT

INTE

a0} Egan

Uss [T 0 [t
043 o |y i 23]
D5P4 o oo na| 20 [FA1Z
pefE om—m a3l [Fats
o[ =0 e = L)
®—05 P
3] % —{ 08| Bf— 32 E‘\e
D2jog 06— 07 ar—nfgay
o1 o s
l‘ﬂ@ 14 —{wT] pl— o Enf,
A1 |— 4

13—{HlD -}
UeelTT] 1, agser o] = BOAG

REEJ'TE Bfmpapy  |M3l—2 Eﬂ]

HOLD[T] el 2 A Uoo
T[] b 182
47 5] camt—17 [ A1

INTE[TE] i e =

P[] waTh— 24 Bl 1

EIReADY
2341
[ZHL0A

two phases clock inputs (non TTL
compatible) @ Zwei von ausser-
halb zugefiihrte Toktphasen (TTL-
-nicht kompatibel)

synchronizing signal output (indi-
cate the beginning of each machine
cycle) @ Synchronisationssignal
-Ausgapg (fiir Anzeige des Anlongs
eines jeden Operationszykluses)
input for clearing of program
counter and internally flip-flops in
timing control block @ Riicksetz-
eingang des Inhalts-Befehlziihlers
und internen Flip-Flops in Takt-
und Steuerungsblock

address bus (output three-state)
for memory addressing @ Adress-
-BUS (Ausgang mit drei Zustédnden)
fiir Speicheradressierung

data bus for bi-directional com-
munication with memory and /O
devices @ Daten-BUS fir Zwei-

aadnk + " Tk
weg-Infor w

Speicher und E/A-Einheiten

output for indication of preparation
for data receiving during operation
cycle FETCH, MEMR, STACKR,
IOR @ Daten-BUS-Eingabe-Aus-
gang fiir Vorbereitungsanzeige des
Datenempfangs wihrend der Ope-
rationszyklen FETCH, MEMR,
STACKR, IOR

put for indication of t itted
data presence on data bus during
operation cycle MEMW, STACKW
IOW @ Ausgang fir
heitsanzeige der ulmrtrugenun Da-
ten wihrend der Operationszyklen
MEMW, STACKW, 10W

input for indication of memory or
1/O devices preparation to co-
-operation @ Eingang fiir Anzeige
von  Mitarbeit-Vorbereitung  des
Speichers und der E/A-Einheiten
output for state HOLD indication @
Ausgang fir Wartezustandsanzeige
des Mikroprozessors

input for request the CPU to enter
the HOLD state @ Eingong fiir
Anforderung der CPU in HOLD-
-Zustand zu iibergehen

output to state HOLD indication @
Ausgang  fir die HOLD-Zustand-
-Anzeige

interrupt request input @ Unter-
brechungs-Anforderung-Eingang.
output for contents of the internal
enoble flip-flop @ Ausgang fiir
Zustandsanzeige des internen Un-
terbrechungs-Freigabe-Flip-Flops

STATE INFORMATION AND OPERATION CYCLE SURVEY
ZUSTANDS-INFORMATION UND OPERATIONSZYKLEN-UBERSICHT

DATA BUS OUTPUTS AND THEIR SIGNIFICATION OPERATION CYCLUS
DATEN-BUS-AUSGANGEN UND IHREN BEDEUTUNG OPERATIONS-ZYKLUS
Do D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
INTA. WO STACK HLTA OUuT M1 INP  MEMR

HALT (TWH) HALT accept e HALT-Guittung
INTA (TWH) Inlar\rupl eocem in J-LALT H‘Am"i" . Unw-
it o5 LT-

L H L L L H L H FETCH (M1) i ion cause e Befehlsabruf

L H L L L L L H memory read e Speicher Lesen

L L L L L L L L MEMW memory write @ Speicher Schreiben

L H H L L L L H STACKR temp. register read & Stapel Lesen

L L H L L L L L STACKW temp. register write @ Stapel Schreiben

Iy H L L L L H L IOR input read e Eingang Lesen

L L L L H L L L write into output e ?ﬂusgcng Schreiben

H H L L L H L L INTA isterrupl accept e Unterbrechungs-
uittung

L H L H L L L H

H H L H L H L L

DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN:

Upg = —5V iOZSV Uog = +5V +025V, Upp = +12V +0,5V,
Uss =0V, #g = +25°C

) min.-max.

tey ) 048...2 us
tro, tjo =50 ns
to: = 60 ns
toz = 220 ns
tog z0 ns
tnz =270 ns
tps = 80 ns
tpa?) 6) < 200 ns
top 2) ¢) =220 ns
toc?) 3 7) . <120 - ns
tpr?)7) - 25...140 ns
tor #) = tpr ns
tpsi z 30 ns
tpsz = 150 ns
ton %)
tie?)7) = 200 ns
s <120 ns
trs ns
tus ns
trs ns
tr %) ns
taw ?) 6) = 2tey — tp3 — troz — 140 ns
twa? % = twp = tp3 + trez + 10 ns; HLDA = L

_ = twp = twr
tow 2 ) = tey — tps — trez — 170 ns
twp?) )
tur3)7) = tp3 + trez — 50 ns
twr?)7) = tps + trez — 10 ns
tan 3 7)
Tty = tpg + tpp + tgp + tips + tpy + tgg
2. R; = 2,1 k2, 4 X KA206
3. Valid for/giiltig fiir SYNC, WR, WAIT, HLDA. -
4. Daota input should be enabled with DBIN signal. No bus conflict can then occur and data

hold time is assured tpy < 50 ns or tpyy = tpp- @ Dateneingéinge sind mit DBIN-
-Zustand freizugeben. Auf diese Weise werden BUS-Konflikte vermieden und die Daten-
-Haltezeit ist sichergestellt (tpy < 50 ns oder tpy < tpp).

5. In HALT state before trailing edge ©;. @ In HALT-Zustand vor ®; — Impulsabfallflanke.
6. C; = 100 pF
7. C = 50 pF
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MICROPROCESSOR SYSTEM @ MIKROPROZESSOR SYSTEM MHBSOSOA _ - MHB8251

INPUT/OUTPUT INTERFACE USART

E_INGA_NGS -/AUSGANGS - SCHNITTSTELLEN - SCHALTKREIS USART

PROGRAMMABLE COMMUNICATION INTERFACE DEVICE IS A UNIVERSAL
SYNCHRONOUS/ASYNCHRONOUS RECEIVER/TRANSMITTER (USART)
DESIGNED IN CONNECTION OF PERIPHERAL DEVICES WITH SERIAL DATA
TRANSMITTING AND MICROCOMPUTER SYSTEM MHB8080A. OPERATION
MODE, DATA BIT NUMBER, TERMINATION METHOD BY PARITY ARE GIVEN
BY PROGRAMMING. CHIP ARCHITECTURY PERMITTED FULL DUPLEX
OPERATION AT FULL COMPATIBILITY WITH TTL.

PROGRAMMIERBARER SERIENSCHNITTSTELLEN-BAUSTEIN IST EIN
UNIVERSELLER SYNCHRON/ASYNCHRONSENDER/EMPFANGER (USART),
WELCHER ARBEITET IM VERBINDUNG MIT PERIPHERIEGERATEN UND
MIKRORECHNERSYSTEMEN MHB8080A DURCH SERIELLEN DATENUBER-
TRAGUNG. BETRIEBSART, DATENBIT-ANZAHL, BEENDIGUNGSART DURCH
PARITAT IST DURCH DEN PROGRAMM GEGEBEN. CHIP-ARCHITEKTUR
ERMOGLICHT VOLLDUPLEX-BETRIEB BEl VOLLE KOMPATIBILITAT MIT TTL.

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min. max.
Ux/Uss 9 —0,5 +7,0 , v
Prot 1,0 w
tta 0 +70 °C
b Uy — voltage of sia;gle pins with respect to Ugg. @ Spannung von iibrigen Anschliissen
gegen USS'
Outlines ® Abmessungen: MHB8251 10—19A

MHB8251C I0—19A/C2

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:

Ucec = 475V...525V, Uss =0V, i = 0...+70°C

min.-max.

Input voltage — Eingangsspannung —

level L L-Zustand Uy —05...+408 V
Input voltage — Eingangsspannung —

level H H-Zustand Ui + 20...Ucc V
Qutput voltage — Ausgangsspannung —

level L L-Zustand

lor = 1,6 mA Uor =045 V'
Qutput voltage — Ausgangsspannung —

level H H-Zustand

log = —0,1 mA Uon =24 v
Supply current Stromaufnahme lce 45 = 80 mA
Data bus leakage current Datenbus-Reststrom

Up = 045V —lpr. =50 uA

Uo = Uce Ipr =10 uA
Input leakage current Eingangs-Reststrom

Ur = Ucc I <10 uh
CAPACITANCE: KAPAZITATEN:
Uce = Uss =0V, 8; = 4+25°C
Input capacity Eingangskapazitdt

= 1 MHz Cr =10 pF

Data bus I/O capacity Datenbus E/A-Kapazitdt Cr/o =20 pF

) Unmeasured pins are connected to Ugs. @ Nicht gemessene Anschliisse sind an Ugg
angeschlossen.

A
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"MHB8251C
Dp-0D7 |
A o MT  —=r1xD
DATA-BUS
|
RESET
o g— VLV ' Gl oL
% . t - k]
& . I I
Eewiil
R~ ™M [ L
" '[ [ 1
Yee =45V | — RxROY
S CR | AxC
=~ = B
I-DATA-BUS
Functional block diagram
Funktions-Blockschaltung
A data bus buffer @ daten-BUS-

-Puffer

DATA-BUS data bus @ Daten-BUS

M modem control @
Modem-Steuerung

MT transmitter buffer @
Sende-Puffer

CcT transmitter control @
Sende-5Steuerung

MT receiver buffer @
Empfangs-Puffer

CR receiver control @

Empfangs-Steuerung

I-DATA-BUS internal data bus @

Interner Daten-BUS

. (‘,)__ﬁ SET

2 T?/}

?’a]\f—la\

INT = 1, INTE
INTE = 1, INT = 0

In dependence of performed instruction. @
In Abhdngigkeit von der uusgeﬁ.’rl:lrten In-
struktion.

Internal flip flop setting. @ Einstellung des
internen Flipflops.

Internal flip flop reset. @ Riicksetzung des
internen Flipflops.

Terminated instruction cycle. @ Beendeter
Instruktionszyklus

No/Mein

Yes/la

Development function diagram
Funktions-Entwicklungsdiagramm



DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN
Uce =50V +025V, Uss =0V, #g = +70°C

min.-max.
ey 042...1,35 us
tow 220...0,7 tey ns
tre, tjo 0...50 ns
tar z 50 ns
tra ) z5 ns
trr = 430 ns
trD ?) =350 ns
tor ?) =200 ns
tor 3) 225 ns
taw, twa ) z 20 ns
tww = 400 ns
tow = 200 ns
twp =z 40 ns
trv, trr z26.tgy us
Base tion @ Sockelschaltung ;::' f::iﬂ o_s_ 126 fey i::h
(Top view @ Ansicht von oben) fre, fRy 5] 0...520 kHz
trew, trew 4) z12.ty us
Dy...Dy data bus of microcomputer @ Daten-BUS trew, trRew 2 1.ty us
von Mikrocomputer trpp, trpp %) z15.tey us
CLK clock input @ Takteingang trppx, trBD ) z3.tey us
RESET reset input @ Riicksetzeingang :‘2::2{ = 2) f ; ‘u:
CE chip enable input @ Chip-Freigobeeingang th.r.t‘.'f"fEi) §=16 ey zs
WR input for write data from Dy ... Dy into tex =20. tey us
t itting equali y @ Eingang trs =25. tey us
fir Datenschreiben aus Dy .. Dy in tes =16 . tey us
2 ::;;::rin::tcl;;?frt:;o: ;T:;:::; :;:put ") Signals TS and Cfﬁ as address @ CS- und CfE-", len sind als Ad
Datenlesen aus Empfénger-Ausgangsspeicher hestimt.nt
inDy...D; ) Cp = 100 pF
c/d input for control or data transmitting between ) €L = 15pF
Dy...D; and data bus buffer @ Eingang Y 1X Boud rate @ 1 Dateniibertragungsgeschwindigkei
fiir Lesen oder Schreiben von Steuerinfor- TxC and RxC frequencies limitati with respect to CLK @ Fiir TxC und
mationen oder Daten zwischen D ... Dy RxC Frequenzen gelten Beschrénkungen beziiglich CLK
und Daten-BUS-Puffer: fryo fre = 1/(30. ‘cy’
D=L Dj...D; = data @ Daten ) 16X and 64X Baud rate @ 16X and 64X Dateniibertragungsgeschwindig
cb=H Dy... D; = control word or keit. fre, fpy = (45, t):
status information @ 9 C, = 50 pF =
Steuer-oder L P A

Zustandsinformation 1 £k i TxROY — M F;
BSR o WR e U

data set ready input @ Dateniibertragungs- = T<E
einrichtung-Bereit-Eingang * 1

pa—— ADDR TxD if 5 S
DTR data terminal ready input @ Datenstation- le—D? o ! __1DATA WORD L DATA WORD_

-Bereit-Eingang iy - RxD —smart [ DATA B lsmw
RTS request to send data output @ Sendeauffor- R * ! RxROY o

derung-Datenausgang e "IEEFED'.FBE 'ﬁf_.& zio] L
Tis clear to send data input @ Sendebereitschaft- :_DE - —f

-Dateneingang . Dﬁm o
TxC transmitter clock impulse input @ Sende-Takt- ERLTS 6 RxD BT

eingang ha . 0110100 i

TR

TxD serial data itt tput @ Sende-Daten- R 5, PD SYHDES Ol

e 1061 PERIOD TxC

T B O W i IS

TxRDY tr itter ready output (can be data receiving {16 BAUD) _._"_tLT.l.(. _7RxC ‘r_]__flT_s‘_'__‘_\_l_‘—]_

from MHBB080A) @ Sender-Bereit-Ausgang Tx0 X =" SYNDET IN )

(kann Daten vom MHBB80BOA annehmen) RxD == 1 1 y
RxRDY receiver ready output (can be data transmitted 40 Z2IXC i —— L 1.04TA woRD ——————

into MHBB8080OA) @ Empfanger-Bereit-Ausgang RXC (1xBAUD) \——Ti "

(kann Daten an den MHBB808B0A liefern) INT. SAMPLING Il

i X f‘ EE E'
TxE transmitter empty output (past memory empty ik e
RxC

is in stote H) @ Sendepuffer-Ausgang (wenn (6%BAUD) 4. 3 PERIOD RuCrprme % PERIOD Rx C

keine Zeich um A den sind, hat den “TINT, SAMPLING i f

Ausgang H-Zustand)

N . . 1 Clock impulse @ Taktimpuls

RxC receiver clock impulse input Empfangs-Takt-

singang put. @ Fang 2 Read and write timing @ Lesen und Schreiben
_— . T o - 3 Transmitter clock and data @ Sendetakt und Daten

racyiver: seriali:tnput ® Empfang i 4 Receiver clock and data .@ Empfangstakt und Daten

eingang 5 TXRDY. RXRDY tiemi g : y d : ® Zeitablauf "4 y I R :.;'..‘.}
SYNDET sync detect (only at synchron mode) @ 6 Internal sync detect @ Interne Synchronisati k g

Synchronisati k g (nur bei Synchron- 7 External sync detect @ Externe Synchronisati k g

betrieb) 01101001 Sync chara

e 3 Ty

cter @ Synchr. Zeichen

D T
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PROGRAMMABLE DEVICE FOR PARALLEL CONNECTION

OF INPUT/OUTPUT PERIPHERAL EQUIPMENT FOR ———

MICROCOMPUTER SYSTEM MHB8080A. THE DEVICE HAS 24 /O = A

PINS FOR EXTERNAL EQUIPMENT CONNECTION, WHICH Uss———L M ca s 0

MAY BE PROGRAMMED IN TWO GROUPS. THE FUNCTIONAL 00,07 . T

CONFIGURATION IS PROGRAMMED BY THE SYSTEM D-8R — A |-

SOFTWARE. INPUTS AND OUTPUTS TTL COMPATIBLE. Pl LS pm POB.PC7
RD— a

PROGRAMMIERBARER SCHALTKREIS FUR PARALLELEN WR— . il &t

ANSCHLUSS VON EINGANGS/AUSGANGS PERIPHEREN e S W

GERATEN FUR MIKRORECHNER-SYSTEM MHB8080A. C5— 4+ B bJ = ———>PBA_PBY

DER SCHALTKREIS HAT 24 E/A-ANSCHLUSSE, DIE IN ZWEI RESET— 3 L

GRUPPEN PROGRAMMIERT WERDEN KONNEN. DIE e

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN SIND DURCH SOFTWARE

PROGRAMMIERT. EINGANGE SIND TTL-KOMPATIBEL.

RESET reset input — at level H clear all internal
registers incl. the control registers and all
ports PA, PB, PC are set to the input mode 0 @
Riicksetz- Eingang — beim H-Pegel setzt alle

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN: internen Register einschliesslich des S re-
gisters zuriick und alle Kandle PA, PB, PC
i bringt in die Betriebsart Eingabe
min. max.
Do...D7 data bus for bi-directional data fer be-
Ux/Uss —0,5 +7,0 v tween PPl and microcomputer bus @ Daten-
Prot 1.0 :N -BUS fiir Zweiweg-Dateniibertragung zwischen
Va 0 +70 c PPl und Mikrorechner-BUS
— PAO ... PA7 port PA (bit) @ Kanal PA (Bit0...7)
) Uy — voltage of single pins in respect to Ugs: @ PBO...PB7 port PB (bit) @ Kanal PB (Bit 0...7)
Spannung von einzelnen Anschliisse gegen Ugg. b :

PCO,..PC7 port PC (bit) @ Kanal PC (Bit0...7)

Ag Ag port PA, PB, PC address input for write and
read or write into control register @ Kanal
PA, PB, PC Adressen-Eingang fiir Schreiben
und Lesen oder Schreiben in Steuerregister

cs chip select @ Chip-Auswahl

RD data transfer input from PPl on data bus @

Qutlines e Abmessungen: MHBB8255A 10—20A Lese-Eingang — Ilasst PPl Daten iber den
MHB8255AC 10—20C/1 . Daten-BUS an den Mikroprozessor senden

WR data transfer input from daota bus on PPl @
Schreib-Eingang — ermaglicht dem Mikropro-
zessor Daten in PPl einzuschreiben

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN:
Static data: Statische Kenndaten: nom. min.-max.
Ucc =50V +025V, Uss =0V, #; = 0°C...+70°C
Input voltage — level L Eingangsspannung — L-Zustand Ur —05...+08 V
Input voltage — level H Eingangsspannung — H-Zustand U +20...4+Ucc V
Qutput voltage — level L Ausgangsspannung — L-Zustand

data bus, lor = 2,5 mA Daten-BUS Uorcpe) =045 v

periphery connection, Peripherieanschluss

lor = 1,7 mA Uorce) =045 v
Output voltage — level H Ausgangsspannung — H-Zustand

data bus, logp = —400 uA Daten-BUS Uonrps) =24 Vv

periphery connection, Peripherieanschluss

lop = —200 uA Uos(p) =24 A
Output current Ausgangsstrom —lor¢p) 2 o mA
Supply current Stromaufnahme lee 65 =120 mA
Input leakage current Eingangs-Reststrom

Uy =0...Ucec lit, = +10 uA
Qutput leakage current Ausgangs-Reststrom im nicht

in non active state aktiven Zustand

Uo = 0...Ucc lor =410 #A
Capacitance: Kaopazitéten:
Ucc = Uss =0V, #; = +25°C, f = 1 MHz
Input capacity Eingangskapazitat

Ao, A, CS, RD, WR, RESET Cr 6 =10 pF
Output capacity Ausgangskapazitat

PAO...PA7, PBO...PB7, PCO...PC7 DO0...D7 Ciro 10 =20 pF

T T e e T e S g ol S i MY WO e 7 R P o o e e L S S RN S T e B s
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Base

(top view @ Ansicht von oben)

DYNAMIC DATA e DYNAMISCHE KENNDATEN
Ucc = 50V 4025V, Uss =0V, 8z = 25°C

tAR
tra
trr
tir
tur
trp 1)
tor
taw
twa
tww
tow
twp
tws ?)
tak
tsr
tps
te
tap3)
txp 3)
trw )
twos
taos?)
tsiz?)
triB
tsir ?)
tarr?)
trir ?)
twrr 9

) C, =100 pF, R = 1,5 k2 | = 0,4 mA, 4 X KA207
7 €, =100 pF, R = 22 k2, | = 0,2 mA, 4 X KA207

PAI[DT]
(2! i

. [Pad—s
= ot Pa1| 03
2oz [
n—{oa Pagl—on
% LT
=05 Pasl 30
05 P58
d I V]
)
PRI
) 0
Ff W L:c ]
D40 P77
[ PER—23
PER— 2
o5
PR
POI—15
PC—16

L

P

S

e

Low,

ction @ S

Lalerhal

z0
=0
2 300
=0
=20
= 250
10...150
=0
=20
= 400
=100
=30
= 350
= 300
= 500
E
= 180
= 300
20...250
= 850
< 650
= 350
= 300
= 300
= 300
=< 350
= 400
= 850

%) Valid for mode 2 @ Giiltig fiir Regime 2
‘) On data bus @ Auf Daten-BUS

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

MODE @

RD " 1 |
LA s ; P | tHR
PAPB.PC !f"" R
rlar ]
YYD § X
""IRD—"| ---[UF —
pp.o7 - __vw __ F---
OUTPUT OPERATION
e ——————+
WR b = J[m[
00.07 X X
taw—+ Ctpw—ttwa—=
E,Aﬁ,.mjL A
s
PAPB.PC l VALID

MODE 1,2

STB \
-—tsr
\
BF—j]tstB tsir F—
INTR t
: S|
a0 fp——- RIB
tps teH
o s B
OUTPUT OPERATION
WR /i
WOB 208
[ —
tWIT
INTR f_‘
v-t.|,|<ﬂ-|——tsaxrr—-J
ACK 1 t,“ jt
g B i
PAPB 1 e T

Az

p

forms @ Imp

UJ’[ = UJ'H =08V, UIH - UOH =20V
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INTEGRATED CIRCUITS FOR FREQUENCY TELEPHONY
DIALLING — CONTAINS THE CIRCUITS FOR INPUT DATA
CONVERSION TO FREQUENCY DIALLING OUTPUT SIGNAL,
FOR CONNECTION AND DISCONNECTION OF MICROPHONE
AND TELEPHONE UNIT.

INTEGRIERTE SCHALTKREISE FUR FREQUENZ-FERNSPRECH-
WAHL ENTHALTEN DIE SCHALTUNGEN FUR WANDLUNG
VON EINGANGSDATEN AUF AUSGANGSSIGNAL DER
FREQUENZ-FERNSPRECHWAHL, FUR MIKROPHON- UND
FERNHORERKAPSEL EIN- UND ABSCHALTUNG.

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min. max.
Ux/Us 1) —0,5 +10 v
ta —10 +55 °C
l’sl £ ?’ —'40 + 55 °C
sig 3) +5 +35 "C
) Voltage on single pins to ds the voltage Ugg (pin 06). @
Spannung auf einzelnen Ausfiihrungen gegen Ugg (Ausfiihrung 06).

?) Of devices mounted in apparatus. @ Der Schaltkreisen in Gerédten
eingebauten.

3) Of devices in original package of manufacturer. @ Der Schaltkreisen
in original Verpackung von Hersteller.

Qutlines @ Abmessungen: IO—14A  Remarks p. 140 / Bemerkungen S. 140

% 13 12 n

it |

1 supply ge @ Speisesp g9 +Upp

2  output for microphony di ction @ Ausgang fiir
Mikrophonabschaltung

3 input of column @ Spalteeingang 1 (12159 Hz)

4 input of col ® Spal gang 2 (1331,7 Hz)

5 input of col ® Spal g 3 (147,9 Hz)

6  supply voltage @ Speisesp g Ugg.

7. 8 oscillator input @ Oszillatoreingang

9 input of col ® Spalteeingang 4 (1645,0 Hz)

10 tput for teleph di ction @ Ausgang

Fernhérerabschaltung
1 output of row @ Zeileausgang 4 (948,0 Hz)
12 output of row @ Zeileausgang 3 (847.4 Hz)
13 output of row @ Zeileausgang 2 (766,2 Hz)
14 output of row @ Zeileausgang 1 (699,1 Hz)
15 input for exclusion of invalid data @ Eingang fiir

Ausscheiden von ungiiltigen Daten
16 tone output @ Tonausgang

fiir

CHARACTERISTIC DATA:

KENNDATEN: Uss = 0V, #a = +25°C

Supply current during dialling ) Speisestrom bei Wahl 1)

Upp = 3,5
Upp = 45V
Upp = 10V
Quiet supply current 1) Speise-Ruhestrom 2)
Upp = 35V
Upp = 45V
Upp = 10V

Tone output voltage Tonausgangsspannung
Ro = 1 kQ; MHB5085A Upp = 3,5V; MHB5085 Upp = 45V
for lower frequency group fur untere Frequenzgruppe
for upper frequency group fiir obere Frequenzgruppe
Output current for microphony unit Ausgangsstrom fiir Mikrophonab-
disconnection in closed state schaltung im eingeschalteten Zustand

Upp = 45V, Ug =35V
Upp = 10V, Up =8V
Upp = 35V, Up =25V
Upp = 10V, Up =8V

Ausgangsstrom fiir Fernhéherabschal-

Output current for telephone unit
tung im eingeschalteten Zustand

disconnection in closed state

Upp =35V, Up =30V
Upp = 45V, Up = 40V
Upp = 10V, Upg =95V

Column input resistance against Uss  Spalteeingangswiderstand gegen Uss

Oscillator-up time 3) ) Oszillator-Anlaufzeit 3) )

Tone output non-linear distortion Nichtlineare Tonausgangs-Verzerrung
MHB5085A Upp = 3,5 Vi MHB5085 Upp = 45V

Supply voltage Speisespannung

Tastekontaktwiderstand im
eingeschalteten Zustand

Tastekontaktkapazitét

Key button contact resistance
in closed state

Key button contact capacitance
in disconnected state im eingeschalteten Zustand

Tone output load resistance Tonausgang-Belastungswiderstand
MHB5085A Upp = 3,5V; MHB5085 Upp = 45V
Upp = 10V

Ekv. parallele capacitance PKJ 3) Ekv. parallele Kapazitat PKJ 3)

MHB5085A
MHB5085

MHB5085A
MHB5085

MHB5085
MHB5085
MHB5085A
MHB5085A

MHB5085A
MHB5085

MHB5085
MHB5085A

Ipp1
lpp1
Ipp1

lppz
Ipp2
Ipp2

Uob eff
Uob eff

lon
lon
lon
lon

los
los
los
R;

tosc

A A A
oW
owWb

IA A 1A
W = =
o

360...540
510...770

0 IV I v
[=- R RS
cocowm

v v
ggz

8

20...

A
-
(=]

45...10
35...10

=1

=30

=750

= 400
~12

mA
mA
mA

mA
mA
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MHB9110

UNIPOLAR INTEGRATED CIRCUI"I’S MIS ® UNIPOLARE INTEGRIERTE

 SCHALTKREISE MIS

FOR IMPULSE FREQUENCY DIALLING ® FUR IMPULS-FERNSPRECHWAHL

CONTROL CIRCUIT FOR IMPULSE TELEPHONY DIALLING —
CONTYAINS THE LOGIC CIRCUITS FOR INPUT DATA CONVERSION
INTO SEQUENCE IMPULSES, WHICH ARE TRANSMITTING

IN SUBSCRIBER LINK, CIRCUITS FOR DIALLING STATE
SIGNALISATION AND MEMORY FOR TRANSMITTING OR
DIALLING REPEATING OF NUMBER WITH 10 DIGIT OR SERIAL
PULSE SPACING.

STEUERSCHALTKREIS FUR IMPULSFERNSPRECHWAHL —
ENTHALT LOGISCHE SCHALTUNGEN FUR EINGANGSKODE-
-UMWANDLUNG AUF IMPULSFOLGE, WELCHE IN TELNEHMER-
LEITUNG GESENDET SIND, SCHALTUNGEN FUR SIGNALISATION
VON WAHLZUSTANDES UND EIN SPEICHER FUR
WAHLIMPULSGABE ODE -WIDERHOLUNG VON FERNSPRECH-
NUMMER MIT 10 ZIFFER ODER ZWISCHENSERIEN-PAUSEN.

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min. max.
Ux/o ) +0,3 —20 Vv
Ux/o +0,3 —20 v
fa —10 +55 o
Hstg ) —40 +55 °C
ftsg 3) +5 435 °C

) Voltage on single pins toward the voltage Ugg (pin 10 at case 10—18,
pin 09 at case |O—14A). @ Spannung auf einzelnen Ausfiihrungen gegen
Ugg (Ausfihrung 10 bei Gehéuse 10—18, 09 bei Gehduse 10—14A),

?) Of devices mounted in apparatus. @ Der Schaltkreisen in Gerdten
eingebauten.

Y Of devices in original package of manufacturer.
in original Verpackung von Hersteller.

@ Der Schaltkreisen

For MHB9110 in case 10—14A valid @
Fiir MHB9110 in Gehduse 10—14A ist glltig:
Fixed impulse ratio (space : impulse) @

Festes Impuls-Verhéltnis (Pause : Impuls) 60 : 40

Fixed spacing between number in dependence

on dialing rate @ Feste Pause zwischen

MNummern in Abhiéingigkeit von Wahlgeschwindigkeit: 10 20 600 imp/[s
Spacing between number @ Zwischennummerpause 800 400 13,33 ms

QOutlines @ Abmessungen: 10—18, or I0O—14A.

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: Uss 6V, #a = 4+25°C

min.-max.
Power input Leistungsaufnahme
—Uoy = 1V, —Ugr = 16,5V, fo = 18 kHz Ptot =2
Clock input leak current  Takteingangs-Reststrom
—Ue = 165V, #la = +55°C lo =30

Other inputs leak Eingangs-Reststrom von
current tibrigen Eingéngen
—Ur =165V I =1

Clock input capacitance Takteingangskapazitat

Uo =0V, f=1MHz Co =150
Other inputs Eingangskapazitat von
capacitance ibrigen Eingdngen
U=0V, f=1MHz Cr =5
Qutput current — Ausgangsstrom —
level L L-Zustand
—UoL =10V lot =10
Output current — Ausgangsstrom —
level H H-Zustand
—Uon =1V lon z 250
Sampling output Tastungsausgang-
preset ) Voreilung tp z 33
Sampling output Tastungsausgang-
overlap 1) Versetzung to =3
Telephone loop Versetzung des Fern-
disconnection output sprechkreisabschal-
-overlap 1) ?) tungs-Ausgangs tm =3

mW

uh

pF

pF

uA
ms

ms

ms

Functional block diagram @ Funktions-Blockschaltung

Base connection (top view) @ Sockelschaltung
(Ansicht von oben)

1014A 10—18

14 1 dialling repeating @ Wahlwiederholung

1 2 spacing between number @ Zwischennummer-
pause
2 3 reset @ Riickstellung
3 4 telephone loop dlsconnact @ Fernsprechkreis-
-Abschaltung
4 5 data validity @ Datengiiltigkeit
5 6 data input @ Dateneingang C1
[ 7 data input @ Dateneingang C2
5 8 data input @ Doteneingang C3
8 9 data input @ Dateneingang C4
9 10 supply voltage @ Speisespa g Ugs
10 1 clock impulse @ Taktimpuls Dy
1 12 clock impulse @ Taktimpuls @5
12 13 dialling rate adjusting @ Wahlgeschwindigkeit-
Einstellung
13 14 link output @ Leitungsausgang
—_ 15 impulse rate adjusting @ Impulsverhéltnis-Ein-
stellung
15 16 sampling @ Tastung
16 17 blocking input @ Blockierungseingang
— 18 spacing between number adjusting @ Zwischen-
nummerpausen-Einstellung
ID/CC  input decoder/code control @ Eingangsdekodierer/Kode-
kontrolle
AL antiflash logik @ Antieinschwingungs-Logik
R shift register @ Schieberegister
SP spacing odjusting @ Zwischennummerpause-Einstellung
MR marking register @ Zeichenregister
CL control logik @ Steuerlogik
oL output logik @ Ausgangslogik
sSD secondary divider @ Sekundér-Teiler
PD primary divider @ Primar-Teiler
SPL spacing logik @ Logik der Zwischennummerpause

Tr

r

L
=

Impulse woveform @ Impulsdiagramm
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MEMORY FOR IMPULSE TELEPHONE DIALLING, WORKING
WITH INTEGRATED CIRCUIT MHB9110 AS END DIAL PLATE
REGISTER WITH CAPACITY OF 10 TELEPHONY NUMBER

WITH 22 DIGIT OR SERIAL PULSE SPACING.

SPEICHER FUR IMPULS-FERNSPRECHWAHL, WELCHE

MIT INTEGRIERTEM SCHALTKREIS MHB9110 ARBEITET, ALS
ZIEL-NUMMERNGEBER MIT KAPAZITAT VON 10 FERNSPRECH-
NUMMER MIT 22 ZIFFER ODER ZWISCHENSERIEN-PAUSEN.

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min.
Ux/Uss ) +0.3
ta —10

max.

—20
+55

v
°C

) Volitage of single pins towards the voltage Ugg (pin 01). @

auf eir

| Ausfiithrung

L 9

Qutlines @ Abmessungen:

10—14

gegen Ugg (Ausfiihrung 01).

CHARACTERISTIC DATA: KENNDATEN: Uss = 0V, #s = +25°C

Power input

Leistungsaufnahme

Uog = —1V, Up, = —165V, fo = 18 kHz

Clock input leak current
Up = —165V

Other inputs leak
current
U= —165V

Clock input
capacitance 1)

Upg=0V, f=1MHz

Other inputs
capacitance

Ur=o0V, f=1MHz

OQutput current —
level H?)
Up=—1V

QOutput current —
level L 2)
Up=—10V

Digit output rate

fo = 18 kHz
Recommended working
conditions:

Takteingangs-Ruhestrom

Eingangs-Ruhestrom von

iibrigen Eingdngen
Takteingangskapazitat
Eingangskapazitat von

iibrigen Eingangen

Ausgangsstrom —
H-Zustand

Ausgangsstrom —
L-Zustand

Zifferausgangsgeschwin-

digkeit

Empfohlene
Betriebsdaten:

Uss =0V, #; = —10°C... +55°C

Clock frequency

Clock impulse voltage —

level L3)

Clock impulse voltage —

level H 3)

Input voltage —
level L

Input voltage —
level H
Clock impulse rise time
Clock impulse trailing
edge
Clock impulse width
Clock impulse space

Data validity impulse
width

Reset impulse trailling
edge

Reset impulse delay
time

erkungen S. 140

Taktfrequenz

Taktimpulsspannung —
L-Zustand

Taktimpulsspannung —
H-Zustand
Eingangsspannung —
L-Zustand
Eingangsspannung —
H-Zustand
Taktimpulsanstiegszeit
Taktimpulshinterflanke

Taktimpulsbreite

Taktimpulspause

Datengiiltigkeitimpuls-
breite

Riickstellimpulshinter-
flanke

Rickstellimpulsverzége-
rung

e VA

nom. min.-max.

Pc 2,25 mW
lo =10 wA
Ir =1 pA
Co 70 pF
Cr =5 pF
lox 206 mA
lor =10 WA
fo 8,35 Hz
fo 10...30 kHz

Uor —13,5...—165 V
Uoy +03...—10V
Upr —50...—165V

Umr +03...—10V

tr 0.1 venB FS
tf 01...4 us
tw 5...40 pus
ts 5...40 us
te z10 ms
trf 5100 us
trD =z3 ms

-

DT MR

: 10 x22x &

B3 o8 1 M mo2

supply voltage @ Speisespannung Ugg
clock impulse @ Takti I L

clock impulse @ Taktimpul L2

memory select @ Speicherauswahl

control logic enable @ Steuerlogikfreigabe
input data validity @ Eingangsdatengiiltigkeit
write into memory @ Schreiben nach Speicher
chip select @ Chipauswahl

dialling dota blocking @ Wahid blocki g
A dﬂtﬂ Kl Li g . 'AJ o — ki .l=-
rung

reset @ Riickstellung

output data validity @ Ausgangsdatengiiltigkeit
databus C1 @ Datenbus C1

C2 @ Datenbus C2

latabus C3 @ Datenbus C3

databus C4 @ Datenbus C4

control logic @ Steuerlogik

R

decoder and timer @ Dekodi und Taktgeb
memory register @ Speicherregister

1/tg

Time diagram of dialling from memory. @

Zeitdiagram von Wahl aus Speicher.

A

m m O O m®

@ >

chip select @ Chipauswahl
memory select @ Speicherauswahl

input data and address validity @ Eingangs-
daten und Adresse-Giiltigkeit

output data validity @ Ausgangsdaten-Giiltig-
keit

output code @ Ausgangskode (C;...Cy)
dialling data blocking @ Wahldatenblockie-
rung

reset @ Rickstellung

clock impulse @ Taktimpul

timing of counterflash logic @ Taktgeber fiir
G iy Lonil




CLOCK IMPULSE GENERATOR FOR IMPULSE TELEPHONY
DIALLING

GENERATOR VON TAKTIMPULSEN
FUR IMPULS-FERNSPRECHWAHL

MAXIMUM RATINGS e GRENZDATEN

min.-max.

The integrated circuit sustain voltage on the various
leads towards voltage on the pin No. 14 (Upp)
in the range

Der Schaltkreis kann aushalten die Spannung auf
einzelnen Ausfilhrungen gegen Spannung auf
Ausfiihrung Nr. 14 (Upp) im Bereich

Ambient temperature range ® Umgebungstemperatur

+0,3

Storage temperature @ Lagerungstemperatur
of devices mounted in apparatus

der Schaltkreisen in Gerdten eingebauten —40

of devices in original package of manufacturer
der Schalkreisen in original Verpackung
von Hersteller

+5

+55
+55 °C

+35

Yoo

Qutlines ® Abmessungen: 10—13/2

Uss

0%

0sC

CHARACTERISTIC DATA o KENNDATEN:

be = +25°C, Upp =0V

nom.
BASIC DATA: GRUNDDATEN:
Supply current Speisestrom
Usst = —4 V Iss1
Ussz = —15V, Cro1,03 = 10 pF Issz2
Usss = —15V, lead 08 and 10 connected @
Ausfiihrung 08 und 10 verbunden Iss3
Clock impulse width Taktimpulsbreite
fosc = 36 kHz tw
Space of clock impulse  Impulsintervall
fosc = 36 kHI ts
Rise time of clock Impulsanstiegzeit
impulse
CL = 360 pF tr
Falltime of clock Impulsabfallzeit
impulse
Cr = 360 pF tf
Stability of clock Taktimpulsfrequenz-
impulse frequency Stabilitat
Ussi = —4V...—15V, #; = 0°C...+55°C Af
Qutput resistance Ausgangswiderstand
@y, O3 D1, O3
Ussz = —4 V Roe1 Rows
Qutput resistance Ausgangswiderstand
Uss3 = —4 V ' Rog, Rog
RECOMMENDED EMPFOHLENE
WORKING DATA: BETRIEBSDATEN:
Supply voltage Speisespannung Uss:
- Ussz
Usss
Oscillator frequency Oszillator-Frequenz fose 36 + 1009

min.-max.

=750

—4,0...—15
—4,0...—15
—4,0...—15

H
us
us
ns

ns

v
\
v

kHz

2 0O oscillator output @
Oszillator-Ausgang
3 04 oscillator 3 @ Oszillator 3
4 0O, oscillator 2 @ Oszillotor 2
5 0O oscillater 1 @ Oszillator 1
6 Ugg; voltage supply @
Speisespannung Ugg,
7 Ussa voltage supply @
Speisespannung USS3
8 Q output @ Ausgang Q
9 Q output @ Ausgang Q
10 D input @ Eingang D
1M Uggy voltage supply @
Speisespannung Ugga
12 0, clock generator output @
Taktgenerator-Ausgang @4
13 @ clock generator output @
Toktgenerator-Ausgang @
14 Upp  voltage supply @
Speisespannung Upp
OSC  — oscillotor @ Oszillator .
c — level converter @ Pegelumsetzer
CcK — clock generator @ Taktgenerator
KO — flip-flop circuit @
Flip-Flop-5chaltung
S e
#
L i et et e i s
1 ftw_fr
O
H

J:5]
L

Block diagram @ Blockschaltung
Base connection (top view) @ Sockelschaltung
(Ansicht von oben)

Ugsz vo

ltage supply @

Speisespannung Ugg»

J—

Waveforms @® Impulsdiagramm
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MHB8708C

FUNCTION TABLE @ FUNKTIONS-TABELLE

MHB5085, MHB5085A

TL  key button logic @ Tastenlogik
OSC oscillator @ Oszillator

fiir 91. 03 muss max. 0,5 V sein.

[ counter @ Zéhler
OPERATION OUTPUTS INPUTS @ EINGANGE ROM memory @ Speicher ROM
BETRIEB AUSGANGE D/A converter @ Wandler DJA
Op...0g Ag...Ag CS/WE PRG
READ @ LESEN Dgos address  Uj Uss ) Tone output without load @ T gang ohne Bel g
PROGRAMMING @ ?) Column outputs in non active state @ Spaltenausgéngen
PROGRAMMIERUNG D address Upgw Upgp im nicht aktiven Zustand
NON ACTIVE @ %) Between pin 7 and 1 is cted the capacitor 10 pF @ Zwischen
NICHT AKTIVEN n - Uy  Uss Ausfiihrungen 7 und 1 ist ein Kond >r 10 pF eingeschaltet
) Until by reach of 100 %, amplitude of the tone output @
) High impedanz @ hohe Impedanz Mach Erreichung von 100 %; der Tonousgangsamplitude
CAPACITANCES @ KAPAZITATEN:
Ugc = +5V, Upp = +12V, Ugg = —5V,
Ugs =0V, 8, = 25°C MHB9200
Cr <6 pF
Co =1 pF 1) E#. capacitance of clock input 260 pF. @
Eff. Kapazitat des Takteinganges 260 pF.
) Cq...Cy activated as puts @ oktivierte als Ausgiing
3) Level difference Ugy; for @5 and @, musst be mox. 0.5 V. @
Differenz von ®-Zustinden fiir ®; und ¢, muss max. 0.5 V sein.
) Measured on level U;;;. @ Gemessen an dem Zustand Ujpp.
%) From time, when clock impulse have the amplitude
Ugr = —13,5 V. @ Ab Augenblick, wann die Taktimpulse
eine Amplitude Ug; = —13,5 V haben.
MHB9110
Recommended working Empfohlene
conditions: Betriebsdaten:
Uss = 0V, 8#g = —10°C... 4+55°C
Clock frequency Taktfrequenz to 10...30 kHz
Clock impulse voltage — Taktimpulsspannung —
level L3) L-Zustand —Ugpr 10...165 V
Clock impulse voltage — Taktimpulsspannung —
level H H-Zustand Upyr +03...—1,0V
Input voltage — Eingangsspannung —
level L L-Zustand —UiL 4...165 V
Input voltage — Eingangsspannung —
level H H-Zustand U —03...—10V
Clock impulse rise time  Taktimpulsanstiegszeit tr 01...8 us
Clock impuls trailing time Taktimpulshinterflanke ty 01...4 s
Clock impulse width Taktimpulsbreite tw 5...40 s
Clock impulse space Taktimpulspause ts 5...40 us
Input impulse front Eingangsimpuls-Forder- A pacing before number @
and trailing edge u. Hinterflanke tor, tif =10 us Pause vor Nummer
Data validity impulse Datengtiltigkeitimpuls- B pacing bet ber @
width breite tkpw z10 ms Zwisch pause
Reset impulse trailing Riickstellimpulshinter- - c spacing between series @
edge flanke trf 3...100 us Zwischenserienpause
Reset impulse delay Riickstellimpulsver- D blocking input @ Blockierungseingang
time 9) zégerung trD =3 ms KP data validity impulse @
Datengliltigkeitsimpuls
) Output load @ Ausgangslast R, = 47 k&2, C,; = 30 pF L link output @ Leitungsausgang
2) Valid for impuls: space ratio @ Giiltig fir Impuls: Pause-Verhdltnis = 6623 : 33 ;. M ;' ph LII"’“P :' 0 ct @
3) Level difference Ugy for ®;, @3 must be max. 0,5 V. @ Differenz von Ug-Zusténden e .
P Sampling @ Tastung
9

die Taktimpulse eine Amplitude Uy, = —10 V haben.
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From time, when clock impulse have the amplitude Ug; = —10 V. @ Ab Zeit, wann
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OUTLINES @ GEHAUSE

GLOSSARY OF USED ABBREVIATIONS
ERLAUTERUNGEN DER ANGEWENDETEN BEZEICHNUNGEN
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AN 7 AN 7
% ? Y
10-53 10-54
Case ® Gehduse Correspond to ® Entspricht ca
Serial number TESLA (CSN 35 8720) IEC RVHP
Seriennummer enclosure base enclosure base JEDEC enclosure base
Kappe Sockel Kappe Sockel Kappe Sockel
101 K505 P304A 191—-C4 191—B6C TO-12 Al B1
102 K505 P406A 191—C4 — - Al -
103 K506 P402A 191—C4a 191—B7C T0-77 A19 -
104 K512 P402B 191—-C4 191—B7C TO0-77 A19 —
105 K512 P422B 191—C4 - TO-77 A19 -
106 K512 P412B 191—-Ca 191—-B7C TO0-77 A19 —
107 K505 P403B 191—-C23 191—B31 TO-74 A15 -
108 K512 P403B 191—C23 191—B31 TO-74 A15 —
109 K512 P404B 191—-C23 191—B32 TO-73 A15 -
1010 K507 P103B 197-C7 191—-B10 - A7 B11A
1011 Ké01 P601F 191—-C14B 191—B18 ~TO-73 ~A4 ~Bé6
1012
1013 K402 - - - TO-116 - -
1014 K404 - - - - — -
1015 K405 — - - — — -
1016 K408 - - - - — -
1017 K409 - = = i 2 oo

146




AGC
AMR

R

TCE (ON)
TCE (OFF)
rpIN

SVR
TK

t

lip
t;‘p;’lT
tr

Ug
Use
Ucs
Uce
Uce
Ucko
Urg
Unp
Uge
Uy
Uip
Urn ef
Uso

Un
Uo
AUg
Uoar
Uowm

“

current goin

automatic gain control

A. M. rejection

power gain as differential amplifier

power gain as cascode amplifier

voltage gain

differential voltage gain

unbalance

bandwidth

input capacitance

common-mode rejection ratio

noise factor

noise factor in differential amplifier

frequency

cut-off frequency at which hg;, = 1

current gain in grounded emitter circuit,
static value

current gain in grounded emitter circuit,
sm- Il signal value

absciute value of current amplifications factor

nperating current

collector current

operating current

operating current

emitter current

operating current

input current

input bias current

input offset current

input bias current

output current

output peak current

quiescent current

quiescent current range

output short-circuit current

stabilized current

total harmonic distortion

dissipation

output power

total dissipation

external resistance between base and emitter

generator internal resistance

internal - resistance

input resistance

input resistonce of one input

output resistance

thermal resistance between junction and
ambient air

thermal resistance between junction
and case

load resistance

channel resistance in closed state

channel resistance in unclosed state

dynamic resistance

slew rate

supply voltage rejection ratio

av. temperature coefficient

fall time

impulse time

tasting ratio

rise time

supply voltage

base-emitter voltage

collector-base voltage

positive supply voltage

collector-emitter voltage

collector-emitter voltage, base open

emitter-base voltage

supply voltage

negotive supply voltage

input voltage

differential input voltage

input noise voltage, R. M. S. value

input offset voltage

noise voltage

output voltage

line regulation

output A. F. voltage
output voltage, peak value

Stromverstérkung
AGC-Bereich
AM-Unterdriickung
Leistungsverstérkung als Differentidlverstérker
Leistungsverstarkung als Kaskodenverstérker
Spannungsverstdrkung
Differential-Spannungsverstérkung
Unwucht
Bandbreite
Eingangskapazitét
Gleichphasiges Signalunterdriickungs-Verhdltnis
Rauschfaktor
Rauschfaktor als Differentialverstéarker
Frequenz
Grenzfrequenz, bei welcher hsj, = 1
Gleichstromverstarkungsfaktor
in Emitterschaltung
Kleinsignal-Stromverstérkungsfaktor
in Emitterschaltung
Stromverstéarkungsfaktor-Absolutwert
Betriebsstrom
Kollektorstrom
Betriebsstrom
Betriebsstrom
Emitterstrom
Betriebsstrom y
Eingangsstrom
Eingangs-Null-Strom (Eingangsbiasstrom)
Eingangsstrom-Unsymmetrie (Eingangsoffsetstrom)
Eingangs-Null-Strom (Eingangsbiasstrom)
Ausgangsstrom
Ausgangsspitzenstrom
Ruhestrom
Ruhestroménderung
Ausgangs-Kurzschluss-Strom
Stabilizierter Strom
Verzerrung
Verlustleistung
Ausgangsleistung
Gesamtverlustleistung
Ausserer Widerstand zwischen Basis und Emitter
Generator-Innenwiderstand
Innenwiderstand
Eingangswiderstand
Eingangswiderstand von einen Eingang
Ausgangswiderstand
Warmewiderstand zwischen Sperrschicht
und umgebender Luft
Wérmewiderstand zwischen Sperrschicht
und Gehduse
Belastungswiderstand
Kanalwiderstand im geschalteten Zustand
Kanalwiderstand im ungeschalteten Zustand
Dynamischer Widerstand
Flankensteilheit
Empfindlichkeit an Betriebsspannungsdnderung
Mittlerer Temperaturkoeffizient
Abfallzeit
Impulsdauer
Tastverhdlnis
Anstiegzeit
Speisespannung
Basis-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Positive Speisespannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei offener Basis
Emitter-Basis-Spannung
Speisespannung
Negative Speisespannung
Eingangsspannung
Differential-Eingangsspannung
Eingangs-Rauschspannung, effektive
Eingangsspannung-Unsymmetrie
(Eingangsoffsetspannung)
Rauschspannung
Ausgangsspannung
Netzregelung
NF-Ausgangsspannung
Ausgangsspannung (Spitzenwert)
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Uom/m output voltage swing

Uon noise output voltage

Uon output offset voltage

Uopp output voltage swing

A Uor long term stability

Up/n reference voltage

A Upyn reference voltage change

U; input voltage

Uz output voltage

AUz output voltage change

Ez; mutual conductance

I input impedance

Zo output impedance

al 1o average temperature coefficient of input
offset current

a0 average temperature coefficient of input
offset voltage

ta ambient temperature

e case temperature

¥ junction temperature

tsig storage temperature

TRUTH TABLE o LOGISCHES VERHALTEN

Ausgangsspannung (Spitze-Spitze)

Ausgangsrauschspannung

Ausgangsspannung-Unsymmetrie

Ausgangsspannung (Spitze-Spitze)

Langzeitstabilitat

Referenzspannung

Referenzspannungs-Anderung

Eingangsspannung

Ausgangsspannung

Ausgangsspannung-Anderung

Steilheit

Eingangs-Impedanz

Ausgangs-Impedanz

Mittl. Temperaturkoeffizient der Eingangsstrom-
Unsymmetrie

Mittl. Temperaturkoeffizient der Eingangsspannungs-
Unsymmetrie

Umgebungstemperatur

Gehdusetemperatur

Sperrschichttemperatur

Logerungstemperatur g

Remorks: @ Bemerkungen:

W l=h-Lz-)

t"‘l" 2. K-K|'K2‘K’

3. t, = bit time before clock pulse

output @ Zeitpunkt vor dem Taktimpuls
4. t, + 1 = bit time after clock pulse

(o)
MH7472, MH8472, MH5472 MH7474, MHB4TA, MH5474
(one flip-flop — ein Flipflop)
t, t, + 1
UTI—— ty
J K o] ==
input D ocutput Q
k L K0 Eingang D Ausgang Q
L H L
H L H L
H H Qn H
MH 3212

REMARKS TO THE FUNCTION TABLE ®
BEMERKUNGEN ZUR FUNKTIONSTABELLE

R — reset data latch ® Datenspeicher riicksetzen

sets SR flip-flop ® SR Flip-Flop vorbereiten

(no effect on output buffer @ ochne Wirkung auf den Ausgangs-
puffer)

Internal SR flip-flop @ Internes SR Flip-Flop

— high level ® High-Zustond

.
—

H

L — low level ® Low-Zustand

4+ — transition from high to low level ® HAnderung von Low- auf
High-Zustand

— irrelevant level (incl. transitions) @ Beliebiger Zustand ein-
schliesslich seiner Anderungen

>

Q,,.— previous level of help circuit ® vorangehenden Zustand veon
Hilfskreis

§ — level equal as on output of help flip-flop ® Zustand gleicher
wie ouf Ausgong des Hilfs-Flip-Flop

i Zeltpunkt nach dem Taktimpuls
H 5. Q, = state on output Q in time t,
L Stand am Ausgang Q im Zelit t,
MHBA4116

WRITE @ SCHREIBEN

READ @ LESEN

il
WE — N A N
N — signal non transfered @ keine Signal-
iibertragung ol U=
RA — row address @ Zeilenadresse U= :
CA — column address @ Spaltenadresse b L o
DI — input data @ Eingangsdaten 0o Yo 3 EE,D——I—_ 3
. U= o P
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INSTRUCTION FOR SOLDERING

All semiconductor devices are very sensible to elevated temperatures. In order to prevent
them being damage, the following procedure shoud be adhered to, when such devices are
soldered:

First the ends of leads should be tinned over a length of 5 millimetres. An inert cleaning
agent should be used for soldering (preferably colophonium, solved in aicohol). In the course
of soldering, the excessive heat from the leads must be removed in such a way, that the lead
is gripped in flat-nosed pliers between the semiconductor device and the point to be solde-
red, whereby the heat transfer towards the semiconductor crystal is eliminated. Soldering
lugs in the device, to which the semiconductor devices is to be soldered, must also be first
tinned. For soldering use only a perfectly insulated soldering iron, or an iron, which during
the soldering process is disconnected from the mains. If both parts are well prepared, the
time for soldering propers can bz reduced to 1—2 seconds.

OPERATIONAL RECOMMENDATIONS FOR DESIGNERS

As far as it is necessary to bend the leads at the device, the bend may be made minimum
3 mm from the edge of the device case. The lead must not be stressed for bending on the
point of the seal of the case (there is a risk of breaking off).

STORAGE

It is permitted to store the semiconductor devices only in the closed, dry and ventilated
places, where there is no corrosive ambient, which would be harmful for devices. It is recom-
mended to kap the storage temperature over the range of 5 to 35°C, relative humidity of
the ambient less than 75 9/,.

LOTVORSCHRIFT

Halbleiterbauelemente sind gegen iiberméssige Erwdrmung empfindlich. Um eine Bescha-
digung zu verhiiten, sollte daher folgender Vorgang beim Léten eingehalten werden:

Die Anschlussenden miissen im voraus in einer Ldnge von 5 mm verzinnt werden. Zum Léten
muss ein neutrales Flussmittel (am besten eine Ldésung von Kolophonium in Alkohol) ver-
wendet werden. Beim Loten muss die ldstige Warme von den Anschliissen dadurch abgeleitet
werden, dass der Anschluss an der Stelle zwischen der Létstelle und dem Halbleiter-
Bauelement in die Backen einer Flachganze geklemmt wird, so dass die Wérme sich nicht
durch den Anschluss zum Halbleiterkristall fortsetzen kann, Auch der Létész in Gerdt muss
im voraus Zinn aufgetragen werden. Halbleiter-Bauelemente diirfen im Gerat mit elektrisch
einwandfrei isoliertem oder wihrend des Létens vom elektrischen Netz abgeschalteten Lot-
kolben durchgefihit werden. Sind die Teile im voraus gut vorbereitet, reicht fiir das
eigentliche Loten eine Zeit von 1 bis 2 Sekunden aus.

ANWEISUNG FUR MONTAGE

Wenn es bei der Montage nétig ist die Ausfiihrungen zu biegen, muss die Biegungsstelle
wenigstens 3 mm vom Rande des Halbleitergehauses entfernt sein. Die Ubergangsstelle der
Ausfihrung aus dem Gehduse darf nicht durch Biegungsbeanspruchung liberangestrengt
werden (Bruchgefahr).

LAGERUNG

Die Halbleiter-Bauelemente diirfen nur in geschlossenen, trockenen und geliifteten RGumen
gelagert werden, wo nicht die Gefahr einer agressiven Umgebung besteht, die auf die Halb-
leiter-Bauelemente schédlichen Einfluss haben kénnte. Es wird empfohlen, in den Lagerungs-
rdumen einen Wdarmezustand von 5 bis 35°C einzuhalten und eine relative Feuchtigkeit, die
kleiner als 759, ist.
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